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Dokument ten sluzy wylacznie do celéw dokumentacyjnych i instytucje nie ponosza Zadnej odpowiedzialnosci za jego
zawartos$¢

»>B ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 388/2012
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiajace wspolnotowy system Kkontroli
wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania

(Dz.U. L 129 z 16.5.2012, s. 12)

sprostowane przez:

»Cl1 Sprostowanie, Dz.U. L 346 z 2.12.2014, s. 62 (388/2012)
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ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) NR 388/2012

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiajace
wspolnotowy system kontroli wywozu, transferu, posrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwéjnego zastosowania

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgledniajac Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczegol-
nosci jego art. 207 ust. 2,

uwzgledniajac wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom
narodowym,

stanowiac zgodnie ze zwykla procedura ustawodawcza (1),

a takze majac na uwadze, co nastgpuje:

(1)  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 (?) wprowadzito wymog
skutecznej  kontroli produktow podwoéjnego  zastosowania
(wlacznie z oprogramowaniem i technologia) podczas wywozu
z Unii, tranzytu przez Unig¢ lub dostawy do panstwa trzeciego
w wyniku ustug posrednictwa $wiadczonych przez posrednika
majacego miejsce pobytu lub siedzib¢ w Unii.

(2)  Aby umozliwi¢ panstwom cztonkowskim oraz Unii wypelnianie
ich zobowigzan migdzynarodowych, w zataczniku I do rozporza-
dzenia (WE) nr 428/2009 ustanowiono wspélny wykaz
produktow podwodjnego zastosowania, o ktorych mowa w art. 3
tego rozporzadzenia, ktory wprowadza w zycie uzgodniona na
szczeblu migdzynarodowym kontrolg podwdjnego zastosowania.
Zobowigzania te podjegto w ramach uczestnictwa w Grupie
Australijskiej, Rezimie Kontrolnym Technologii Rakietowych,
Grupie Dostawcow Jadrowych (NSG), porozumieniu z Wassenaar
oraz Konwencji o zakazie prowadzenia badan, produkc;ji, sktado-
wania i uzycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasow.

(3)  Rozporzadzenie (WE) 428/2009 przewiduje, ze lista zawarta
w zalaczniku I ma by¢ aktualizowana zgodnie z odpowiednimi
zobowigzaniami i obowiazkami oraz wszelkimi ich modyfika-
cjami, ktore panstwa cztonkowskie przyjety jako czlonkowie
migdzynarodowych systemow nieproliferacyjnych i porozumien
w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych
traktatow migdzynarodowych.

(4)  Nalezy zmieni¢ zalacznik I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009,
aby uwzgledni¢ zmiany uzgodnione w ramach Grupy Australij-
skiej, Grupy Dostawcoéw Jadrowych, Rezimu Kontrolnego Tech-
nologii Rakietowych oraz porozumienia z Wassenaar po przy-
jeciu tego rozporzadzenia.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzeénia 2011 r. (Dz.U. C 7
E z 10.1.2012, s. 28) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia
21 lutego 2012 r. (Dz.U. C 107 E z 13.4.2012, s. 1). Stanowisko Parlamentu
Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. (dotychczas nieopublikowane
w Dzienniku Urzgdowym).

(®» Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
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(5) W celu ulatwienia stosowania odestan przez organy kontroli
wywozu i podmioty nalezy opublikowaé uaktualniong i skonsoli-
dowang wersj¢ zatacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009.

(6) Nalezy =zatem odpowiednio zmieni¢ rozporzadzenie (WE)
nr 428/2009,

PRZYJMUIJA NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1

Zatacznik 1 do rozporzadzenia (WE) nr 428/2009 zastepuje si¢ tekstem
znajdujacym si¢ w zataczniku do niniejszego rozporzadzenia.

Artykut 2
Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie trzydziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporzadzenie wiaze w catosci i jest bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach czlonkowskich.
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ZALACZNIK

L ZALACZNIK 1

Wykaz, o ktorym mowa w art. 3 niniejszego rozporzadzenia

WYKAZ PRODUKTOW PODWOJNEGO ZASTOSOWANIA

Niniejszy wykaz wprowadza uzgodniona na szczeblu migdzynarodowym
kontrolg produktoéw i technologii podwdjnego zastosowania, w tym przez Poro-
zumienie z Wassenaar, Rezim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR),
Grupg Dostawcow Jadrowych (GDJ), Grupg Australijska i Konwencj¢ o Zakazie
Broni Chemicznej (CWC).

Uwagi

SPIS TRESCI

Akronimy i skroty

Definicje

Kategoria 0
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3
Kategoria 4
Kategoria 5
Kategoria 6
Kategoria 7
Kategoria 8

Kategoria 9

Materiaty, instalacje i urzadzenia jadrowe
Materiaty specjalne i zwigzane z nimi urzadzenia
Przetwarzanie materialow

Elektronika

Komputery

Telekomunikacja i »ochrona informacji«
Czujniki i lasery

Nawigacja i awionika

Urzadzenia okretowe

Kosmonautyka, aeronautyka, naped
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UWAGI OGOLNE DO ZALACZNIKA I

1. W przypadku towarow, ktore sa zaprojektowane lub zmodyfikowane do zasto-
sowan wojskowych, nalezy sprawdzi¢ takze odpowiedni wykaz kontrolny
uzbrojenia publikowany w danym panstwie czlonkowskim. Odsytacz, ktory
moéwi »ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA«, odnosi si¢ do tych
wykazow.

2. Cel kontroli przewidzianej w niniejszym wykazie nie moze by¢ omijany przez
eksportowanie jakichkolwiek towarow niepodlegajacych kontroli (facznie
z instalacjami) zawierajacych jeden lub wigcej sktadnikow podlegajacych
kontroli, gdy kontrolowany skiadnik lub sktadniki sg zasadniczymi elemen-
tami tych towarow i mozliwe jest ich wydzielenie lub zastosowanie do innych
celow.

NB.:  Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany skiadnik lub czesci skiadniki
majq by¢ uwazane za elementy zasadnicze, konieczne jest rozwazenie
czynnikéw: ilosci, wartosci, zawartoSci technologicznego know-how
i innych szczegolnych okolicznosci, ktére mogq zdecydowad, ze kontro-
lowany skladnik lub skladniki sq zasadniczymi elementami dostarcza-
nych towaréw.

3. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmuja zar6wno towary nowe,
jak 1 uzywane.

4. W niektorych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliow.
Wykaz ma zastosowanie do chemikaliéw o tym samym wzorze strukturalnym
(w tym do hydratow), niezaleznie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS sa
podane, by ufatwia¢ identyfikacj¢ danych chemikaliow lub mieszanin, bez
wzgledu na nomenklaturg. Numery CAS nie moga by¢ stosowane jako jedyne
zrodto informacji stuzace do identyfikacji chemikaliéw, gdyz niektore postacie
wymienionych chemikaliow maja rézne numery CAS, a mieszaniny zawiera-
jace chemikalia wymienione w wykazie moga takze mie¢ rézne numery CAS.

UWAGA DO TECHNOLOGII JADROWEJ (UdTJ)
(Czyta¢ tacznie z grupa E kategorii 0)

»Technologia« bezposrednio zwigzana z ktorymikolwiek towarami wymienio-
nymi w kategorii 0 objeta jest kontrola zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

»Technologia«, ktora jest »niezbgdna« do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytko-
wania« towaré6w objetych kontrola, pozostaje pod taka sama kontrolag nawet
wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardow nieobjetych taka kontrola.

Zgoda na wywoz okreslonych towaré6w upowaznia rowniez do wywozu do tego
samego uzytkownika minimalnej »technologii« wymaganej dla zainstalowania,
eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarow.

Kontrole transferu »technologii« nie maja zastosowania do informacji »bgdacych
wlasnoscia publiczna« lub zwigzanych z »podstawowymi badaniami nauko-
wymi«.

UWAGA OGOLNA DO TECHNOLOGII (UOdT)
(Czytac¢ facznie z grupa E kategorii od 1 do 9)

Wywoz »technologii«, ktora jest »niezbedna« do »rozwoju«, »produkcji« lub
»uzytkowania« towaréw wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega
kontroli na warunkach podanych w kazdej z tych kategorii.

»Technologia«, ktora jest »niezbgdna« do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytko-
wania« towaré6w objetych kontrola, pozostaje pod taka sama kontrola nawet
wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towarow nieobjetych taka kontrola.
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Kontrola nie obejmuje si¢ minimalnej »technologii« wymaganej do zainstalo-
wania, eksploatacji, utrzymania i naprawy towarow niekontrolowanych Iub
takich, ktore uzyskaly odrgbnie zgodg na wywoz.

NB.: Powyzsze nie zwalnia od kontroli »technologii« wymienionych w pozycjach
1E002.e, 1E002.f, 8E002.a i 8E002.b.

Kontrola transferu »technologii« nie ma zastosowania do informacji »bgdacych
wlasnoscia publiczna«, zwiazanych z »podstawowymi badaniami naukowymi«
lub minimum informacji koniecznych przy sktadaniu wnioskéw patentowych.

UWAGA OGOLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzedna w stosunku do kontroli okreslonych w grupie
D kategorii od 0 do 9).

Kategorie 0 do 9 niniejszego wykazu nie obejmuja kontrola »oprogramowania,
ktore jest:

a. ogodlnie dostgpne poprzez:

1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez
zadnych ograniczen w wyniku:

a. bezposrednich transakcji sprzedazy;

b. transakcji realizowanych na zamoéwienie pocztowe;

c. transakcji zawieranych droga elektroniczng; lub

d. transakcji realizowanych na zamoéwienie telefoniczne; oraz

2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecz-
nosci dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy; lub

NB. Punkt a uwagi ogdlnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli
»oprogramowania« wymienionego w kategorii 5 — czes¢ 2 (»Bezpie-
czenstwo informacji«).

b. uznawane za »bgdace wlasno$cia publiczna«.
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AKRONIMY I SKROTY UZYWANE W NINIEJSZYM ZALACZNIKU

Akronimy lub skroty uzyte jako zdefiniowany termin znajduja si¢ w »Definicjach
terminéw uzytych w niniejszym zataczniku«.

Akronim lub skrot

Znaczenie

ABEC
AGMA
AHRS
AISI
ALU
ANSI
ASTM
ATC

AVLIS

CAD
CAS

CCITT

CDU
CEP
CNTD

CRISLA

CVD

Cw

CW (dotyczy laserow)
DME

DS

EB-PVD

EBU

ECM

ECR

EDM

EEPROMS

EIA

EMC

Komitet Inzynierow Lozysk PierScieniowych
Amerykanskie Stowarzyszenie Producentow Przektadni
uktady informujace o potozeniu i kursie

Amerykanski Instytut Zelaza i Stali

jednostka arytmetyczno-logiczna

Amerykanski Narodowy Instytut Normalizacji
Amerykanskie Towarzystwo Materialoznawcze
kontrola ruchu lotniczego

instalacje do rozdzielania izotopéw za pomoca »laserow«
w parach atomowych

projektowanie wspomagane komputerowo
Serwis Dokumentacji Chemicznej

Migdzynarodowy Komitet Konsultacyjny Telegraficzny
i Telefoniczny

jednostka sterowania i wys$wietlania
krag rownego prawdopodobiefistwa
rozklad termiczny z regulowanym zarodkowaniem

reakcja chemiczna wywotana selektywna laserowa
aktywacja izotopow

osadzanie chemiczne z pary

wojna chemiczna

fala ciagta (w laserach)

radiodalmierz

ukierunkowane krzepnigcie

fizyczne osadzanie pary z wiazka elektronow
Europejska Unia Nadawcow
elektromechaniczne techniki obrobki
rezonans elektronowo-cyklotronowy
elektroiskrowe obrabiarki

elektronicznie wymazywalna programowana pamig¢ tylko
do odczytu

Stowarzyszenie Przemystu Elektronicznego

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
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Akronim lub skrot

Znaczenie

ETSI
FFT
GLONASS
GPS
HBT
HDDR
HEMT
ICAO
IEC
IEEE
IFOV
ILS
IRIG
ISA
ISAR
ISO
ITU
JIS

JT
LIDAR
LRU
MAC

Mach

MLIS

MLS
MOCVD
MRI
MTBF
Mtops
MTTF
NBC

NDT

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
szybka transformata Fouriera

globalny system nawigacji satelitarnej
globalny system lokalizacji

tranzystory heterobipolarne

cyfrowy zapis magnetyczny z duza ggstoscia
tranzystory o wysokiej ruchliwosci elektronow
Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Instytut Inzynieréw Elektryki i Elektroniki
chwilowe pole widzenia

system ladowania na przyrzady

grupa oprzyrzadowania migdzyzakresowego
migdzynarodowa atmosfera wzorcowa

radar z odwr6cona synteza apertury
Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Migdzynarodowy Zwiazek Telekomunikacyjny
Japonska Norma Przemystowa

Joule-Thomson

radar optyczny

liniowy element wymienny

kod uwierzytelniania wiadomosci

stosunek predkosci obiektu do predkosci dzwigku (od
nazwiska Ernsta Macha)

instalacje do rozdzielania izotopéw za pomoca »laserow«
molekularnych

mikrofalowe systemy ladowania

osadzanie z par lotnych zwiazkéw metaloorganicznych
tworzenie obrazOw za pomoca rezonansu magnetycznego
$redni czas migdzyawaryjny

milion teoretycznych operacji na sekundg

$redni czas do awarii

jadrowy, biologiczny i chemiczny

badanie nieniszczace
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Akronim lub skrot

Znaczenie

PAR

PIN
ppm
PSD
QAM
RF

SACMA

SAR
SC
SLAR
SMPTE
SRA
SRAM
SRM
SSB
SSR
TCSEC
TIR
uv
UTS
VOR

YAG

urzadzenia radiolokacyjne doktadnego podejscia do lado-
wania

osobisty numer identyfikacyjny
czesci na milion

gestos¢ widmowa mocy
modulacja kwadraturowa
czestotliwo$¢ radiowa

Stowarzyszenie Dostawcow Wysokojakosciowych Mate-
riatow Kompozytowych

radar z synteza apertury

monokrysztat

radar poktadowy obserwacji bocznej

Stowarzyszenie Inzynieréw Filmowych i Telewizyjnych
warsztatowy zespot wymienny

statyczna pamig¢ o dostgpie swobodnym

metody zalecane przez SACMA

pojedyncza wstgga boczna

radar wtornego nadzorowania

kryteria oszacowania poufnych systemow komputerowych
catkowity wskazany odczyt

nadfiolet

wytrzymalo$¢ na rozciaganie

radiolatarnia kierunkowa wysokiej czgstotliwosci

granat itrowo-aluminiowy
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DEFINICJE TERMINOW UZYWANYCH W NINIEJSZYM ZALACZNIKU

Definicje termindw w »cudzystowie pojedynczym« podano w uwadze tech-
nicznej do odpowiedniej pozycji.

Definicje termindw w »cudzystowie podwdjnym« sa nastgpujace:
NB.: Odnosniki do kategorii podano w nawiasach po zdefiniowanym terminie.

»Aktywacja kryptograficzna« (5) oznacza dowolng technike, ktora aktywuje lub
umozliwia funkcje kryptograficzne za pomoca bezpiecznego mechanizmu zasto-
sowanego przez producenta danego artykulu i jest w sposob niepowtarzalny
zwigzana z tym artykutem lub z klientem, na ktorego potrzeby aktywuje lub
umozliwia si¢ funkcje kryptograficzne (np. klucz licencyjny powiazany
z numerem seryjnym lub instrument uwierzytelniajacy jak np. certyfikat
z podpisem cyfrowym).

Uwaga techniczna:

Techniki i mechanizmy »aktywacji kryptograficznej« mogq by¢ realizowane
w postaci sprzetu, »oprogramowania« lub »technologii«.

»Algorytm asymetryczny« (5)

Algorytm kryptograficzny, w ktérym stosuje si¢ rézne, powiazane matema-
tycznie, klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

NB.: Powszechnym zastosowaniem »algorytmu asymetrycznego« jest zarzq-
dzanie kluczami.

»Algorytm symetryczny« (5)

Algorytm kryptograficzny, w ktérym stosuje si¢ identyczne klucze do szyfro-
wania i deszyfrowania.

NB.: Powszechnym zastosowaniem »algorytmu symetrycznego« jest utajnianie
danych.

»Analizatory sygnatow« (3)

Urzadzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametrow sygnalow
o jednej czgstotliwosci, bedacych skltadowymi sygnatow wieloczgstotliwoscio-
wych.

»Analizatory sygnatéow dynamicznych« (3)

»Analizatory sygnatow«, w ktorych zastosowano techniki cyfrowego probko-
wania i przeksztalcania w celu utworzenia obrazu widma Fouriera danej postaci
fali, tacznie z informacjami o jej amplitudzie i fazie.

NB.: Zob. takze »Analizatory sygnatow«.
»APP« (4) — zob. »Skorygowana wydajno$¢ szczytowa«.
»Atomizacja gazowa« (1)

Proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o $rednicy 500 pm
lub mniejszej za pomoca strumienia gazu o wysokim ci$nieniu.

»Atomizacja prozniowa« (1)

Proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o $rednicy 500 pm
lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach
podci$nienia.

»Atomizacja rotacyjna« (1)

Proces rozpylania strumienia lub jeziorka stopionego metalu na kropelki o $red-
nicy 500 um lub mniejszej za pomoca sily od$rodkowe;.
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»Automatyczne $ledzenie celu« (6)

Technika przetwarzania umozliwiajaca automatyczne okredlanie i podawanie na
wyjéciu w czasie rzeczywistym ekstrapolowanej wartosci najbardziej prawdopo-
dobnego potozenia celu.

»Bandaz« (9) oznacza element sktadowy pierscienia stacjonarnego (jednolity lub
o budowie segmentowej) zamocowany na powierzchni wewngtrznej korpusu
turbiny lub element znajdujacy si¢ na koncowce lopatki turbiny, ktory stuzy
przede wszystkim jako uszczelnienie gazodynamiczne migdzy elementami stacjo-
narnymi a wirujacymi.

»Bezpilotowy statek powietrzny« (»UAV«) (9)

Kazdy statek powietrzny zdolny do wzniesienia si¢ w powietrze i kontynuowania
kontrolowanego lotu i nawigacji bez obecnosci ludzi na poktadzie.

»Bicie promieniowe« (odchylenie od wlasciwego ruchu) (2)

Promieniowe przemieszczenie glownego wrzeciona w ciagu jednego obrotu,
mierzone w plaszczyznie prostopadiej do osi wrzeciona w punkcie znajdujacym
si¢ na zewngtrznej lub wewngtrznej badanej powierzchni obrotowej. (Zob. ISO
230 czgs¢ 1-1986, paragraf 5.61).

»Bicie osiowe« (2)

Przemieszczenie osiowe wrzeciona glownego podczas jednego obrotu, mierzone
w plaszczyznie prostopadlej do czota wrzeciona, w punkcie sasiadujacym
z obwodem czola wrzeciona (Zob. ISO 230 Czg$¢ 1-1986, paragraf 5.63).

»Bezposrednie wyttaczanie hydrauliczne« (2)

Technika odksztatcania, w ktorej stosowana jest napetniona ptynem odksztatcalna
poduszka, dziatajaca bezposrednio na powierzchni¢ obrabianego przedmiotu.

»Bedace wilasnoscig publiczna« (UOdT UdTJ UOdO)

W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza »technologig« lub »oprogra-
mowanie« dostgpne bez zadnych ograniczen co do ich dalszego rozpowszech-
niania (ograniczenia wynikajace z praw autorskich nie wykluczaja uznania »tech-
nologii« lub »oprogramowania« za »bgdace wlasnoscia publiczna«).

»Calkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami« (’FADEC«) (7, 9)

Elektroniczny system sterowania turbing gazowa lub silnikami o ztozonym cyklu,
wykorzystujacy komputer cyfrowy do kontroli parametrow niezbgdnych do regu-
lacji sity ciagu silnika lub mocy wyjsciowej na wale w calym zakresie pracy
silnika, od poczatku dozowania paliwa do odcigcia jego doptywu.

»Calkowita ggstos¢ pradu« (3)

Catkowita liczba amperozwojow w cewce (tj. suma liczby zwojéw pomnozona
przez maksymalne natg¢zenie pradu przenoszone przez kazdy zwoj) podzielona
przez catkowity przekroj poprzeczny cewki (sktadajacej si¢ z wiokienek nadprze-
wodzacych, matrycy metalowej, w ktorej osadzone sa widkienka nadprzewo-
dzace, materialu stanowiacego obudowg, kanatow chlodzacych itp.).

»Calkowita szybko$¢ transmisji danych cyfrowych« (5)

Liczba bitéw, tacznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i podob-
nymi, przeptywajacych w jednostce czasu pomigdzy odpowiednimi urzadzeniami
w cyfrowym systemie transmisji.
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NB.: Zob. takze »szybkos¢ transmisji danych cyfrowych«.
»Chwilowa szeroko$¢ pasma« (3, 5, 7)

Szeroko$¢ pasma, w ktorym moc wyjsciowa pozostaje na stalym poziomie
z doktadnoscia do 3 dB bez regulacji innych parametrow roboczych.

»Cyrkulacyjne uklady réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjne uklady stero-
wania kierunkiem« (7)

Uktady, w ktorych przeplyw powietrza wokotl powierzchni aerodynamicznych
jest wykorzystywany do zwigkszenia powstajacych na nich sit lub do kierowania
nimi.

»Cywilne statki powietrzne« (1, 3, 4, 7)

»Statki powietrzne« wymienione i okreslone przez organy lotnictwa cywilnego
w podawanych do wiadomosci publicznej wykazach §wiadectw zdatnosci do lotu
jako zdatne do uzytkowania do komercyjnych celéw cywilnych na liniach
wewngtrznych i zewngtrznych lub do legalnych celow cywilnych, prywatnych
lub zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarcze;j.

NB.: Zob. rowniez »statek powietrzny«.
»Czas przelaczania czgstotliwosci« (3, 5)

Czas (tj. opOznienie), jakiego potrzebuje sygnal przy przetaczaniu si¢ z poczat-
kowej zgodnej ze specyfikacjami czgstotliwosci wyjsciowej, zeby osiagnaé
zgodna ze specyfikacjami koncowa czgstotliwos¢ wyjsciowa na poziomie
zadanym lub w przedziale + 0,05 % wokoét tego poziomu. Produkty, ktorych
zgodna ze specyfikacjami czgstotliwo$§¢ miesci si¢ w przedziale wezszym niz
+ 0,05 % wokot ich czgstotliwosci §rodkowej, definiowane sa jako niezdolne
do przetaczania.

»Czas trwania impulsu« (6)

Czas trwania impulsu »lasera« mierzony na poziomie polowy natgzenia pelnej
szeroko$ci (FWHI).

»Czas trwania emisji lasera« (def)

Czas, w ktorym »laser« emituje promieniowanie »lasera«, ktory dla »laserow
impulsowych« oznacza czas emitowania pojedynczego impulsu lub serii kolej-
nych impulsow.

»Czas ustalania« (3)

Podczas przelaczania przetwornika z jednego poziomu na drugi czas potrzebny
do otrzymania na wyjsciu wartosci rozniacej si¢ o potowg bitu od wartosci
koncowe;j.

»Czutos$¢ promieniowania« (6)

Czulo$¢ promieniowania (mA/W) = 0,807 x (dlugos¢ fali w nm) x sprawno$é¢
kwantowa (QE).

Uwaga techniczna:

Sprawnos¢ kwantowq wyraza sie zwykle w postaci procentowej, jednakze do
celow niniejszego wzoru sprawnos¢ kwantowa wyrazona jest jako liczba dzie-
sietna mniejsza niz jeden, np. 78 % to 0,78.

»Doktadnosé« (2, 6)

Zazwyczaj okre§lana w kategoriach niedoktadnosci; jest to maksymalne odchy-
lenie, dodatnie lub ujemne, danej wartosci od uznanej wartosci standardowej lub
prawdziwe;j.
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»Element o podstawowym znaczeniu« (4)

W odniesieniu do kategorii 4 dany element jest »elementem o podstawowym
znaczeniu«, jezeli warto$¢ jego wymiany stanowi ponad 35 % catkowitej
wartos$ci systemu, w ktorego sktad wchodzi. Wartos¢ elementu jest cena ptacona
za element przez producenta systemu lub przez firm¢ montujaca system. Wartos$¢
calkowita jest zwykla cena sprzedazy osobom postronnym w miejscu produkcji
lub w miejscu przygotowywania wysylek towarow.

»Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej« (1)

Technika »gwattownego krzepnigcia« i ekstrahowania wyrobu stopowego podob-
nego do wstggi, polegajaca na zanurzaniu krotkiego odcinka wirujacego ochto-
dzonego bloku w wannie stopionego stopu metalowego.

NB.: »Gwaltowne krzepniecie«: krzepnigcie stopionego materiatu podczas chio-
dzenia z szybkosciq powyzej 1 000 K/s.

»Formowanie rotacyjne z fazy stopionej« (1)

Technika »gwattownego krzepnigcia« polegajaca na uderzaniu strumienia stopio-
nego metalu w wirujacy chlodzony blok, wskutek czego powstaje wyrdb
w postaci platkow, wstegi lub precikow.

NB.: »Gwattowne krzepniecie«: krzepniecie roztopionego materiatu podczas
chlodzenia z szybkosciq powyzej 1 000 K/s.

»Formowanie w stanie nadplastycznym« (1, 2)

Technika odksztalcania termicznego metali, ktorych wydluzenie catkowite do
zerwania, mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania
wytrzymalo$ci na rozciaganie, w normalnych warunkach, jest bardzo mate
(ponizej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne powigkszenie tych wartosci
podczas obrobki.

»Gestosé zastepeza« (6)

Masa elementu optycznego na jednostke pola powierzchni optycznej rzutowanej
na powierzchnig¢ optyczna.

»Gram efektywny« (0, 1)
»Gram efektywny« »specjalnego materiatu rozszczepialnego« oznacza:
a. dla izotopéw plutonu i uranu-233 — masg izotopu w gramach;

b. dla uranu wzbogaconego do poziomu 1 % lub wigcej izotopu uranu-235 —
masg pierwiastka w gramach pomnozona przez kwadrat jego wzbogacenia
wyrazonego w postaci utamka dziesigtnego udziatu wagowego izotopu U-235;

c. dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu ponizej 1 procenta —
masg pierwiastka w gramach pomnozona przez 0,0001;

»Hybrydowy uklad scalony« (3)

Dowolne potaczenie uktadu(-6w) scalonego(-ych) Ilub ukladu scalonego
z yelementami ukladu« lub »skladnikami dyskretnymi« potaczonymi ze soba
w celu realizacji okreslonej(-ych) funkcji, majace wszystkie wymienione ponizej
cechy:

a. posiada co najmniej jedno urzadzenie nieobudowane;

b. zastosowano w nim typowe metody laczenia stosowane podczas produkcji
uktadéw scalonych;

c. mozna je wymienia¢ tylko w calosci; oraz
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d. w normalnych warunkach nie mozna go rozmontowac.

NB. 1: »Element ukladu«: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czesé
uktadu elektronicznego, na przykiad jedna dioda, jeden tranzystor,
Jjeden rezystor, jeden kondensator itp.

NB. 2: »Sktadnik dyskretny«: »element ukltadu« w oddzielnej obudowie z wias-
nymi koncowkami wyjsciowymi.

»Immunotoksyna« (1)

Koniugat jednokomorkowego przeciwciala monoklonalnego i »toksyny« lub
»podjednostki toksyny«, ktory wpltywa selektywnie na komorki chorobowo
zmienione.

»Instalacje do naprowadzania« (7)

Systemy scalajace proces pomiaru i obliczania potozenia pojazdu i jego pred-
kosci (tj. nawigacjg) z obliczeniami i wysylaniem polecen do systeméw stero-
wania lotem pojazdu w celu skorygowania jego toru lotu.

»Instalacje produkcyjne« (7 9)

»Urzadzenia produkcyjne« i specjalnie do nich opracowane oprogramowanie,
wbudowane w instalacje w celu »rozwoju« lub do jednej lub wigcej faz
»produkeji«.

»lzolacja« (9)

Pojgcie stosowane do podzespolow silnika rakietowego, tj. ostony, dyszy,
wlotow, zamknigé oston, obejmujace utrwalone lub potutrwalone maty kauczu-
kowe zawierajace material ogniotrwaly lub izolacyjny. Mozna je rdéwniez
stosowa¢ na klatki lub klapy odprezajace.

»lzolowane zywe kultury« (1)
Zywe kultury w postaci uspionej i w postaci suchych preparatow.
»lzostatyczne zaggszczanie na goraco« (2)

Technika ci$nieniowania odlewu w temperaturach powyzej 375 K (102 °C)
w zamknigtej formie za pomoca réznych czynnikow (gaz, ciecz, czastki state
itp.), ktorej celem jest wytworzenie jednakowej sity we wszystkich kierunkach
w celu zmniejszenia lub wyeliminowania jam wewngtrznych w odlewie.

»Kabel« (1)

Wiazka »wiokien elementarnych«, zazwyczaj uporzadkowanych w przyblizeniu
réownolegle.

»Kat bladzenia losowego« (7)

Narastanie bledu katowego w czasie, spowodowane bialym szumem w predkosci
katowej. (IEEE STD 528-2001).

»Klasy kosmicznej« (3, 6, 8)

Odnosi si¢ do produktow projektowanych, wytwarzanych i testowanych w taki
sposéb, zeby spetiaty specjalne wymagania elektryczne, mechaniczne lub $rodo-
wiskowe, zwigzane z ich stosowaniem podczas wystrzeliwania i wykorzystywania
satelitow lub urzadzen latajacych na duzych wysokosciach, od 100 km wzwyz.

»Kod wynikowy« (9)

Sprzetowo wykonywalna postaé wygodnego wyrazenia jednego lub wigkszej
liczby procesow (»kod zrodlowy« (jezyk zrodtowy)), ktore zostaty skompilowane
przez system programowania.
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»Kod zrodlowy (lub jezyk zrodtowy)« (6, 7, 9)

Wygodny sposob wyrazenia jednego lub kilku procesow, ktory moze by¢ prze-
ksztalcony przez system programowania w posta¢ dajaca si¢ wykonaé na urza-
dzeniu (»kod wynikowy« (lub jezyk wynikowy)).

»Kompleksowe sterowanie lotem« (7)

Automatyczne sterowanie zmiennymi stanu »statku powietrznego« i toru lotu dla
zrealizowania zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym
danych dotyczacych celu, zagrozen lub innych »statkow powietrznych«.

»Kompresja impulséw« (6)

Kodowanie i przetwarzanie dlugiego impulsowego sygnalu radarowego na krotki,
przy zachowaniu korzys$ci wynikajacych z wysokiej energii impulsu.

»Komputer cyfrowy« (4, 5)

Urzadzenie zdolne do wykonywania, w postaci jednej lub kilku zmiennych
dyskretnych, wszystkich ponizszych funkcji:

a. przyjmowanie danych;

b. zapamigtywanie danych lub instrukcji na trwatych lub nietrwatych (zapis
usuwalny) urzadzeniach pamigciowych;

c. przetwarzanie danych za pomoca zapamigtanej sekwencji instrukcji, ktora
mozna modyfikowaé; oraz

d. generowanie danych wyjsciowych.

NB.: Modyfikacje zapamietanej sekwencji instrukcji dotyczq wymiany trwalych
urzqdzen pamieciowych, ale nie fizycznych zmian przewodow Ilub polq-
czen.

»Komputer neuronowy« (4)

Urzadzenie obliczeniowe zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do nasladowania dziatalnosci neuronu lub zbioru neuronéw, tj. urzadzenie obli-
czeniowe wyrdzniajace si¢ mozliwoscia sprzgtowego modulowania znaczenia
i liczby potaczen pomigdzy wieloma elementami obliczeniowymi w oparciu
o poprzednie dane.

»Komputer optyczny« (4)

Komputer zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do uzywania
$wiatla jako nosnika danych oraz taki, ktorego elementy obliczeniowo-logiczne
dziataja bezposrednio na sprzg¢zonych urzadzeniach optycznych.

»Komputer z dynamicznag modyfikacja tablic« (4)

Komputer, w ktorym przeptyw i modyfikacja danych sa dynamicznie sterowane
przez uzytkownika na poziomie bramek logicznych.

»Komutacja optyczna« (5)

Przekazywanie lub komutacja sygnaldow w postaci optycznej bez przetwarzania
na sygnaly elektryczne.

»Krag Roéwnego Prawdopodobienstwa« (CEP) (7)

Jest to miara doktadnosci wyrazana jako promien okregu ze $rodkiem w miejscu
znajdowania si¢ celu, w ktory wpada 50 % tadunkow uzytecznych, przy okre-
Slonym zasiggu.
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»Kryptografia« (5)

Dziedzina wiedzy zajmujaca si¢ zasadami, narz¢dziami i metodami przeksztal-
cania danych w celu ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania mozli-
wosci niepostrzezonego ich modyfikowania lub uniemozliwienia dostgpu do nich
osobom niepowolanym. »Kryptografia« ogranicza si¢ do przeksztalcania infor-
macji za pomoca jednego lub wigkszej liczby w»tajnych parametrow« (np.
szyfrow) lub zwiazanego z tym zarzadzania kluczami.

NB.: »Tajny parametr«: wartos¢ stata lub klucz trzymany w tajemnicy przed
osobami postronnymi lub znany wylqcznie pewnej grupie o0sob.

»Kryptografia kwantowa« (5)

Grupa technik pozwalajacych uzyskiwa¢ wspélny klucz do celow »kryptografii«
poprzez pomiar whasnosci kwantowych uktadu fizycznego (w tym wiasnosci
fizycznych jawnie zaleznych od praw optyki kwantowej, kwantowej teorii pola
lub elektrodynamiki kwantowej).

»Laser« (0, 2, 3, 5,6, 7, 8,9)

Zespot elementow wytwarzajacy wiazke $wiatta spojnego zaréwno w przestrzeni,
jak 1 w czasie, wzmocniona za pomoca stymulowanej emisji promieniowania.

NB.: Zob. rowniez
»Laser chemiczny«
»Laser o super wysokiej mocy«,
»Laser z przekazaniem energii«.
»Laser chemiczny« (6)

»Laser«, w ktorym wzbudzanie czynnika nastgpuje za pomoca energii pocho-
dzacej z reakcji chemicznej.

»Laser impulsowy« (6)

»Laser«, w ktorym »czas trwania impulsu« jest rowny lub mniejszy niz 0,25 s.
»Laser o fali ciaglej« (6)

»Laser« dajacy nominalnie stala energi¢ wyjSciowa w czasie dtuzszym niz 0,25 s.
»Laser o super wysokiej mocy« (»SUPL.«) (6)

»Laser«, ktory moze dostarczy¢ energi¢ wyj$ciowa (catkowita lub czgSciowa)
powyzej 1 kJ w ciagu 50 ms lub taki, ktérego moc przecigtna lub moc w przy-
padku fali ciaglej wynosi powyzej 20 kW.

»Laser z przekazaniem energii« (6)

»Laser«, w ktorym czynnik emitujacy promieniowanie laserowe jest wzbudzany
dzigki transferowi energii wskutek zderzen atoméw lub molekut, niebioracych
udzialu w akcji laserowej, z atomami lub molekutami czynnika emitujacego
promieniowanie laserowe.

»Liniowosc« (2)

»Liniowo$¢« (zazwyczaj okre§lana w kategoriach nieliniowosci) stanowi maksy-
malne odchylenie parametru rzeczywistego (przecigtnej wartosci gornego
i dolnego odczytu na skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii prostej
poprowadzonej w taki sposob, zeby maksymalne odchylenia zostaty wyrownane
i zminimalizowane.

»Lacznos¢ kanatowa« (5)

Metoda przesytania sygnatow, w ktorej pojedynczy kanat pomigdzy centralami
telefonicznymi przenosi, za pomoca komunikatow etykietowanych, informacje

sygnatowe dotyczace wielu uktadow lub rozméw oraz inne informacje, np. stoso-
wane do obstugi sieci.
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»Magnetometry« (6)

Przyrzady do wykrywania pol magnetycznych zrédet zewngtrznych wzgledem
przyrzadu pomiarowego. Sktadaja si¢ z pojedynczego czujnika pola magnetycz-
nego i odpowiedniego uktadu elektronicznego, na ktorego wyjsciu jest wartos¢
mierzonego pola magnetycznego.

»Manipulatory« (2)

»Manipulatory« obejmuja uchwyty, »aktywne jednostki oprzyrzadowania« lub
wszelkie inne oprzyrzadowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) ptycie

na koncu ramienia manipulacyjnego »robota«.

NB.: »Aktywne jednostki oprzyrzqdowania«: urzqdzenia do przytozenia mocy
napedowej, energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.

»Materiat kompozytowy« (1, 2, 6, 8, 9)

»Matryca« oraz dodatkowa faza lub dodatkowe fazy, skladajace sig¢ z czastek,
wilokienek, wiokien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okre$lonym
celu lub celach.

»Materialy energetyczne« (1)

Substancje lub mieszanki wchodzace w reakcje chemiczne, by uwolni¢ energig
potrzebna do ich zamierzonego zastosowania. Podklasami materiatbw energetycz-
nych sa »materiaty wybuchowe«, »materiaty pirotechniczne« i »paliwa«.

»Materiaty wybuchowe« (1)

Stale, ciekle lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, ktore maja za
zadanie detonowaé w charakterze tadunku inicjujacego, detonatora posredniego
lub tadunku gtéwnego w glowicach bojowych, w robotach rozbiérkowych lub
w innych zastosowaniach.

»Materialy odporne na korozyjne dziatanie UFg« (0)

Moga nimi by¢ miedz, stal nierdzewna, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub
stop zawierajacy 60 % wagowych lub wigcej niklu oraz odporne na dzialanie
UF¢ fluorowane polimery wegglowodorowe, stosownie do rodzaju procesu
separacji.

»Materiaty wiokniste lub wiokienkowe« (0, 1, 8)

Termin »materiat wtdknisty lub widkienkowy« obejmuje nastgpujace pojgcia:

a. »wlokna elementarne« o strukturze ciaglej;

b. »przedza« i »rowing« o strukturze ciagtej;

c. »taSmy, tkaniny, maty i oploty o strukturze beztadnej;

d. wtdkna cigte na drobne kawatki, wtdkna pocigte na dtuzsze odcinki oraz
spojne maty z wiokien;

e. wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej dtugosci;
f. pulpa z poliamidu aromatycznego.
»Matryca« (1, 2, 8, 9)

W zasadzie faza o strukturze ciaglej wypelniajaca przestrzen pomigdzy czast-
kami, wiskerami lub wioknami.

»Matryca detektorowa plaszczyzny ogniskowej« (6, 8)

Plaska warstwa o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej lub potaczenie takich
ptaskich warstw, ztozonych z oddzielnych elementow detekcyjnych, z elektro-
nicznym urzadzeniem odczytujacym lub bez, pracujaca w plaszczyznie
ogniskowej.
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NB.: Definicja ta nie obejmuje stosu pojedynczych elementow detekcyjnych ani
detektorow dwu-, trzy- Ilub czteroelementowych, pod warunkiem :ze
w elemencie nie sq realizowane opoznienie ani integracja

»Mierniki gradientu magnetycznego« (6)

Przyrzady do wykrywania zmian przestrzennych pol magnetycznych ze zrodet
zewnetrznych w stosunku do przyrzadu pomiarowego. Skladaja si¢ z wielu
»magnetometrow« 1 przynaleznych uktadéw elektronicznych, stuzacych do
pomiaru gradientu pola magnetycznego.

NB.: Zob. rowniez »Miernik gradientu magnetycznego wlasciwego«.
»Miernik gradientu magnetycznego wiasciwego« (6)

Pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz zwigzane
z nim urzadzenia elektroniczne, stuzacy do pomiaru gradientu pola
magnetycznego.

NB.: Zob. rowniez »Miernik gradientu magnetycznego«.

»Mieszanina chemiczna« (1) oznacza produkt staty, ptynny lub gazowy sktada-
jacy sig¢ z dwoch lub wigceej sktadnikow, ktore nie reaguja ze soba w warunkach,
w ktorych mieszanina jest przechowywana.

»Mieszanie« (1)

Mieszanie wiokien materialdw termoplastycznych z widknami materialow
wzmacniajacych w celu wytworzenia mieszanki wlokien wzmacniajacych
Z »matryca«, majacej w calosci formg¢ wioknista.

»Mikroorganizmy« (1, 2)

Bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne, wzmoc-
nione lub zmodyfikowane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub materiatu
zawierajacego Zywe organizmy, ktory rozmyslnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami.

»Moc szczytowa« (6)
Najwyzszy poziom mocy osiggany w »czasie trwania emisji lasera«.
»Modut wiasciwy« (0, 1, 9)

Modut Younga w paskalach (1 paskal = 1 N/m?) podzielony przez cigzar
wlasciwy w N/m?, mierzony w temperaturze (296 = 2) K ((23 * 2) °C) i przy
wilgotnosci wzglednej (50 = 5) %.
»Monolityczny uktad scalony« (3)

Potaczenie »elementow obwodu« czynnych lub biernych lub obu rodzajow,
o nastgpujacych cechach charakterystycznych:

a. jest uformowane technika dyfuzyjna, technikami implantacyjnymi lub techni-
kami osadzania w pojedynczym pétprzewodzacym kawatku materiatu, tzw.
chipie lub na nim;

b. mozna je traktowac¢ jak element niepodzielny; oraz
c. realizuje funkcje(-e) obwodu.

NB.: »Element obwodu«: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czes¢
uktadu elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, konden-
sator itp.

»Monospektralne czujniki obrazowe« (6)

Czujniki pozwalajace na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma
widma dyskretnego.
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»Mozliwos$¢ programowania przez uzytkownika« (6)

Mozliwo§¢ wprowadzania, modyfikacji lub wymiany »programdéw« przez uzyt-
kownika na innej drodze niz poprzez:

a. fizyczna modyfikacjg okablowania lub polfaczen; lub
b. ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrow.
»Nadprzewodniki« (1, 3, 5, 6, 8)

Materiaty: tj. metale, stopy lub zwiazki, ktore moga catkowicie straci¢ swoja
opornos¢, tj. ktore moga uzyskac nieskofniczong przewodnos¢ elektryczng i prze-
wodzi¢ prad elektryczny o bardzo wysokich natgzeniach bez wytwarzania ciepta
Joule’a.

NB.: »Nadprzewodzqcy« stan materiatu jest indywidualnie scharakteryzowany
wtemperaturq krytycznq«, krytycznym polem magnetycznym, bedgcym
funkcjq temperatury, oraz krytycznq gestosciq praqdu, ktora jest funkcjq
zarowno pola magnetycznego, jak i temperatury.

»Nadstopy« (2, 9)

Stopy na osnowie niklu, kobaltu lub Zelaza o bardzo wysokiej wytrzymalosci
w poréwnaniu z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powyzej 922
K (649 °C), w skrajnych warunkach $rodowiskowych i eksploatacyjnych.

»Nawigacja na bazie danych z wielu Zrédet« (»DBRN«) (7)

Systemy oparte na danych z wielu zrédet uprzednio zmierzonych danych geogra-
ficznych zintegrowanych w celu uzyskania doktadnych informacji nawigacyjnych
w warunkach dynamicznych. Do Zrodet danych naleza mapy batymetryczne,
mapy nieba, mapy grawitacji, mapy magnetyczne lub trojwymiarowe cyfrowe
mapy terenowe.

»Niepewno$¢ pomiarowa« (2)

Parametr charakterystyczny okreslajacy, na poziomie ufnosci 95 %, w jakiej
odlegtosci od warto$ci prawidlowej lezy zmienna pomiarowa. W jego skiad
wchodza niedajace si¢ skorygowal odchylenia systematyczne, niedajacy si¢
skorygowa¢ luz oraz odchylenia losowe. (Zob. ISO 10360-2 lub VDI/VDE
2617).

»Niezbedne« (UOdT 1-9)

W odniesieniu do »technologii« dotyczy tylko tej czgéci »technologii«, ktora jest
szczegllnie odpowiedzialna za osiagnigcie lub przekroczenie wartosci para-
metrow, wlasciwoscei lub funkcji objgtych kontrola. Taka wniezbgdna« »techno-
logia« moze by¢ wspolna dla réznych produktow.

»Ochrona informacji« (4, 5)

Wszystkie $rodki i funkcje zapewniajace dostgp, poufno$¢ lub nienaruszalnosé
informacji lub komunikacji, z wylaczeniem $rodkow i funkcji majacych zabezpie-
cza¢ przed wadliwym dziataniem. Obejmuje »kryptografig«, »aktywacjg kryptogra-
ficzna«, »kryptoanalize«, ochrong przed przypadkowym przekazywaniem
sygnatéw odnoszacych sig do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputerow.

NB.: »Kryptoanaliza«: analiza systemow kryptograficznych lub ich wejs¢
i wyjs¢ w celu uzyskania tajnych informacji lub danych, wiqczajqc w to
tajne teksty.

»Odchylenie potozenia katowego« (2)

Maksymalna réznica pomigdzy potozeniem katowym a rzeczywistym, bardzo
doktadnie zmierzonym potozeniem katowym po obrdceniu stolu montazowego
w stosunku do jego potozenia poczatkowego. (Zob. VDI/VDE 2617, Draft
»Rotary tables on coordinate measuring machines« — Stoly obrotowe urzadzen
do pomiaru wspotrzednych).
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»Odpornos¢ na bledy« (4)

Zdolnos¢ systemu komputerowego, po dowolnym wadliwym zadziataniu czgsci
jego sprzgtu lub »oprogramowania«, do dalszego dziatania bez interwencji czto-
wieka, na danym poziomie ustug, zapewniajacym: ciaglto$¢ dziatania, zachowanie
danych bez ich naruszenia oraz odzyskanie zdolno$ci do dziatania w okreslonym
czasie.

»Ogniwo paliwowe« (8)

Urzadzenie elektrochemiczne, ktore zuzywajac paliwo ze zrddla zewngtrznego,
przetwarza energi¢ chemiczng bezposrednio w prad staty.

»Opoznienie sygnatu bramki podstawowej« (3)

Warto$¢ opoznienia sygnatu odpowiadajaca bramce podstawowej, uzywanej
w »rodzinie« »monolitycznych uktadéw scalonych«. Mozna ja wyznaczy¢, dla
danej »rodziny«, jako opOznienie sygnatu na bramke typowa w ramach danej
»rodziny« lub jako typowe opdznienie na bramke¢ w ramach danej »rodziny«.

NB. 1: Nie nalezy myli¢ »opoznienia sygnatu bramki podstawowej« z opoznie-
niem wyjscia/wejscia zlozonego »monolitycznego uktadu scalonego«.

NB. 2: Do »rodziny« zalicza sie wszystkie uktady scalone, ktorych metody
produkcji i specyfikacje techniczne, z wyjqtkiem ich odpowiednich
funkcji, speiniajq wszystkie nastepujqce kryteria:

a. wspolna architektura sprzetowa i oprogramowania;
b. wspolna technologia projektowania i przetwarzania; oraz
c. wspolne charakterystyki podstawowe.

»Oprogramowanie« (Cata UOdO)

Zbidr jednego lub wigkszej liczby »programoéw« lub »mikroprogramow, utrwa-
lony na dowolnym materialnym no$niku.

NB.: »Mikroprogram« oznacza sekwencje elementarnych instrukcji, przechowy-
wanych w specjalnej pamieci, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru
instrukcji specjalnej dla niej instrukcji odwolania.

»Optyczny uktad scalony« (3)

»Monolityczny uklad scalony« lub »hybrydowy uklad scalony«, zaopatrzony
w co najmniej jedng czg¢§¢ przeznaczona do dziatania jako fotoczujnik lub foto-
emiter lub do wykonywania funkcji optycznych lub elektrooptycznych.

»Optymalizacja toru lotu« (7)

Procedura minimalizujaca odchylenia od czterowymiarowej (przestrzen i czas)
planowanej trajektorii lotu oparta na zasadzie maksymalizacji osiagow lub efek-
tywnosci realizacji zadania.

»Pamig¢ operacyjna« (4)

Podstawowa pamig¢ na dane lub instrukcje szybko dostgpna dla jednostki
centralnej. Sktada si¢ z pamigci wewngtrznej »komputera cyfrowego« oraz jednej
z dodatkowych pamigci o strukturze hierarchicznej, takich jak pamig¢ podreczna
(cache) lub pamig¢ dodatkowa z dostgpem niesekwencyjnym.

»Panstwa (nie)bgdace stronami konwencji o zakazie broni chemicznej« (1) sa to
te panstwa, w ktorych Konwencja o zakazie rozwijania, produkcji, sktadowania
i stosowania broni chemicznej (nie) weszta w zycie.

»Panstwo uczestniczace« (7, 9)

Kazde z panstw uczestniczacych w Porozumieniu z Wassenaar.
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»Piksel aktywny« (6, 8)

Najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementow polprzewodnikowych majacy
mozliwo$¢ realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie
$wietlne (elektromagnetyczne).

»Pociski rakietowe« (1, 3, 6, 7, 9)

Kompletne systemy rakiectowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych,

zdolne do przenoszenia tadunku uzytecznego o masie co najmniej 500 kg na
odlegto$¢ co najmniej 300 km.

»Podjednostka toksyny« (1)

Strukturalnie i funkcjonalnie oddzielny sktadnik »toksyny«.

»Podloze« (3)

Ptytka materialu gldwnego z naniesionymi pofaczeniami lub bez nich, na ktorej
lub wewnatrz ktorej mozna umieszcza¢ »sktadniki dyskretne« lub uktady scalone

lub oba z nich.

NB. 1: »Skiadnik dyskretny«: »element obwodu« w oddzielnej obudowie z wias-
nymi koncowkami wyjsciowymi.

NB. 2: »Element obwodu«: pojedyncza, czynna lub bierna czesé funkcjonalna
uktadu elektronicznego, taka jak jedna dioda, jeden tranzystor, jeden
rezystor, jeden kondensator itp.

»Podstawowe badania naukowe« (UOdT, UdTJ)

Prace doswiadczalne lub teoretyczne prowadzone gltéwnie w celu uzyskania
nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach,
nienakierowane bezposrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.
»Podstawowe sterowanie lotem« (7)

Sterowanie stabilno$cia 1 manewrowos$cia »statku powietrznego« za pomoca
generatorow sity lub momentu, tj. za pomoca aerodynamicznych powierzchni
sterujacych lub sterowania wektorem ciagu.

»Pojazdy lzejsze od powietrza« (9)

Balony i statki powietrzne, ktore sa wypetniane goracym powietrzem lub innymi
gazami lzejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodor.

»Powtarzalno§é« (7)

Stopien zgodno$ci powtarzanych pomiardéw tej samej zmiennej w tych samych
warunkach operacyjnych w sytuacji, gdy pomigdzy pomiarami wystgpuja zmiany
warunkow lub przerwy w dzialaniu. (Zob. IEEE STD 528-2001 (odchylenie
standardowe wielkosci 1 sigma)).

»Potprodukt podtozy« (6)

Material monolityczny o wymiarach umozliwiajacych wytworzenie z niego
elementow optycznych, takich jak zwierciadta lub okienka optyczne.

»Prasy izostatyczne« (2)

Urzadzenia umozliwiajace cisnieniowanie zamknigtych komor za pomoca
réznych czynnikdw roboczych (gazu, cieczy, czastek statych itp.) w celu wytwa-
rzania w komorze we wszystkich kierunkach réwnych ci$nien na obrabiany
element lub materiat.

»Preformy wiokien weglowych« (1)

Uporzadkowany uktad powlekanych lub niepowlekanych wiokien przeznaczony
do tworzenia struktur sktadowych przed uzyciem »matrycy« do tworzenia »mate-
rialu kompozytowego«.
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»Produkcja« (Wszystkie UOdT, UdTJ)

Wszystkie etapy zwiazane z produkcja, takie jak: prace konstrukcyjne, techno-
logia produkcji, wytwarzanie, scalanie, montaz (sktadanie), kontrola, testowanie,
zapewnienie jakosci.

»Profile o zmiennej geometrii« (7)

Profile, w ktorych zastosowano klapy lub inne plaszczyzny na krawgdzi sptywu
lub sloty lub osadzone przegubowo noski na krawedzi natarcia, ktorymi mozna
sterowa¢ w locie.

»Program« (2, 6)

Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, majaca posta¢ wykonywalna lub
dajaca sig przeksztalci¢ na wykonywalna przez komputer elektroniczny.

»Przecigtna moc wyjsciowa« (6)

Catkowita energia wyjsciowa »lasera« wyrazona w dzulach podzielona przez
»czas trwania emisji lasera« w sekundach.

»Przestrajalno§é« (6)

Zdolno$¢ »lasera« do wytwarzania ciaglego sygnatu wyjsciowego we wszystkich
dlugosciach fal w przedziale kilku przejs¢ »laserowych«. »Laser« z selekcja
liniowa wytwarza dyskretne dtugosci fal w ramach jednego przej$cia »lasero-
wego« 1 nie jest uwazany za »przestrajalny«.

»Przetwarzanie sygnatow« (3, 4, 5, 6)

Przetwarzanie sygnalow zawierajacych informacje, uzyskanych ze zrodet
zewngtrznych, za pomoca takich algorytméw, jak kompresja czasu, filtrowanie,
ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomigdzy
domenami (np. za pomoca szybkiej transformaty Fouriera lub transformaty
Walsha).

»Przetwarzanie w czasie rzeczywistym« (2, 6, 7)

Przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniajace zadany poziom
realizacji zadan w funkcji dostgpnych $rodkow, w gwarantowanym czasie odpo-
wiedzi, bez wzgledu na obciazenie systemu, kiedy jest on stymulowany przez
wydarzenia zewngtrzne.

»Przetworniki cisnienia« (2)

Urzadzenia przetwarzajace wyniki pomiaru cisnienia na sygnat elektryczny.
»Przedza« (1)

Wiazka skrgconych »skretek«.

NB.: »Skretka« oznacza wiqzke »wickien elementarnych« (zazwyczaj ponad
200) uporzqdkowanych w przyblizeniu réownolegle.

»Przydzielone przez ITU« (3, 5) oznacza przydzial pasm czgstotliwosci zgodnie
z Przepisami Radiowymi ITU (International Telecommunication Union —
Migdzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) dla stuzb podstawowych, dopusz-
czonych i pomocniczych.

NB.: Nie obejmuje kontrolq przydziatow dodatkowych i alternatywnych.
»Przystosowany do uzycia w dziataniach wojennych« (1)

Dowolna modyfikacja lub dobdr (np. zmiana czystosci, dopuszczalnego okresu
magazynowania, agresywno$ci, charakterystyki propagacji lub odpornosci na
promieniowanie nadfioletowe), ktorych celem jest wzmocnienie efektow wywo-
tywania strat w ludnos$ci lub zwierzetach, unieszkodliwiania sprzetu lub powo-
dowania strat w uprawach rolnych lub $rodowisku.
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»Radar o rozproszonym widmie« (6)
(Zob. »Rozproszone widmo radarowe«).
»Reaktor jadrowy« (0)

Kompletny reaktor zdolny do pracy w taki sposob, zeby mogta w nim przebiegaé
kontrolowana, samopodtrzymujaca si¢ reakcja tancuchowa rozszczepiania.
»Reaktor jadrowy« obejmuje wszystkie obiekty znajdujace si¢ wewnatrz zbior-
nika reaktora lub bezposrednio przymocowane do niego, wyposazenie sterujace
poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, ktore zazwyczaj zawieraja chtodziwo
pierwotne rdzenia reaktora lub wchodza z nim w bezposrednia styczno$¢ lub
sterujg nim.

»Robot« (2, 8)

Mechanizm manipulacyjny poruszajacy si¢ po $ciezce ciagtej lub od punktu do
punktu, mogacy korzysta¢ z »czujnikdOw« i majacy wszystkie nastgpujace cechy:

a) jest wielofunkcyjny;

b) ma mozliwo$¢ ustawiania w odpowiednim potozeniu lub orientowania prze-
strzennego materialow, czgsci, narzedzi lub urzadzen specjalnych poprzez
wykonywanie zmiennych ruchéw w przestrzeni trojwymiarowe;j;

c) jest wyposazony w trzy lub wigksza liczbe mechanizméw wspomagajacych,
m.in. silnikdbw krokowych, pracujacych w obwodzie zamknigtym lub
otwartym; oraz

d) ma »mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika« metoda uczenia/odtwa-
rzania lub za pomoca komputera elektronicznego, ktory moze by¢ programo-
wanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechaniczne;j.

NB.: Niniejsza definicja nie obejmuje kontrolq nastgpujqcych urzqdzen:

1. mechanizmow poruszanych wylqcznie recznie Ilub zdalnie przez
operatora;

2. mechanizméw manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchéw, bedq-
cych urzqdzeniami zautomatyzowanymi, realizujqcymi zaprogramowane
mechanicznie, z gory ustalone ruchy. Program jest ograniczony mecha-
nicznie za pomocq ustalonych ogranicznikéw, np. sworzni lub krzywek.
Kolejnos¢ ruchow oraz wybor drogi lub kqtéow nie sq zmienne ani
zmienialne za pomocq Srodkow mechanicznych, elektronicznych Ilub
elektrycznych;

3. mechanicznie sterowanych mechanizméw manipulacyjnych o zmiennej
sekwencji ruchow, bedqcych urzqdzeniami zautomatyzowanymi, reali-
zujqcymi zaprogramowane mechanicznie, z gory ustalone ruchy.

Program jest ograniczony mechanicznie za pomocq ustalonych, cho¢
nastawnych, ogranicznikow, np. sworzni lub krzywek. Kolejnosé
ruchow oraz wybor drogi lub kqtow sq zmienne w ramach ustalonego
schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programo-
wego (np. zmiany kotkow lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku
osiach wspotrzednych dokonuje sie wylqcznie na drodze dziatan
mechanicznych,

4. mechanizmow  manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej
sekwencji ruchow, bedqcych urzqdzeniami zautomatyzowanymi, reali-
zujqcymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny,
ale sekwencja jest realizowana wylqcznie za pomocq sygnatu binarnego
z elektrycznych urzqdzen binarnych o ustalonym mechanicznie polo-
zeniu lub nastawnych ogranicznikow;

5. Zurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorow
dziatajqce w kartezjanskim ukiadzie wspotrzednych, produkowanych
jako integralne czesci pionowych zespolow do silosow, i stuzqce do
uzyskiwania dostepu do zawartosci tych silosow w celu skiadowania
lub wyjmowania.
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»Rowing« (1)

Wiazka (zazwyczaj 12—-120 szt.) uporzadkowanych w przyblizeniu réownolegle
»skretek«.

NB.: »Skretka« oznacza wiqzke »widkien elementarnych« (zazwyczaj ponad
200) uporzqdkowanych w przyblizeniu réownolegle.

»Rozdrabnianie« (1)

Przeprowadzanie materialu w posta¢ drobnoczastkowa przez zgniatanie lub
mielenie.

»Rozdzielczosc« (2)

Najmniejsza dziatka urzadzenia pomiarowego; w przyrzadach cyfrowych jest to
najmniej znaczacy bit. (Zob. ANSI B-89.1.12).

»Rozproszone widmo radarowe« (6)

Dowolna technika modulacji stuzaca do rozpraszania energii sygnalu o stosun-
kowo waskim pasmie czgstotliwosci na duzo szersze pasmo czgstotliwosci, za
pomoca kodowania losowego lub pseudolosowego.

»Rozrzucanie czgstotliwosci« (frequency hopping) (5)

Forma »rozproszenia widma« polegajaca na krokowo-dyskretnej zmianie czgstot-
liwosci nosnej pojedynczego kanatu telekomunikacyjnego, w sposob losowy lub
pseudolosowy.

»Rozrzucone geograficznie« (6)

Odnosi sig¢ do przypadku, kiedy kazdy element znajduje si¢ w odleglosci wigk-
szej niz 1 500 m od innego w dowolnym kierunku. Czujniki ruchome sa zawsze
traktowane jako »rozrzucone geograficznie«.

»Rozwoj« (Wszystkie UOdT, UdTJ)

Odnosi si¢ do wszystkich etapow poprzedzajacych produkcjg seryjna, takich jak:
projektowanie, badania projektowe, analiza projektowa, koncepcja projektowania,
montaz i testowanie prototypow, plany produkcji pilotowej, dane projektowe,
proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfigu-
racji, projektowanie montazu cato$ciowego, rozplanowanie.

»Ruchliwos¢ czgstotliwosci w radarach« (6)

Dowolna technika zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, czgstotliwosci nosnej
impulsowego nadajnika radarowego pomigdzy impulsami lub pomigdzy grupami
impulséw, o wartos¢ rowna lub wigksza od szeroko$ci pasma impulsu.
»SHPL« — zob. »Laser o super wysokiej mocy«.

»Sie¢ lokalna« (4, 5)

System przesytania danych majacy wszystkie nastgpujace cechy:

a. umozliwiajacy bezposrednie polaczenie ze soba dowolnej liczby niezaleznych
»urzadzen do przetwarzania danych«; oraz

b. ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o umiarkowanym
zasiggu (np. biurowiec, zaktad, miasteczko studenckie, magazyn).

NB.: »Urzqdzenie do przetwarzania danych«: urzqdzenie majqce mozliwos¢
nadawania lub odbierania ciqgow informacji cyfrowych.

»Sie¢ osobista« (5)
System przesytania danych majacy wszystkie nastgpujace cechy:

a. umozliwiajacy bezposrednie potaczenie ze soba dowolnej liczby niezaleznych
»urzadzen do przetwarzania danych«; oraz
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b. ograniczony do taczno$ci migdzy urzadzeniami w bezposrednim sasiedztwie
osoby fizycznej lub kontrolera urzadzen (np. pojedyncze pomieszczenie, biuro
Iub samochdd).

Uwaga techniczna:

»Urzqdzenie do przetwarzania danych«: urzqdzenie majqce mozliwos¢ nada-
wania lub odbierania ciqgow informacji cyfrowych.

»Skorygowana wydajnos$¢ szczytowa« (4)

Skorygowana najwigksza predkos$¢, z jaka »komputery cyfrowe« wykonuja
zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnozenia na liczbach 64-bitowych
lub dtuzszych; wyraza si¢ w teraflopsach wazonych (WT), jednostkach wyno-
szacych 10'2 skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundg.

NB.: Zob. kategoria 4, uwaga techniczna.

»Statek powietrzny« (1, 7, 9)

Staloptat, statek z obrotowymi skrzydtami, wiroptat (helikopter), statek ze
zmiennym wirnikiem lub zmiennoplat.

NB.: Zob. rowniez »cywilne statki powietrzne«.
»Specjalny material rozszczepialny« (0)

»Specjalny material rozszczepialny« oznacza pluton-239, uran-233, »uran wzbo-
gacony w izotopy 235 lub 233« oraz dowolne zawierajace je materiaty.

»Stabilnosc« (7)

Odchylenie standardowe (1 sigma) zmienno$ci danego parametru od jego
warto$ci wzorcowej zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych.
Mozna ja wyraza¢ w funkcji czasu.

»Stala czasowa« (6)

Czas, ktory uptywa od pojawienia si¢ bodzca $wietlnego do momentu, kiedy
prad wzro$nie do wartosci rownej wielkosci koncowej pomnozonej przez 1-1/e
(tj. 63 % wartosci koncowe;j).

»Stapianie mechaniczne« (1)

Technika wykonywania stopéw polegajaca na mechanicznym taczeniu, kruszeniu
i ponownym taczeniu sproszkowanych pierwiastkéw i gtownego sktadnika stopo-
wego. Przez dodawanie odpowiednich proszkéw mozna wprowadza¢ do stopu
czastki niemetaliczne.

»Statek kosmiczny« (7, 9)

Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

»Sterowanie ksztattowe« (2)

Co najmniej dwa ruchy »sterowane numerycznie«, realizowane zgodnie z instruk-
cjami okreslajacymi nastgpne potozenie oraz potrzebne do osiagnigcia tego poto-
zenia predkosci posuwow. Predkosci posuwow nie sa jednakowe, wskutek czego
powstaje wymagany ksztalt. (Zob. ISO/DIS 2806-1980).

»Sterowanie numeryczne« (2)

Automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urzadzenie korzystajace
z danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji.
(Zob. ISO 2382).

»Sterowanie moca« (7)

Zmiana mocy sygnalu nadawanego przez wysokosciomierz w taki sposob, zeby

moc odbierana w »statku powietrznym« na danej wysokosci byla zawsze na
minimalnym poziomie niezbednym do okreslenia wysokosci.
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»Sterowany elektronicznie uktad antenowy fazowany« (5, 6)

Antena ksztaltujaca wiazke za pomoca sprzgzenia fazowego, tj. kierunek wiazki
jest utrzymywany za pomoca elementéw promieniujacych o zlozonych wspot-
czynnikach wzbudzenia, przy czym kierunek takiej wiazki (azymut i (lub)
podniesienie katowe) mozna zmienia¢ za pomoca sygnalu elektrycznego,
zarowno dla nadawania, jak i odbioru.

»Sterownik dostgpu do sieci« (4)

Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uzywa si¢ w nim wspolnego nosnika
dziatajacego z taka sama »szybkoScia transmisji danych cyfrowych« w systemie
transmisji z arbitrazem (np. w sensie znacznika lub no$nika). Niezaleznie od
innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych
(np. IEEE 802). Jest to zespol, ktory moze by¢ wbudowany w komputer lub
urzadzenie telekomunikacyjne, z zadaniem zapewniania dostgpu do laczy
telekomunikacyjnych.

»Sterownik toru telekomunikacyjnego« (5)

Interfejs fizyczny sterujacy przeptywem cyfrowych informacji synchronicznych
lub asynchronicznych. Jest to zespot, ktéry moze by¢é wbudowany w komputer
lub urzadzenie telekomunikacyjne, z zadaniem zapewniania dostgpu do taczy
telekomunikacyjnych.

»Stot obrotowo-przechylny« (2)

Stot umozliwiajacy obracanie i przechylanie obrabianego przedmiotu wzglgdem
dwoch osi nierdownoleglych, ktore moga by¢ réwnoczes$nie koordynowane, co
umozliwia »sterowanie ksztattowe«.

»Syntetyzator czgstotliwosci« (3)

Dowolny rodzaj zrodta czestotliwosci, bez wzgledu na stosowana technike,
zapewniajacy uzyskanie wielu rownoczesnych lub naprzemiennych czgstotliwosci
wyjsciowych z jednego lub kilku wyjs¢, uzyskanych z mniejszej liczby czgstot-
liwosci wzorcowych (lub gltéwnych) lub sterowanych lub regulowanych za ich
pomoca.

»Systemy eksperckie« (4, 7)

Systemy generujace wyniki poprzez zastosowanie pewnych zasad do danych
przechowywanych w pamigci niezaleznie od »programu« i majace nastgpujace
mozliwosci:

a. automatyczna modyfikacja »kodu zrodlowego« wprowadzonego przez uzyt-
kownika;

b. dostarczanie informacji zwiazanych z okreslona klasa probleméw w jezyku
quasi-naturalnym; lub

c. nabywanie wiedzy potrzebnej do wlasnego rozwoju (szkolenie symboliczne).
»Systemy FADEC« (7, 9)

Catkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami, czyli
cyfrowe elektroniczne systemy sterowania silnikami turbospalinowymi, ktore sa
w stanie autonomicznie sterowac tymi silnikami w catym zakresie ich pracy, od
uruchamiania do wylaczania ich na zadanie, zarobwno w warunkach ich
normalnej, jak i nieprawidlowej pracy.

»Systemy kompensacji«(6)

Sktadaja si¢ z gléwnego czujnika skalarnego, co najmniej jednego czujnika
odniesienia (np. magnetometru wektorowego) wraz z oprogramowaniem zezwa-
lajacym na zmniejszenie szumu ruchu obrotowego korpusu sztywnego platformy.
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»Szczepionka« (1)

Produkt leczniczy w postaci wyrobu farmaceutycznego, w odniesieniu do ktorego
wladze kraju produkcji lub kraju stosowania wydaly zezwolenie na wprowa-
dzanie do obrotu lub na prowadzenie badan klinicznych, a ktéry wprowadzony
do ustroju ludzkiego lub zwierzgcego ma za zadanie wytworzenie w nim
ochronnej odpornosci immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.

»Szeroko$¢ pasma czasu rzeczywistego« (3)

W »dynamicznych analizatorach sygnatow« — najwigkszy zakres czgstotliwoscli,
jaki analizator moze przesta¢é na wyswietlacz lub do pamigci masowej, bez
jakiejkolwiek przerwy w analizowaniu danych wejsciowych. W przypadku anali-
zatorow o wigcej niz jednym kanale, obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla takiej
konfiguracji kanatéw, ktora daje najwicksza »szeroko$¢ pasma czasu rzeczywis-
tego«.

»Szybkos¢ transmisji danych cyfrowych« (def)

Catkowita szybkos§¢ informacji w bitach, przesylanych bezposrednio na
dowolnym typie nosnika.

NB.: Zob. takze »catkowita szybkos¢ transmisji danych cyfrowychq.
»Sciezki systemowe« (6)

Przetworzone, skorelowane (potaczenie radiolokacyjnych danych o celu z potoze-
niem lecacego statku powietrznego) i zaktualizowane dane dotyczace potozenia
lecacego statku powietrznego, przekazane kontrolerom w osrodku kontroli ruchu
powietrznego.

»Srodek rozpraszania thumu« (1)

Substancje, ktore w warunkach uzycia dla rozproszenia thumu szybko wywotuja
u ludzi podraznienie receptoréw zmystow lub psychiczny efekt unieszkodli-
wienia, znikajacy po krotkim czasie od usunigcia przyczyny.

Uwaga_techniczna:

Gazy {zawiqce stanowiq podzbior »srodkow rozpraszania Humuc.
»Tasma« (1)

Materiat zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych »wiokien
elementarnych«, »skretek«, »rowingdw«, »kabli« lub »przedz« itp., zazwyczaj
impregnowany zywica.

NB.: »Skretka« oznacza wiqzke »wiokien elementarnych« (zazwyczaj ponad
200) uporzqdkowanych w przyblizeniu rownolegle.

»Technologia« (Wszystkie UOdT UdTJ)

Specyficzny rodzaj informacji, niezbedny do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzyt-
kowania« danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ »danych technologicznych«
lub »pomocy technicznej«.

NB. 1: »Pomoc techniczna« moze przybieraé takie formy, jak: przekazanie
instrukcji, umiejetnosci, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploa-
tacji oraz ustugi konsultacyjne i moze obejmowac transfer »danych
technologicznych«.

NB. 2: »Dane technologiczne« mogq mie¢ forme odbitek, planow, wykresow,
modeli, wzorow, tabel, projektow technicznych i opisow, podrecznikow
i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nosnikach
lub urzqdzeniach, takich jak dyski, tasmy, pamieci wylqcznie do odczytu.

»Temperatura krytyczna« (1, 3, 5)

»Temperatura krytyczna« (nazywana czasami »temperatura przemiany«) danego
materiatu »nadprzewodzacego« jest temperatura, w ktorej materiat catkowicie
traci oporno$¢ dla przeptywu elektrycznego pradu statego.
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»Toksyny« (1, 2)

Toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatow lub mieszanek, bez
wzgledu na sposob produkeji, rézne od toksyn istniejacych jako zanieczyszczenia
innych materialow, takich jak probki patogenne, plony, zZywnos$¢ lub posiewy
»mikroorganizmow«.

»Topliwy« (1)

Taki, ktory moze by¢ dalej sieciowany lub polimeryzowany (utwardzany) przy
uzyciu ciepta, promieniowania, katalizatora itd. lub stopiony bez pirolizy (zwgg-
lania).

»Uktad scalony warstwowy« (3)

Uktad »elementow obwodu« i metalowych facznikéw, wytworzony technika
osadzania grubej lub cienkiej warstwy na »podlozu« o wilasciwosciach izoluja-
cych.

NB.: »Element obwodu«: pojedyncza czynna Ilub bierna funkcjonalna czesé
uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor,
jeden kondensator itp.

»Uktad mikrokomputerowy« (3)

»Monolityczny uklad scalony« lub »wielouktad scalony«, w ktérego sklad
wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji
ogolnych, zawartych w pamigci wewngtrznej, na danych znajdujacych sig
W pamigci wewngtrzne;j.

NB.: Pamieé wewnetrzna moze byé wspomagana przez pamiec zewnetrzng.
»Uktad mikroprocesorowy« (3)

»Monolityczny uktad scalony« lub »wielouktad scalony«, w ktorego sktad
wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu
instrukcji ogdlnych zawartych w pamigci zewngtrznej.

NB. 1: »Uktad mikroprocesorowy« zazwyczaj nie jest wyposazony w integralng
pamieé dostepnq dla uzytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicz-
nych moze by¢ wykorzystywana pamieé istniejqca w mikroukladzie.

NB. 2: Definicja ta obejmuje zespoly ukiadow przeznaczone do pracy razem,
w celu realizacji funkcji »ukiadu mikroprocesorowego«.

»Uktady aktywnego sterowania lotem« (7)

Uktady zapobiegajace niepozadanym ruchom lub obciazeniom konstrukcyjnym
»statku powietrznego« lub pocisku rakietowego przez autonomiczne przetwa-
rzanie sygnatow z wielu czujnikow i wydawanie niezbednych polecen do reali-
zacji sterowania automatycznego.

»Uktady czujnikéw optycznych sterowania lotem« (7)

Uktad rozproszonych czujnikéw optycznych, wykorzystujacy promien »lasera«
do dostarczania w czasie rzeczywistym danych dotyczacych sterowania lotem
w celu ich przetwarzania na pokladzie.

»Chlodzenie ultraszybkie« (1)

Technika »gwaltownego krzepnigcia« polegajaca na uderzaniu stopionego stru-
mienia metalu w chlodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci
platkow.

NB.: »Gwaltowne krzepniecie«: krzepniecie roztopionego materialu podczas
chlodzenia z szybkosciq powyzej 1 000 KJs.
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»Ulamkowa szeroko$¢ pasma« (3 5) oznacza »szeroko$¢ chwilowa pasma«
podzielong przez czgstotliwo$¢ srodkowa, wyrazona w procentach.

»Uprzednio separowany« (0, 1)

Oddzielony dowolna technika, ktorej celem jest zwigkszenie zawartosci kontro-
lowanego izotopu.

»Uran naturalny« (0)
Uran zawierajacy mieszaning izotopow wystgpujacych w naturze.
»Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233« (0)

Uran zawierajacy izotopy 235 lub 233 w takich iloSciach, Zze stosunek lacznej
zawartosci tych izotopow do izotopu 238 jest wigkszy niz stosunek zawartosci
izotopu 235 do izotopu 238 wystgpujacy w naturze (stosunek izotopowy 0,71
procenta).

»Uran zubozony« (0)

Uran, w ktorym zawarto$¢ izotopu 235 obnizono do ilo$ci mniejszej niz w warun-
kach naturalnych.

»Urzadzenia produkcyjne« (1, 7, 9)

Oprzyrzadowanie, szablony, przyrzady obrobkowe, trzpienie, formy, matryce,
uchwyty, mechanizmy synchronizujace, urzadzenia testujace, inne maszyny
i ich czgsci skladowe, z ograniczeniem do urzadzen specjalnie zaprojektowanych

lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do »rozwoju« lub co najmniej jednej
fazy »produkcji«.

»Ustalony« (5)

Algorytm kodowania lub kompresji, ktory nie moze akceptowaé parametrow
dostarczonych z zewnatrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie
moze by¢ modyfikowany przez uzytkownika.

»Uzytkowanie« (Wszystkie UOdT UdTJ)

Eksploatacja, instalowanie (facznie z instalowaniem na miejscu), konserwacja
(kontrola), naprawa, remonty i modernizacja.

»Widmo rozproszone« (5)

Dowolna technika stuzaca do rozpraszania energii sygnatu ze stosunkowo
waskiego kanalu telekomunikacyjnego na duzo szersze widmo energii.

»Wielouktad scalony« (3)

Dwa lub wigcej »monolityczne uklady scalone«, spojone ze wspolnym
»podlozem«.

»Wielospektralne analizatory obrazowe« (6)

Umozliwiaja réwnoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych
z dwoch lub wigcej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wigcej niz
dwudziestu dyskretnych pasmach spektralnych sa czasami nazywane hiperspek-
tralnymi analizatorami obrazowymi.

»W1okno elementarne« (lub — widkno) (1)
Najmniejszy inkrement wiokna, zazwyczaj majacy $rednicg kilku mikrometrow.
»Wspotczynnik dryftu (zyroskopu)« (7)

Sktadowa wyjsciowa rotacji zyroskopu funkcjonalnie niezalezna od rotacji
wejsciowej. Jest wyrazany jako predkos¢ katowa (IEEE STD 528-2001).
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»Wrzeciono wahadlowe« (2)

Wrzeciono (uchwyt) do narzgdzi, zmieniajace podczas procesu obrobki polozenie
katowe swojej osi wzglegdem dowolnej innej osi.

»Wspolczynnik skalowania (Zyroskopu lub akcelerometru)« (7)

Stosunek zmiany wartosci wyjsciowej do zmiany warto$ci wejSciowej, ktora ma
by¢ mierzona. Wspolczynnik skalowania jest na ogét szacowany jako nachylenie
linii prostej, ktéra mozna poprowadzi¢ metoda najmniejszych kwadratow
pomigdzy punktami okre$lajacymi parametry wejSciowe/wyjsciowe, uzyskanymi
poprzez cykliczng zmiang parametrow wejsciowych w przedziale ich wartosci.

»Wszystkie dostgpne kompensacje« (2)

Oznacza, ze uwzglgdniono wszystkie wykonalne $rodki, jakie moze zastosowac
producent w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych bledéw pozy-
cjonowania okreslonego modelu obrabiarki lub bledéw pomiarowych okreslo-
nego urzadzenia do pomiaru wspotrzgdnych.

»Wychylenie wstgpne akcelerometru« (7)

Srednia wartos¢ wskazywana przez akcelerometr przez okreslony czas, mierzona
w okreslonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazujaca wspolzaleznosci
z przyspieszeniem wejsciowym ani z wejsciowa predkoscia obrotowa. Wychylenie
wstgpne akcelerometru wyrazone jest w gramach lub w metrach na sekundg do
kwadratu (g lub m/s2). (Norma IEEE 528-2001). (Mikrogram réwny jest 1 x 10-0¢).

»Wychylenie wstgpne zyroskopu« (7)

Srednia warto$¢ wskazywana przez zyroskop przez okre§lony czas, mierzona
w okreslonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazujaca wspolzaleznosci
z wejSciowa predkoscia obrotowa ani z przyspieszeniem wejsciowym. Wychy-
lenie wstgpne zyroskopu wyrazone jest z reguly w stopniach na godzing (°/h).
(Norma IEEE 528-2001).

»Wyktadzina wewngtrzna« (9)

Warstwa posrednia pomigdzy paliwem stalym a obudowga lub warstwa izolacyjna.
Zazwyczaj jest to plynna polimerowa zawiesina materialu ogniotrwalego lub
izolacyjnego, np. polibutadien z fancuchami zakonczonymi grupami hydroksylo-
wymi (HTPB) wypehliony weglem lub inny polimer z dodatkiem S$rodkow
utrwalajacych, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewngtrznej powierzchni
ostony.

»Wytrzymato§¢ wlasciwa na rozciaganie« (0, 1, 9)

Wytrzymato$é na rozciaganie w paskalach (1 paskal = N/m?) podzielona przez
mas¢ whasciwa w N/m3, mierzona w temperaturze (296 = 2) K ((23 = 2) °C)
i przy wilgotno$ci wzglednej (50 + 5) %.

»Wzmacnianie obrazu« (4)

Przetwarzanie obrazéw zawierajacych informacje, uzyskanych ze zrodet
zewngetrznych, za pomoca algorytmow, takich jak kompresja czasu, filtrowanie,
ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomigdzy
domenami (np. za pomoca szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji
Walsha). Nie obejmuje kontrola algorytmow, w ktorych stosowane sa wylacznie
przeksztalcenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesu-
nigcie, ekstrahowanie jakiej$ cechy, rejestracja lub falszywe barwienie.

»Wzmocnienie optyczne« (5)

W telekomunikacji optycznej technika wzmacniania polegajaca na uzyskiwaniu
sygnatow optycznych generowanych przez oddzielne zrodlo optyczne, bez ich
przetwarzania na sygnaty elektryczne, tj. za pomoca potprzewodnikowych wzmac-
niaczy optycznych lub $wiattowodowych wzmacniaczy luminescencyjnych.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 31

»Zasigg przyrzadowy« (6)
Jednoznacznie okreslony zasigg radaru.
»Zespot elektroniczny« (2, 3, 4, 5)

Pewna liczba elementow elektronicznych (tj. »elementow obwodu«, »elementow
dyskretnych«, uktadow scalonych itp.) potaczonych ze soba w celu realizacji
okreslonej(-ych) funkcji, wymienialna w catosci, ktéra zazwyczaj moze by¢
demontowana.

NB. 1: »Element obwodu«: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czesé
uktadu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden
rezystor, jeden kondensator itp.

NB. 2: »Element dyskretny«: oddzielnie obudowany »uktad elementarny«
z wlasnymi koncowkami wyjsciowymi.

»Zgrzewanie dyfuzyjne« (1, 2, 9)

Laczenie molekularne w stanie stalym co najmniej dwoch oddzielnych metali
w jeden element, przy czym wytrzymato$¢ miejsca potaczenia jest rowna wytrzy-
malosci najstabszego z materiatow.

»Zwiazki 1lI/V« (3 6)

Substancje polikrystaliczne, binarne lub zlozone substancje monokrystaliczne
sktadajace si¢ z pierwiastkow grupy IIIA i VA ukladu okresowego pierwiastkow
(np. arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek indu).

»Zwierciadla odksztalcalne« (6)

(Okresla si¢ je rowniez jako zwierciadta piezoelektryczne). Sa to zwierciadla
majace:

a. jedng ciagla odbijajaca powierzchni¢ optyczna, ktéra mozna dynamicznie
odksztatlca¢ za pomoca pojedynczych momentéow lub sit, kompensujac
w ten sposOb znieksztalcenia fal optycznych padajacych na zwierciadto; lub

b. wiele odbijajacych elementow optycznych, ktore mozna oddzielnie i dyna-
micznie przemieszcza¢ w inne polozenie za pomoca dziatajacych na nie
momentow lub sil, kompensujac w ten sposob znieksztatcenia fal optycznych
padajacych na zwierciadlo.
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KATEGORIA 0
MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE
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0A
0A001

Systemy, urzadzenia i czes$ci skladowe

Nastgpujace »reaktory jadrowe« oraz specjalnie zaprojektowane
lub przystosowane do uzytkowania z nimi urzadzenia i podzes-

poty:

a.

b.

»reaktory jadrowe«;

metalowe zbiorniki lub gtéwne prefabrykowane czgsci do nich,
w tym gorne pokrywy zbiornika ciSnieniowego reaktora,
specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania
w nich rdzenia »reaktora jadrowego«;

. urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przy-

stosowane do zatadunku i wyladunku elementow paliwowych
»reaktorow jadrowyche;

. prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane

do sterowania procesem rozszczepienia w  »reaktorze
jadrowym«, odpowiednie elementy nosne lub zawieszenia,
mechanizmy napgdu oraz prowadnice rurowe do pretow
regulacyjnych;

. przewody cisnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub

wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chtodziwo
w »reaktorze jadrowym«, wytrzymale na cisnienia eksploata-
cyjne powyzej 5,1 MPa;

cyrkon metaliczny lub jego stopy, w ktorych stosunek wagowy
hafnu do cyrkonu wynosi ponizej 1:500, w postaci rur lub
zespotow rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych
z przeznaczeniem do »reaktorow jadrowyche;

. pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub

wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chlodziwa
w »reaktorach jadrowych;

. »zespoly wewngtrzne reaktora« specjalnie zaprojektowane lub

wykonane z przeznaczeniem do pracy w »reaktorze
jadrowym«, w tym elementy nosne rdzenia, kanaty paliwowe,
ostony termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia i plyty
rozpraszajace;

Uwaga: W pozycji 04001.h »zespoly wewnetrzne reaktora«
oznaczajq dowolnq wiekszq strukture wewnqtrz zbior-
nika reaktora wypetniajqcq jednq lub wiecej funkcji,
takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie
osiowania elementow paliwowych, kierowanie prze-
plywem chlodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie
oston radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrzqdo-
wania wewnqtrzrdzeniowego.

wymienniki ciepta (wytwornice pary) specjalnie zaprojekto-
wane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym
»reaktora jadrowego«;

aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego
specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do okreslenia
poziomu strumienia neutrondw wewnatrz rdzenia »reaktora
jadrowego«.
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0B
0B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace instalacje do separacji izotopdw z »uranu natural-
nego«, »uranu zubozonego« i »specjalnych materialow rozszcze-
pialnych« oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub
wykonane:

a. nastgpujace instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji
izotopdw »uranu naturalnego«, »uranu zubozonego« oraz
»specjalnych materiatéw rozszczepialnych«:

1. instalacje do rozdzielania gazéw metoda wirowania;

2. instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazow;

3. instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

4. instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;
5. instalacje do rozdzielania technika wymiany jonow;

6. instalacje do rozdzielania izotopdw w postaci par metalu za
pomoca »laserow« (AVLIS);

7. instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci molekularnej
za pomoca »laserow« (MLIS);

8. instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;
9. instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

b. nastgpujace wirdowki gazowe oraz zespoly 1 urzadzenia,
specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania
w procesach wzbogacania metoda wirowania gazow:

Uwaga: W pozycji 0B001.b »materiat o wysokim stosunku
wytrzymalosci mechanicznej do gestosci« oznacza
ktorekolwiek z ponizszych:

a. stal maraging o wytrzymalosci na rozcigganie
rownej 2 050 MPa lub wigkszej;

b. stopy glinu o wytrzymatosci na rozciqganie rownej
460 MPa lub wiekszej; lub

c. »materialy widkniste lub wiokienkowe« o »module
whasciwym« powyzej 3,18 x 10°™ i ywytrzymalosci
wlasciwej na rozciqganie« powyzej 76,2 x 103 ™;

1. wiréwki gazowe;
2. kompletne zespoty wirnikdw;

3. cylindryczne zespoty wirnikow o grubosci 12 mm lub
mniejszej, $rednicy od 75 do 400 mm, wykonane z »mate-
rialtdow o wysokim stosunku wytrzymatosci mechaniczne;j
do ggstosci«;

4. pierscienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub
mniejszej i $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone
do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do potaczenia
ze soba wielu cylindrow wirnikow, wykonane z »mate-
rialtdow o wysokim stosunku wytrzymatosci mechaniczne;j
do gestosei«;

5. deflektory o $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone
do instalowania wewnatrz cylindra wirnika odsrodkowego,
wykonane z »materialow o wysokim stosunku wytrzyma-
tosci mechanicznej do ggstosci«;



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 36

10.

11.

12.

13.

14.

. pokrywy gorne lub dolne o $rednicy od 75 mm do 400

mm pasujace do koncow cylindra wirnika, wykonane
z »materialow o wysokim stosunku wytrzymatosci mecha-
nicznej do ggstosei«;

. tozyska na poduszce magnetycznej skladajace sig z pierscie-

niowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej
z ymaterialdow odpornych na korozyjne dziatanie UF¢« lub
chronionej takimi materiatami, zawierajacej wewnatrz
czynnik thumiacy i posiadajace magnes sprzgzony z nabie-
gunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie
gornej wirnika;

. specjalnie wykonane tozyska skladajace si¢ z zespotu

czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

. pompy molekularne zawierajace cylindry z wewngtrznymi,

obrobionymi technikg skrawania lub wyttoczonymi, spiral-
nymi rowkami i wewngtrznymi wywierconymi otworami;

pierscieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazo-
wych silnikow histerezowych (lub reluktancyjnych) do
pracy synchronicznej w prozni z czgstotliwoscia 600—2 000
Hz i moca od 50 do 1 000 woltoamperow;

obudowy (komory) wirowek, w ktorych znajduja si¢
zespoly wirnikow cylindrycznych wiréwki gazowej, skta-
dajace sig¢ ze sztywnego cylindra ze $ciankami o grubosci
do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi koncami i wykonane
z »materialow odpornych na korozyjne dziatanie UFg« lub
tez zabezpieczone takimi materiatami;

zbieraki sktadajace sig¢ z rurek o $rednicy wewngtrznej do
12 mm, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UFjg
z wirnika wiré6wki na zasadzie rurki Pitota, wykonane
z »materiatdw odpornych na korozyjne dziatanie UFg«
lub tez zabezpieczone takimi materiatami,

przemienniki czgstotliwosci (konwertery lub inwertery)
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem
do zasilania stojanow silnikow wirdowek gazowych do
wzbogacania, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy
charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoty:

a. wyjscie wielofazowe o czgstotliwosci od 600 do 2 000 Hz;
b. regulacja czgstotliwosci z doktadnoscia lepsza niz 0,1 %;
c. znieksztalcenia harmoniczne ponizej 2 %; oraz

d. sprawno$¢ powyzej 80 %;

zawory mieszkowe o $rednicy od 10 do 160 mm wyko-
nane z »materiatdw odpornych na korozyjne dziatanie
UFg« lub chronione takimi materiatami;

c. nastgpujace urzadzenia i podzespoty, specjalnie zaprojektowane
lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metoda dyfuzji
gazowej:

. przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych

metalowych, polimerowych lub ceramicznych »materiatow
odpornych na korozyjne dziatanie UFg«, posiadajace pory
o $rednicach od 10 do 100 nm, grubo$¢ 5 mm lub mniejsza
oraz, w przypadku elementow cylindrycznych, S$rednicg
25 mm lub mniejsza;

. obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione

»materiatami odpornymi na korozyjne dzialanie UFg«;
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3. sprezarki (wyporowe, od$rodkowe i osiowe) lub dmuchawy
do gazéw, o objgtosciowej pojemnosci ssania UFg wyno-
szacej 1 m3/min lub wiecej oraz o ci$nieniu wylotowym do
667,7 kPa, wykonane z »materialow odpornych na koro-
zyjne dziatanie UFg« lub chronione takimi materiatami;

4. uszczelnienia wirujacych watow sprezarek lub dmuchaw
wymienionych w pozycji 0B001.c.3, skonstruowane w taki
sposob, zeby objgtosciowe natgzenie przeptywu gazu buforo-
wego przez nieszczelnosci wynosito ponizej 1 000 cm3/min;

5. wymienniki ciepta wykonane z glinu, miedzi, niklu lub
stopow zawierajacych ponad 60 % wagowych niklu lub
z kombinacji tych metali w postaci rur platerowanych,
zaprojektowane do pracy w warunkach podci$nienia przy
zachowaniu natgzenia przeptywu przez nieszczelno$ci na
takim poziomie, Ze ogranicza ono wzrost ci$nienia do
mniej niz 10 Pa na godzing przy réznicy ci$nien rzedu
100 kPa;

6. zawory mieszkowe o $rednicy od 40 do 1 500 mm wyko-
nane z »materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF4«
Iub chronione takimi materiatami;

. nastgpujace urzadzenia i podzespoly specjalnie zaprojektowane

lub wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego wzbo-
gacania materiatow:

1. dysze separujace skladajace si¢ ze szczelinowych zakrzy-
wionych kanalow o promieniu krzywizny ponizej 1 mm,
odporne na korozyjne dziatanie UFg, zawierajace w $rodku
ostre krawedzie rozdzielajace gaz plynacy w dyszach na
dwa strumienie;

2. cylindryczne lub stozkowe rury napgdzane stycznym stru-
mieniem wlotowym (rurki wirowe) wykonane z »materialow
odpornych na korozyjne dziatanie UFg« lub tez zabezpie-
czone takimi materiatami, majace $rednicg od 0,5 cm do
4 cm i stosunek diugosci do $rednicy 20:1 lub mniejszy
oraz co najmniej jeden wlot styczny;

3. sprezarki (wyporowe, od$rodkowe i osiowe) lub dmuchawy
do gazdéw, o objetosciowej pojemnosci ssania 2 m3/min,
wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie
UF¢« lub zabezpieczone takimi materiatami oraz uszczel-
nienia watéw do nich;

4. wymienniki ciepta wykonane z »materialéw odpornych na
korozyjne dziatanie UF¢« lub zabezpieczone takimi materia-
tami;

5. obudowy aerodynamicznych elementow rozdzielajacych,
wykonane z »materialéw odpornych na korozyjne dziatanie
UF¢« lub zabezpieczone takimi materiatami, przeznaczone
na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

6. zawory mieszkowe wykonane z »materialdow odpornych na
korozyjne dziatanie UF¢« lub zabezpieczone takimi materia-
tami, majace $rednicg od 40 do 1 500 mm;

7. instalacje przetworcze do oddzielania UFg od gazu no$nego
(wodoru lub helu) do zawartosci 1 ppm UFg lub mniejszej,
w tym:

a. kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do
pracy w temperaturach 153 K (- 120 °C) lub nizszych;
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b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania tempe-
ratur 153 K (- 120 °C) lub nizszych;

c. urzadzenia z dyszami rozdzielajacymi lub rurkami wiro-
wymi do oddzielania UF¢ od gazu no$nego;

d. wymrazarki UFg zdolne do pracy w temperaturach
253 K (- 20 °C) lub nizszych;

e. nastgpujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie zapro-
jektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania
materialow technika wymiany chemiczne;j:

1. cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej
wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika
w stopniu urzadzenia wynoszacym 30 sekund lub krotszym
oraz odporne na st¢zony kwas solny (np. wykonane z odpo-
wiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluoro-
weglowe lub szklo lub pokryte takimi materiatami);

2. cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe do szybkiej
wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika
w stopniu urzadzenia wynoszacym 30 sekund lub krotszym
oraz odporne na st¢zony kwas solny (np. wykonane z odpo-
wiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluoro-
weglowe, lub ze szkta lub pokryte takimi materiatami);

3. elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dziatanie
roztworow kwasu solnego, do obnizania wartoSciowosci
uranu;

4. urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyj-
nych, pobierajace U © 4 ze strumieni substancji organicz-
nych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym stru-
mieniem z odpowiednich materialéw lub chronione takimi
materiatami (na przyklad szklo, polimery fluorowgglowe,
polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany

zZywica);

5. urzadzenia do przygotowywania potproduktow do wytwa-
rzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystosci, sktada-
jace si¢ z zespotéw do rozpuszczania, ekstrakcji rozpusz-
czalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do
oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania
uranu U "0 lub U "4 do U *3;

6. urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U *3 do U T 4;

f. nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie zaprojektowane
lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materialow
technika wymiany jonow:

1. szybko reagujace zywice jonowymienne, zywice blonkowate
lub porowate makrosiatkowe, w ktorych grupy chemiczne
biorace aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wylacznie
w powloce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury
nosnej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej
stosownej formie, w tym w postaci czastek lub widkien,
ze $rednicami wynoszacymi 0,2 mm lub mniej, odporne
na stgzony kwas solny i wykonane w taki sposob, ze ich
potczas wymiany wynosi ponizej 10 sekund, oraz zdolne do
pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do
473 K (200 °C);

2. kolumny jonitowe (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1 000
mm, wykonane z materialtow odpornych na st¢zony kwas
solny, lub chronione takimi materiatami (np. tytan lub
tworzywa fluorowgglowe) i zdolne do pracy w temperaturach
w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i przy
ci$nieniach powyzej 0,7 MPa;
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3. jonitowe urzadzenia zwrotne (urzadzenia do chemicznego
lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przezna-
czone do regeneracji substancji do chemicznej redukeji lub
utleniania, stosowanych w jonitowych kaskadach do wzbo-
gacania materiatow;

. nastgpujace urzadzenia i podzespotly, specjalnie zaprojektowane

lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopow
w postaci pary metalu za pomoca »laserow« (AVLIS):

1. duzej mocy dziata elektronowe wytwarzajace strumien elek-
tronow w reakcji zdzierania lub skaningowe dziata elektro-
nowe o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 kW/cm, przezna-
czone do urzadzen do przeprowadzania uranu w stan pary;

2. systemy operowania cieklym uranem metalicznym dla
stopionego uranu lub jego stopow skladajace si¢ z tygli,
wykonanych z odpowiednich materialtow odpornych na
efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, grafit powlekany tlen-
kiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali
ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi
materiatami oraz instalacji chtodniczych do tygli;

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2A225.

3. urzadzenia do gromadzenia produktow lub frakcji konco-
wych, wykonane z materialdw odpornych na dziatanie
cieplne i korozyjne uranu metalicznego w postaci pary lub
cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal
lub wylozone takimi materiatami;

4. obudowy moduléow urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki
cylindryczne lub prostopadioscienne) przeznaczone na
zrodla par uranu metalicznego, dziata elektronowe oraz
urzadzenia do gromadzenia produktu i frakcji koncowych;

5. »lasery« lub systemy »laseréw« do rozdzielania izotopow
uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwosci przystoso-

wane do pracy przez dtuzsze okresy;

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 6A005 I 6A205.

. nastgpujace urzadzenia i podzespoty, specjalnie zaprojektowane

lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopoéw
w postaci molekularnej za pomoca »laserow« (MLIS) lub
reakcji chemicznej wywotanej selektywna laserowa aktywacja
izotopow (CRISLA):

1. naddzwigkowe dysze rozpr¢zne do chlodzenia mieszanin
UF¢ z gazem no$nym do temperatur 150 K (- 123 °C) lub
nizszych, wykonane z »materiatow odpornych na korozyjne
dziatanie UF¢«;

2. urzadzenia do gromadzenia pigciofluorku uranu (UFs), skta-
dajace si¢ z kolektoréw filtracyjnych, udarowych lub cyklo-
nowych lub ich kombinacji, wykonane z »materiatow
odpornych na korozyjne dziatanie UFs/UFg«;

3. sprezarki wykonane z »materialéow odpornych na korozyjne
dzialanie UFg¢« lub zabezpieczone takimi materialami oraz
uszczelnienia wirujacych watéw do nich;

4. urzadzenia do fluorowania UFs (stalego) do UFg (gazo-
wego);

5. urzadzenia przetworcze do oddzielania UFg od gazu
nosnego (np. azotu lub argonu), w tym:

a. kriogeniczne wymienniki ciepta i separatory zdolne do
pracy w temperaturach 153 K (- 120 °C) lub nizszych;
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b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur
153 K (- 120 °C) lub nizszych;

c. wymrazatki UFg zdolne do pracy w temperaturach
253 K (- 20 °C) lub nizszych;

6. »lasery« lub systemy »laseréw« do rozdzielania izotopow
uranu wyposazone w stabilizatory czgstotliwosci przystoso-
wane do pracy przez diuzsze okresy czasu,

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 6A005 I 6A205.

i. nast¢pujace urzadzenia i podzespoty, specjalnie zaprojektowane

lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania
materiatow:

1. zrédta mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania
jonow, o czestotliwosci wyjsciowej powyzej 30 GHz i $red-
niej mocy wyjsciowej powyzej 50 kW;

2. wysokoczgstotliwosciowe cewki do wzbudzania jonéw pracu-
jace w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne do
pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW;

3. urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4. systemy operowania ciektym metalem dla stopionego uranu
lub jego stopow skladajace si¢ z tygli, wykonanych z mate-
riatdow odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepto
(np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich
mieszanki) lub chronionych takimi materiatami oraz insta-
lacji chlodniczych do tygli;

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2A225.

5. urzadzenia do gromadzenia produktow lub frakcji konco-
wych, wykonane z materiatow odpornych na dzialanie
cieplne i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany
tlenkiem itru lub tantal lub zabezpieczone takimi materia-
tami;

6. obudowy modutow separatorow (cylindryczne) na zrodlo
plazmy uranowej, cewki na prady wysokiej czgstotliwosci
oraz kolektory do produktu i frakcji koncowych, wykonane
z odpowiednich materialow niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej);

j. nastgpujace urzadzenia i podzespotly, specjalnie zaprojektowane

lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materialow
metodami elektromagnetycznymi:

1. zrédia jonoéw, pojedyncze lub wielokrotne, sktadajace si¢ ze
zrodla pary, jonizatora oraz akceleratora wiazki wykonane
z odpowiednich materialow niemagnetycznych (np. grafitu,
stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania
wiazki jonéw o calkowitym natgzeniu 50 mA lub wigk-
szym,

2. plytkowe kolektory jonow do gromadzenia wzbogaconych
lub zubozonych wiazek jonéw wuranu, sktadajace sig
z dwoch lub wigceej szczelin i kieszeni i wykonane z odpo-
wiednich materiatéw niemagnetycznych (np. grafitu lub stali
nierdzewnej);

3. obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatorow
uranu wykonane z materialdow niemagnetycznych (np. ze
stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do
pracy przy cisnieniach 0,1 Pa lub nizszych;



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 41
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4. elementy biegundéw magneséw o $rednicy powyzej 2 m;

5. wysokonapigciowe zasilacze do zrodet jondow, posiadajace
wszystkie nastgpujace cechy:

a. zdolno$¢ do pracy w trybie ciaglym;
b. napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;
c. natgzenie pradu na wyjsciu 1 A lub wigksze; oraz

d. regulacja napigcia z dokladnoscia lepsza niz 0,01 %
w ciagu 8 godzin;

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A227.

6. zasilacze magnesow (wysokiej mocy, pradu stalego) majace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. zdolno$¢ do pracy w trybie ciaglym z pradem wyjsciowym
o natgzeniu 500 A lub wigkszym i napigciu 100 V lub
wigkszym; oraz

b. regulacja natgzenia lub napigcia pradu z doktadnoscia
lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A226.

Nastgpujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze
instalacje, urzadzenia i podzespoly do instalacji separacji izotopow
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z »materiatow odpor-
nych na korozyjne dziatanie UFg« lub chronione materiatami tego

typu:

a. autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF do insta-
lacji do wzbogacania;

b. desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UF¢ z insta-
lacji przetworczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

c. instalacje do produktu lub frakcji koncowych do transportu
UF¢ do zbiornikow;

d. instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania
UF¢ z procesu wzbogacania droga sprezania, chtodzenia i prze-
twarzania UFg w ciecz lub cialo stafe;

e. instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane do
transportu i manipulowania UFg w procesach rozdzielania
izotopdéw metoda dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady
aerodynamicznej;

f. 1. proézniowe instalacje rur rozgateznych lub zbiornikow o wydaj-
nosci ssania wynoszacej 5 m> na minute lub wigeej; lub

2. pompy prozniowe specjalnie zaprojektowane do pracy
w atmosferze UFg;

g. spektrometry masowe (zrodla jonow), specjalnie zaprojekto-
wane lub wykonane z przeznaczeniem do biezacego (on-line)
pobierania probek surowca, produktu lub frakcji koncowych ze
strumieni zawierajacych UFg, posiadajace wszystkie wymie-
nione ponizej cechy:

1. jednostkowa rozdzielczos¢ masy atomowej powyzej 320;

2. zrédia jondow wykonane z nichromu lub monelu lub powle-
kane nichromem lub monelem lub niklowane;
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3. elektronowe zrodla jonizacyjne; oraz

4. wyposazenie w kolektory umozliwiajace analizg izotopowa.

Nastgpujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
nich:

i

. instalacje do przetwarzania koncentratow rudy uranowej na

UO3;

. instalacje do przetwarzania UO; na UFg;
. instalacje do przetwarzania UO3; na UO,;
. instalacje do przetwarzania UO, na UFy;

. instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

instalacje do przetwarzania UF, na metaliczny uran;

. instalacje do przetwarzania UFg na UO,;

. instalacje do przetwarzania UFg na UFy;

instalacje do przetwarzania UO, na UCly.

Nastgpujace instalacje do produkcji lub stgzania cigzkiej wody,
deuteru i zwiazkow deuteru oraz specjalnie do nich zaprojekto-
wane i wykonane urzadzenia:

a.

nastgpujace instalacje do produkcji cigzkiej wody, deuteru
i zwiazkow deuteru:

1. instalacje do produkcji metoda wymiany woda-siarkowodor;

2. instalacje do produkcji metoda wymiany amoniak-wodor;

. nastgpujace urzadzenia i podzespoty:

1. kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodoér wykonane
z oczyszczonej stali weglowej (np. ASTM A516), majace
srednicg od 6 m do 9 m i zdolno$¢ do pracy przy cisnie-
niach réwnych lub wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajace
naddatek korozyjny o wartosci 6 mm lub wigkszy;

2. jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), odsrod-
kowe dmuchawy lub kompresory wymuszajace cyrkulacje
gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajacego wigcej niz
70 % H,S), o przepustowosci rownej lub wigkszej niz 56
m3/s podczas pracy przy cisnieniach zasysania réwnych lub
wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia umozli-
wiajace pracg w Srodowisku wilgotnego H,S;

3. kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodér o wysokosci
réwnej lub wigkszej niz 35 m i $rednicy od 1,5 m do 2,5 m,
zdolne do pracy przy cisnieniach wigkszych niz 15 MPa;

4. konstrukcje wewngtrzne kolumn facznie z kontaktorami
stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzenio-
wymi, do produkcji cigzkiej wody w procesie wymiany
amoniak-wodor;

5. instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy
ci$nieniach rownych lub wigkszych niz 3 MPa przy produkcji
cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor;

6. podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej
(on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktorych stezenia deuteru sa rowne lub wigksze niz 90 %;

7. palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru
w cigzka wodg przy uzyciu procesu wymiany amoniak-wodor;
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8. kompletne systemy wzbogacania cigzkiej wody lub przezna-
czone dla nich kolumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu
reaktorowego.

Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementow
paliwowych do »reaktoréw jadrowych« oraz specjalnie dla nich
zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.

Uwaga: Instalacje do wytwarzania elementow paliwowych do
wreaktorow jqdrowych« obejmujqce urzqdzenia, ktore:

a.

d.

pozostajqg w bezpoSrednim kontakcie z materiatami
Jjadrowymi lub bezposrednio je przetwarzajq Ilub
sterujq procesem ich produkcji;

. uszczelniajq — materialy  jqdrowe  wewnqtrz  ich

koszulek;

. kontrolujq szczelnosc koszulek; lub

kontrolujq konicowq obrobke paliwa statego.

Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w réznym
stopniu) elementéw paliwowych »reaktorow jadrowych« oraz
specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urzadzenia
i podzespoty.

Uwaga: Pozycja 0B006 obejmuje:

a.

instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalo-
nych w roznym stopniu) elementow paliwowych
wreaktorow jadrowych«, w tym urzqdzenia i podzes-
poly, ktore zazwyczaj wehodzq w bezposredni kontakt
z materiatami jqdrowymi, stuzq do ich bezpoSred-
niego przetwarzania lub sterowania ich przeptywem;

. maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementow

paliwowych, tj. zdalnie sterowane urzqdzenia do
ciecia, rozdrabniania lub krojenia napromieniowa-
nych (wypalonych w roznym stopniu) zespolow,
wiqzek Ilub pretow paliwowych »reaktorow jqdro-
wych«;

. urzqdzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne

(np. zbiorniki o matych srednicach, pierscieniowe lub
plaskie), specjalnie zaprojektowane Ilub wykonane
z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowa-
nego (wypalonego w roznym stopniu) paliwa do
wreaktorow jadrowych«, odporne na dzialanie gorq-
cych, silnie Zrqcych plynow oraz przystosowane do
zdalnego zatadunku i obstugi;

. ekstraktory przeciwprqdowe i urzqdzenia do separacji

metodq wymiany jonow, specjalnie zaprojektowane
lub wykonane z przeznaczeniem do przerobu napro-
mieniowanego (wypalonego w roznym  stopniu)
wuranu  naturalnego«, »uranu zubozonego« Ilub
wspecjalnych materialow rozszczepialnych«;

. zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie

zaprojektowane w taki sposob, ze sq podkrytyczne
i odporne na zrqce dziatanie kwasu azotowego;

Uwaga: Zbiorniki technologiczne lub magazynowe
mogq mie¢ nastepujqce wlasciwosci:

1. Scianki lub struktury wewnetrzne z co
najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem
borowym (obliczonym dla wszystkich skia-
dowych pierwiastkéw w sposob zdefinio-
wany w uwadze do pozycji 0C004);
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2. maksymalnq Srednice 175 mm w przy-
padku zbiornikow cylindrycznych; lub

3. maksymalnq szerokos¢ 75 mm w przy-
padku zbiornikow plytowych lub pier-
Scieniowych.

f. Instrumenty do sterowania procesem przetwarzania,
specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznacze-
niem do monitorowania przerobu napromieniowanego
(wypalonego w roznym stopniu) »uranu naturalnego«,
w»uranu zubozonego« lub »specjalnych materiatow
rozszczepialnych« lub sterowania tym przerobem.

0B007 Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zapro-
jektowane lub wykonane urzadzenia i podzespoty:

a. instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek;

b. instalacje do wytwarzania metalicznego plutonu.
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Materialy

»Uran naturalny« lub »uran zubozony« lub tor w formie metalu,
stopu, zwigzku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego
materiatu zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych mate-
riatow.

Uwaga: Pozycja 0C00I nie obejmuje kontrolg:

a. Czterech gramow Ilub mniejszej ilosci »uranu natu-
ralnego« lub »uranu zubozonego«, jezeli znajduje sie
w czujnikach instrumentow pomiarowych;

b »Uranu zubozonego« specjalnie wyprodukowanego
z  przeznaczeniem do  wyrobu  nastepujqcych
produktow cywilnych spoza dziedziny jqdrowej:

1. Osiony,

2. Wypelnienia;

3. Balasty o masie nieprzekraczajqcej 100 kg;

4. Przeciwwagi o masie nieprzekraczajqcej 100 kg;

c. Stopow zawierajqcych mniej niz 5 % toru;

d. Produktow ceramicznych zawierajqcych tor, ale
wykonanych do zastosowan poza dziedzing jadrowq.

»Specjalne materialy rozszczepialne«.

Uwaga: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolq czterech »gramow
efektywnych« lub mniejszej ilosci, w przypadku ich
stosowania w czujnikach instrumentow pomiarowych.

Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwiazki deuteru oraz
ich mieszaniny i roztwory, w ktorych stosunek liczby atomow
deuteru do atomow wodoru jest wigkszy niz 1:5 000.

Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czg$ci na
milion »ekwiwalentu boru« oraz gestoéci wigkszej niz 1,50 g/cm?.

NB.: ZOB. TAKZE POZ. 1C107.
Uwaga 1: Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolg:

a. wyrobow grafitowych o masie mniejszej niz 1 kg,
roznych od specjalnie zaprojektowanych lub przy-
stosowanych do wykorzystania w reaktorach jqadro-
wych;

b. proszku grafitowego.

Uwaga 2: W pozycji 0C004 »ekwiwalent boru« (BE) zdefinio-
wany jest jako suma BE; dla domieszek (z pominieciem
BEc dla wegla, poniewaz wegiel nie jest uwazany za
domieszke) z uwzglednieniem boru, gdzie:

BE; (ppm) = CF x st¢Zenie pierwiastka Z okreslane
w ppm (czesciach na milion)

gdzie CF jest wspotczynnikiem przeliczeniowym =

a og i oy sq przekrojami czynnymi na wychwyt
neutronow termicznych (w barnach) odpowiednio dla
boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a Ag
i Ay sq masami atomowymi odpowiednio boru natural-
nego i pierwiastka Z.

GZXAB
op X Az
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Specjalnie wzbogacone zwiazki lub proszki do wyrobu przegrod do
dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne dziatanie UF¢ (np. nikiel lub
stop zawierajacy 60 % wagowych lub wigcej niklu, tlenek glinu
i catkowicie fluorowane polimery weglowodorowe) o procentowym
stopniu czysto$ci w proporcji wagowej 99,9 lub powyzej i sredniej
wielkosci czastek ponizej 10 pm, mierzonej wedtug normy Amery-
kanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B330
i wysokim stopniu jednorodno$ci wymiarowej czastek.
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Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania«
towarow wymienionych w tej kategorii.
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Technologia

»Technologie« zgodnie z uwaga do technologii jadrowej shuzace
do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« towaré6w wymie-
nionych w tej kategorii.
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KATEGORIA 1
MATERIALY SPECJALNE I ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA
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1A002

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Nastepujace elementy wykonane ze zwiazkow fluorowych:

a. uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony
w ukladach paliwowych, ktore sa specjalnie zaprojektowane
do »statkow powietrznych« lub rakiet kosmicznych i w ktorych
ponad 50 % zawarto$ci wagowej stanowi jeden z materiatow
objetych kontrola wedtug pozycji 1.C009.b lub 1C009.c;

b. polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopoli-
meréw fluorku winylidenu (CAS 75-38-7), wymienione
w pozycji 1C009.a, spelniajace wszystkie z ponizszych kryte-
riow:

1. w postaci arkuszy lub folii; oraz
2. o grubosci wigkszej od 200 pm;

c. uszczelnienia, uszczelki, gniazda zawordw, przepony lub
membrany spehiajace wszystkie z poniZszych kryteriow:

1. wykonane z elastomeréow fluorowych zawierajacych co
najmniej jeden monomer eteru winylowego; oraz

2. specjalnie opracowane do »statkdw powietrznych«, rakiet

kosmicznych lub »pociskow rakietowych«.

Uwaga: W pozycji 14001.c »pocisk rakietowy« oznacza
kompletne systemy rakietowe i systemy bezpilotowych
statkow powietrznych.

Wyroby lub laminaty »kompozytowe« spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1A202, 9A010 1 9A110.

a. skladajace si¢ z »matrycy« organicznej i z materiatbw objetych
kontrola wedtug pozycji 1C010.c, 1C010.d lub 1C010.e; lub

b. skladajace sig¢ z »matrycy« metalowej lub weglowej i z ktore-
gokolwiek sposrod nizej wymienionych materiatow:

1. weglowych »materiatdow widknistych lub widkienkowychg,
ktore spetniaja wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. ich »modut whasciwy« przekracza 10,15 x 10° ™; oraz

b. ich »wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozciaganie« przekracza
17,7 x 10*™; lub

2. materiatbw wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1: Pozycja 14002 nie dotyczy wyrobéw kompozytowych
ani laminatow wykonanych z zywic epoksydowych
impregnowanych weglowymi »materiatlami wiéknis-
tymi lub widkienkowymi«, przeznaczonych do naprawy
elementéow lub  laminatow  »cywilnych  statkow
powietrznych« i spelniajqcych wszystkie z ponizszych
kryteriow:

a. majqcych powierzchnie nieprzekraczajqca 1 m?;
b. majqcych diugos¢ nieprzekraczajqcq 2,5 m; oraz

c. majqcych szerokos¢ nieprzekraczajgcq 15 mm.
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Uwaga 2: Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolq produktow
poltgotowych, specjalnie zaprojektowanych do naste-
pujacych, wylqcznie cywilnych, zastosowan:

a. sprzet sportowy;

b. przemyst motoryzacyjny;
c. przemyst obrabiarkowy;
d. zastosowania medyczne.

Uwaga 3: Pozycja 14002.b.1 nie obejmuje kontrolq produktow
polgotowych  zawierajqcych ~ maksymalnie — dwie
warstwy plecionych widkien, specjalnie zaprojektowa-

nych do nastepujqcych zastosowan:

a. piec do obrobki cieplnej metali stuzqcy do odpusz-
czania metalu;

b. urzqdzenia do produkcji monokrysztatu krzemu.
Uwaga 4: Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolq produktow goto-
wych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych
zastosowan.
Wyroby z innych niz »topliwe« poliimidéw aromatycznych,
w postaci folii, arkuszy, taSm lub wstgg, ktore spetiaja ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

a. maja grubos¢ powyzej 0,254 mm; lub

b. sa powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub
substancjami magnetycznymi.

Uwaga: Pozycja 14003 nie obejmuje kontrolq wyrobow powleka-
nych lub laminowanych miedziq, przeznaczonych do

produkcji elektronicznych plytek drukowanych.

NB.: »Topliwe« poliimidy aromatyczne w kazdej postaci, zob.
pozycja 1C008.a.3.

Nastgpujace urzadzenia, wyposazenie i czg$ci ochronne i detek-

cyjne, réozne od objetych kontrola na podstawie wykazu

uzbrojenia:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 2B351 I 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochlaniacze i wyposazenie dekontami-
nacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu
ochrony przed jakimikolwiek z ponizszych czynnikow, a takze

czesci specjalnie do nich zaprojektowane:

1. czynniki biologiczne »przystosowane do uzycia w dziala-
niach wojennych«;

2. materialy promieniotworcze »przystosowane do uzycia
w dziataniach wojennych«;

3. chemiczne $rodki bojowe; lub
4. »érodki rozpraszania thumu«, w tym:

a. a-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA)
(CAS 5798-79-8);

b. dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chloro-
benzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (w®-chloroa-
cetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);
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e. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsa-
zyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
b. ubrania, rgkawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane dla ochrony przed ktérymikolwiek z poniz-

szych:

1. czynniki biologiczne »przystosowane do uzycia w dziala-
niach wojennych«;

2. materialy promieniotwércze »przystosowane do uzycia
w dziataniach wojennych«; lub

3. chemiczne $rodki bojowe;

c. systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane dla wykrywania lub identyfikacji ktorychkolwiek z poniz-
szych czynnikéw, a takze czgsci specjalnie do nich zaprojek-

towane:

1. czynniki biologiczne »przystosowane do uzycia w dziata-
niach wojennych«;

2. materialy promieniotworcze »przystosowane do uzycia
w dziataniach wojennych«; lub

3. chemiczne $rodki bojowe;

d. urzadzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego
wykrywania lub okre$lania obecnosci pozostatosci »materiatow
wybuchowych« przy uzyciu technik »wykrywania substancji
sladowych« (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektro-

metria w oparciu o ruchliwo$¢ jondéw, spektrometria w oparciu
o rozktad ruchliwosci, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:

»Wykrywanie substancji Sladowych« oznacza zdolnos¢ do
wykrywania ponizej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji statej
lub cieczy.

Uwaga 1: Pozycja 14004.d nie obejmuje kontrolq urzqdzen
specjalnie zaprojektowanych do uzytku laboratoryjnego.

Uwaga 2: Pozycja 14004.d nie obejmuje kontrolq stacjonar-
nych bezstykowych bramek bezpieczenstwa.

Uwaga: Pozycja 14004 nie obejmuje kontrolg:

a. osobistych monitorujqcych dozymetrow promienio-
wania jqdrowego;

b. urzqdzen ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie
do speiniania ochrony przed zagrozeniami typowymi
dla bezpieczenstwa mieszkancow i domostw lub prze-
mystu cywilnego, w tym w:

1. gornictwie;

2. eksploatacji kamieniolomow;
3. rolnictwie;

4. przemysle farmaceutycznym,
5. medycynie;

6. weterynarii;

7. ochronie srodowiska,

8. gospodarowaniu odpadami;

9. przemysle spozywczym.
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1A005

1A006

1A007

Uwagi_techniczne:

1. Pozycja 14004 obejmuje urzqdzenia i czesci, ktore uznano za
skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym wedlug norm
krajowych lub w inny sposob dowiedziono ich skutecznosci
w zakresie wykrywania materialow promieniotworczych »przy-
stosowanych do uzycia w dziataniach wojennych«, czynnikow
biologicznych »przystosowanych do uzycia w dzialaniach
wojennych«, chemicznych srodkéw bojowych, »nietoksycznych
substancji zastepczych« lub »srodkow rozpraszania tlumu,
a takze obrony przed wymienionymi materiatami, czynnikami
i Srodkami, takze wtedy, gdy takie wyposazenie lub czesci
stosowane sq w cywilnych galeziach dziatalnosci, takich jak:
gornictwo, przemyst wydobywczy, rolnictwo, przemyst farma-
ceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona srodowiska, gospo-
darka odpadami lub przemyst spozywczy.

2. »Nietoksyczna substancja zastepcza« oznacza substancje Ilub
material stosowany zamiast Srodkow toksycznych (chemicznych
lub  biologicznych) w ramach szkolen, badan naukowych,
testow lub ocen.

Kamizelki i okrycia kuloodporne oraz specjalnie zaprojektowane
do nich elementy, inne niz wykonane wedlug norm lub specyfi-
kacji wojskowych oraz od ich odpowiednikow o poréwnywalnych
parametrach.

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

NB.: W odniesieniu do »materialow widknistych lub wildkienko-
wych«, stosowanych do produkcji kamizelek kuloodpornych,
zob. 1C010.

Uwaga 1: Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolq indywidualnych
okry¢ kuloodpornych ani akcesoriow do nich, kiedy
stuzq one ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2: Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolq kamizelek kulo-
odpornych zaprojektowanych wylqcznie do ochrony
czolowej zaréwno przed odlamkami, jak i silq
podmuchu z niewojskowych urzqdzen wybuchowych.

Wyposazenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
celow unieszkodliwiania nastgpujacych improwizowanych urza-
dzen wybuchowych oraz specjalnie zaprojektowanych czgsci
i akcesoriow do nich:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
a. pojazdy zdalnie sterowane;
b. »neutralizatory«.

Uwaga techniczna:

»Neutralizatory« to urzqdzenia specjalnie zaprojektowane, by
uniemozliwi¢ dziatanie urzqdzenia wybuchowego przez wyrzucenie
pocisku plynnego, stalego lub kruchego.

Uwaga: Pozycja 14006 nie obejmuje kontrolg wyposazenia
obstugiwanego przez operatora.

Nastgpujace wyposazenie i1 urzadzenia specjalnie zaprojektowane
w celu inicjowania tadunkéw oraz urzadzen zawierajacych »mate-
riaty energetyczne« za pomoca $Srodkéw elektrycznych:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE
3A229 1 3A232.

a. zestawy zaptonowe do detonatorow, zaprojektowane do deto-
nator6w wymienionych w pozycji 1A007.b;
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b. nastgpujace zaptonniki elektryczne:
1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych (EBW);
3. zaplonniki udarowe;
4. eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI).

Uwagi techniczne:

1. Zamiast stowa detonator uzywa sie czasami stowa inicjator lub
zaplonnik.

2. Do celow pozycji 14007.b wszystkie przedmiotowe detonatory
wykorzystujq mate przewodniki elektryczne (mostki, polqczenia
mostkowe lub folie) gwaltownie odparowujqce po przepusz-
czeniu przez nie szybkich, wysokoprqdowych impulsow elek-
trycznych. W przypadku zaplonnikoéw nieudarowych wybucha-
Jjacy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknieciu sie
z kruszqcym materiatem wybuchowym, takim jak PETN (czte-
roazotan pentaerytrytu). W zaplonnikach udarowych wybu-
chowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia prze-
skok bijnika przez szczeline, a jego uderzenie w material wybu-
chowy inicjuje eksplozje chemicznq. W niektorych przypadkach
bijnik napedzany jest sitami magnetycznymi. Termin detonator
w postaci folii eksplodujqcej moze odnosi¢ sie zarowno do
detonatorow typu EB, jak i udarowych.

1A008 Nastgpujace tadunki, urzadzenia i czgsci:

a. »tadunki kumulacyjne« spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. zawarto$¢ materialow wybuchowych netto (NEQ) wigksza
niz 90 g; oraz

2. zewngtrzna Srednica obudowy rowna lub wigksza niz 75 mm;

b. fadunki tnace o ksztalcie liniowym spehiajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow i specjalnie zaprojektowane do nich
czesci:

1. zawarto$¢ materialtow wybuchowych wigksza niz 40 g/m;
oraz

2. szerokos$¢ rowna lub wigksza niz 10 mm;

c. lont detonujacy o zawarto$ci materialdw wybuchowych wigk-
szej niz 64 g/m;

d. urzadzenia tnace, inne niz wyszczeg6lnione w 1A008.b, oraz
narzgdzia odcinajace o zawarto$ci materialow wybuchowych
netto (NEQ) wigkszej niz 3,5 kg.

Uwaga_techniczna:
»Ladunki kumulacyjne« to ladunki wybuchowe uksztaltowane tak,

by ukierunkowadé site wybuchu.

1A102 Elementy z przesycanego pirolizowanego materiatu typu wegiel-
wegiel przeznaczone do pojazdéw kosmicznych wymienionych
w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych
w pozycji 9A104.

1A202 Elementy kompozytowe, inne niz wymienione w pozycji 1A002,
W postaci rur i majace obie z nastgpujacych cech:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A010 I 9A110.

a. $rednice wewnetrzng od 75 mm do 400 mm; oraz
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1A225

1A226

1A227

b. sa wykonane z jednego z »materialtow widoknistych lub
wiokienkowych« wymienionych w pozycji 1C010.a, 1C010.b
lub 1C210.a lub z materialéow weglowych wyspecyfikowanych
w pozycji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane
do wspomagania reakcji wymiany izotopéw wodoru pomigdzy
wodorem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wody lub
w celu produkeji cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody
zwyklej, majace obydwie z nastgpujacych cech:

a. sa wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych
chemicznie dla zwigkszenia nasiakliwo$ci; oraz

b. sa przeznaczone do stosowania w prozniowych wiezach
destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej ggstosci (ze szkla
olowiowego lub podobnych materialow), majace wszystkie z nastg-
pujacych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a. powierzchni¢ w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m?;
b. gesto$é powyzej 3 g/cm?; oraz
c. grubo$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Na uzytek poz. 14227 termin »obszar nieradioaktywny« oznacza
pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie
najnizszym w danym zastosowaniu.
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1B
1B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace urzadzenia do produkcji lub kontroli wyrobow lub
laminatéw »kompozytowych« wyszczegélnionych w  pozycji
1A002 Iub »materiatow wioknistych lub  widkienkowych«
wyszczegolnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich
skonstruowane elementy i akcesoria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1B101 1 1B201.

a. maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i progra-
mowanymi w trzech lub wigcej »gtéwnych osiach serwostero-
wania« ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawi-
janiem wiokien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem
do produkcji wyrobéw »kompozytowych« lub laminatow,
z »materialow wioknistych lub wiokienkowych«;

b. maszyny do ukfadania tasm, z koordynowanymi i programowa-
nymi w co najmniej pigciu »gléwnych osiach serwostero-
wania« ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim
potozeniu i uktadaniem ta$m lub arkuszy, specjalnie zaprojek-
towane do produkcji »kompozytowych« elementow konstruk-
cyjnych platowca lub »pocisku rakietowego«;

Uwaga: W pozycji 1B001.b »pocisk rakietowy« oznacza
kompletne systemy rakietowe i systemy bezpilotowych
statkow powietrznych.

c. wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub
maszyny do przeplatania, tacznie z zestawami adaptacyjnymi
i modyfikacyjnymi, zaprojektowane Iub zmodyfikowane
specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania witdkien na
potrzeby elementow »kompozytowych«;

Uwaga techniczna:

Na uzytek poz. 1B001.c technika przeplatania obejmuje
rowniez dzianie.

d. nastgpujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przysto-
sowane do produkcji wiokien wzmocnionych:

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich
jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy regenerowanej, paku
lub polikarbosilanu) we widkna wgglowe lub widkna
weglika krzemu, lacznie ze specjalnymi urzadzeniami do
naprezania wiokien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub
zwigzkéw chemicznych na ogrzanych podlozach wioknis-
tych w celu wyprodukowania wiokien z weglika krzemu;

3. urzadzenia do mokrego przgdzenia ogniotrwalych mate-
riatdéw ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

4. urzadzenia do przetwarzania za pomoca obrobki cieplnej
wlokien macierzystych zawierajacych aluminium we wiokna
tlenku glinu;

e. urzadzenia do produkcji prepregow, wyszczegdlnionych
w pozycji 1C010.e, metoda topienia termicznego (hot melf);

f. nastgpujace urzadzenia do badan nieniszczacych specjalnie
zaprojektowane do materialow »kompozytowych«:

1. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech
wymiarach;
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1B002

1B003

1B101

2. sterowane  numerycznie  ultradzwigkowe  urzadzenia
badawcze, w ktorych ruchy nadajnikéw lub odbiornikéw
do pozycjonowania sa rownoczesnie sterowane i programo-
wane w co najmniej czterech osiach w celu §ledzenia troj-
wymiarowych ksztattéw badanych elementow;

g. maszyny do ukladania kabli z widkien, z koordynowanymi
i programowanymi w co najmniej dwoch »gldwnych osiach
serwosterowania« ruchami zwiazanymi z ustawianiem w odpo-
wiednim potozeniu i ukladaniem kabli lub arkuszy, specjalnie
zaprojektowane do produkcji »kompozytowych« elementow
konstrukcyjnych ptatowca lub »pocisku rakietowego«.

Uwaga techniczna:

Do celow poz. 1B001 »glowne osie serwosterowania« sterujq pod
kontrolq programu komputerowego pozycjq manipulatora (tj.
glowicq) w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu,
nadajqc mu wlasciwe polozenie i kierunek, by osiqgnqc¢ pozqdany
wynik.

Urzadzenia do produkcji stopow metali, proszkow ze stopow
metali lub materialtow stopowych specjalnie zaprojektowane
w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i specjalnie zapro-
jektowane do wykorzystania w jednym z procesow wyszczeg6l-
nionych w pozycji 1C002.c.2.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B102.

Narzgdzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukcji, do
przetwarzania tytanu, glinu lub ich stopow w »stanie nadpla-
stycznym« lub metoda »zgrzewania dyfuzyjnego« z przeznacze-
niem do produkcji ktorychkolwiek z ponizszych:

a. konstrukcji lotniczych i kosmicznych;
b. silnikow do »statkdw powietrznych« i rakiet kosmicznych; lub

c. specjalnie zaprojektowanych zespotéow do konstrukcji wyszcze-
golnionych w 1B003.a lub silnikow wyszczegdlnionych
w 1B003.b.

Nastgpujace urzadzenia, inne niz wyszczegélnione w pozycji
1B001, do w»produkcji« kompozytow konstrukcyjnych oraz
specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B201.

Uwaga: Do wyszczegolnionych w 1B101 elementow i akcesoriow
nalezq formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqdo-
wanie do wstepnego prasowania, utrwalania, odlewania,
spiekania lub spajania elementow kompozytowych, lami-
natow i wytworzonych z nich wyrobow.

a. maszyny nawojowe do wldkien lub maszyny do zbrojenia
wioknami, z koordynowanymi i programowanymi w trzech
lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owija-
niem i nawijaniem wilokien, specjalnie zaprojektowane z prze-
znaczeniem do produkcji wyrobow kompozytowych lub lami-
natéw z materiatéw wioknistych lub wiokienkowych;

b. maszyny do uktadania tasm z koordynowanymi i programowa-
nymi w co najmniej dwoch osiach ruchami zwiazanymi z usta-
wianiem w odpowiednim potozeniu i ukladaniem tasm
i arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do
»kompozytowych« elementow konstrukcyjnych platowca lub
»pocisku rakietowego«;

c. nastgpujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do
»produkcji« »materiatow widknistych lub wiokienkowych«:
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1B102

1B115

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich
jak poliakrylonitryl, wtdkno z celulozy regenerowanej lub
polikarbosilan) tacznie ze specjalnymi urzadzeniami do
naprgzania wiokien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub
zwiazkéw chemicznych na ogrzanych podlozach wioknis-
tych; oraz

3. urzadzenia do mokrego przgdzenia ogniotrwatych mate-
riatéw ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

d. urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznacze-
niem do specjalnej obrobki powierzchniowej widkien lub do
wytwarzania prepregow i preform wyszczegodlnionych w pozycji
9C110.

Uwaga: Do urzqdzen ujetych w 1B101.d zalicza si¢ rolki,
naprezacze, zespoly powlekajqce, urzqdzenia do
ciecia i formy zatrzaskowe.

»Urzadzenia produkcyjne« do wytwarzania proszkow metali, inne
niz wyszczeg6lnione w poz. 1B002, i specjalnie zaprojektowane
elementy do nich:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B115.b.

a. »urzadzenia produkcyjne« do wytwarzania proszkéw metali
umozliwiajace »produkcje«, w kontrolowanej atmosferze,
sferycznych lub pylistych materialtow  wyszczegdlnionych
w pozycjach: 1CO11.a, 1CO11.b, 1Cl1l.a.1, 1Cl11.a.2 lub
w wykazie uzbrojenia;

b. specjalnie zaprojektowane elementy do »urzadzen produkcyj-
nych« wyszczegdlnionych w poz. 1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

a. generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego
wysokiej czestotliwosci) nadajqce sie do otrzymy-
wania pylistych lub sferycznych proszkow metali,
z organizacjq procesu w Srodowisku argon-woda;

b. urzqdzenia elektroimpulsowe umozliwiajqce otrzymy-
wanie pylistych lub sferycznych proszkow metali,
z organizacjq procesu w Srodowisku argon-woda;

c. urzqdzenia umozliwiajqce »produkcje« sferycznych
proszkow aluminiowych przez rozpylanie roztopio-
nego metalu w atmosferze obojetnej (np. azocie).

Urzadzenia, inne niz wyszczegélnione w 1B002 lub 1B102, do
produkcji paliw i sktadnikow paliw oraz specjalnie do nich skon-
struowane podzespoty:

a. »urzadzenia produkcyjne« do »produkcji«, manipulowania
i testowania odbiorczego paliw ptynnych i sktadnikow paliw
wyszczegolnionych w pozycji 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub
w wykazie uzbrojenia;

b. »urzadzenia produkcyjne« do w»produkcji«, manipulowania,
mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania,
wytlaczania lub testowania odbiorczego paliw statych i sktad-
nikéw paliw wyszczegdlnionych w pozycji 1C011.a, 1C011.b
i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.
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1B116

1B117

1B118

1B119

1B201

Uwaga: Pozycja 1BI115.b nie obejmuje kontrolq mieszarek
okresowych, mieszarek ciqglych lub miynow wyko-
rzystujqcych energie plynow. W sprawie kontroli
mieszarek —okresowych, mieszarek ciqglych  lub
miynéw  wykorzystujqcych  energie plynow  zob.
pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1: Urzqdzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji
wyrobow militarnych wymagajq kazdorazowo spraw-
dzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2: Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolq urzqdzen do
wprodukcji«, manipulowania i testowania odbiorczego
wegliku boru.

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania mate-
rialéw pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na
trzpieniu lub innym podtozu, z gazéw macierzystych rozktadajacych
si¢ w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C)do 3 173 K (2 900 °C)
przy ci$nieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Mieszarki  okresowe umozliwiajagce mieszanie  proézniowe
w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktorych mozna regulowac
temperatur¢ w komorze mieszania, speliajace wszystkie ponizsze
kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. catkowita wydajnos$¢ objgtosciowa 110 litrow lub wigksza; oraz

b. co najmniej jeden wat mieszajacy/ugniatajacy osadzony mimo-
Srodowo.

Mieszarki ciagle umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie
od zera do 13,326 kPa, w ktérych mozna regulowa¢ temperaturg
w komorze mieszania i ktore spelniaja ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. dwa lub wigcej waléw mieszajacych/ugniatajacych; lub

b. jeden oscylujacy wal obrotowy z zgbami/kotkami ugniataja-
cymi na nim, jak rowniez wewnatrz obudowy komory
mieszalniczej.

Mlyny wykorzystujace energi¢ ptyndéw, nadajace si¢ do rozdrab-
niania 1 mielenia substancji wyszczegdlnionych w pozycjach
1C011.a, 1CO11.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie
zaprojektowane do nich elementy.

Maszyny do nawijania wiokien i zwigzane z nimi wyposazenie,
inne niz wyszczegolnione w pozycji 1B001 lub 1B101, jak naste-

puje:

a. maszyny do nawijania wlokien, majace wszystkie z nastgpuja-
cych cech:

1. koordynacjg i programowanie ruchow zwiazanych z ustawia-
niem, owijaniem i nawijaniem wiokien, w dwoch lub wigcej
osiach;

2. sg specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji
wyrobow kompozytowych lub laminatow z »materiatow
wioknistych lub widkienkowych«; oraz

3. zdolne do nawijania cylindrycznych wirnikow o $rednicy od
75 mm do 400 mm i dlugosci 600 mm lub wigkszej;

b. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawi-
jania widokien wyszczegolnionych w 1B201.a;
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1B225

1B226

1B227

1B228

1B229

c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania wiokien wyszcze-
golnionych w 1B201.a.

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej
niz 250 graméw fluoru na godzing.

Elektromagnetyczne separatory izotopow, zaprojektowane z prze-
znaczeniem do wspoéltpracy z jednym lub wielu zrédtami jonow
zdolnymi do uzyskania wiazki jonow o catkowitym natgzeniu
rzegdu 50 mA lub wigecej lub wyposazone w takie zrodlo lub
zrodta.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujqce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwalych;

b. ze zrodlami i kolektorami jonow zarowno w polu
magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktérych
zespoly te znajdujq sie na zewnqtrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy
amoniaku, w ktorych gaz do syntezy (azot lub wodoér) jest pobierany
z wysokocisnieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowe;j,
a zsyntetyzowany amoniak jest zawracany do tej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach
wewngtrznych 35 K (- 238 °C) lub nizszych;

b. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy cisnieniach
wewngetrznych od 0,5 do 5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane:

1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej
zawartosci siarki i o wielkosci ziarna austenitu 5 lub wigk-
szym wedlug norm ASTM (lub réwnowaznych); lub

2. z materiatbw rownowaznych nadajacych si¢ zarowno do
dziatan w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze
H,; oraz

d. o $rednicach wewngtrznych 1 m lub wigkszych i dtugosciach
efektywnych 5 m lub wigkszych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor oraz
»kontaktory wewngtrzne« do nich, jak nastgpuje:

NB.: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przy-
gotowanych do produkcji cigzkiej wody zob. 0B004.

a. kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor, majace
wszystkie z nastgpujacych cech:

1. przeznaczenie do pracy przy cisnieniu znamionowym
2 MPa lub wyzszym;

2. sa wykonane z drobnoziarnistej stali wegglowej o wielkos$ci
ziarna 5 lub wigkszym wedtug norm ASTM (lub réwnowaz-
nych); oraz

3. maja $rednicg 1,8 m lub wigksza;

b. »kontaktory wewngtrzne« dla kolumn potkowych do wymiany
typu woda-siarkowodér zdefiniowanych w poz. 1B229.a.
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1B230

1B231

1B232

1B233

Uwaga techniczna:

»Kontaktory wewnetrzne« w  kolumnach sq segmentowymi
potkami o zespolowej Srednicy roboczej 1,8 m Ilub wigkszej,
skonstruowanymi w sposob ulatwiajqcy kontakt czynnikow
w  przeplywie przeciwprqdowym, wykonanymi ze stali
nierdzewnej o zawartosci wegla 0,03 % lub mniejszej. Mogaq
one mie¢ postac¢ polek sitowych, polek zaworowych, polek
dzwonowych lub rusztowych.

Pompy do przetlaczania roztworéw katalizatora z amidku potasu
rozcienczonego lub stgzonego w cieklym amoniaku (KNH,/NH;),
posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelno$¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b. wydajno$é powyzej 8,5 m3/godz.; oraz
c. nadajace sig do:

1. stgzonych roztworéw amidku potasu (1 % lub powyzej) —
cisnienie robocze 1,5-60 MPa (15-600 atmosfer); lub

2. do rozcienczonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) —
ci$nienie robocze 20—-60 MPa (200—600 atmosfer).

Nastgpujace urzadzenia i instalacje do obrobki trytu lub ich
podzespoty:

a. urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania,
ekstrakcji, stgzania lub manipulowania trytem;

b. nastgpujace urzadzenia instalacji lub fabryk trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chto-
dzenia do temperatury 23 K (- 250 °C) lub ponizej, o wydaj-
nos$ci odprowadzania ciepta powyzej 150 watéw; lub

2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopow
wodoru za pomoca wodorkéow metali jako s$rodkow do
magazynowania lub oczyszczania.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majace
obie z wymienionych nizej cech:

a. zaprojektowane do dzialania przy temperaturze wylotowej
ponizej 35 K (- 238 °C) lub nizszej; oraz

b. posiadajace przepustowo$¢ wodoru wigksza lub réwnag
1000 kg/h.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu lub
ich podzespoty:

a. urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu;
b. nastgpujace podzespoly do separacji izotopoéw litu:

1. kolumny z wypelieniem do wymiany cieczowo-cieczowej
specjalnie zaprojektowane do amalgamatow litu;

2. pompy do pompowania rtgci oraz (lub) amalgamatu litu;
3. cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. aparaty wyparne do zaggszczonych roztworéw wodoro-
tlenku litu.
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1C

1C001

Materialy

Uwaga techniczna:
Metale i stopy:

Jezeli nie zastrzezono inaczej, terminy »metale« i »stopy« uzywane
w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczq nastepujqcych wyrobow
surowych i polfabrykatow:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (lqcznie z pretami karbowanymi i ciqgnionymi),
kesy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, krysztaly, kostki,
struktury, ziarna, sztaby, bryly, pastylki, surowki, proszki,
podktadki, sruty, plyty, owale osadnicze, gqbki i drqzki;

Polfabrykaty (zarowno powlekane, pokrywane galwanicznie, wier-
cone i wykrawane, jak i niepoddane zZadnej z tych obrobek):

a. przerobione plastycznie lub obrobione materialy wyproduko-
wane poprzez walcowanie, wyciqganie, wytlaczanie, praso-
wanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kqtowniki, ceow-
niki, kola, tarcze, pyly, platki, folie, odkuwki, plyty, proszki,
wytloczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety (w tym prety
spawalnicze, walcowki i druty walcowane), ksztaltowniki,
arkusze, tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o prze-
kroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciqgnione i tloczone;

b. materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku,
kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych, w tym
przez odlewanie pod cisnieniem, formy spiekane i formy wyko-
nywane w metalurgii proszkowej.

Cel kontroli nie powinien by¢ omijany przez eksportowanie form
niewymienionych w wykazie jako produktow rzekomo finalnych, ale
bedacych w rzeczywistosci formami surowymi lub polfabrykatami.

Nastgpujace materiaty specjalnie opracowane z przeznaczeniem na
pochtaniacze fal elektromagnetycznych lub polimery przewodzace
samoistnie:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C101.

a. materialy pochlaniajace fale o czgstotliwosciach powyzej 2 x
108 Hz, ale ponizej 3 x 1012 Hz;

Uwaga 1: Pozycja 1C001.a nie obejmuje kontrolq:

a. pochianiaczy typu wlosowego, wykonanych z wickien
naturalnych lub syntetycznych, w ktorych pochla-
nianie osiqga sie innym sposobem niz magnetyczny;,

b. pochtaniaczy niewykazujqcych strat magnetycz-
nych oraz takich, ktorych powierzchnia, na
ktorq pada promieniowanie, nie jest planarna,
w tym ostrostupow, stozkow, klinow i powierzchni
zwichrowanych;

c. pochtaniaczy planarnych spetniajqcych wszystkie
ponizsze kryteria:

1. wykonane z ktoregokolwiek z ponizszych:

a. ze  spienionych  tworzyw  sztucznych
(elastycznych lub nieelastycznych) wzmac-
nianych weglem lub z materiatow organicz-
nych, lqcznie z materiatami wiqzqcymi,
dajqcych wiecej niz 5 % echa w porownaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci wyzszej
0 £ 15 % od czestotliwosci centralnej pada-
Jjacej fali, i nieodpornych na temperatury
przekraczajgce 450 K (177 °C); lub
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b. z materialow  ceramicznych dajgcych
o ponad 20 % echa wiecej w poréwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci wyzszej
o = 15 % od czestotliwosci centralnej
padajqcej fali, i nieodpornych na tempera-
tury przekraczajqce 800 K (527 °C);

Uwaga techniczna:

Probki do badania stopnia pochianiania
materialow wyszczegolnionych w  uwadze
1.c.1 do pozycji 1C001.a powinny by¢ kwad-
ratami o boku rwnym co najmniej 5 diugo-
Sciom fali o czestotliwosci  centralnej
i umieszczone w polu dalekim elementu
promieniujqcego fale elektromagnetyczne.

2. wytrzymalos¢ na rozciqganie ponizej 7 x 10°
N/m?; oraz

3. wytrzymatos¢ na Sciskanie  ponizej
14 % 105 N/m?;

d. pochtaniaczy planarnych wykonanych ze spieku
ferrytowego, spetniajqcych wszystkie ponizsze
kryteria:

1. gestos¢ wzgledna powyzej 4,4; oraz

2. maksymalna  temperatura  robocza  na
poziomie 548 K (275 °C).

Uwaga 2: »C1 Zadne sformutowanie w uwadze 1 do pozycji
1C001.a 4 nie zwalnia z kontroli materiatow
magnetycznych uzytych jako pochianiacze  fal
w farbach.

b. materialy pochlaniajace fale o czgstotliwosciach w zakresie od
1,5 x 1014 Hz do 3,7 x 10'* Hz i nieprzezroczyste dla promie-
niowania widzialnego;

c. materialty polimerowe przewodzace samoistnie, o »objgto-
Sciowej przewodno$ci elektrycznej« powyzej 10000 S/m
(simenséw na metr) lub »opornosci powierzchniowej« ponizej
100 oméw/m?, ktorych podstawowa czeScia sktadowa jest
ktorykolwiek z nastgpujacych polimerdw:

1. polianilina;
2. polipirol;
3. politiofen;

4. polifenylenowinylen; lub

5. politienylenowinylen.

Uwaga techniczna:

»Objetosciowq przewodnos¢ elektrycznq«  oraz  »opornosé
powierzchniowq« nalezy okresla¢ zgodnie z normq ASTM
D-257 lub jej odpowiednikami.

1C002 Nastepujace stopy metali, proszki stopéw metali lub materiaty
stopowe:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C202.
Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolq stopow metali,

proszkéw stopow metali ani materiatow stopowych do
powlekania podiozy.
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Uwagi_techniczne:

1. Do stopow metalu wedtug pozycji 1C002 zalicza si¢ takie,

ktore zawierajq wyzszy procent wagowy danego metalu niz
dowolnego innego pierwiastka.

. »Trwatos¢ w probie pelzania do zerwania« powinna by¢ okre-

Slana wedtug normy ASTM E-139 lub jej krajowych odpowied-
nikow.

. »Trwatos¢ w  niskocyklowych badaniach zmeczeniowych«

nalezy okresla¢ wedtug normy ASTM E-606 »Zalecana metoda
niskocyklowego badania zmeczeniowego przy statej amplitu-
dzie« lub jej krajowych odpowiednikow. Badania nalezy
prowadzi¢ przy obciqzeniu skierowanym osiowo, przy sredniej
wartosci wspolczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartosci wspot-
czynnika spietrzenia naprezen (K, rownej 1. Naprezenie
Srednie definiuje si¢ jako rozmice naprezenia maksymalnego
i minimalnego podzielonq przez naprezenie maksymalne.

. nastgpujace glinki:

1. glinki niklu zawierajace wagowo minimum 15 %,
a maksimum 38 % glinu i przynajmniej jeden dodatek
stopowy,

2. glinki tytanu zawierajace wagowo 10 % lub wigcej glinu
i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

. nastgpujace stopy metali wykonane z materialow w postaci

proszkow lub pylow wyszczegoélnionych w pozycji 1C002.c:

1. stopy niklu spemiajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. ich »trwato§¢ w probie pelzania do zerwania« wynosi
10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze 923 K (650 °C)
przy naprezeniach 676 MPa; lub

b. ich »trwato$¢ w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych«
wynosi 10 000 lub wigeej cykli w temperaturze 823 K (550
°C) przy maksymalnym naprezeniu 1 095 MPa;

2. stopy niobu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. ich »trwalo§¢ w probie pelzania do zerwania« wynosi
10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze 1 073 K (800 °C)
przy naprezeniach 400 MPa; Iub

b. ich »trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmeczenio-
wych« wynosi 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze
973 K (700 °C) przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;

3. stopy tytanu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. ich »trwato§¢ w probie pelzania do zerwania« wynosi
10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze 723 K (450 °C)
przy naprezeniu 200 MPa; lub

b. ich »trwalo$¢ w niskocyklowych badaniach zmgczenio-
wych« wynosi 10 000 lub wigcej w temperaturze 723
K (450 °C) przy maksymalnym naprezeniu 400 MPa;

4. stopy glinu spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. ich wytrzymato$¢ na rozciaganie wynosi 240 MPa lub
wigeej w temperaturze 473 K (200 °C); lub
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b. ich wytrzymalo$¢ na rozciaganie wynosi 415 MPa lub
wigcej w temperaturze 298 K (25 °C);

5. stopy magnezu spelniajace wszystkie ponizsze kryteriow:

a. wytrzymalo$ci na rozciaganie 345 MPa lub wigkszej;
oraz

b. szybkosci korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku
sodowego, mierzonej wedlug normy ASTM G-31 lub
jej krajowych odpowiednikéw, wynoszacej ponizej 1
mm/rok;

c. proszki lub pyty stopéw metali spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

1. wykonane z dowolnego materialu o podanych ponizej skta-

dach:

Uwaga techniczna:

W podanych ponizej zwiqzkach X oznacza jeden lub wigkszq
liczbe skiadnikow stopu.

a. stopow niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do
wyrobu czgéci lub zespotow silnikow turbinowych, tj.
zawierajacych mniej niz 3 czasteczki niemetaliczne

(wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkosci
przekraczajacej 100 um, na 10° czasteczek stopu;

b. stopow niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X Iub
Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);

c. stopow tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. stopow glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub
Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub

e. stopow magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach
jedna z nastgpujacych metod:

a. »rozpylania préozniowego«;
b. »rozpylania gazowego«;

c. »rozpylania rotacyjnego«;

d. »chtodzenia ultraszybkiego«;

e. »formowania rotacyjnego z fazy stopionej« i »rozdrab-
niania;

f. »formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej« i »rozdrab-
niania«; lub

g. »stapiania mechanicznego«; oraz

. nadajace si¢ do formowania materialdow wyszczegdlnionych
w poz. 1C002.a lub 1C002.b;

d. materialy stopowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonane z dowolnego materiatu o sktadzie wyszczegol-

nionym w poz. 1C002.c.1;

2. w postaci niesproszkowanych ptatkoéw, wstazek lub cienkich

precikoéw; oraz
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1C003

1C004

1C005

3. produkowane w atmosferze o regulowanych parametrach
dowolng z nastgpujacych metod:

a. »chlodzenia ultraszybkiego;
b. »formowania rotacyjnego z fazy stopionej«; lub
c. »formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej«.

Metale magnetyczne, bez wzglgdu na typ i postaé, spetniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:

a. ich poczatkowa wzglgdna przenikalno$¢ magnetyczna wynosi
120 000 lub wigcej, a grubos¢ — 0,05 mm lub mniej;

Uwaga techniczna:

Poczqtkowq wzgledng przenikalnos¢ magnetyczng  nalezy
mierzy¢ na materiatach catkowicie wyzarzonych.

b. stopy magnetostrykcyjne spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

1. magnetostrykcja nasycenia powyzej 5 x 107%; lub

2. wspotczynnik sprzgzenia zyromagnetycznego (k) powyzej
0,8; lub

c. tasmy ze stopow amorficznych lub »nanokrystalicznych« spet-
niajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. skltad minimum 75 % wagowych zelaza, kobaltu lub niklu;

2. indukcja magnetyczna nasycenia (Bg) 1,6 T lub wyzsza,
oraz

3. ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. grubo$¢ tasmy 0,02 mm lub mniejsza; lub

b. oporno$¢ whasciwa 2 x 10~* ohm cm lub wigksza.

Uwaga_techniczna:

Pod pojeciem materialy »nanokrystaliczne« w pozycji 1C003.c
rozumie sie materialy o rozmiarze ziarna krystalicznego wyno-
szqcym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodq dyfrakcji promie-
niowania rentgenowskiego.

Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na »matrycy«
z zelaza, niklu lub miedzi spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. gesto$¢ powyzej 17,5 g/em?;

b. granica spregzystosci powyzej 880 MPa;

c. wytrzymalo$¢ na rozcigganie powyzej 1 270 MPa; oraz
d. wydtuzenie powyzej 8 %.

Nastgpujace »nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«
o dhugosci powyzej 100 m lub masie powyzej 100 g:

a. »nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«, w ktorych
sktad wchodzi co najmniej jedno »wldkno« niobowo-tytanowe,
spelniajace oba ponizsze kryteria:

1. osadzone w »matrycy« roéznej od miedzianej lub »matrycy«
mieszanej na osnowie miedzi; oraz
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2. majace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10~ mm?

(o $rednicy 6 pm w przypadku »wiokien« o przekroju
kotowym);

b. »nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«, w ktorych
sktad wchodzi jedno lub wigksza liczba »witokien« »nadprze-
wodzacych« rdéznych od niobowo-tytanowych, spetniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

1. »temperaturg krytyczna« przy zerowej indukcji magne-
tycznej powyzej 9,85 K (263,31 °C); oraz

2. Pozostawanie w stanie »nadprzewodzacym« w temperaturze
4,2 K (- 268,96 °C) pod dziataniem pola magnetycznego
dziatajacego w jakimkolwiek kierunku prostopadtym do
osi podtuznej przewodnika oraz roéwnowaznego indukcji
magnetycznej 12 T o krytycznej gestosci pradu wigkszej
niz 1750 A/mm? w catkowitym polu przekroju poprzecz-
nego przewodnika;

c. »nadprzewodzace« przewodniki »kompozytowe«, w ktorych
sktad wchodzi jedno lub wigksza liczba »wiokien« »nadprze-
wodzacych«, ktore nadal sa »nadprzewodzace« powyzej
115 K (- 158,16 °C).

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C005 »widkna« mogq by¢ w postaci drutu,
cylindra, folii, tasmy lub wstegi.

1C006 Nastgpujace ptyny i materialy smarne:

a. plyny hydrauliczne zawierajace jako skladnik podstawowy
ktorekolwiek z ponizszych:

1. syntetyczne »oleje krzemowgglowodorowe« spehniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C006.a.1 zaklada sie, zZe oleje krzemo-
weglowodorowe zawierajq wylqcznie krzem, wodor i wegiel.

a. »temperatura zaptonu« powyzej 477 K (204 °C);
b. »temperatura krzepnigcia« 239 K (- 34 °C) lub nizsza;
c. »wskaznik lepkosci« 75 lub wigcej; oraz

d. »stabilnos$¢ termiczna« w temperaturze 616 K (343 °C);
lub

2. »chlorofluoropochodne weglowodorow« spetniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C006.a.2 zaklada sie, ze »chlorofluoro-
pochodne weglowodorow« zawierajq wylqcznie wegiel,
fluor i chlor.

a. brak »temperatury zaptonu;

b. »temperatura samozaptonu« powyzej 977 K (704 °C);
c. »temperatura krzepnigcia« 219 K (- 54 °C) lub nizsza;
d. »wskaznik lepkosci« 80 lub wigcej; oraz

e. temperatura wrzenia 473 K (200 °C) lub wyzsza;
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b. materialy smarne zawierajace jako czgsci skladowe podsta-
wowe ktorekolwiek z ponizszych:

1. etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich
mieszaniny, zawierajace powyzej dwoch grup funkcyjnych
eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning; lub

2. fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej
5000 mm?/s (5000 centystokesdw) mierzonej w tempera-
turze 298 K (25 °C);

c. pltyny zwilzajace lub flotacyjne spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:
1. czystos¢ powyzej 99,8 %;

2. zawierajace mniej niz 25 czastek o $rednicy 200 um lub
wigkszej w 100 ml;

3. wykonane co najmniej w 85 % z ktdorekolwiek z poniz-
szych:

a. dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2,
27336-23-8);

b. polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem
lub woskiem); lub

c. polibromotrifluoroetylenu;

d. fluoroweglowe elektroniczne plyny chlodzace spetniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

1. zawartos¢ wagowa 85 % lub wigcej nastgpujacych
zwiazkoéw lub ich mieszanin:

a. monomeryczne postaci perfluoropolialkiloeterotriazyn lub
perfluoropolialkiloeterow;

b. perfluoroalkiloaminy;
c. perfluorocykloalkany; lub
d. perfluoroalkany;

2. gestosé przy 298 K (25 °C) wynoszaca 1,5 g/em’ lub
wigeej;

3. stan ciekly w temperaturze 273 K (0 °C); oraz
4. zawarto$¢ fluoru 60 % wagowych lub wigce;j.

Uwaga techniczna:
Dla celow pozycji 1C006:

1. »temperature zaplonu« okresla si¢ metodq Cleveland Open
Cup Method (Otwartego Kubka) opisang w normie ASTM
D-92 lub jej krajowych odpowiednikach;

2. »temperature krzepniecia« okresla sie metodq opisanq
w normie ASTM D-97 lub jej krajowych odpowiednikach;

3. »wskaznik lepkoSci« okresla si¢ metodq opisanq w normie
ASTM D-2270 lub jej krajowych odpowiednikach,

4. ystabilnos¢  termicznq« okresla sie wedlug przedstawionej
ponizej procedury lub jej krajowych odpowiednikow:

Umiesci¢ dwadziescia ml badanej cieczy w komorze ze stali
nierdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 ml, w ktorej znajdujq
sie trzy kulki o srednicy (znamionowej) 12,5 mm, jedna ze stali
narzedziowej M-10, druga ze stali 52100 i trzecia z mosiqdzu
morskiego dwufazowego (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).
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1C007

Nastepnie napeini¢ komore azotem, zamknqé¢ pod cisnieniem
atmosferycznym, podnies¢ temperature do 644 = 6 K (371
+ 6 °C) i utrzymac jq na tym poziomie przez szes¢ godzin.

Probke uznaje sie za stabilng termicznie, jezeli po zakonczeniu
badania spelnione sq wszystkie nastepujqce warunki:

a. spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy niz 10 mg/mm?
powierzchni kulki;

b. zmiana lepkosci poczqtkowej okreslonej w temperaturze
311 K (38 °C) jest mniejsza niz 25 %, oraz

c. catkowita liczba kwasowa Ilub zasadowa jest mniejsza niz
0,40;

5. »temperature samozaplonu« wyznacza sie metodq opisanq
w normie ASTM E-659 lub w jej krajowych odpowiednikach.

Nastgpujace materialy na osnowie ceramicznej, niekompozytowe
materiaty ceramiczne, »materialy kompozytowe« na »matrycy«
ceramicznej oraz materialy macierzyste:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C107.

a. materialy podtozowe z pojedynczych lub zlozonych borkow
tytanowych, w ktorych taczna ilo$¢ zanieczyszczen metalicz-
nych, z wylaczeniem dodatkow zamierzonych, wynosi ponizej
5000 ppm (czg$ci na milion), w ktorych przecigtne wymiary
czastek sa rowne lub mniejsze niz 5 um oraz ktére zawieraja
nie wigcej niz 10 % czastek o wielkosci powyzej 10 pm;

b. niekompozytowe materialy ceramiczne w postaci nieprzero-
bionej lub polprzetworzonej, ztozone z borkow tytanowych
0 ggstosci stanowiacej 98 % lub wigcej gestosci teoretycznej;

Uwaga: Pozycja 1C007.b nie obejmuje kontrolq materiatow
Sciernych.

c. »materialy  kompozytowe« ceramiczno-ceramiczne  na
»matrycy« szklanej lub tlenkowej, wzmacniane wtdknami spet-
niajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonane z ktoregokolwiek z nastgpujacych materialow:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; lub
d. Si-O-N; oraz

2. majace »wytrzymato$¢ wlasciwa na rozciaganie« wigksza
niz 12,7 x 103 m;

d. »materialy kompozytowe« ceramiczno-ceramiczne, z faza
metaliczng o strukturze ciaglej lub bez tej fazy, zawierajace
czastki, wiskery lub widkna, w ktorych »matryce« stanowia
wegliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

e. nastgpujace materialy macierzyste (tj. specjalne polimery lub
materialy metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy
lub faz materialow ujetych w pozycji 1C007.c:

1. polidiorganosilany (do produkcji weglika krzemu);

2. polisilazany (do produkcji azotka krzemu);
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3. polikarbosilazany (do produkcji materiatow ceramicznych
zawierajacych  czgsci skladowe krzemowe, weglowe
i azotowe);

f. »materialy =~ kompozytowe«  ceramiczno-ceramiczne  na
»matrycy« szklanej lub tlenkowej, wzmacniane ciagtymi wiok-
nami wykonanymi z jednego z nastgpujacych materiatow:

1. ALO; (CAS 1344-28-1); lub

2. Si-C-N.

Uwaga: Pozycja 1C007.f nie obejmuje kontrolq »materiatow
kompozytowych« zawierajqcych wiokna z wyszczegol-
nionych w niej materiatow, posiadajqce wytrzymatosé¢
na rozciqganie mniejszq niz 700 MPa przy tempera-
turze 1273 K (1000 °C) lub odpornos¢ na petzanie
wiekszq niz 1 % odksztalcenia przy obcigzeniu 100
MPa i temperaturze 1273 K (1000 °C) w czasie
100 godzin.

1C008 Nastepujace materiaty polimerowe niezawierajace fluoru:
a. nastgpujace imidy:

1. bismaleimidy;

2. poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o »temperaturze
zeszklenia (Tg)« powyzej 563 K (290 °C);

3. poliimidy aromatyczne;

4. polieteroimidy aromatyczne o temperaturze zeszklenia (T,)
powyzej 513 K (240 °C);

Uwaga: Pozycja 1C008.a obejmuje kontrolq substancje ciekie
lub stale w formie »topliwej«, w tym w postaci
zywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, tasmy lub
wstegi.

NB.: Wyroby z innych niz »topliwe« poliimidow aromatycz-
nych, w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg, zob.
14003.

b. ciekte krysztaty z kopolimeréw termoplastycznych o tempera-
turze ugigcia pod obcigzeniem powyzej 523 K (250 °C)
mierzonej wedlug normy ISO 75-2 (2004) lub jej krajowych
odpowiednikéw, przy obciazeniu 1,80 N/mm?, w ktorych sktad
wchodza:

1. ktorykolwiek z ponizszych zwiazkow:

a. fenylen, bifenylen lub naftalen; lub

b. fenylen, bifenylen lub naftalen z podstawnikiem mety-
lowym, trzeciorzgdowym butylowym lub fenylowym;
oraz

2. ktorykolwiek z ponizszych kwasow:

a. kwas tereftalowy (CAS 100-21-0);
b. kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy (CAS 16712-64-4); lub
c. kwas 4-hydroksybenzoesowy (CAS 99-96-7);

c. nieuzywane;

d. poliketony arylenowe;

e. polisiarczki arylenowe, w ktorych grupa arylenowa jest bife-
nylen, trifenylen lub ich kombinacja;

f. polisulfon bifenylenoeterowy o »temperaturze zeszklenia (Tg)«
przekraczajacej 513 K (240 °C);
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1C009

1C010

Uwaga techniczna:

»Temperatura zeszklenia (Ty)« dla materiatéw z pozycji 1C008
okreslana jest przy uzyciu metody opisanej w normie ISO
11357-2 (1999) lub jej odpowiednikach krajowych. Ponadto
w odniesieniu do materiatow objetych pozycjq 1C008.a.2 »tempe-
rature zeszklenia (T« oznacza si¢ na prébce PAI  ktorq
uprzednio utwardzano w temperaturze co najmniej 310 °C przez
co najmniej 15 minut.

Nastepujace nieprzetworzone zwiazki fluorowe:

a. kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w 75 % lub wigcej
strukturg beta krystaliczna bez rozciagania;

b. poliimidy fluorowane zawierajace 10 % wagowych lub wigcej
zwiazanego fluoru;

c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wago-
wych lub wigcej zwiazanego fluoru.

Nastgpujace »materiaty wiokniste lub wiokienkowe«:
NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1C210 ORAZ 9C110.

a. organiczne materialy »wlokniste lub widkienkowe«, speliajace
oba ponizsze kryteria:

1. »modut whasciwy« powyzej 12,7 x 10°™; oraz
2. »wytrzymato$¢ whasciwa na rozciaganie« powyzej 23,5 x 10*™;

Uwaga: Pozycja 1C010.a nie obejmuje kontrolq polietylenu.

b. »wildkniste i wlokienkowe« materiaty weglowe, spelniajace oba
ponizsze kryteria:

1. »modut whasciwy« powyzej 14,65 x 10®™; oraz
2. »wytrzymato§é whasciwa na rozciaganie« powyzej 26,82 x 10*™;
Uwaga: Pozycja 1C010.b nie obejmuje kontrolg:

a. ymateriatow widknistych lub  widkienkowych«
przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub lami-
natéw »cywilnych statkow powietrznych«, ktore
spetniajq wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. majq powierzchnie nieprzekraczajacq 1 m?;
2. majq dlugos¢ nieprzekraczajqcq 2,5 m; oraz
3. majq szerokos¢ nieprzekraczajqcq 15 mm;

b. mechanicznie siekanych lub cietych »materiatow
wiloknistych  lub  widkienkowych« o  dlugosci
nieprzekraczajqcej 25 mm.

Uwaga techniczna:

Wiasciwosci materiatow ujetych w pozycji 1C010.b nalezy okre-
Sla¢ zgodnie z zalecanymi przez Stowarzyszenie Dostawcow
Wysokojakosciowych Materiatow Kompozytowych (SACMA)
metodami SRM 12 do 17, metodq A 1SO 10618 (2004) 10.2.1
lub rownowaznymi krajowymi metodami badania widkien i nalezy
Je opieraé na przecietnych wartosciach z partii materiatu.

c. nieorganiczne »materiaty wiokniste lub wtokienkowe«, spetnia-
jace oba ponizsze kryteria:

1. »modut whasciwy« powyzej 2,54 x 10°™; oraz
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2. temperatura topnienia, migknienia, rozktadu lub sublimacji
powyzej 1922 K (1 649 °C) w $rodowisku obojetnym;

Uwaga: Pozycja 1C010.c nie obejmuje kontrolq:

a. nieciqglych, wielofazowych,  polikrystalicznych
wiokien z tlenku glinu w postaci wiokien cietych
lub mat o strukturze bezladnej, zawierajqcych
wagowo 3 % lub wiecej tlenku krzemu, i majqcych
»modul wlasciwy« ponizej 10 x 10°™;

b. wilbkien molibdenowych i ze stopow molibdenowych;
c. wiokien borowych;

d. nieciqglych wlokien ceramicznych o temperaturze
topnienia, mieknienia, rozkladu Ilub sublimacji
ponizej 2043 K (1770°C) w Srodowisku
obojetnym.

d. »materialy widokniste lub witokienkowe« spetniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. zawierajace ktorekolwiek z ponizszych:
a. polieteroimidy okreslone w pozycji 1C008.a; lub
b. materialy ujgte w pozycjach 1C008.b do 1C008.f; lub

2. ztozone z materialow ujetych w pozycji 1C010.d.1.a lub
1C010.d.1.b 1 »zmieszane« z innymi materiatami wioknis-
tymi ujgtymi w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1CO010.c;

e. »materiaty wiokniste lub wiokienkowe« w petni lub czgsciowo
impregnowane zZywica lub pakiem (prepregi), »materialy wiok-
niste lub wildokienkowe« powlekane metalem lub weglem
(preformy) lub »preformy wiokien weglowych« spehiajace
wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. nieorganiczne »materiaty widokniste lub wldkienkowe«
okreslone w pozycji 1C010.c; lub

b. organiczne lub weglowe »materialy wlokniste lub
wiokienkowe« spetniajace wszystkie z ponizszych kryte-
riéw:

1. »modut whasciwy« powyzej 10,15 x 10 ™; oraz

2. »wytrzymato$§¢ wlasciwa na rozciaganie« powyzej
17,7 x 10* ™; oraz

2. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zawierajace zywicg lub pak okreslone w poz. 1C008 lub
1C009.b,

b. majace »temperaturg zeszklenia (T,) wyznaczona metoda
dynamicznej analizy mechanicznej (DMA)« réwna lub
przekraczajaca 453 K (180 °C) 1 zawierajace zywice
fenolowe;

c. majace »temperaturg zeszklenia (T,) wyznaczona metoda
dynamicznej analizy mechanicznej] (DMA)« réowna lub
przekraczajaca 505 K (232 °C) i zawierajace zywicg
lub pak, ktore nie sa wymienione w poz. 1C008 ani
1C009.b i nie sa zywicami fenolowymi.
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Uwaga 1: »Materialy wldkniste lub widokienkowe« powle-
kane metalem lub weglem (preformy) Ilub
wpreformy widkien weglowych« nieimpregno-
wane zywicq ani pakiem sq wyszczegolnione
Jjako »materialy wickniste lub wldkienkowe«
w poz. 1C010.a, 1C010.b i 1CO10.c.

Uwaga 2: Pozycja 1C010.e nie obejmuje kontrolg:

a. impregnowanych Zywicq epoksydowq
»matryc«  z ymateriatow wildknistych lub
wiokienkowych« (prepregow) przeznaczonych
do naprawy konstrukcji - lub laminatow
weywilnych — statkow  powietrznych«,  ktore
spetniajq wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. majq powierzchnie nieprzekraczajgca 1 m?;

2. majq diugo$¢ nieprzekraczajqcq 2,5 m;
oraz

3. majq szerokosS¢ nieprzekraczajqcq 15 mm;

b. w pelni lub czesciowo impregnowane zZywicq
lub pakiem mechanicznie siekane lub ciete
»materialy  wldokniste lub  widkienkowe«
o dlugosci nieprzekraczajqcej 25 mm, w przy-
padku gdy zastosowano zZywice lub pak inne
niz okreslone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwaga techniczna:

»Temperatura zeszklenia (Tg) wyznaczona metodq dyna-
micznej analizy mechanicznej (DMA)« dla materiatow
wyszczegolnionych w pozycji 1C010.e jest okreSlana jest
przy uzyciu metody opisanej w normie ASTM D 7028-07
lub rownowaznej metody krajowej przy uzyciu suchej
probki. W przypadku materiatow  termoutwardzalnych
stopien utwardzenia suchej probki bedzie wynosil co
najmniej 90 % zgodnie z normq ASTM E 2160-04 [ub
rownowaznq metodq krajowq.

1C011 Nastgpujace metale i zwiazki:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJE
1C111.

a. metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 pm, zaréwno
w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, ptatkow, jak
i zmielonej, wykonane z materiatow zawierajacych 99 % lub
wigceej cyrkonu, magnezu lub ich stopow;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartos¢ hafnu w cyrkonie (typowo 2 % do 7 %)

Jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.a
sq objete kontrolg bez wzgledu na to, czy sq
zamkniete w kapsutkach z glinu, magnezu lub berylu.

b. bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 um lub mniejszych,
jak nastepuje:

1. bor o czystosci 85 % wagowo lub wigkszej;
2. stopy boru o zawarto$ci boru 85 % wagowo lub wigkszej;
Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.b

sq objete kontrolg bez wzgledu na to, czy sq
zamkniete w kapsutkach z glinu, magnezu lub berylu.
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1C012

1C101

1C102

c. azotan guanidyny (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

NB.: Zob. takze wykaz uzbrojenia — proszki metali zmieszane
z innymi substancjami dajqce w wyniku mieszanine prze-
znaczonq do celow wojskowych.

Nastgpujace materiaty:

Uwaga techniczna:

Materialy te sq typowo wykorzystywane do jqdrowych zrodet
ciepla.

a. pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238
w ilosci powyzej 50 % wagowych;

Uwaga: Pozycja 1C012.a nie obejmuje kontrolg:

a. dostaw zawierajqcych 1 gram plutonu lub mniej;

b. dostaw zawierajqcych 3 »gramy efektywne« Ilub
mniej, w przypadku kiedy znajduje si¢ on w czuj-
nikach instrumentow pomiarowych.

b. »uprzednio separowany« neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga: Pozycja 1C012.b nie obejmuje kontrolg dostaw
zawierajqcych neptun-237 w ilosci 1 grama lub
mniejszej.

Materiaty i urzadzenia do obiektow o zmniejszonej wykrywalnosci
za pomoca odbitych fal radarowych, $ladow w zakresie promie-
niowania nadfioletowego lub podczerwonego i $ladow akustycz-
nych, inne niz okreslone w pozycji 1C001, mozliwe do zastoso-
wania w »pociskach rakietowych«, podsystemach »pociskow
rakietowych« lub bezpilotowych statkach powietrznych wyszcze-
golnionych w pozycji 9A012.

Uwaga 1: Pozycja 1C101 obejmuje:

a. materialy strukturalne i powloki specjalnie opraco-
wane pod  kqtem  zmniejszenia ich  echa
radarowego,

b. powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod
katem zmniejszenia ilosci odbijanego lub emitowa-
nego promieniowania z zakresu mikrofalowego,
podczerwonego lub nadfioletowego promienio-
wania elektromagnetycznego.

Uwaga 2: Pozycja 1CI101 nie dotyczy powlok, ktore sq specjalnie
uzywane do regulacji temperatur w satelitach.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C101 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajqcym 300 km.

Przesycane pirolizowane materialy weglowo-weglowe przezna-
czone do pojazdéw kosmicznych wyszczegélnionych w pozycji
9A004 lub do rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszcze-
golnionych w poz. 9A104.
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1C107 Nastgpujace materiaty grafitowe i ceramiczne, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 1C007:

a. drobnoziarniste materialy grafitowe o ggstosci nasypowej co
najmniej 1,72 g/cm3 lub wigkszej, mierzonej w temperaturze
288 K (15 °C) i o wymiarach ziarna 100 pm lub mniejszych,
mozliwe do zastosowania w dyszach do rakiet i stozkach czoto-
wych rakiet, umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki naste-
pujacych produktow:

1. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci 50 mm
lub wigkszej;

2. rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci
$cianki 25 mm lub wigkszej i dlugosci 50 mm lub wigksze;j;
lub

3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigk-
szej;

NB.: Zob. rowniez 0C004.

b. pirolityczne lub wzmacniane wildknami materiaty grafitowe
nadajace si¢ do zastosowania w dyszach rakiet i stozkach
czotowych uzywanych w »pociskach rakietowych«, kosmicz-
nych pojazdach nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004
lub  w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych
w pozycji 9A104;

NB.: Zob. takze pozycja 0C0O04.

c. ceramiczne materialy kompozytowe (o stalej dielektrycznej
ponizej 6 przy kazdej czgstotliwosci od 100 MHz do 100
GHz), do uzytku w ostonach anten radiolokatora uzywanych
w »pociskach rakietowych«, kosmicznych pojazdach no$nych
wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteoro-
logicznych wyszczegodlnionych w pozycji 9A104;

d. skrawalne, niewypalane materialy ceramiczne wzmacniane
wioknami krzemo-weglowymi, do uzytku w stozkach czoto-
wych uzywanych w »pociskach rakietowych«, kosmicznych
pojazdach nos$nych wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub
w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji
9A104;

e. wzmocnione krzemo-wgglowe ceramiczne materiaty kompozy-
towe do uzytku w stozkach czotowych, rakietach ponownie
wchodzacych w atmosferg i klapach dysz uzywanych w »pocis-
kach rakietowych«, kosmicznych pojazdach no$nych wyszcze-
golnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicz-
nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.

1C111 Nastgpujace substancje napedowe i zwiazki chemiczne do nich,
inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 1CO11:

a. substancje napgdowe:

1. sferyczny proszek aluminiowy, inny niz wyszczegdlniony
w wykazie uzbrojenia, zlozony z czastek o réwnomiernej
srednicy 1 wielko$ci ponizej 200 uym i zawartosci glinu
wynoszacej 97 % wagowych lub wigkszej, jezeli co
najmniej 10 % cigzaru ogodlnego stanowig czastki o $rednicy
mniejszej niz 63 um, zgodnie z ISO 2591:1988 lub réwno-
waznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:

Wielkos¢ czaqstek 63 um (ISO R-565) odpowiada siatce 250
(Tyler) lub siatce 230 (standard ASTM E-11).
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2. paliwa metalowe, inne niz wyszczegdlnione w wykazie

uzbrojenia, w postaci czastek o $rednicy ponizej 60 pm,
w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw
lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierajace 97 % wago-
wych lub wigcej ktoregokolwiek z ponizszych:

a. cyrkonu;
b. berylu;
c. magnezu;

d. stopow metali okreslonych w pozycjach od a do
¢ powyzej; lub
Uwaga techniczna:

Naturalna zawartos¢ hafnu w cyrkonie (typowo 2 % do
7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

. nastgpujace utleniacze uzywane w silnikach rakietowych na

paliwo ciekte:
a. tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);

b. ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu
(CAS 10544-72-6);

c. pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

d. mieszaniny tlenkéw azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkéw azotu stanowiq roztwory tlenku
azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu (N,O,/
NO,), ktore mogq by¢ wykorzystane w systemach rakie-
towych. Istnieje cata skala mieszanin, ktore mogq by¢
oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j sq licz-
bami catkowitymi przedstawiajqcymi procentowq zawar-
tos¢ tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3
zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 — 25 % tlenku azotu.
Gorng granice stanowi MON40 — 40 % zawartosci
wagowej).

e. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA inhibi-
towanego dymigcego na €Zerwono kwasu
azotowego (IRFNA);

f. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA ORAZ
POZYCJE 1C238 DLA zwiagzkéw chemicznych skla-
dajacych si¢ z fluoru oraz jednego lub wiegcej ilosci
innych fluorowcéw, tlenu lub azotu;

. nastgpujace pochodne hydrazyny:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
a. trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);

b. tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);

c. N,N-diallilohydrazyna;

d. allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);

e. etylenodihydrazyna;

f. diazotan monometylohydrazyny;
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g. niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;

h. azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);

i. azydek dimetylohydrazyny;

j. diazotan hydrazyny;

k. diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);

1. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);

m. zob. wykaz uzbrojenia dla nadchloranu hydrazyny;
n. dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);

o. azotan metylohydrazyny (MHN);

p. azotan dietylohydrazyny (DEHN);

q. azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydra-
zyny) (DHTN);

. materiaty o wysokiej gestosci energetycznej inne niz wymie-

nione w wykazie uzbrojenia, ktore moga by¢ wykorzysty-
wane w »pociskach rakietowych« lub bezpilotowych stat-
kach powietrznych wyszczegdlnionych w poz. 9A012;

a. paliwa mieszane skladajace si¢ z paliw statych i ciektych,
takie jak paliwo borowodorowe, o ggstosci energetyczne;j
na jednostke masy na poziomie 40 x 10° J/kg lub wigkszej;

b. inne majace wysoka ggstos¢ energetyczng paliwa
i dodatki do paliw (np. kuban, roztwory jonowe, JP-10)
o gestosci energetycznej na jednostkg objgtosci na
poziomie 37,5 x 10° J/m3 lub wigkszej zmierzonej
w temperaturze 20 °C i przy ci$nieniu jednej atmosfery
(101,325 kPa);

Uwaga: Pozycja 1C111.a.5.b nie obejmuje kontrolq rafino-
wanych paliw kopalnych ani biopaliw wytworzo-
nych z warzyw, w tym paliw silnikowych dopusz-
czonych do stosowania w lotnictwie cywilnym,
chyba ze sq przeznaczone specjalnie do »pociskow
rakietowych« lub bezpilotowych statkéw powietrz-
nych wyszczegolnionych w poz. 94012.

Uwaga techniczna:

W poz. 1Cl11.a.5 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne
systemy rakietowe i systemy bezpilotowych  statkow
powietrznych o zasiegu przekraczajqcym 300 km.

b. substancje polimerowe:

1.

polibutadien o fancuchach zakonczonych grupa karboksy-
lowa (CTPB);

. polibutadien o fancuchach zakonczonych grupa hydroksy-

lowa (HTPB), inny niz wyszczegélniony w wykazie
uzbrojenia;

. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonit-

rylem (PBAN);

. glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna:

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest
kopolimerem blokowym polibutano-1,4-diolu i glikolu poli-
etylenowego (PEG).
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1C116

c. inne dodatki i $rodki do materialtow miotajacych:

1. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA weglobo-
rowodoréw, dekaborowodoréw, pentaborowodoréw oraz
i ich pochodnych;

2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);

4. triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. pochodne ferrocenu, takie jak:

a.

b.

zob. takze wykaz uzbrojenia dla katocenu;
ferrocen etylu (CAS 1273-89-8);

ferrocen propylu;

zob. takze wykaz uzbrojenia dla ferrocenu n-butylu;
ferrocen pentylu (CAS 1274-00-6);

ferrocen dicyklopentylu;

ferrocen dicykloheksylu;

ferrocen dietylu (CAS 1273-97-8);

ferrocen dipropylu;

ferrocen dibutylu (CAS 1274-08-4);

ferrocen diheksylu (CAS 93894-59-8);

ferrocen acetylu (CAS 1271-55-2)/1,1°-ferrocen diace-
tylu (CAS 1273-94-5);

. zob. takze wykaz uzbrojenia dla kwaséw karboksy-

lowych ferrocenu;
zob. takze wykaz uzbrojenia dla butacenu;

inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfi-
katory szybkosci spalania paliwa rakietowego, rozne od
wyszczegolnionych w wykazie uzbrojenia;

Uwaga: Poz. 1C111.c.6.0 nie obejmuje kontrolq pochod-

nych ferrocenu, ktore zawierajq szescioweglowq
aromatycznq grupe funkcyjnq polqczonq z czqs-
teczkq ferrocenu.

7. 4,5 diazydometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), inny
niz wyszczeg6élniony w wykazie uzbrojenia.

Uwaga: Dla substancji miotajqcych oraz chemikaliow sktado-

wych materiatow miotajqcych, niewyszczegdlnionych
w pozycji 1C111 zob. takze wykaz uzbrojenia.

Stale maraging o wytrzymatos$ci na rozciaganie rownej 1 500 MPa
lub wigkszej, mierzonej w temperaturze 293 K (20 °C), w postaci
blach, ptyt lub rur o grubosci $cianek rur lub grubosci plyt mniej-
szej lub réwnej 5 mm.
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1C117

1C118

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C216.

Uwaga techniczna:

Stale maraging sq stopami zelaza ogdlnie charakteryzujqcymi sie
wysokq zawartoSciq niklu, bardzo niskq zawartosciq wegla i wyko-
rzystaniem skladnikow substytucyjnych lub przyspieszajqcych,
ktore umozliwiajq wzmocnienie i utwardzenie wydzielinowe tego
stopu.

Nastgpujace materiaty stuzace do wytwarzania elementow »poci-
skow rakietowych«:

a. wolfram i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co
najmniej 97 % wolframu o wielkosci czasteczek nie wigkszej
niz 50 x 100 ™ (50 um);

b. molibden i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co
najmniej 97 % molibdenu o wielko$ci czasteczek nie wigkszej
niz 50 x 1070 ™ (50 um);

c. materialy zawierajace wolfram w postaci stalej, spehiajace
wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. wszelkie materialy o nastgpujacym sktadzie:

a. wolfram i jego stopy zawierajagce wagowo co najmniej
97 % wolframu;

b. wolfram nasycony miedzia zawierajacy wagowo co
najmniej 80 % wolframu; lub

c. wolfram nasycony srebrem zawierajacy wagowo co
najmniej 80 % wolframu; oraz

2. umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki skrawaniem
nastgpujacych produktow:

a. walce o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci 50 mm
lub wigkszej;

b. rury o S$rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej
i grubosci S$cianki 25 mm lub wigkszej 1 dlugosci
50 mm lub wigkszej; lub

c. bloki o wymiarach 120 mm X 120 mm x 50 mm lub
wigkszej;

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C117 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajqcym 300 km.

Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) spet-
niajaca wszystkie ponizsze kryteria:

a. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. zawartos¢ wagowa chromu: 17,0 — 23,0 %, niklu: 4,5 —
7,0 %,;

2. zawarto$¢ wagowa tytanu wigksza niz 0,10 %; oraz

3. obecno$¢ mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej
takze mikrostruktura dwufazowa), w ktorej co najmniej
10 % objetosci stanowi austenit (zgodnie z ASTM E-1181
lub jego odpowiednikiem krajowym); oraz
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1C202

1C210

b. posiadajaca ktorakolwiek z nastgpujacych postaci:

1. sztab lub pretow o wielkosci wigkszej lub rownej 100 mm
w kazdym z wymiarow;

2. arkuszy o szeroko$ci wigkszej lub roéwnej 600 mm i grubosci
mniejszej lub réwnej 3 mm; lub

3. rur o $rednicy zewngtrznej wigkszej lub réownej 600 mm
i grubosci $cianek mniejszej lub réwnej 3 mm.

Stopy, inne niz wyszczegoélnione w pozycji 1C002.b.3 lub b.4,
takie jak:

a. stopy glinu posiadajace obydwie wyszczegdlnione nizej cechy:

1. »zdolne do« osiagnigcia wytrzymatosci na rozciaganie wigk-
szej lub rownej 460 MPa w temperaturze 293 K (20 °C);
oraz

2. posiadajace postac rur lub litych elementéw cylindrycznych
(w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

b. stopy tytanu posiadajace obydwie wyszczegélnione nizej
cechy:

1. »zdolne do« osiagnigcia wytrzymatosci na rozciaganie wigk-
szej lub rownej 900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C);
oraz

2. posiadajace posta¢ rur lub litych elementéw cylindrycznych
(w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

Uwaga techniczna:

Okreslenie stopy »zdolne do« obejmuje stopy przed obrobkq
cieplng lub po obrobce cieplnej.

»Materialy wiokniste lub widkienkowe« lub prepregi, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 1C010.a, b lub e, takie jak:

a. weglowe lub aramidowe »materialy wldkniste lub wiodkien-
kowe« posiadajace ktorakolwiek z nizej wyszczegdlnionych
cech:

1. »modut whsciwy« wigkszy niz lub rowny 12,7 x 106™; lub

2. »wytrzymalo§¢ wlasciwa na rozciaganie« wigksza niz lub
réwna 235 x 103 ™;

Uwaga: Pozycja 1C210.a nie obejmuje kontrolq aramidowych
»materiatow wioknistych lub widkienkowych«, zawie-
rajqcych wagowo 0,25 % lub wiecej dowolnego
modyfikatora powierzchni wiokien opartego na
estrach.

b. szklane »materiaty widkniste lub wiokienkowe« posiadajace
obydwie z nizej wyszczegblnionych cech:

1. »modut wlasciwy« wigkszy lub rowny 3,18 x 10 ™ lub

2. »wytrzymalo$¢ wlasciwa na rozcigganie« wigksza lub réwna
76,2 x 103 ™;

c. termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle »przedze«,
»rowingi«, »kable« lub »taSmy« o szerokosci nieprzekracza-
jacej 15 mm (prepregi), wykonane z weglowych lub szklanych
»materiatdow wioknistych lub widkienkowych« wyszczegdlnio-
nych w pozycji 1C210.a lub b.
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1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

Uwaga techniczna:
Zywice tworzq matryce kompozytow.
Uwaga: W pozycji 1C210 pojecie »materialy wiokniste lub
wlokienkowe« ogranicza sie do ciqglych »widkien

elementarnych«, »przedz«, »rowingow«, »kabli« Ilub
»tasmq.

Stal maraging, réozna od wyszczegolnionej w pozycji 1C116,
»zdolna do« osiagania wytrzymatosci na rozciaganie wigkszej
lub réwnej 2 050 MPa, w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontrolq form, w ktorych
wszystkie wymiary liniowe sq mniejsze niz lub rowne
75 mm.

Uwaga_techniczna:

Sformutowanie stal maraging »zdolna do« obejmuje stal maraging
obrébkq cieplng lub po obrobce cieplnej.

Bor wzbogacony izotopem boru-10 (1°B) w stopniu wiekszym niz
naturalna liczebno$¢ izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy,
zwiazki 1 mieszaniny zawierajace bor, wyroby oraz ztom i odpady
powstate z wyzej wymienionych.

Uwaga: W pozycji 1C225 mieszaniny zawierajqce bor obejmujq
materialy obciqzone borem.

Uwaga techniczna:

Naturalna liczebnos¢ izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5
% (atomowo 20 %).

Wolfram, weglik wolframu oraz stopy zawierajace wagowo
powyzej 90 % wolframu, inne niz wymienione w poz. 1C117,
posiadajace obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (tacznie
z segmentami cylindrycznymi) o $rednicy wewngtrznej od 100
do 300 mm; oraz

b. masa wigksza niz 20 kg.

Uwaga: Pozycja 1C226 nie obejmuje kontrolg wyroboéw
specjalnie zaprojektowanych jako odwazniki lub kolima-
tory promieniowania gamma.

Wapn posiadajacy obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:

a. zawartoS¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od
magnezu ponizej 1 000 czgéci na milion; oraz

b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czg$ci na milion.
Magnez posiadajacy obydwie z nizej wyszczego6lnionych cech:

a. zawarto$¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od
wapnia ponizej 200 czgsci na milion; oraz

b. zawartos¢ wagowa boru ponizej 10 czg$ci na milion.
Bizmut posiadajacy obydwie z nizej wyszczegolnionych cech:
a. czysto§¢ wagowa wigksza niz lub réwna 99,99 %; oraz

b. zawarto$¢ wagowa srebra ponizej 10 czg$ci na milion.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

Beryl metaliczny, stopy zawierajace wagowo wigcej niz 50 %
berylu, zwiazki berylu, wyroby oraz ztom i odpady powstate
z wyzej wymienionych, inne niz wyszczegdlnione w wykazie
uzbrojenia.

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
Uwaga: Pozycja 1C230 nie obejmuje kontrolg:

a. metalowych okien do aparatury rentgenowskiej Ilub
do urzqdzen wiertniczych;

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub
polprzetworzonej, zaprojektowanych specjalnie do
elementow zespolow elektronicznych lub jako podloza
do obwodow elektronicznych;

c. berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szma-
ragdow lub akwamarynéw.

Hafn metaliczny, stopy oraz zwiazki hafnu zawierajace wagowo
wigcej niz 60 % hafnu, wyroby oraz ztom i odpady z powstate
Z wyzej wymienionych.

Hel-3 (He), mieszaniny zawierajace hel-3 oraz wyroby lub urza-
dzenia zawierajace dowolne z wyzej wymienionych substancji.

Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontrolq wyrobow lub
urzqdzen zawierajqcych mniej niz 1 g helu-3.

Lit wzbogacony izotopem litu-6 (°Li) w stopniu wigkszym niz
naturalna liczebno$¢ izotopowa oraz produkty lub urzadzenia
zawierajace wzbogacony lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy,
zwiazki, mieszaniny zawierajace lit, wyroby oraz ztom i odpady
powstate z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolq dozymetrow
termoluminescencyjnych.

Uwaga_techniczna:

Naturalna liczebnosé izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 %
(atomowo 7,5 %).

Cyrkon z zawarto$cia wagowa hafnu mniejsza niz 1 czg$¢ hafnu
do 500 czesci cyrkonu, taki jak: metal, stopy zawierajace wagowo
ponad 50 % cyrkonu, zwiazki, wyroby oraz ztom i odpady
powstalte z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontrolq cyrkonu w postaci
Jfolii o grubosci mniejszej lub rownej 0,10 mm.

Tryt, zwiazki trytu i mieszaniny zawierajace tryt, w ktorych
stosunek atomow trytu do wodoru przewyzsza 1 czgs¢ na 1 000,
oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione
substancje.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolq wyrobow lub
urzqdzen zawierajqcych nie wiecej niz 1,48 x 10° GBq
(40 Ci) trytu.

Radionuklidy emitujace czastki alfa o okresie polowicznego
rozpadu réwnym lub wigkszym niz 10 dni, ale mniejszym niz
200 lat, wystepujace w ponizszych postaciach:

a. pierwiastki;
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1C237

1C238

1C239

1C240

1C350

b. zwiazki o catkowitej aktywnos$ci alfa wigkszej lub rownej 37
GBq/kg (1 Ci/kg);

c. mieszaniny o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub rownej
37 GBg/kg (1 Ci/kg);

d. wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione
substancje.

Uwaga: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolq wyrobow lub
urzqdzen o aktywnosci alfa ponizej 3,7 GBq (100 mCi).

Rad-226 (*2°Ra), stopy oraz zwiazki radu-226, mieszaniny zawie-
rajace rad-226, powstate z nich wyroby, oraz produkty i urzadzenia
powstate z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:
a. aplikatorow medycznych;

b. wyrobow lub urzqdzen zawierajqcych mniej niz 0,37
GBq (10 mCi) radu-226.

Trifluorek chloru (CIF;).

Kruszace materialy wybuchowe, inne niz wymienione w wykazie
uzbrojenia, substancje lub mieszaniny zawierajace wagowo wigcej
niz 2 % tych materiatow, o gestosci krystalicznej wigkszej niz
1,8 g/em? i predkosci detonacji powyzej 8 000 m/s.

Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny, inny niz wyszczegol-
niony w pozycji 0C005, taki jak:

a. proszek niklu posiadajacy obydwie z nizej wymienionych cech:

1. czysto$¢ niklowego skladnika wagowego wigksza niz lub
rowna 99 %; oraz

2. $rednia wielko$¢ czastek mniejsza niz 10 um, mierzona
wedlug normy B330 Amerykanskiego Towarzystwa
Materiatoznawczego (ASTM);

b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialow wyszcze-
golnionych w pozycji 1C240.a.

Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg:
a. wldkienkowych proszkéw niklu;

b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu
powierzchni arkusza mniejszym lub réwnym 1 000 cm?.

Uwaga_techniczna:

Pozycja 1C240.b odnosi si¢ do porowatego metalu wyrabianego
metodq zageszczania lub spiekania materialow wyszczegolnionych
w pozycji 1C240.a, celem otrzymania metalu z drobnymi porami,
wzajemnie lqczqcymi si¢ w calosci struktury.

Nastgpujace substancje chemiczne, ktore moga by¢ wykorzystane
jako prekursory dla toksycznych srodkéw chemicznych, oraz
»mieszaniny chemiczne« zawierajace jedna lub wigcej z wyzej
wymienionych substancji:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA ORAZ
POZYCJE 1C450.

1. tiodiglikol (111-48-8);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

. tlenochlorek fosforu (10025-87-3);
. metylofosfonian dimetylu (756-79-6);

. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA difluorek

metylofosfonowy (676-99-3);

. dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);
. fosforyn dimetylu (DMP)(868-85-9);

. trichlorek fosforu (7719-12-2);

. fosforyn trimetylu (TMP)(121-45-9);

. chlorek tionylu (7719-09-7);

3-hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);
N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamina (96-79-7);
N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (5842-07-9);
3-chinuklidynol (1619-34-7);

fluorek potasu (7789-23-3);

2-chloroetanol (107-07-3);

dimetyloamina (124-40-3);

etylofosfonian dietylu (78-38-6);
N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);
fosfonian dietylu (762-04-9);

chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);
dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);

dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);

ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA difluorek
etylofosfonowy (753-98-0);

fluorowodor (7664-39-3);

benzilan metylu (76-89-1);
dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (96-80-0);
alkohol pinakolinowy (464-07-3);

ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA O-etylo-2-
diizopropyloaminoetylo metylofosfinin (QL)(57856-11-8);

fosforyn trietylu (122-52-1);
trichlorek arsenu (7784-34-1);
kwas benzilowy (76-93-7);

metylofosfonin dietylu (15715-41-0);
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);
etylodifluorofosfina (430-78-4);
difluoro(metylo)fosfina (753-59-3);
3-chinuklidynon (3731-38-2);
pentachlorek fosforu (10026-13-8);
pinakolon (75-97-8);

cyjanek potasu (151-50-8);

wodorofluorek potasu (7789-29-9);
wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7);
fluorek sodu (7681-49-4);

wodorofluorek sodu (1333-83-1);

cyjanek sodu (143-33-9);

trietanoloamina (102-71-6);

pentasiarczek fosforawy (1314-80-3);
di-izopropyloamina (108-18-9);
dietyloaminoetanol (100-37-8);

siarczek sodu (1313-82-2);

monochlorek siarki (10025-67-9);
dichlorek siarki (10545-99-0);
chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);

N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamino chlorowodorek
(4261-68-1);

kwas metylofosfonowy (993-13-5);
metylofosfonian dietylu (683-08-9);

dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0);
fosforyn triisopropylu (116-17-06);
etylodietanoloamina (139-87-7);

0,0-dietylo fosforotionian (2465-65-8);
0,0-dietylo fosforoditionian (298-06-6);
heksafluorokrzemian sodu (16893-85-9);

dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2).

Uwaga 1: Dla wywozu do »panstw niebedgcych stronami

konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C350 nie obejmuje kontrolq »mieszanin chemicz-
nych« zawierajqcych jednq Ilub wiecej substancji
chemicznych — wyszczegolnionych ~w  podpunktach
1C350.1, .3,. 5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26,
.27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57
i .63, w ktorych zadna z indywidualnie wyszczegolnio-
nych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wiecej niz 10 % mieszaniny.
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Uwaga 2: Dla wywozu do »panstw bedqcych stronami konwencji
o zakazie broni chemicznej« pozycja 1C350 nie obej-
muje kontrolq »mieszanin chemicznych« zawierajq-
cych jednq lub wiecej substancji chemicznych wyszcze-
golnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12,
3, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34,
.35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63, w ktorych zZadna
z  indywidualnie — wyszczegdlnionych  substancji
chemicznych nie stanowi wagowo wiecej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga 3: Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg »mieszanin
chemicznych«  zawierajqcych jednq Ilub  wigcej
substancji chemicznych wyszczegolnionych w podpun-
ktach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20,
.24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, 41, 42, 43, .44, 45,
46, 47, 48, 49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61
i .62, w ktorych zadna z indywidualnie wyszczegolnio-
nych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wiecej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 4: Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolqg wyrobow okre-
Slanych jako towary konsumpcyjne pakowane do
sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pako-
wane do indywidualnego uzytku.

Ludzkie czynniki chorobotworcze, choroby przenoszone przez
zwierzgta oraz »toksyny«, takie jak:

a. wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub jako mate-
riat tacznie z materialem Zywym, ktory zostal celowo zaszcze-
piony lub zakazony takimi kulturami, takie jak:

1. wirus Andes;

2. wirus Chapare;

3. wirus goraczki Chikungunya;

4. wirus Choclo;

5. wirus goraczki krwotocznej kongijsko-krymskie;j;
6. wirus goraczki denga;

7. wirus Dobrava-Belgrade;

8. wirus wschodnioamerykanskiego konskiego zapalenia
mozgu;

9. wirus Ebola;

10. wirus Guanarito;

11. wirus Hantaan;

12. wirus Hendra;

13. wirus japonskiego zapalenia mozgu;
14. wirus Junin;

15. wirus Lasu Kyasanur;

16. wirus Laguna Negra;

17. wirus goraczki Lassa;

18. wirus choroby skokowej owiec;
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19. wirus Lujo;

20. wirus limfocytowego zapalenia opon moézgowych;
21. wirus Machupo;

22. wirus marburski;

23. wirus matpiej ospy;

24. wirus zapalenia moézgu z Murray Valley;
25. wirus Nipah;

26. wirus omskiej goraczki krwotocznej;

27. wirus Oropouche;

28. wirus Powassan;

29. wirus goraczki z Rift Valley;

30. wirus Rocio;

31. wirus Sabia;

32. wirus Seoul;

33. wirus Sin Nombre;

34. wirus zapalenia moézgu z St Louis;

35. wirus kleszczowego zapalenia mézgu (rosyjski wiosenno-
letni wirus zapalenia mozgu);

36. wirus ospy naturalnej;
37. wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mozgu;

38. wirus zachodnioamerykanskiego konskiego zapalenia
mozgu;

39. wirus zottej goraczki;

. nastepujace riketsje pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub
zmodyfikowane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub
jako materiat tacznie z materiatem zywym, ktory zostat celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. Coxiella burnetii — riketsja goraczki Q;

2. Bartonella quintana (Rochalimea Quintana, Rickettsia quin-
tana) — riketsja goraczki okopowej;

3. Riketsja prowasecki — riketsja duru plamistego;

4. Riketsja rickettsii — riketsja goraczki plamistej Gor Skalis-
tych;

. nastgpujace bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub
zmodyfikowane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub
jako material tacznie z materialem Zywym, ktory zostat
specjalnie zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. laseczka waglika (Bacillus anthracis),

2. pateczka ronienia bydta (Brucella abortus bovis);

3. paleczka maltanska (Brucella melitensis);

4. pateczka ronienia $win (Brucella abortus suis),
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10.

11.

15.

. zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci);
. laseczka jadu kietbasianego (Clostridium botulinum),
. pateczka tularemii (Francisella tularensis),

. pateczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas

mallei);

. pateczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudo-

monas pseudomallei),
pateczka duru (Salmonella typhi);

pateczka czerwonki (Shigella dysenteriae);

. przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);
. pateczka dzumy (Yersinia pestis),

. laseczka zgorzeli gazowej wytwarzajaca odmiany egzoto-

ksyn (Clostridium perfringens);

paleczka okrgznicy (Eschericha coli) o odmianie serolo-
gicznej O157 oraz inne werotoksyny wytwarzajace
odmiany serologiczne;

d. nastgpujace »toksyny« i ich »podjednostki toksyn«:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

toksyny botulinowe;
toksyny laseczki zgorzeli gazowej;
konotoksyna;

rycyna;

. saksytoksyna;

. toksyna Shiga;

. toksyny gronkowca zlocistego;
. tetrodotoksyna;

. werotoksyna i podobne do toksyny Shiga biatka dezakty-

wujace rybosomy;
microcystin (Cyanginosin);

aflatoksyny;

. abryn;

. toksyna cholery;

. toksyna diacetoksyscyrpenolowa;
. toksyna T-2;

. toksyna HT-2;

. modecyn;

. wolkensyn;

. lektyn 1 jemioly pospolitej (wiskotoksyna);

Uwaga: Pozycja 1C351.d nie obejmuje kontrolq toksyn botu-

linowych ani konotoksyn w postaci wyrobow spetnia-
Jjacych wszystkie ponizsze kryteria:

1. sq wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi
do podawania ludziom w leczeniu schorzen;

2. sq opakowane do rozprowadzania jako wyroby
lecznicze;
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3. sq dopuszczone przez wiadze panstwowe do
obrotu jako wyroby lecznicze.

e. nastgpujace grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub materiatu
zawierajacego zywe organizmy, ktory rozmyslnie zaszczepiono
lub zakazono takimi kulturami:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii.

Uwaga: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolq »szczepionek« ani

»immunotoksyn«.

1C352 Zwierzece czynniki chorobotworcze, takie jak:

a. wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub jako mate-
riat tacznie z materialem Zywym, ktory zostal celowo zaszcze-
piony lub zakazony takimi kulturami, takie jak:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

wirus afrykanskiego pomoru §win;
wirusy grypy ptakow, ktore sa:
a. niescharakteryzowane; lub

b. okreslone w zataczniku I pkt 2 do dyrektywy Rady
2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
wspolnotowych $rodkéw zwalczania grypy ptakow
(Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16) jako posiadajace
wysokie wlasciwosci chorobotwoércze, w tym:

1. wirusy typu A o wartosci IVPI (wskaznik dozylnej
chorobotworczosci) dla sze$ciotygodniowych
kurczat, powyzej 1,2; lub

2. wirusy typu A podtypow H5 i H7, z sekwencjami
genomu kodujacymi liczne aminokwasy zasadowe
w miejscu cigcia czasteczki hemaglutyniny podob-
nymi do sekwencji obserwowanych w innych wiru-
sach HPAI, wskazujacych na mozliwo$¢ rozszcze-
pienia czasteczki hemaglutyniny przez wigkszo$¢
proteaz gospodarza;

. wirus choroby niebieskiego jezyka;

. wirus pryszczycy;

. wirus ospy koziej;

. wirus opryszczki $win (choroba Aujeszkyego);
. wirus pomoru $win (wirus cholery Hoga);

. wirus Lyssa;

. wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);

wiras pomoru przezuwaczys;

enterowirus $winski, typ 9 (wirus choroby pgcherzykowej
u $win);

wirus zarazy bydlecej;

wirus ospy owczej;

. wirus choroby cieszynskiej;

wirus pgcherzykowego zapalenia jamy ggbowej;
wirus choroby zgrudowacenia skory;

wirus afrykanskiej choroby koni;
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1C354

b. nastgpujace drobnoustroje z rodzaju mykoplazma pochodzenia
naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur« lub jako material tacznie z mate-
riatem zywym, ktory zostal celowo zaszczepiony lub zakazony
drobnoustrojami z tego rodzaju:

1. Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC (»mala kolonia«);
2. Mycoplasma capricolum ssp. capripneumoniae.
Uwaga: Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolq »szczepionek«.

Elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie orga-
nizmy:

a. zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy gene-
tyczne zawierajace sekwencje kwaséw nukleinowych potaczone
z czynnikami chorobotwoérczymi organizméw wyszczeg6lnio-
nych w pozycjach 1C35l.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C35l.e,
1C352 lub 1C354;

b. zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy gene-
tyczne zawierajace sekwencje kwasow nukleinowych przypisa-
nych do jakiejkolwiek z »toksyn« wyszczegdlnionych w pozycji
1C351.d lub nalezace do nich »podjednostki toksyn«.

Uwagi techniczne:

1. Elementy genetyczne zawierajq miedzy innymi chromosomy,
genomy, plazmidy, transpozony oraz wektory, bez wzgledu na
to, czy sq modyfikowane genetycznie.

2. Sekwencje kwasow nukleinowych polqczone z czynnikami
chorobotworczymi mikroorganizmow wyszczegolnionych
w pozycjach 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352
lub 1C354 oznaczajq wszelkie sekwencje wiasciwe dla okreslo-
nych mikroorganizmow, ktore:

a. same lub przez swoje produkty transkrybowane Ilub trans-
ponowane stanowiq istotne zagrozenie dla zdrowia ludzi,
zwierzqt lub roslin; lub

b. wiadomo, ze zwiekszajq zdolnos¢ okreslonych mikroorga-
nizmow lub jakichkolwiek innych organizmow, do ktorych
mogq zosta¢ wprowadzone lub z ktorymi mogq zostaé
w inny sposob zintegrowane, spowodowania istotnych
szkod dla zdrowia ludzi, zwierzqt lub roslin.

Uwaga: Pozycji 1C353 nie stosuje sie do sekwencji kwasow
nukleinowych polqczonych z czynnikami chorobotwor-
czymi  paleczki okreznicy o odmianie serologicznej
0157 oraz innych werotoksyn wytwarzajqcych odmiany
serologiczne innych niz te przypisane do werotoksyn lub
ich podjednostek.

Szczepy chorobotworcze, takie jak:

a. wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub jako mate-
riat tacznie z materialem Zywym, ktory zostal celowo zaszcze-
piony lub zakazony takimi kulturami, jak:

1. andyjski utajony wirus ziemniaka;
2. wiroid wrzecionowatosci bulw ziemniaka;

b. bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub jako mate-
rial facznie z materialem Zywym, ktory zostat celowo zaszcze-

piony lub zakazony takimi kulturami, jak:

1. Xantomonas albilineans;
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. Xantomonas campestris pv. citri zawierajace szczepy

pokrewne, takie jak Xantomonas campestris pv. citri typu
A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xantomonas
citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xanto-
monas campestris pv. citrumelo;

. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris

pv. Oryzae);

. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebac-

terium michiganensis subsp. Sepedonicum lub Corynebacte-
rium Sepedonicum),

. Ralstonia solanacearum typy 2 i 3 (Pseudomonas solana-

cearum typy 2 i 3 lub Burkholderia solanacearum typy 2 i 3);

c. grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfiko-
wane, w postaci »izolowanych zywych kultur« lub jako mate-
riat tacznie z materialem Zywym, ktory zostal celowo zaszcze-
piony lub zakazony takimi kulturami, jak:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum
kahawae);

. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

. Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);

. Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);
. Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

Toksyczne zwiazki chemiczne, prekursory toksycznych zwiazkow
chemicznych oraz »mieszaniny chemiczne« zawierajace jedna lub
wigeej z tych substancji, takie jak:

NB.:

ZOB. TAKZE POZYCJE 1C350, 1C351.d ORAZ
WYKAZ UZBROJENIA.

a. toksyczne zwiazki chemiczne, takie jak:

1.

amiton: O,0-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan
(78-53-5) oraz odpowiednie alkilowane lub protonowane
sole;

. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)-1-propen

(382-21-8);

. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA DLA BZ: 3-

chinuklidylo benzylan (6581-06-2);

. fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5);
. shlorocyjan (506-77-4);
. cyjanowodor (74-90-8);

. chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga 1: Dla wywozu do »panstw niebedqcych stronami

konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin chemicz-
nych« zawierajqcych jednq lub wiecej substancji
chemicznych wyszczegolnionych w  podpunktach
1C450.a.1 oraz .a.2, w ktorych zadna z indywi-
dualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych
nie stanowi wagowo wiecej niz 10 % mieszaniny.
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Uwaga 2: Dla wywozu do »panstw bedqcych stronami
konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin chemicz-
nych« zawierajqcych jednq lub wigcej substancji
chemicznych wyszczegélnionych w  podpunktach
1C450.a.1 oraz .a.2, w ktorych Zadna z indywi-
dualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych
nie stanowi wagowo wiecej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 3: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin
chemicznych« zawierajqcych jednq Ilub wiecej
substancji chemicznych wyszczegdlnionych
w podpunktach 1C450.a.4, .a.5, .a.6 oraz .a.7,
w ktorych zZadna z indywidualnie wyszczegdlnio-
nych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wiecej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 4: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolq wyrobow
okreslanych jako artykuly konsumpcyjne pakowane
do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub
pakowane do indywidualnego uzytku.

. prekursory toksycznych zwiazkéw chemicznych, takie jak:

1. zwiazki chemiczne, inne niz wymienione w wykazie uzbro-
jenia lub w pozycji 1C350, posiadajace atom fosforu,
z ktorym zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa,
propylowa lub izopropylowa, lecz nie wigcej atomow wegla;

Uwaga: Pozycja 1C450.b.1 nie obejmuje kontrolq fono-
fosu:  O-etylo  S-fenylo-etylofosfonotiolotionianu
(944-22-9).

2. dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopro-
pylo) fosforoamidowe, inne niz dichlorek N,N-dimetylofos-
foroamidowy;

NB.: Zob. takze pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dime-
tylofosforoamidowego.

3. dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) N,N-dialkilo
(metylo, etylo, propylo lub izopropylo)-fosforoamidany,
rozne od dietylo-N,N-dimetylofosforoamidanu wyszczegol-
nionego w pozycji 1C350;

4. chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopro-
pylo) aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne
niz chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu lub chloro-
wodorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylo chlorku, ktore
zostaly wyszczegolnione w pozycji 1C350;

5. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo 1lub izopropylo)
aminoetan-2-ole i odpowiednie protonowane sole, rézne od
N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanolu  (96-80-0) 1 N,N-
dietyloaminoetanolu (100-37-8), wyszczegolnionych
w pozycji 1C350;

Uwaga: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolg:

a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpo-
wiednich protonowanych soli;

b. protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu
(100-37-8).

6. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo)
aminoetano-2-tiole i odpowiednie protonowane sole, inne
niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanootiol, wyszczegol-
niony w pozycji 1C350;
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7. etylodietanoloamina (139-87-7) — zob. 1C350;

8. metylodietanoloamina (105-59-9);

Uwaga I:

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Uwaga 4:

Dla wywozu do »panstw niebedqcych stronami
konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin chemicz-
nych« zawierajqcych jednq lub wiecej substancji
chemicznych wyszczegolnionych w  podpunktach
1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w ktorych
zadna  z  indywidualnie  wyszczegolnionych
substancji chemicznych nie stanowi wagowo wiecej
niz 10 % mieszaniny.

Dla wywozu do »panstw bedgcych stronami
konwencji o zakazie broni chemicznej« pozycja
1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin chemicz-
nych« zawierajqcych jednq lub wiecej substancji
chemicznych wyszczegolnionych w  podpunktach
1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w ktorych
zadna  z  indywidualnie  wyszczegdlnionych
substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej
niz 30 % mieszaniny

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolq »mieszanin
chemicznych«  zawierajqcych jednq lub wiecej
substancji chemicznych wyszczegolnionych
w podpunkcie 1C450.b.8, w ktorym zZadna z indywi-
dualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych
nie stanowi wagowo wiecej niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg wyrobow
okreslanych jako artykuly konsumpcyjne pakowane
do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub
pakowane do indywidualnego uzytku.
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1D
1D001

1D002

1D003

1D101

1D103

1D201

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« wyrobow wyszcze-
gblnionych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

»Oprogramowanie« do »rozwoju« »matryc« organicznych,
»matryc« metalowych, »matryc« weglowych do laminatow, oraz
»kompozytow«.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane, aby umozliwi¢ wyposazeniu wypetnianie funkcji wyposa-
zenia wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »uzytkowania« wyrobow wyszczegélnionych w pozycjach
1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.

»Oprogramowanie«  specjalnie  zaprojektowane do badania
obiektéw o zmniejszonej wykrywalno$ci za pomoca odbitych fal
radarowych, §ladow w zakresie promieniowania nadfioletowego/
podczerwonego oraz $ladow akustycznych.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
wyrobow wyszczegdlnionych w pozycji 1B201.
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1E
1E001

1E002

Technologia

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« sprzgtu lub materialow wyszczegol-
nionych w pozycji 1A001.b, 1A00l.c, 1A002 do 1A005,
1A006.b, 1A007, 1B lub IC.

Nastepujace inne »technologie«:

a. »technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« polibenzotiazoli
lub polibenzoksazoli;

b. »technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« zwigzkow elasto-
meroéw fluorowych, zawierajacych co najmniej jeden monomer
eteru winylowego;

c. »technologia« do projektowania lub »produkcji« materialow
podstawowych lub innych niz »kompozytowe« materialow
ceramicznych, takich jak:

1. materiatdow podstawowych spetniajacych wszystkie ponizsze
kryteria:

a. zawierajacych ktorykolwiek z nastgpujacych zwiazkow:

1. pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz
kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;

2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysz-
tatow);

3. pojedyncze lub kompleksowe wegliki krzemu lub
boru; lub

4. pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;

b. posiadajacych catkowita zawarto$¢ zanieczyszczen meta-
licznych (z wytaczeniem celowych domieszek) w ktorej-
kolwiek z ponizszych wysokosci:

1. ponizej 1000 ppm dla pojedynczych tlenkow lub
weglikow; albo

2. ponizej 5 000 ppm dla zwigzkéw kompleksowych lub
pojedynczych azotkow; oraz

c. bedacych ktérymkolwiek z ponizszych:

1. tlenkiem cyrkonu (CAS 1314-23-4) o przecigtnych
wymiarach czasteczek mniejszych lub rownych 1 pm
oraz niezawierajacym wigcej niz 10 % czasteczek
wigkszych niz 5 pm;

2. innymi materialami podstawowymi o przecigtnych
wymiarach czasteczek mniejszych lub rownych 5 pm
oraz niezawierajacymi wigcej niz 10 % czasteczek
wigkszych niz 10 pm; lub

3. spelniajacych wszystkie ponizsze kryteria:

a. posta¢ plytek o stosunku dlugosci do grubosci
wigkszym niz 5;

b. posta¢ wiskerow o stosunku dlugosci do $rednicy
wigkszym od 10 przy S$rednicach ponizej 2 um;
oraz

c. posta¢ ciaglych lub pocigtych widkien o $rednicy
ponizej 10 pum;

2. nie-ykompozytowych« materiatow ceramicznych sktadaja-
cych si¢ z materialdow wyszezegdlnionych w  pozycji
1E002.c.1;
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1E101

1E102

1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

Uwaga: Pozycja 1E002.c.2 nie obejmuje kontrolq »techno-
logii« do projektowania lub produkcji materiatow
Sciernych.

d. »technologia« do »produkcji« widkien z poliamidow
aromatycznych;

e. »technologia« do instalacji, obstugiwania lub naprawy mate-
riatéw wyszczegolnionych w pozycji 1C001;

f. »technologia« do naprawy struktur ykompozytowych«, lami-
natow lub materialtdow wyszczegolnionych w pozycji 1A002,
1C007.c lub 1C007.d;

Uwaga: Pozycja 1E002.f nie obejmuje kontrolq »technologii«
do naprawy struktur »cywilnych statkow powietrz-
nych« za pomocq weglowych ymateriatow witoknis-
tych lub widkienkowych« oraz zZywic epoksydowych,
zawartych ~w  instrukcjach  producenta  »statku
powietrznego«.

g. »biblioteki (parametryczne techniczne bazy danych)« specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umozliwi¢ urzadze-
niom wypetnianie funkcji urzadzen wyszczegoélnionych w pozy-
cjach 1A004.c lub 1A004.d.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1E002.g »biblioteka (parametryczna tech-
niczna baza danych)« oznacza zbior informacji technicznych,
ktorego wykorzystanie moze poprawi¢ wyniki osiqgane przez
odpowiednie systemy lub sprzet.

»Technologia«, zgodnie z uwaga og6lna do technologii, stuzaca
do »uzytkowania« wyrobow wyszczegdlnionych w pozycjach
1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101,
1C107, 1C111 do 1C118, 1D101 lub 1D103.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, sluzaca
do »rozwoju« »oprogramowania« wyszczegolnionego w pozycjach
1D001, 1D101 lub 1D103.

»Technologia« do regulacji temperatur, ciSnien lub atmosfery
w autoklawach lub hydroklawach w przypadku wykorzystania
do »produkcji« »kompozytow« lub »kompozytdw« czg§ciowo
przetworzonych.

»Technologia« zwiazana z »produkcja« pirolitycznie wytwarza-
nych materiatéw, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub
innym podlozu z gazéw prekursorowych, ulegajacych rozktadowi
w temperaturach od 1573 K (1300 °C) do 3 173 K (2900 °C)
przy ci$nieniach od 130 Pa do 20 kPa.

Uwaga: Pozycja 1E104 obejmuje »technologie« do lqczenia
gazow prekursorowych, wartosci natezen przeplywu,
harmonogramy oraz parametry sterowania procesem.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca
do »uzytkowania« wyrobow wyszczegélnionych w pozycjach
1A002, 1A007, 1A202, 1A225 do 1A227, 1B201, 1B225 do
1B233, 1C002.b.3 lub 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210,
1C216, 1C225 do 1C240 lub 1D201.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogolna do technologii, sluzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« wyrobow wyszczegdlnionych
w pozycjach 1A007, 1A202 lub 1A225 do 1A227.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzaca
do »rozwoju« »oprogramowania« wyszczegolnionego w pozycji
1D201.
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KATEGORIA 2
PRZETWARZANIE MATERIALOW
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2A

2A001

2A101

2A225

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

NB.: Dla tozysk bezglosnych zob. wykaz uzbrojenia.

Lozyska, zespoly tozysk oraz ich czgsci sktadowe:

NB.: ZOB. TAKZE 2A101

Uwaga: Pozycja 24001 nie obejmuje kontrolgq kulek o tolerancji

okreslanej przez producenta zgodnie z normq 1SO 3290,
klasy 5 lub gorszej.

a. lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach, okre-
Slonych przez producenta zgodnie z normg ISO 492, 4 klasy
tolerancji (lub wedtug innych odpowiednikéw krajowych) lub
lepszej, oraz posiadajace pier§cienie oraz elementy toczne (ISO

5593), wykonane z monelu lub berylu;

Uwaga: Pozycja 24001.a nie obejmuje kontrolq toZysk
z wateczkami stozkowymi.

b. nieuzywane;

c. aktywne zespoty tozysk magnetycznych, wykorzystujace ktore-
kolwiek z ponizszych:

1. materiatly o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej, przeno-
szace obciazenia wieksze niz 414 MPa;

2. catkowicie elektromagnetyczne, trojwymiarowe jednobiegu-
nowe konstrukcje dla sitownikow; lub

3. wysokotemperaturowe (450 K (177 °C) i wigcej) czujniki
potozenia.

Lozyska kulkowe promieniowe, inne niz wyszczegolnione
w pozycji 2A001, o tolerancjach okreslonych zgodnie z norma
ISO 492, 2. klasy tolerancji (lub norma ANSI/ABMA Std 20 —
klasa tolerancji ABEC 9 lub wedtug innych odpowiednikow krajo-
wych) lub lepszej, majace wszystkie wymienione ponizej cechy:
a. $rednica wewnetrzna 12-50 mm;

b. $rednica zewnetrzna 25-100 mm; oraz

¢. szerokos¢ 10-20 mm.

Tygle, wykonane z materialdow odpornych na ptynne aktynowce,
takie jak:

a. tygle spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. pojemno$é od 150 cm? do 8 000 cm’; oraz

2. wykonane z jednego z nastgpujacych materialow lub nim
povylekane, o czystosci wagowej materiatu 98 % lub wigk-
szej:
a. fluorek wapniowy (CaF,);
b. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrOs);
c. siarczek ceru (Ce,S;);
d. tlenek erbowy (erbia) (Er,O3);
e. tlenek hafnowy (hafnia) (HfO,);

f. tlenek magnezowy (MgO);

g. azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto
50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. tlenek itrowy (itria) (Y,03); lub

i. tlenek cyrkonowy (cyrkonia) (ZrO,);
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2A226

b. tygle spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. pojemno$é od 50 cm? do 2 000 cm?; oraz;

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czysto$ci wagowej
tantalu 99,9 % lub wigkszej;

c. tygle posiadajace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. pojemno$é od 50 cm® do 2 000 cm?;

2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czysto$ci wagowej
tantalu 98 % lub wigkszej; oraz

3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub
jakakolwiek ich kombinacja.

Zawory posiadajace wszystkie z nast¢pujacych cech:
a. »wymiar nominalny« 5 mm lub wigkszy;
b. wyposazone w uszczelnienia mieszkowe; oraz

c. w calosci wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu
zawierajacego wagowo ponad 60 % niklu lub pokryte nimi.

Uwaga techniczna:

Dla zaworéw o roznych srednicach otworu wlotowego i wyloto-
wego pojecie »wymiar nominalny« w pozycji 24226 odnosi sie do
najmniejszej srednicy.
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2B

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

1. Pomocnicze, rownolegle osie konturowe (np. oS »w« w wiertar-

kach poziomych Ilub pomocnicza os obrotowa, ktorej linia
centralna biegnie rownolegle do glownej osi obrotu) nie sq
zaliczane do catkowitej liczby osi ksztaltowych. Osie obrotowe
nie muszq obracac sie o 360 °. OS obrotowa moze by¢ nape-
dzana za pomocq urzqdzenia liniowego (np. Sruby lub mecha-
nizmu zebatkowego).

. Dla celow pozycji 2B za liczbe osi, ktore mogq by¢ koordyno-

wane jednoczesnie w celu »sterowania ksztaltowego«, uznaje
si¢ liczbe osi, wzdlz ktorych lub dookola ktorych w trakcie
obrabiania przedmiotu wykonywane sq ruchy jednoczesne
i wzajemnie powiqzane pomigdzy obrabianym przedmiotem
a narzedziem. Nie obejmuje kontrolq to jakichkolwiek dodatko-
wych osi, wzdtuz lub dookola ktorych wykonywane sq inne
ruchy wzgledne maszyny, takie jak:

a. systemow obciqgania Sciernic w szlifierkach;

b. rownoleglych osi obrotowych, przeznaczonych do moco-
wania oddzielnych przedmiotow obrabianych;

c. wspotliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipu-
lowania tym samym przedmiotem poprzez zamocowanie go
w uchwytach z oddzielnych koncow.

. Nazewnictwo osi powinno by¢ zgodne z Miedzynarodowq

Normgq ISO 841, »Maszyny sterowane numerycznie — Nazew-
nictwo osi i ruchow«.

. Na potrzeby pozycji 2B001 do 2B009 »wrzeciono wahliwe« jest

zaliczane do osi obrotowych.

5. Jako rozwiqzanie alternatywne w stosunku do indywidualnych

testow dla kazdego modelu obrabiarki mozna stosowaé
wpoziomy gwarantowanej dokladnosci pozycjonowania«, usta-
lone przy pomiarach wykonanych stosownie do 1SO 230/2
(1988) (") lub odpowiednika krajowego. »Poziom gwaranto-
wanej doktadnosci pozycjonowania« oznacza wartos¢ doktad-
nosci, przyjetq przez wilasciwe organy panstwa cztonkowskiego,
w ktorym eksporter ma siedzibe, jako reprezentatywnq doklad-
nosé¢ okreslonego modelu maszyny.

Okreslenie poziomu »gwarantowanej doktadnosci pozycjono-
waniaq:

a. wybra¢ pie¢ egzemplarzy modelu maszyny, ktory ma byé
oceniany;

b. zmierzy¢ liniowe dokiadnosci osi zgodnie z ISO 230/2
(1988) (M),

c. okresli¢c wartos¢ A dla kazdej osi kazdej maszyny. Metoda
okreslania wartosci A opisana jest w normie ISO;

d. okreslic wartosci srednie wartosci A dla kazdej osi Srednia
wartos¢ A staje si¢ gwarantowanq wartosciq dla kazdej osi
modelu (4 x, 4 y,...);

e. poniewaz wykaz kategorii 2 odnosi sie do kazdej osi
liniowej, wartosci gwarantowanych bedzie tyle, ile jest osi
liniowych;

(") Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997)
powinni konsultowa¢ si¢ z wlasciwymi organami panstwa czlonkowskiego, w ktorym
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[ jezeli ktoras z osi modelu maszyny nieobjetego kontrolq
przez podpunkty 2B001.a do 2B001.c lub 2B201 posiada
gwarantowanq doktadnosé A réwnq 6 um dla szlifierek
i 8um dla frezarek i tokarek lub lepszq, od producenta
powinno sie wymagaé potwierdzania poziomu dokladnosci
raz na osiemnascie miesiecy.

2B001 Obrabiarki oraz ich rézne kombinacje, do skrawania (lub cigcia)
metali, materialdw ceramicznych lub »kompozytow«, ktore,
wedtug danych technicznych producenta, moga by¢ wyposazone
w urzadzenia elektroniczne do »sterowania numerycznego«, oraz
specjalnie do nich zaprojektowane komponenty, w tym:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B201.

Uwaga 1: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolq obrabiarek do
specjalnych zastosowan ograniczonych do wytwarzania
kot zebatych. Dla takich maszyn zob. pozycja 2B003.

Uwaga 2: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolq obrabiarek do
specjalnych zastosowan ograniczonych do wytwa-
rzania ktorychkolwiek z ponizszych:

a. watow korbowych i rozrzqdowych,

b. narzedzi lub nozy do obrabiarek;

c. slimakéw do wytlaczarek, lub

d. grawerowanych lub szlifowanych czesci bizuterii.

Uwaga 3: Obrabiarki posiadajqce co najmniej dwie z trzech
nastepujqcych zdolnosci: toczenia, frezowania lub szli-
fowania (np. tokarka ze zdolnosciq do frezowania),
muszq by¢ oszacowane stosownie odpowiednio do
kazdej pozycji 2B001.a, .b lub .c.

NB.: W odniesieniu do maszyn wykorzystujqcych optyczng
obrobke wykanczajqcq — zob. pozycja 2B002.

a. tokarki spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. doktadno$¢ pozycjonowania, z uwzglgednieniem »wszystkich
mozliwych kompensacji«, rowna 6 pm lub mniej (lepsza),
zgodnie z ISO 230/2 (1988) () lub réwnowazna norma
krajowa, mierzona wzdtuz dowolnej osi liniowej; oraz

2. dwie lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowaé
w celu »sterowania ksztaltowego;

Uwaga: Pozycja 2B00l.a nie obejmuje kontrolq tokarek
specjalnie zaprojektowanych do wytwarzania soczewek
kontaktowych i spelniajqcych oba ponizsze kryteria:

a. sterownik obrabiarki jest ograniczony do wykorzy-
stywania oprogramowania shizqcego do progra-
mowania obrobki detali opartego na oprogramo-
waniu okulistycznym; oraz

b. brak uchwytow proézniowych.
b. frezarki spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
a. dokltadno$¢ pozycjonowania, z uwzglgdnieniem »wszystkich
mozliwych kompensacji«, rowna 6 pm lub mniej (lepsza),

zgodnie z ISO 230/2 (1988) () lub réwnowazna norma
krajowa, mierzona wzdtuz dowolnej osi liniowej; oraz

(") Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997)
powinni konsultowa¢ si¢ z wlasciwymi organami panstwa czlonkowskiego, w ktorym
maja siedzibg.
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b. trzy osie liniowe oraz dodatkowo jedna o$ obrotowa,
ktéore mozna jednocze$nie koordynowaé w celu »stero-
wania ksztattowego«;

2. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednoczesnie koordynowac
w celu »sterowania ksztalttowego«;

3. doktadnos¢ pozycjonowania dla wiertarek wspoirzednoscio-
wych z uwzglednieniem »wszystkich mozliwych kompen-
sacji«, rowna 4 um lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO
230/2 (1988) (') lub réwnowazng norma krajowa, mierzona
wzdtuz dowolnej osi liniowej;

4. maszyny do obrobki frezem jednoostrzowym spetniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a. wartos¢ »bicia promieniowego« i »bicia osiowego« wrze-
ciona mniejsza (lepsza) niz 0,0004 mm; oraz

b. warto$¢ odchylenia katowego posuwu (odchytu, skoku
i obrotu) mniejsza niz 2 sekundy katowe, na 300 mm
odcinku ruchu;

c. szlifierki spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. doktadno$¢ pozycjonowania, z uwzglednieniem »wszyst-
kich mozliwych kompensacji«, rowna 4 um lub mniej
(lepsza), zgodnie z ISO 230/2 (1988) (') lub réwnowazna
norma krajowa, mierzona wzdtuz dowolnej osi liniowej;
oraz

b. trzy lub wigcej osi, ktore mozna jednocze$nie koordy-
nowaé¢ w celu »sterowania ksztattowego«; lub

2. pig¢ lub wigcej osi, ktore mozna jednocze$nie koordynowaé
w celu »sterowania ksztaltowego;

Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolq nastepujq-
cych szlifierek:

a. szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego
i zewnetrzno-wewnetrznego  szlifowania na
okraglo, spelniajqcych  wszystkie ponizsze

kryteria:

1. ograniczenie do szlifowania na okrqglo;
oraz

2. ograniczenie do maksymalnych wymiaréow
przedmiotu obrabianego do 150 mm Ssred-
nicy zewnetrznej lub diugosci;

b. obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako
szlifierki wspotrzednosciowe, nieposiadajqcych
osi z ani osi w, o dokladnosci pozycjonowania
z  uwzglednieniem  »wszystkich  mozliwych
kompensacji« wynoszqcej mniej (lepszej) niz
4 um zgodnie z ISO 230/2 (1988) (V) lub odpo-
wiednikami krajowymi,

c. szlifierek powierzchniowych.

d. obrabiarki elektroiskrowe (EDM), niedrutowe, posiadajace
dwie lub wigcej osi obrotowych, ktore mozna jednoczesnie
koordynowaé w celu »sterowania ksztattowego«;

e. obrabiarki do obrobki skrawaniem metali, materialdow ceramicz-
nych lub »kompozytowych« spetniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

(") Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997)
powinni konsultowa¢ si¢ z wlasciwymi organami panstwa czlonkowskiego, w ktorym
maja siedzibg.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 107

2B002

1. usuwajace material za pomoca ktoregokolwiek z nizej
wymienionych sposobow:

a. wysokoci$nieniowym strumieniem wody lub innej cieczy
roboczej, w tym zawierajacej substancje $cierne;

b. wiazki elektronéw; lub
c. wiazki »laserowej«; oraz

2. posiadajace co najmniej dwie osie obrotowe i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a. mozna je jednocze$nie koordynowaé¢ w celu »sterowania
ksztattowego«; oraz

b. posiadaja doktadno$¢ pozycjonowania mniejsza (lepsza)
niz 0,003 °;

f. wiertarki do glebokich otworow i tokarki zmodyfikowane do
wiercenia glebokich otworéw posiadajace maksymalna zdol-
no$¢ do wiercenia otworé6w o glebokosci przekraczajacej 5
m oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty.

Obrabiarki sterowane numerycznie wykorzystujace optyczna
obrobkg wykanczajaca przystosowane do selektywnego usuwania
materiatu w celu uzyskania optycznych powierzchni asferycznych

spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. obrobka wykanczajaca z tolerancja mniejsza (lepsza) niz 1,0 pm;

b. obrobka wykanczajaca pozwalajaca na uzyskanie chropowa-

tosci mniejszej (lepszej) niz 100 nm (warto$¢ srednia kwadra-
towa);

c. cztery lub wigcej osi, ktore moga by¢ koordynowane jedno-

czesnie w celu »sterowania ksztalttowego«; oraz

d. przy wykorzystaniu ktoregokolwiek z nastgpujacych procesow:

1. magnetoreologiczna obrobka wykanczajaca (»MRF«);
2. elektroreologiczna obrobka wykanczajaca (»ERF«);

3. »obrobka wykonczeniowa wiazka czastek wysokoenerge-
tycznych;

4. »obrobka narzedziami z membranami ci$nieniowymi«; lub

5. »obrobka strumieniem ptynu«.

Uwagi techniczne:
Do celow pozycji 2B002:

1. yMRF« oznacza proces usuwania materialu, wykorzystujqcy
Scierny plyn magnetyczny, ktorego lepkoS¢ sterowana jest
polem magnetycznym.

2. »ERF« oznacza proces usuwania materiatu, wykorzystujqcy

Scierny plyn, ktorego lepkos¢ sterowana jest polem
elektrycznym.

3. »Obrobka wykonczeniowa wiqzkq czqstek wysokoenergetycz-

nych« wykorzystuje plazmy atomow reaktywnych (RAP) lub
wiqzki jonowe do selektywnego usuwania materiatu.

4. »Obrobka narzedziami z membranami cisnieniowymi« oznacza
proces wykorzystujqcy membrane pod cisnieniem, ktora ulega
deformacji, w celu zetknigcia z obrabianym przedmiotem na
malej powierzchni.

5. Podczas »obrobki strumieniem plynu« do usuwania materiafu
wykorzystuje sie struge plynu.
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2B003

2B004

2B005

Obrabiarki »sterowane numerycznie« lub rgcznie oraz specjalnie
do nich zaprojektowane podzespoly, urzadzenia sterujace i oprzy-
rzadowanie, specjalnie opracowane do skrawania, obrobki, wykan-
czania, szlifowania lub gladzenia hartowanych (Rc = 40 lub
wigcej) kot zgbatych o zgbach prostych, kot zgbatych srubowych
i daszkowych o $rednicy toczonej powyzej 1 250 mm i szerokosci
wiefica wynoszacej 15 % Srednicy toczonej lub wigkszej, wykon-
czone do jakosci AGMA 14 lub wyzszej (rownowaznej Klasie 3
normy ISO 1328).

Pracujace na goraco »prasy izostatyczne« speiniajace wszystkie
ponizsze kryteria oraz specjalnie zaprojektowane do nich podzes-
poty i oprzyrzadowanie, takie jak:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 2B104 I 2B204.

a. posiadajace mozliwos¢ regulacji warunkow  termicznych
w zamknigtej formie oraz wyposazone w komore formy o $red-
nicy wewngtrznej 406 mm lub wigkszej; oraz

b. spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. maksymalne cisnienie robocze powyzej 207 MPa;

2. regulacja warunkéw termicznych powyzej 1 773 K (1 500 °C);
lub

3. latwos¢ nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych
gazowych produktow rozktadu.

Uwaga_techniczna:

Wewnetrzny wymiar komory oznacza wymiar komory, w ktorym
osiqga sie zarowno temperature roboczq jak i cisnienie robocze;
termin ten nie obejmuje kontrolq osprzetu. Wymiar ten bedzie
mniejszq ze srednic wewnetrznych komory cisnieniowej lub izolo-
wanej komory paleniskowej, w zaleznosci od tego, ktora z tych
komdr jest umieszczona wewnqtrz drugiej.

NB.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matryc, form
i oprzyrzqdowania zob. pozycje 1B003, 9B009 oraz wykaz
uzbrojenia.

Sprzet specjalnie zaprojektowany do osadzania, przetwarzania
i automatycznej kontroli w czasie obrobki pokry¢ i powlok
nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych,
przeznaczony do wytwarzania podtozy nieelektronicznych, techni-
kami wyszczegdlnionymi w tabeli oraz uwagach umieszczonych
po pozycji 2E003.f oraz specjalnie do nich opracowane zautoma-
tyzowane podzespoty do obslugiwania, ustalania potozenia, mani-
pulowania i sterowania, w tym:

a. sprzgt produkcyjny do chemicznego osadzania warstw z faz

gazowych (CVD) spelniajacy oba ponizsze kryteria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B105.

1. modyfikacja procesu do wymienionego ponizej:
a. CVD pulsujace;
b. rozktad termiczny z regulowana nukleacja (CNTD); lub
c. CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz

2. spetniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zawierajace wysokoprozniowe (réwne lub mniejsze od
0,01 Pa) uszczelnienia wirujace; albo

b. zawierajace urzadzenia do regulowania grubosci powltoki;
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2B006

. sprzgt produkcyjny do implantacji jondow o natgzeniu wiazki

5 mA lub wigkszym;

. sprzet produkeyjny do elektronowego naparowywania proznio-

wego (EB-PVD) zaopatrzony w uklady zasilania o mocy
powyzej 80 kW i posiadajacy ktorekolwiek z ponizszych:

1. »laserowy« system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajacy
precyzyjne sterowanie podawaniem materialu wsadowego;
albo

2. system kontroli wydajnosci, sterowany komputerowo, dzia-
tajacy na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atomow
w strumieniu odparowanego czynnika, umozliwiajacy stero-
wanie wydajnoscia napylania pokrycia, skladajacego sig
z dwoch lub wigcej pierwiastkow;

. sprzgt produkcyjny do napylania plazmowego spehiajacy

ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. mozliwo$¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim
ci$nieniu (rownym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym
powyzej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natry-
skowej) w komorze prozniowej, w ktorej przed rozpoczeg-
ciem napylania mozna obnizy¢ cisnienie do 0,01 Pa; albo

2. zawierajace wbudowane urzadzenia do regulowania
grubosci powtoki;

. sprzgt produkcyjny do napylania jonowego zdolny do osiagania

pradu o gestosci 0,1 mA/mm? lub wigkszej przy wydajnosci
napylania 15 pm/h lub wyzszej;

. sprzgt produkcyjny do napylania tukowo-katodowego zawiera-

jacy siatki elektromagnesow do sterowania tukiem na katodzie;

. sprzgt produkcyjny do powlekania jonowego zdolny do prze-

prowadzenia na miejscu pomiaru jednego z nizej wymienio-
nych parametrow:

1. grubosci powtoki na podtozu i wydajnosci procesu; albo

2. wlasciwosci optycznych.

Uwaga: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolq urzqdzen do

chemicznego osadzania warstw z faz gazowych, napy-
lania  katodowego, napylania jonowego, jonowego
powlekania lub implantacji jonéw, specjalnie zaprojek-
towanych do narzedzi tnqcych i skrawajqcych.

Systemy, sprzgt oraz »zespoly elektroniczne« do kontroli wymia-
rowej lub pomiarow, takie jak:

a. sterowane komputerowo lub »sterowane numerycznie« urza-

dzenia do pomiaru wspotrzgdnych (CMM), posiadajace maksy-
malny dopuszczalny blad pomiaru dhugosci (Ey MPE), wzdtuz
trzech osi (objgtosciowy), w dowolnym punkcie zakresu robo-
czego maszyny (tj. w dlugosci osi) rowny lub mniejszy
(lepszy) niz (1,7 + L/1 000) um (gdzie L diugoscia, mierzona
w mm), stosownie do ISO 10360-2 (2009);

Uwaga_techniczna:

Maksymalny dopuszczalny blad pomiaru dlugosci (E, MPE)
najdokladniejszej konfiguracji urzqdzenia do pomiaru wspoi-
rzednych okreslonej przez producenta (np. najlepsze: czujnik,
diugos¢ ramienia, parametry ruchu, warunki Srodowiskowe)
przy »wszystkich dostepnych kompensacjach« porownuje sie
do progu 1,7 + L/I 000 um.
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NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B206.

b. przyrzady do pomiaru odchylenia liniowego i katowego:

1. przyrzady do pomiaru »odchylenia liniowego«, posiadajace
ktorakolwiek z nizej wymienionych cech:

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji 2B006.b.1 »odchylenie liniowe« oznacza
zmiane odleglosci pomiedzy czujnikiem a  obiektem
mierzonym.

a. bezstykowe systemy pomiarowe o »rozdzielczosci«
rownej lub mniejszej (lepszej) niz 0,2 um w zakresie
pomiarowym do 0,2 mm;

b. liniowe systemy przetwornikoéw napigciowych spetnia-
jace oba ponizsze kryteria:

1. »liniowo$¢« réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 %,
w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz

2. dryf réwny lub mniejszy (lepszy) niz 0,1 % na dzien
w standardowe] temperaturze pomieszczenia pomiaro-
wego + 1 K;

c. systemy pomiarowe spelniajace wszystkie ponizsze

kryteria:
1. zawierajace »laser«; oraz

2. utrzymujace, przez co najmniej 12 godzin przy tempe-
raturze 20 + 1 °C, wszystkie z ponizszych para-
metrow:

a. »rozdzielczo$§¢« w pelnym zakresie wynoszaca 0,1
um lub mniej (lepsza); oraz

b. zdolne do osiagnigcia »niepewnos$ci pomiaru« przy
skompensowaniu ze wzgledu na wspotczynnik
refrakcji powietrza rownej lub mniejszej (lepsza)
niz (0,2 + L/2 000) um (gdzie L jest dlugoscia
mierzong w mm); lub

d. »zespoly elektroniczne« specjalnie zaprojektowane do
realizacji funkcji sprzgzenia zwrotnego w systemach
wyszczegolnionych w pozycji 2B006.b.1.c;

Uwaga: Pozycja 2B006.b.1 nie obejmuje kontrolq interfe-
rometrycznych systemow pomiarowych z automa-
tycznym systemem sterowania niewykorzystujqcym
technik  sprzezenia zwrotnego, zawierajqcych
»laser« do pomiaru bledow ruchu posuwistego
obrabiarek, urzqdzen kontroli wymiarow lub
podobnego wyposazenia.

2. przyrzady do pomiaru przesunigé katowych o »odchyleniu
potozenia katowego« rownym lub mniejszym (lepszym) niz
0,00025 °;

Uwaga: Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontrolq przy-
rzqdow optycznych, takich jak autokolimatory,
wykorzystujqcych swiatto kolimowane (np. swiatlo
lasera), w celu wykrycia odchylenia kqtowego
zwierciadlia.
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2B007

2B008

c. sprzet do pomiaru nieregularno$ci powierzchni poprzez pomiar
rozproszenia $wiatla w funkcji kata, o czulosci 0,5 nm lub
mniejszej (lepszej);

Uwaga: Pozycja 2B006 obejmuje obrabiarki, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 2B001, ktore mozna wykorzystaé do
celow pomiarowych, jezeli speiniajq lub przewyzszajq
kryteria okreslone dla funkcji maszyny pomiarowe;j.

»Roboty«, posiadajace ktorakolwiek z nizej wymienionych cech
charakterystycznych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich urza-
dzenia sterujace i »manipulatory«, w tym;

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B207.

a. posiadajace mozliwo$¢ petnego trojwymiarowego przetwa-
rzania obrazow lub pelnej trojwymiarowej »analizy obrazéw«
w czasie rzeczywistym, w celu tworzenia lub modyfikacji
»programow« lub tworzenia lub modyfikacji numerycznych
danych programowych;

Uwaga_techniczna:

Ograniczenie dotyczqce »analizy obrazow« nie obejmuje
kontrolq aproksymacji trzeciego wymiaru przez rzutowanie pod
zadanym kqtem ani stosowanego w ograniczonym zakresie
cieniowania wedlug skali szaroSci, wykorzystywanego do
postrzegania glebi lub tekstury dla okreslonych zadan (2 1/2 D).

b. specjalnie zaprojektowane w celu spelniania wymagan krajo-
wych norm bezpieczenstwa, stosowanych w $rodowiskach
srodkow potencjalnie wybuchowych;

Uwaga: Pozycja 2B007.b nie obejmuje kontrolgq »robotow«
specjalnie zaprojektowanych do komor lakierniczych.

c. specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed
promieniowaniem, w celu przeciwstawienia si¢ dawce promie-
niowania wynoszacej 5 x 10 Gy (Si) bez pogorszenia para-
metréw dzialania; lub

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) odnosi sie do energii w dzulach na kilogram
pochlonietej przez nieekranowanq probke krzemu poddang
promieniowaniu jonizujqcemu.

d. specjalnie zaprojektowana do dziatania na wysokos$ciach prze-
kraczajacych 30 000 m.

Zespoty lub podzespoty specjalnie zaprojektowane do obrabiarek,
systemow i sprzgtu do kontroli wymiaréw oraz systemow pomia-
rowych 1 sprzgtu pomiarowego, takie jak:

a. podzespoly potozenia liniowego ze sprzgzeniem zwrotnym (np.
urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatka stopniowa, systemy
na podczerwien lub »laserowe«), posiadajace calkowita
»doktadnoéé« mniejsza (lepsza) niz (800 + (600 x L x 1073))
nm (gdzie L réowna si¢ efektywnej dlugosci w mm);

NB.: Dla systemow »laserowych« zob. takze uwaga do pozycji
2B006.b.1.c i 2B006.b.1.d.

b. podzespoly polozenia obrotowego ze sprzgzeniem zwrotnym
(np. urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatka stopniowa,
systemy na podczerwien lub »laserowe«), posiadajace catko-
wita »doktadno$¢« mniejsza (lepsza) niz 0,00025 °;

NB.: Dla systemow »laserowych« zob. takze uwaga do pozycji
2B006.b.2.
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2B009

2B104

2B105

2B109

c. »stoly obrotowo-przechylne« oraz »wrzeciona wychylne«
umozliwiajace, wedlug danych technicznych producenta, polep-
szenie parametrow obrabiarek do pozioméw okreslonych
w pozycji 2B lub ponad te poziomy.

Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztaltowego, ktore wedlug
danych technicznych producenta moga by¢ wyposazone w zespoty
»sterowania numerycznego« lub komputerowego oraz spetniajace
oba ponizsze kryteria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 2B109 1 2B209.

a. dwie lub wigcej osi sterowanych, z ktérych przynajmniej dwie
moga by¢ roéwnocze$nie koordynowane w celu »sterowania
ksztaltowego«; oraz

b. nacisk walka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 2B009 maszyny {qczqce funkcje wyoblania
i toczenia ksztaltowego sq traktowane jako wurzqdzenia do
tloczenia ksztaltowego.

»Prasy izostatyczne«, inne niz wyszczegdlnione w pozycji 2B004,
spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B204.
a. maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wigksze;

b. skonstruowane dla osiagnigcia i utrzymania srodowiska o regu-
lowanych parametrach termicznych rzedu 873 K (600 °C) lub
wigkszych; oraz

c. posiadaja komorg o $rednicy wewngtrznej 254 mm lub wigk-
szej.

Piece do CVD (chemical vapour deposition — chemicznego
osadzania warstw z faz gazowych), inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 2B005.a, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
zaggszczania kompozytow weglowo-weglowych.

Maszyny do tloczenia ksztaltowego, inne niz wyszczego6lnione
w pozycji 2B009 oraz specjalnie zaprojektowane komponenty,
takie jak:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 2B209.

a. maszyny do tloczenia ksztaltowego spetniajace oba ponizsze

kryteria:

1. mogace by¢ wyposazone, wedlug specyfikacji technicznej
producenta, w zespoty do »sterowania numerycznego« lub
komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie sa wyposazone
w takie zespoty; oraz

2. posiadaja wigcej niz dwie osie, ktore moga by¢ rowno-
czesnie koordynowane w celu »sterowania ksztalttowego«.

b. specjalnie zaprojektowane czgsci sktadowe do maszyn tloczenia
ksztaltowego, wyszczegdlnionych w  pozycjach  2B009
i 2B109.a.

Uwaga: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolq maszyn nienada-
jacych sie do produkcji czesci skladowych systemow
napedowych i sprzetu napedowego (np. oston silnikow)
do systemow wyszczegdlnionych w pozycjach 94005,
94007.a lub 94105.a.
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2B116

2B117

2B119

Uwaga techniczna:

Maszyny lqczqce funkcje wyoblania i toczenia ksztaltowego sq na
potrzeby pozycji 2B109 traktowane jako urzqdzenia do tloczenia
ksztaltowego.

Nastepujace systemy do badan wibracyjnych, sprzet i czgsci skta-
dowe z nimi zwiazane:

a. systemy do badan wibracyjnych, wykorzystujace techniki
sprzgzenia zwrotnego lub petli zamknigtej, zawierajace sterow-
niki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartosci 10
g rms migdzy 20 Hz a 2 kHz, i przekazujacymi jednoczes$nie
sity rowne lub wigksze niz 50 kN, mierzone na »nagim stole«;

b. sterowniki cyfrowe wspolpracujace ze specjalnie opracowanym
oprogramowaniem do badan wibracyjnych, cechujace sig
»pasmem sterowania w czasie rzeczywistym« powyzej 5 kHz,
zaprojektowane do uzytku w systemach do badan wibracyj-
nych, wyszczegdlnionych w pozycji 2B116.a;

Uwaga_techniczna:

W 2B116.b »pasmo sterowania w czasie rzeczywistym«
oznacza maksymalnq szybkos¢, z jakq sterownik moze wykonaé
calkowite cykle probkowania, przetwarzania danych i przesy-
tania sygnatow sterowniczych.

c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposa-
zone lub nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przeka-
zywania sit 50 kN lub wigkszych, mierzonych na »nagim
stole«, uzywane w systemach do badan wibracyjnych wyszcze-
golnionych w pozycji 2B116.a;

d. konstrukcje podtrzymujace probki do badan oraz urzadzenia
elektroniczne, zaprojektowane do laczenia wielu wstrzasarek
w system umozliwiajacy uzyskanie tacznej sily skutecznej 50
kN, lub wigkszej, mierzonych na »nagim stole« i nadajace si¢
do uzytku w systemach do badan wibracyjnych wyszczegodlnio-
nych w pozycji 2B116.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116 pojecie »nagi stol« oznacza plaski stot lub
powierzchnie, bez osprzetu i wyposazenia.

Srodki do sterowania sprzetem i przebiegiem procesow, inne niz
wyszczegblnione w pozycjach 2B004, 2B005.a, 2B104 lub
2B105, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zaggszczania
i pirolizy kompozytéw strukturalnych do dysz rakietowych oraz
glowic powracajacych do atmosfery.

Nastgpujace maszyny do wywazania i powiazany z nimi sprzgt:
NB. ZOB. TAKZE POZYCJA 2B219.

a. maszyny do wywazania, posiadajace wszystkie wymienione
nizej cechy:

1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotow o masie
wigkszej niz 3 kg;

2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespotow przy predko-
sciach obrotowych wigkszych niz 12 500 obr./min;

3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej
ptaszczyznach; oraz
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2B120

2B121

4. nadajace si¢ do wywazania resztkowego niewywazenia
wlasciwego wynoszacego 0,2 gmm/kg masy wirnika;

Uwaga: Pozycja 2Bl119.a nie obejmuje kontrolq wywa-
zarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych
dla wurzqdzen dentystycznych i innego sprzetu
medycznego.

b. glowice wskaznikéw zaprojektowane lub zmodyfikowane do
wykorzystania w maszynach wyszczegdlnionych w pozycji
2B119.a.

Uwaga techniczna:

Glowice wskaznikow okreslane sq czasami jako oprzyrzqdo-
wanie wywazajqce.

Symulatory ruchu lub stoly obrotowe spetiajace wszystkie
ponizsze kryteria:

a. dwie lub wigcej osi;

b. zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawiera¢ pier-
Scienie $lizgowe lub zintegrowane urzadzenia bezstykowe
zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnatow
sterowniczych lub obu naraz; oraz

c. spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. spetniajace wszystkie ponizsze kryteria dla jakiejkolwiek
pojedynczej osi:

a. zdolno$¢ do osiagania prgdkosci obrotowej rownej 400
°/s lub wigkszej lub 30 °/s lub mniejszej; oraz

b. rozdzielczo$¢ tempa obracania rowng 6 °/s lub mniejsza,
z doktadnosciag rowna 0,6 °/s lub mniejsza.

2. posiadajacej stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réwna
+ 0,05 % lub lepsza, usredniong w zakresie 10 ° lub wigk-
szym; lub

3. »dokladnos¢« pozycjonowania réwna 5 sekund katowych
lub mniej (lepsza).

Uwaga 1: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolg stotow
obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowa-
nych dla obrabiarek Ilub sprzetu medycznego.
Dla uregulowan dotyczqcych obrabiarkowych
stotow obrotowych zob. pozycja 2B00S.

Uwaga 2: Symulatory ruchu lub stoly obrotowe wyszcze-
golnione w pozycji 2B120 sq objete kontrolq
niezaleznie od tego, czy w momencie wywozu
mialy juz zamontowane pierscienie Slizgowe
lub zintegrowane urzqdzenia bezstykowe.

Stoty pozycjonujace (sprzgt zdolny do precyzyjnego ustawiania
potozenia katowego w dowolnej osi), inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 2B120, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy:

a. dwie lub wigcej osi;

b. »doktadnos$é« pozycjonowania rowng 5 sekund katowych lub
mniej (lepsza).

Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontrolq stotow obrotowych
zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek
lub sprzetu medycznego. Dla uregulowan dotyczqcych
obrabiarkowych stolow obrotowych zob. pozycja 2B008.
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2B122

2B201

Wiréwki umozliwiajace nadanie przy$pieszenia ponad 100 g i
posiadajace pierscienie $lizgowe lub zintegrowane urzadzenia
bezstykowe zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby byly
zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnatow
sterowniczych lub obu naraz.

Uwaga: Wirowki wyszczegolnione w pozycji 2B122 sq objete
kontrolq niezaleznie od tego, czy w momencie wywozu
mialy juz zamontowane pierscienie slizgowe lub zinte-
growane urzqdzenia bezstykowe.

Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wyszczegdlnionymi
ponizej w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia metali, mate-
riatéw ceramicznych lub »kompozytowych«, ktore stosownie do
specyfikacji technicznej producenta moga by¢ wyposazone w urza-
dzenia elektroniczne do jednoczesnego »sterowania ksztaltowego«,
w dwoch lub wigeej osiach:

a. frezarki posiadajace ktorakolwiek z wymienionych ponizej
cech:

1. doktadnos¢ pozycjonowania, z uwzglednieniem »wszystkich
mozliwych kompensacji«, rowna 6 pm lub mniej (lepsza),
stosownie do ISO 230/2 (1988) (!) lub odpowiednikdéw
krajowych, wzdtuz dowolnej osi liniowej; lub

2. dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;

Uwaga: Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontrolq frezarek
posiadajqcych nastepujqce cechy:

a. robocza dlugos¢ osi x wieksza niz 2 m; oraz

b. dokiadnos¢ calkowitego ustalenia polozenia
wzdtuz osi x wiecej (gorzej) niz 0,30 um.

b. szlifierki posiadajace ktorakolwiek z nizej wymienionych cech:

1. doktadno$¢ pozycjonowania, z uwzglgdnieniem »wszystkich
mozliwych kompensacji«, rowna 4 pm lub mniej (lepsza),
stosownie do ISO 230/2 (1988) (') lub odpowiednikdéw
krajowych, wzdluz dowolnej osi liniowej; lub

2. dwie lub wigcej konturowe osie obrotu.

Uwaga: Pozycja 2B201.b nie obejmuje kontrolq nastepujq-
cych szlifierek:

a. szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego i zewnetrzno-
wewnetrznego szlifowania cylindrycznego posiadajq-
cych obie nizej wymienione cechy:

1. ograniczenie maksymalnych rozmiarow przed-
miotu obrabianego do zewnetrznej Srednicy
lub dlugosci wynoszqcej 150 mm; oraz

2. osie ograniczone do x, z i ¢,

b. szlifierek wspotrzednosciowych nieposiadajqcych
osi z lub osi w przy ogdlnej doktadnosci pozycjono-
wania mniejszej (lepszej) niz 4 um zgodnie z ISO
23072 (1988) (V) lub krajowym odpowiednikiem.

Uwaga 1: Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolq obrabiarek
do specjalnych zastosowan ograniczonych do

wytwarzania dowolnych z nastepujqcych czesci:

a. kota zebate;

(") Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997)
powinni konsultowaé si¢ z wlasciwymi organami w panstwie cztonkowskim, w ktorym
maja siedzibg.
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2B204

2B206

b. waly korbowe i rozrzqdowe,
c. narzedzia lub noze do obrabiarek;
d. Slimaki do wytlaczarek.

Uwaga 2: Obrabiarki mogqce wykonywaé co najmniej dwie
z trzech funkcji obejmujqcych: toczenie, frezowanie
lub szlifowanie (np. tokarka z mozliwosciq frezo-
wania), podlegajq ocenie na podstawie kryteriow
dotyczqcych kazdej stosownej pozycji 2B001.a,
2B201.a lub b.

»Prasy izostatyczne«, inne niz wyszczegélnione w pozycjach
2B004 lub 2B104 i sprzet z nimi zwigzany, w tym:

a. »prasy izostatyczne« posiadajace obydwie nizej wymienione
cechy:

1. zdolno$¢ do osiagnigcia maksymalnego ci$nienia roboczego
rownego 69 MPa lub wigkszego; oraz

2. wneke komorowa o $rednicy wewngtrznej przekraczajacej
152 mm;

b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie zaprojektowane
do wpras izostatycznych« wyszczegolnionych w  pozycji
2B204.a.

Uwaga_techniczna:

W pozycji 2B204 termin wewnetrznego wymiaru komory, oznacza
wymiar, w ktorym osiqga sie zaréwno temperature roboczq, jak
i cisnienie robocze, termin nie obejmuje kontrolq osprzetu.
Wymiar ten bedzie mniejszq ze Srednic wewnetrznych komory
cisnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zaleznosci
od tego, ktora z tych komor jest umieszczona wewnqtrz drugiej.

Nastgpujace maszyny, przyrzady oraz systemy do kontroli
wymiardéw, inne niz wyszczegolnione w pozycji 2B006:

a. sterowane komputerowo lub »sterowane numerycznie« urza-
dzenia do pomiaru wspotrzgdnych spetniajace oba z ponizszych

kryteriow:
1. majace dwie lub wigcej osi; oraz

2. dajace maksymalny dopuszczalny blad wskazania w przy-
padku pomiaru dtugosci (E, MPE) wzdtuz jakiejkolwiek osi
(w ukladzie jednowymiarowym) oznaczony jako Egyx Egyy
Eyz jest rowny lub mniejszy (lepszy) niz (1,25 + L/1 000)
um (gdzie L jest dlugo$cia mierzona w mm) w jakimkolwiek
punkcie w polu pracy maszyny (tj. na calej dlugosci osi),
oznaczony zgodnie z ISO 10360-2 (2009);

»C1 b. systemy do jednoczesnej liniowo-katowej kontroli
potskorup, <« posiadajace obie z nizej wymienionych cech:

1. »niepewnos$¢ pomiarowa«, wzdluz dowolnej osi liniowej,
réwna lub mniejsza (lepsza) niz 3,5 ym na 5 mm; oraz

2. »odchylenie potozenia katowego« rowne lub mniejsze niz
0,02 °.

Uwaga 1: Obrabiarki, ktore mozna wykorzystaé do celow pomia-
rowych, sq objete kontrolq, jezeli speiniajq lub prze-
kraczajq kryteria okreslone dla funkcji obrabiarki lub
maszyny pomiarowej.

Uwaga 2: Maszyna wyszczegdlniona w pozycji 2B206 jest objeta
kontrolq, jezeli jej zakres pracy przekracza w jakikol-
wiek sposob prog objecia kontrolq.
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2B207

2B209

2B219

Uwagi_techniczne:

Wszystkie parametry wartosci pomiarowych w  pozycji 2B206
reprezentujq wartosci plus/minus, tj. pasmo niepeine.

»Roboty«, »manipulatory« i jednostki sterujace, inne niz wyszcze-
gblnione w pozycji 2B007, takie jak:

a. »roboty« lub »manipulatory« specjalnie zaprojektowane tak,
aby spetnialy krajowe normy bezpieczenstwa stosowane przy
obchodzeniu si¢ z kruszacymi materiatami wybuchowymi (np.
spetiajace warunki ujgte w przepisach elektrycznych, stosowa-
nych wobec kruszacych materiatow wybuchowych);

b. jednostki sterujace, specjalnie zaprojektowane do »robotow«
i »manipulatorow« wyszczegolnionych w pozycji 2B207.a.

Nastgpujace maszyny do ttoczenia ksztaltowego, maszyny do
wyoblania ksztaltowego posiadajace mozliwos¢ realizacji funkcji
tloczenia ksztaltowego, wyszczegdlnione niz wymienione w pozy-
cjach 2B009 lub 2B109, i trzpienie:

a. maszyny posiadajace obydwie nizej wymienione cechy:
1. trzy lub wigcej watki (aktywne lub prowadzace); oraz

2. mogace, zgodnie ze specyfikacja techniczna producenta, by¢
wyposazone w uklady »sterowania numerycznego« lub
sterowania komputerowego;

b. trzpienie do formowania wirnikow zaprojektowane do formo-
wania wirnikow cylindrycznych o S$rednicy wewngtrznej
pomigdzy 75 mm a 400 mm.

Uwaga: Pozycja 2B209.a obejmuje maszyny posiadajqce tylko
pojedynczy walek przeznaczony do odksztalcania metalu
oraz dwa pomocnicze watki podtrzymujqce trzpien, ale
nieuczestniczqce bezposrednio w procesie odksztatcania.

Nastgpujace odsrodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego
wywazania, state lub przeno$ne, poziome lub pionowe:

a. wywazarki odsrodkowe zaprojektowane do wywazania wywa-
zania elastycznych wirnikéw o dlugoéci 600 mm lub wigkszej,
posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. wychylenie lub $rednica czopa powyzej 75 mm;

2. zdolno$¢ do wywazania zespoldow o masie od 0,9 do 23 kg;
oraz

3. zdolno$¢ do osiagania predkosci obrotowych w czasie
wywazania powyzej 5 000 obr./min;

b. wywazarki odsrodkowe zaprojektowane do wywazania cylin-
drycznych zespotéow wirnika, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

1. $rednica czopa powyzej 75 mm;
2. zdolno$¢ do wywazania zespolow o masie od 0,9 do 23 kg;

3. zdolno$¢ wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzedu
0,01 kg x mm/kg dla jednej plaszczyzny lub mniejszym;
oraz

4. naped pasowy.
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2B225

2B226

2B227

2B228

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére moga by¢ stosowane do
zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicz-
nego oraz w komorach goracych, posiadajace wszystkie nizej
wymienione cechy:

a. mozliwo$¢ pokonania §ciany komory goracej o grubosci 0,6
m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych poprzez $ciang);
lub

b. mozliwo§¢ zmostkowania ponad szczytem S$ciany komory
goracej o grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykony-
wanych ponad $ciang).

Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przeksztalcajq dziatanie czlo-
wieka operatora, na ramie robocze i uchwyt koncowy. Mogq
by¢ typu »master/slave« lub byé sterowane joystickiem lub
z klawiatury.

Piece indukcyjne z regulowana atmosfera (prozniowe lub z gazem
obojgtnym) i instalacje do ich zasilania, takie jak:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3B.
a. piece posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
1. zdolno$¢ do pracy w temperaturach powyzej 1 123 K (850 °C);

2. wyposazone w cewki indukcyjne o s$rednicy 600 mm lub
mniejszej; oraz

3. zaprojektowane do 5 kW lub wigkszego poboru mocy;

b. instalacje zasilajace, o wydajnosci znamionowej 5 kW lub
wigkszej, specjalnie zaprojektowane do piecow wyszczeg6lnio-
nych w pozycji 2B226.a.

Uwaga: Pozycja 2B226.a nie obejmuje kontrolq piecéw przezna-
czonych do przetwarzania piytek pélprzewodnikowych.

Prozniowe oraz posiadajace inna regulowang atmosferg, roztapia-
jace i odlewnicze piece metalurgiczne, oraz sprzgt z nimi zwia-
zany, w tym:

a. piece tukowe do przetapiania i odlewania, posiadajace obydwie
nizej wymienione cechy:

1. wydajno$é elektrody topliwej pomiedzy 1000 cm’® a
20 000 cm?; oraz

2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyzej
1973 K (1700 °C);

b. piece do topienia wiazka elektronow oraz plazmowe piece do
atomizacji i topienia, posiadajace obydwie nizej wymienione
cechy:

1. moc 50 kW lub wieksza; oraz

2. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyzej
1473 K (1200 °C);

c. komputerowe systemy do sterowania i $ledzenia przebiegu
procesow, specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek piecow
wyszczegolnionych w pozycji 2B227.a lub b.

Sprzet do wytwarzania, montazu oraz prostowania wirnikow,
trzpienie i matryce do formowania mieszkow, w tym:

a. sprzet do montazu wirnikow, przeznaczony do montazu sekcji
rurowych wirnikoéw odsrodkowych wirowek gazowych, prze-

grod oraz pokryw;
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2B231

Uwaga: Pozycja 2B228.a obejmuje precyzyjne trzpienie,
zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

b. sprzgt prostowania wirnikow, przeznaczony do osiowania
sekcji rurowych wirnikow ods$rodkowych wirdwek gazowych
na wspolnej osi;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B228.b taki sprzet skltada sie zazwyczaj z dokilad-
nych czujnikow pomiarowych, podlqczonych do komputera,
sterujqcego nastepnie pracq, np. pneumatycznego bijaka wyko-
rzystywanego do ustawiania sekcji rurowych wirnika.

c. trzpienie i matryce do formowania mieszkow, stuzace do
wytwarzania mieszkow jednozwojowych.

Uwaga_techniczna:

Mieszki, o ktérych mowa w pozycji 2B228.c, posiadajq
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. Srednica wewnetrzna pomiedzy 75 mm a 400 mm;
2. dlugos¢ rownq lub wiegkszq niz 12,7 mm;
3. glebokos¢ pojedynczego zwoju wigksza niz 2 mm; oraz

4. wykonane z wysokowytrzymatych stopow glinu, stali mara-
ging lub wysokowytrzymalych »materiatow widknistych lub
widkienkowych«.

»Przetworniki ci$nienia« zdolne do pomiaru ci$nienia bezwzgled-
nego w dowolnym punkcie z przedziatu od 0 do 13 kPa, posia-
dajace obydwie nizej wymienione cechy:

a. wyposazone w czujniki ci$nien wykonane z glinu, stopow
glinu, niklu lub stopéw niklu o zawartosci wagowej niklu
ponad 60 %, lub tez zabezpieczone tymi materialami; oraz

b. posiadajace ktora$ z nizej wymienionych cech:

1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa oraz »doktadnoscé«
lepsza niz £ 1 % (w calym zakresie); lub

2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 13 kPa lub wigcej oraz
»doktadnosé« lepsza niz = 130 Pa.

Uwaga techniczna:

Na potrzeby pozycji 2B230 pojecie »dokladnosé« obejmuje nieli-
niowos¢, histereze i powtarzalnos¢ w temperaturze otoczenia.
Pompy prézniowe posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:
a. gardziel wlotowa o $rednicy réwnej lub wigkszej niz 380 mm;

b. wydajnos¢ pompowania rowna lub wigksza niz 15 m3/s; oraz

c. zdolne do wytwarzania prozni koncowej o cisnieniu lepszym
niz 13 mPa.

Uwagi_techniczne:

1. Wydajnos¢ pompowania jest okreslona w pomiarze z uzyciem
azotu lub powietrza.
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2B232

2B350

2. Proznia koncowa jest okreslana na wlocie do pompy po jego

zatkaniu.

Wielostopniowe lekkie dziata gazowe lub inne wysokopredko-
sciowe systemy miotajace (cewkowe, elektromagnetyczne, elektro-
termiczne lub inne rozwinigte systemy) zdolne do przyspieszania

pociskow do predkosci 2 km/s lub wigkszej.

Nastgpujace obiekty, sprzgt i czgSci skladowe do produkeji

substancji chemicznych:

a. zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazone lub niewyposa-

zone w mieszadla, o calkowitej pojemnos$ci wewngtrznej
(geometrycznej) powyzej 0,1 m3 (100 litréw) i ponizej 20 m’
(20 000 litrow), w ktorych wszystkie powierzchnie majace
bezposredni kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym si¢
w nich $rodkiem chemicznym ($rodkami chemicznymi), wyko-
nane sa z jednego z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materialow polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo
fluoru);

3. szkla (w tym materialbw powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. niklu lub »stopéw« o zawartoSci wagowej niklu powyzej
40 %;

5. tantalu lub »stopdw« tantalu;
6. tytanu lub »stopdw« tytanu;
7. cyrkonu lub »stopéw« cyrkonu; lub

8. niobu lub »stopéw« niobu;

. mieszadla do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktoréw, wyszcze-

golnionych w pozycji 2B350.a, oraz wirniki napedzane, topatki
lub waly do takich mieszadel, w ktorych wszystkie
powierzchnie majace majace bezposredni kontakt z przetwa-
rzanym lub znajdujacym si¢ w nich $rodkiem chemicznym
($rodkami chemicznymi), wykonane sa z jednego z nastg¢puja-
cych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materiatdbw polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigeej niz 35 % wagowo
fluoru);

3. szkla (w tym materialdw powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szktem);

4. niklu lub »stopéw« o zawartoSci wagowej niklu powyzej
40 %;

5. tantalu lub »stopéw« tantalu,
6. tytanu lub »stopow« tytanu;
7. cyrkonu lub »stopéw« cyrkonu; lub

8. niobu lub »stopoéw« niobu;
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c. zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o catkowitej
pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,1 m> (100
litrow), w ktorych wszystkie powierzchnie majace bezposredni
kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich srodkiem
chemicznym ($rodkami chemicznymi), wykonane sa z jednego
z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materialow polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo

fluoru);

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. niklu lub »stopéw« o zawartoSci wagowej niklu powyzej
40 %;

5. tantalu lub »stopow« tantalu,

6. tytanu lub »stopéw« tytanu;

7. cyrkonu lub »stopéw« cyrkonu; lub
8. niobu lub »stopow« niobu;

d. wymienniki ciepta lub skraplacze o polu powierzchni wymiany
ciepla powyzej 0,15 m? oraz ponizej 20 m?, w ktérych
wszystkie powierzchnie majace majace bezposredni kontakt
z przetwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich s$rodkiem
chemicznym ($rodkami chemicznymi) wykonane sa z jednego

z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materiatdow polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigeej niz 35 % wagowo

fluoru);

3. szkla (w tym materiatobw powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. grafitu lub »grafitu weglowego«;

5. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %;

6. tantalu lub »stopow« tantalu;
7. tytanu lub »stopdw« tytanu;

8. cyrkonu lub »stopdw« cyrkonu;
9. weglika krzemu;

10. weglika tytanowego; lub

11. niobu lub »stopéw« niobu;

e. kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o $rednicy wewngtrznej
powyzej 0,1 m oraz rozdzielacze cieczy i par, kolektory cieczy,
zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absor-
pcyjnych, w ktorych wszystkie powierzchnie majace bezpo-
$redni kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich
srodkiem chemicznym (Srodkami chemicznymi), wykonane sa

z jednego z nastgpujacych materialow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;
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2. polimerow fluorowych (materiatéw polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo
fluoru);

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. grafitu lub »grafitu weglowego;

5. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %;

6. tantalu lub »stopow« tantalu,
7. tytanu lub »stopdw« tytanu;
8. cyrkonu lub »stopéw« cyrkonu; lub

9. niobu lub »stopdw« niobu;

. zdalnie sterowany sprzgt napehiajacy, w ktorym wszystkie

powierzchnie majace bezposredni kontakt z przetwarzanym
lub znajdujacym si¢ w nim $rodkiem chemicznym ($srodkami
chemicznymi), wykonane sa z jednego z nastgpujacych mate-
riatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu; lub

2. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %;

. zawory o »wymiarach znamionowych« wigkszych niz 10 mm

oraz obudowy (korpusy zaworow) lub wstgpnie uformowane
wktadki doostonowe zaprojektowane do takich zaworow,
w ktorych wszystkie powierzchnie majace bezposredni kontakt
z przetwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich S$rodkiem
chemicznym ($rodkami chemicznymi), wykonane sa z jednego
z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartoSci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materiatdbw polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo

fluoru);

3. szkla (w tym materialbw powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. niklu lub »stopéw« o zawartoSci wagowej niklu powyzej
40 %;

5. tantalu lub »stopow« tantalu,

6. tytanu lub »stopow« tytanu;

7. cyrkonu lub »stopow« cyrkonu;

8. niobu lub »stopow« niobu; lub

9. nastgpujacych materialdbw ceramicznych:
a. weglika krzemu o czystosci wagowej co najmniej 80 %;
b. tlenku glinu o czystosci wagowej co najmniej 99,9 %;
c. tlenku cyrkonu;

Uwaga_techniczna:

»Wymiar znamionowy« oznacza mniejszq ze Srednic: wlotu
i wylotu.
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h. rury wielo$cienne, zawierajace okna do wykrywania nieszczel-
nosci, w ktorych wszystkie powierzchnie majace bezposredni
kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich srodkiem
chemicznym ($rodkami chemicznymi), wykonane sa z jednego
z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. polimerow fluorowych (materiatéw polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo
fluoru);

3. szkla (w tym materialdw powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

4. grafitu lub »grafitu weglowego«;

5. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %;

6. tantalu lub »stopdw« tantalu;
7. tytanu lub »stopdw« tytanu;
8. cyrkonu lub »stopow« cyrkonu; lub

9. niobu lub »stopdw« niobu;

»Cl1 i. pompy wielokrotnie uszczelnione i bezuszczelnieniowe, <«
o maksymalnym natezeniu przeptywu, wedtug specyfikacji produ-
centa, powyzej 0,6 m3/h, lub pompy prézniowe o maksymalnym
natezeniu przeplywu, wedtlug specyfikacji producenta, powyzej
5 m3/h (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C))
oraz ci$nienia (101,3 kPa)), w ktorych wszystkie powierzchnie
majace bezposredni kontakt z przetwarzanym lub znajdujacym sig¢
w nich $rodkiem chemicznym (§rodkami chemicznymi), wykonane
sa z jednego z nastgpujacych materiatow:

1. »stopow« o zawartosci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. materiatéw ceramicznych;

3. zelazokrzemu (stopéw zelaza o wysokiej zawartoSci
krzemu);

4. polimeréw fluorowych (materiatéow polimerowych lub elas-
tomerowych zawierajacych wigcej niz 35 % wagowo
fluoru);

S. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub
emaliowanych lub wyktadanych szklem);

6. grafitu lub »grafitu weglowego«;

7. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %;

8. tantalu lub »stopéw« tantalu;
9. tytanu lub »stopdw« tytanu;
10. cyrkonu lub »stopow« cyrkonu; lub

11. niobu lub »stopéw« niobu;
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2B351

2B352

j- piece do unieszkodliwiania termicznego, zaprojektowane do
niszczenia chemikaliow wyszczegolnionych w pozycji 1C350,
posiadajace specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania
odpadow, specjalne urzadzenia obstugujace oraz przecigtna
temperaturg w komorze spalania powyzej 1273 K (1 000 °C),
w ktorych wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania
odpadow majace bezposredni kontakt z odpadami wykonane sa
z jednego z nastgpujacych materialtow lub nim pokryte:

1. »stopow« o zawarto$ci wagowej powyzej 25 % niklu
i 20 % chromu;

2. materiatdbw ceramicznych; lub

3. niklu lub »stopéw« o zawartosci wagowej niklu powyzej
40 %.

Uwagi techniczne:

1. »Grafit weglowy« jest substancjq skltadajqcq sie z wegla amor-
ficznego i grafitu, w ktorej zawartos¢ wagowa grafitu wynosi
8 % lub wiecej.

2. W przypadku materiatow wymienionych w powyzszych pozy-
cjach termin »stop«, jezeli nie towarzyszy mu szczegolowe
okreslenie stezenia pierwiastkow, nalezy rozumieé jako ozna-
czajqcy taki stop, w ktorym wagowa zawartos¢ okreslonego
metalu jest procentowo wyzsza niz jakiegokolwiek innego
pierwiastka.

Systemy monitorowania gazéw toksycznych i przeznaczone do
nich czgéci detekcyjne, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
1A004, oraz detektory, czujniki i wymienne moduly czujnikowe
do nich:

a. zaprojektowane do ciaglej pracy i wykorzystywane do wykry-
wania bojowych $rodkéw chemicznych lub $rodkéw chemicz-
nych wyszczegdlnionych w pozycji 1C350, w stgzeniach
ponizej 0,3 mg/m?; lub

b. zaprojektowane do wykrywania aktywnosci wstrzymujacej
cholinoesterazg.

Nastgpujacy sprzgt, ktory moze by¢ wykorzystany przy postgpo-
waniu z materiatami biologicznymi:

a. kompletne biologiczne obudowy zabezpieczajace dla P3, P4
poziomu zabezpieczenia;

Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) sq
wyszczegolnione w instrukcji WHO dotyczqcej bezpieczenstwa
biologicznego laboratoriow (wydanie trzecie, Genewa 2004 r.).

b. kadzie fermentacyjne, pozwalajace na namnazanie »mikroorga-
nizméw« chorobotworczych 1 wirusow lub umozliwiajace
produkcje »toksyn«, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiada-
jace pojemnos¢ catkowita rowna 20 litrow lub wigksza;

Uwaga techniczna:
Do kadzi fermentacyjnych zalicza sie bioreaktory, chemostaty

oraz instalacje o przeplywie ciqglym.

c. separatory odsrodkowe, zdolne do ciaglego oddzielania bez
rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace wszystkie nizej wymie-
nione cechy:

1. natgzenie przeptywu powyzej 100 1/h;
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2. wykonanie elementéw z polerowanej stali nierdzewnej lub
tytanu;

3. jedno lub wigcej ztacze uszczelniane w obszarze wystgpo-
wania pary wodnej; oraz

4. moze by¢ wysterylizowany w stanie zamknigtym na
miejscu;

Uwaga techniczna:

Do separatorow odsrodkowych zalicza sie rowniez dekantery.

. sprzet filtrujacy o poprzecznym (stycznym) przeplywie i jego

czgsci sktadowe, w tym:

1. sprzgt filtrujacy o poprzecznym (stycznym) przeptywie,
zdolny do ciagltego rozdzielania chorobotwoérczych mikro-
organizmoéw, wirusow, toksyn i kultur komérkowych, bez
rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajacy wszystkie ponizsze
cechy:

a. catkowite pole powierzchni filtrujacej rowne lub wigksze
niz 1 m?; oraz

b. posiadajace ktorakolwiek z ponizszych cech:

1. moze by¢ wysterylizowany lub odkazony na miejscu;
albo

2. dzialajacy przy wykorzystaniu elementow filtrujacych
jednorazowego uzytku;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b sterylizacja oznacza likwidacje
wszystkich zyjqcych mikroorganizmow ze sprzetu poprzez
uzycie czynnika fizycznego (mp. para wodna) lub
chemicznego. Odkazenie oznacza zniszczenie potencjal-
nego zagrozenia mikrobiologicznego sprzetu poprzez
uzycie czynnikow chemicznych o wlasciwosciach bakte-
riobdjczych. Odkazenie i sterylizacja rozniq sie od
oczyszczania, ktore odnosi sie do procedur oczyszczenia,
zaprojektowanych w celu obnizenia sktadnika mikrobio-
logicznego w sprzecie, bez koniecznosci dokonania likwi-
dacji wszystkich zagrozen mikrobiologicznych lub utrzy-
mujqcych sie przy Zyciu mikroorganizméw.

2. elementy do filtracji o poprzecznym (stycznym) przeptywie
(np. moduly, elementy, kasety, pojemniki, zespoly lub
plyty) o powierzchni filtrujacej rownej lub wigkszej niz 0,2
m? dla kazdego komponentu i zaprojektowane do uzycia
w sprzgeie do filtracji o poprzecznym (stycznym) prze-
pltywie wyszczegdlnionym w pozycji 2B352.d;

Uwaga: Pozycja 2B352.d nie obejmuje kontrolq sprzetu do
odwrotnej osmozy okreslonego jako taki przez
producenta.

. sterylizowany para wodna sprzgt do liofilizacji o wydajnosci

kondensora przekraczajacej 10 kg lodu na dobg godzin i mniej-
szej niz 1 000 kg lodu na dobg;

. nastgpujacy sprzet stuzacy do zabezpieczania i fizycznego

ograniczenia:

1. petne lub czgiciowe obudowy ochronne lub kotpaki uzalez-
nione od dowiazanego zewngtrznego zrddla powietrzna,
pracujace pod nadci$nieniem;
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Uwaga: Pozycja 2B352.f.1 nie obejmuje kontrolq kombine-
zonow zaprojektowanych do noszenia z nieza-
leznym aparatem do oddychania.

2. komory klasy III bezpieczenstwa biologicznego lub izola-
tory o podobnych znormalizowanych wymaganiach;

Uwaga: W pozycji 2B352.f.2 izolatory obejmujq elastyczne
pojemniki izolowane, komory suche, komory anae-
robowe oraz komory rekawowe (zamkniete
z pionowym przeplywem).

g. komory zaprojektowane do testowania tozsamos$ci aerozoli
zawierajacych »mikroorganizmy«, wirusy lub »toksyny« oraz
posiadajace pojemnos¢ 1 m3 lub wigksza.
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2C

Materialy
Zadne.
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2D
2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

2D351

Oprogramowanie

»Oprogramowanie«, rozne od wyszczegolnionego w pozycji
2D002, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
»rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« urzadzen wyszczegol-
nionych w pozycjach 2A001 lub 2B001 do 2B009.

»Oprogramowanie« urzadzen elektronicznych, nawet rezydujace
w elementach elektronicznych urzadzenia lub systemu, pozwala-
jace dziala¢ tym urzadzeniom lub systemom jako jednostki »stero-
wania numerycznego«, umozliwiajace jednoczesna koordynacjg
wigeej niz czterech osi w celu »sterowania ksztaltowego«.

Uwaga 1: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolq »oprogramo-
wania« specjalnie zaprojektowanego Ilub zmodyfiko-
wanego do uzytkowania obrabiarek niewyszczegolnio-
nych w kategorii 2.

Uwaga 2: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolq »oprogramo-
wania« do obiektow wyszczegolnionych w  pozycji
2B002. W odniesieniu do »oprogramowania« do
obiektow wyszczegolnionych w  pozycji 2B002 zob.
pozycja 2D001.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »uzytkowania« sprzgtu wyszczegOlnionego w pozycjach
2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 lub 2B119 do 2B122.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9D004.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
sprzgtu wyszczegolnionego w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207,
2B209, 2B219 lub 2B227.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« sprzetu wyszcze-
goblnionego w pozycji 2B201.

»Oprogramowanie« inne niz wyszczegdlnione w pozycji 1D003,
specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania« sprzgtu wyszczegol-
nionego w pozycji 2B351.
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2E
2E001

2E002

2E003

Technologia

»Technologia« stosownie do uwagi ogdlnej do technologii prze-
znaczona do »rozwoju« sprzgtu lub »oprogramowania« wyszcze-
goblnionego w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

»Technologia« stosownie do uwagi ogodlnej do technologii prze-
znaczona do »produkcji« sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycjach
2A lub 2B.

Nastgpujaca inna »technologia«:

a. »technologia« do »rozwoju« grafiki interakcyjnej jako inte-
gralnej czgsci jednostek »sterowanych numerycznie«, przezna-
czonych do przygotowania lub modyfikacji programéw obrobki

czesci;

b. »technologia« do procesow wytworczych wykorzystujacych
obrobke metali:

1. »technologia« projektowania narze¢dzi, form lub uchwytow
specjalnie zaprojektowanych do jednego z nastgpujacych
procesow:

a. »formowania w stanie nadplastycznym«;
b. »zgrzewania dyfuzyjnego«; lub

c. »bezposredniego wytlaczania hydraulicznego;

2. dane techniczne, zawierajace metody lub parametry procesu,
wykorzystywane do sterowania, takie jak:

a. »formowanie w stanie nadplastycznym« stopoéw glinu,
stopow tytanu lub »nadstopow«:

1. przygotowanie powierzchni;
2. whasciwosci plastyczne;
3. temperatura;
4. cié$nienie;
b. »zgrzewanie dyfuzyjne« »nadstopow« lub stopow tytanu:
1. przygotowanie powierzchni;
2. temperatura;
3. cisnienie;

c. »bezposrednie wytlaczanie hydrauliczne« stopow glinu
lub tytanu:

1. ci$nienie;
2. czas cyklu;

d. »izostatyczne zaggszczanie na goraco« stopow tytanu,
glinu lub »nadstopow«:

1. temperatura;
2. cis$nienie;
3. czas cykluy;
c. »technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« obciagarek

hydraulicznych i form do nich, wykorzystywanych do wytwa-
rzania struktur ptatowca;
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2E101

2E201

2E301

d. »technologia« do »rozwoju« generatorow instrukcji dla obra-
biarek (np. programéw do obrobki czgsci) na podstawie danych
konstrukcyjnych rezydujacych w urzadzeniach »sterowanych
numerycznie«;

e. »technologia« do »rozwoju« zintegrowanego »oprogramo-
wania« do wprowadzania systemow eksperckich do wspoma-
gania procesu decyzyjnego pracy warsztatowej, przeznaczo-
nego do urzadzen »sterowanych numerycznie«;

f. »technologia« do naktadania powlok nieorganicznych Ilub
powlok nieorganicznych modyfikowanych powierzchniowo
(wyszczegolnionych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na podioza
nieelektroniczne (wyszczegélnione w kolumnie 2 ponizszej
tabeli) za pomoca procesow wyszczegolnionych w kolumnie
1 ponizszej tabeli i zdefiniowanych w uwadze technicznej;

Uwaga: Tabela i uwaga techniczna znajdujq sie za pozycjq
2E301.

NB.: Z tabeli nalezy korzystaé w celu okreslenia konkretnej
techniki powlekania tylko w przypadku, gdy powloka
wynikowa w kolumnie 3 znajduje sie w polu bezposrednio
obok odnosnego podtoza w kolumnie 2. Na przyklad dane
techniczne procesu powlekania za pomocq osadzania
z pary lotnej sq podane w przypadku powlekania krzem-
kami  podlozy z »materialow kompozytowych« na
»matrycy« wegiel-wegiel, ceramicznej i metalowej, lecz
nie sq podane w przypadku powlekania krzemkami
podlozy bedacych »spiekanymi weglikami  wolframu«
(16) lub »weglikami krzemu« (18). W drugim przypadku
powloka wynikowa nie jest wymieniona w kolumnie trze-
cief w polu bezposrednio przylegajacym do pola,
w ktorym w kolumnie drugiej znajdujq si¢ »spiekane
wegliki wolframu« (16) i »weglik krzemu« (18).

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, przezna-
czona do »uzytkowania« sprzgtu lub »oprogramowania« wyszcze-
golnionego w pozycjach 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 2B119 do
2B122 lub 2D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogolna do technologii, przezna-
czona do »uzytkowania« sprzgtu lub »oprogramowania« wyszcze-
gblnionego w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b,
2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209,
2B225 do 2B232, 2D201 lub 2D202.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogolna do technologii, przezna-
czona do »uzytkowania« towarow wyszczegolnionych w pozycjach
2B350 do 2B352.

Tabela

Techniki osadzania

1.

Technika powlekania (1) (*) 2. Podtoze

3. Powtoka wynikowa

A. Osadzanie z pary lotnej (CVD) »Nadstopy«

Podtoza ceramiczne (19) i szkto
o matym wspotczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

Glinki na kanaty wewngtrzne

Krzemki

Wegliki

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)
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1. Technika powlekania (1) (¥)

2. Podtoze

3. Powtoka wynikowa

B. Termiczne naparowywanie
prozniowe (TE-PVD)

B.1. Naparowywanie
prozniowe (PVD): wiazka elek-
tronow (EB-PVD)

»Materiaty kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej 1 metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

»Nadstopy«

Podloza ceramiczne (19) i szklo
o matym wspotczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

Krzemki

Wegliki

Metale ogniotrwate
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Glinki stopowe (2)

Azotek boru

Wegliki
Wolfram
Mieszaniny powyzszych (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)
MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Krzemki
Glinki

Mieszaniny powyzszych (4)

Warstwy dielektryczne (15)
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1. Technika powlekania (1) (¥)

2. Podtoze

3. Powtoka wynikowa

B.2. Napylanie technika ogrzewania
oporowego
wspomaganego (PVD) (Pokry-
wanie jonowe)

Stale odporne na korozjg (7)

»Materialty kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej 1 metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

Stopy tytanu (13)

Podloza ceramiczne (19) i szkta

o matym wspotczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy

(12)

Mieszaniny powyzszych (4)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru

Wegliki
Wolfram
Mieszaniny powyzszych (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Borki

Beryl

Warstwy dielektryczne (15)

Borki

Azotki

Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny (17)
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1. Technika powlekania (1) (¥)

2. Podtoze

3. Powtoka wynikowa

B.3. Napylanie prozniowe (PVD):
odparowywanie »laserowe«

B.4. Naparowywanie

prozniowe (PVD): za pomoca
tuku katodowego
C. Osadzanie  fluidyzacyjne  (zob.

A powyzej dla innych technik) (10)

Podtoza ceramiczne (19) i szkla
o matym wspoétczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

»Materialty kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej 1 metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

»Nadstopy«

»Polimery« (11) oraz »materiaty
kompozytowe« na »matrycy« orga-
nicznej

»Materialty kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej i metalowej

Stopy tytanu (13)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Krzemki
Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny

Krzemki stopowe.
Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)

Borki
Wegliki
Azotki

Wegiel diamentopodobny (17)

Krzemki
Wegliki

Mieszaniny powyzszych (4)

Krzemki
Glinki

Glinki stopowe (2)

Krzemki

Tlenki
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1. Technika powlekania (1) (¥) 2. Podtoze 3. Powtoka wynikowa

D. Napylanie plazmowe »Nadstopy« MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy

(12)

Mieszaniny powyzszych (4)
Materiat Scierny nikiel-grafit
Materiat $cierny Ni-Cr-Al
Materiat $cierny Al-Si-Poliester

Glinki stopowe (2)

Stopy glinu (6) McrAlX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Krzemki

Mieszaniny powyzszych (4)

Metale i stopy ognioodporne (8) Glinki
Krzemki
Wegliki

Stale odporne na korozjg (7) MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Mieszaniny powyzszych (4)

Stopy tytanu (13) Wegliki

Glinki

Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiaty $cierne nikiel-grafit
Materiaty $cierne Ni-Cr-Al

Materiaty $cierne Al-Si-Poliester

E. Powlekanie zawiesinowe Metale i stopy ognioodporne (8) Krzemki stopione

Glinki stopione z wyjatkiem
elementéw do nagrzewania oporo-

wego
»Materialty kompozytowe« na Krzemki
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-

micznej i metalowej Wegliki

Mieszaniny powyzszych (4)
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1. Technika powlekania (1) (¥)

2. Podtoze

3. Powtoka wynikowa

F. Rozpylanie jonowe

»Nadstopy«

Materialy ceramiczne i szkta
o matym wspoétczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

Stopy tytanu (13)

»Materialy kompozytowe« na
»matrycy« wegiel-wegiel, cera-
micznej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem szla-
chetnym (3)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Platyna

Mieszaniny powyzszych (4)

Krzemki

Platyna

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny (17)

Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)

Wegliki

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru

Wegliki

Wolfram

Mieszaniny powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Azotek boru

Warstwy dielektryczne (15)
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1. Technika powlekania (1) (¥) 2. Podtoze 3. Powtoka wynikowa

Beryl i stopy berylu Borki
Warstwy dielektryczne (15)

Beryl

Materiaty na okienka wziernikowe (9) | Warstwy dielektryczne (15)

Wegiel diamentopodobny (17)

Metale i stopy ognioodporne (8) Glinki
Krzemki
Tlenki
Wegliki
G. Implantacja jonéw Zarowytrzymate stale tozyskowe Dodatki chromu, tantalu lub niobu
Stopy tytanu (13) Borki
Azotki
Beryl i stopy berylu Borki
Spiekany weglik wolframu (16) Wegliki
Azotki

(*) Indeksy w nawiasach odnosza si¢ do uwag zamieszczonych pod tabela.

Uwagi do Tabeli Technik Osadzania

1. Termin »technika powlekania« obejmuje zaréwno naprawg i odnawianie
powlok, jak i powtloki pierwotne.

2. Termin »powloka z glinku stopowego« obejmuje powloki uzyskane
w procesie jedno- lub wieloetapowym, w ktorym kazdy pierwiastek lub
pierwiastki sa naktadane przed lub podczas nakltadania powtloki glinkowej,
nawet jezeli pierwiastki te sa naktadane podczas innego procesu powlekania.
Jednakze nie obejmuje kontrola to przypadku wieloetapowego stosowania
jednostopniowych procesow osadzania fluidyzacyjnego, majacego na celu
uzyskanie glinkéw stopowych.

3. Termin »powloka z glinku modyfikowanego metalem szlachetnym« obej-
muje powloki wytwarzane w procesie wieloetapowym, podczas ktérego
przed potozeniem powloki z glinku na podloze naktadany jest, w innym
procesie powlekania, jeden lub kilka metali szlachetnych.

4. Termin »mieszaniny powyzszych« obejmuje przesycony material powloki
podtoza, czgsci sktadowe posrednie, materiat wspotosadzony oraz wielowar-
stwowy material osadzony uzyskane jedna lub kilkoma technikami powle-
kania wyszczegdlnionymi w tabeli.

5. Przez termin »MCrAlX« nalezy rozumie¢ powloke stopowa, w ktorej
M oznacza kobalt, Zelazo, nikiel lub ich kombinacj¢, a X oznacza hafn,
itr, krzem, tantal w dowolnych ilosciach lub inne zamierzone dodatki
w ilo$ciach powyzej 0,01 % wagowo, w roznych proporcjach i kombina-
cjach, z wyjatkiem:

a. powlok CoCrAlY, w ktorych znajduje sig ponizej 22 % wagowo chromu,
ponizej 7 % wagowo glinu i ponizej 2 % wagowo itru;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b. powlok CoCrAlY, w ktorych znajduje si¢ 22 do 24 % wagowo chromu,
10 do 12 % wagowo glinu i 0,5 do 0,7 % wagowo itru; lub

c. powlok NiCrAlY, w ktorych znajduje sig¢ 21 do 23 % wagowo chromu,
10 do 12 % wagowo glinu i 0,9 do 1,1 % wagowo itru.

. Termin »stopy glinu« dotyczy stopow, ktorych wytrzymato$é na rozciaganie,

mierzona w temperaturze 293K (20 °C), wynosi 190 MPa lub wigce;.

. Termin »stale odporne na korozje« odnosi si¢ do stali serii 300 wedlug AISI

(American Iron and Steel Institute) lub rownowaznych norm krajowych.

. »Metale i stopy zarowytrzymate« obejmuja nastgpujace metale i ich stopy:

niob, molibden, wolfram i tantal.

. »Materialy na okienka wziernikowe, takie jak: tlenek glinu, krzem, german,

siarczek cynku, selenek cynku, arsenek galu, diament, fosforek galu, szafir
oraz nastgpujace halogenki metali: materialy na okienka wziernikowe o $red-
nicy powyzej 40 mm z fluorku cyrkonu i fluorku hafnu.

Kategoria 2 nie obejmuje kontrola »technologii« jednostopniowych procesow
osadzania fluidyzacyjnego w przypadku litych profili aerodynamicznych.

Polimery, takie jak: poliimidy, poliestry, polisiarczki, poliwgglany i poliure-
tany.

Termin »zmodyfikowany tlenek cyrkonowy« odnosi si¢ do tlenku cyrkono-
wego z dodatkami innych tlenkéw metali, np. tlenku wapnia, tlenku
magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkéw metali ziem rzadkich itp. doda-
nymi w celu stabilizacji pewnych faz krystalicznych i skladnikow faz.
Powloki przeciwtermiczne wykonane z tlenku cyrkonowego modyfikowa-
nego poprzez mieszanie lub stapianie z tlenkiem wapnia lub magnezu nie
sa objgte kontrola.

Termin »stopy tytanu« odnosi si¢ jedynie do stopéw stosowanych w technice
kosmicznej 1 lotniczej, ktdrych wytrzymato$¢ na rozciaganie, mierzona
w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 900 MPa lub wigcej.

Termin »szkla o malym wspotczynniku rozszerzalnosci cieplnej« odnosi sig
do szkiet, dla ktérych warto$¢ wspotczynnika rozszerzalnosci cieplne;j,
mierzona w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 1 x 107 K~! lub mnie;j.

Termin »warstwy dielektryczne« odnosi si¢ do powlok wielowarstwowych
z materialdbw izolacyjnych, w ktorych interferencyjne wlasciwosci
konstrukcji ztoZonej z materialtow o réznych wspotczynnikach zatamania
sa wykorzystywane do odbijania, przepuszczania lub pochtaniania fal
o roéznych dlugo$ciach. Warstwy dielektryczne odnosza si¢ do materialow
sktadajacych si¢ z wigcej niz czterech warstw dielektrycznych lub warstw
»kompozytow« dielektryk/metal.

»Spiekany weglik wolframu« nie obejmuje kontrola materiatbw na narzedzia
skrawajace i formujace wykonane z weglika wolframu/(kobaltu, niklu),
weglika tytanu/(kobaltu, niklu), weglika chromu/nikiel-chrom i weglika
chromu/nikiel.

Nie jest objeta kontrola »technologia« specjalnie zaprojektowana do nakta-
dania wegla diamentopodobnego na ktorykolwiek z nizej wymienionych
produktow:

dyski i glowice magnetyczne, urzadzenia do wytwarzania produktow jedno-
razowych, zawory do kranéw, membrany do glo$nikow, czgséci silnikow
samochodowych, narzgdzia tnace, matryce do tloczenia-wykrawania, sprzgt
do automatyzacji prac biurowych, mikrofony, urzadzenia medyczne.
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18. »Weglik krzemu« nie obejmuje kontrola materialow na narzedzia do cigcia
i formowania.

19. Podloza ceramiczne, w rozumieniu tej pozycji, nie obejmuja materialow
ceramicznych zawierajacych wagowo 5 % lub wigcej gliny lub cementu,
zarowno w postaci oddzielnych sktadnikow, jak i ich kombinacji.

Tabela — Techniki osadzania — Uwaga techniczna

Definicje procesow wyszczegdlnionych w kolumnie 1 tabeli:

a. Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem naktadania powtoki lub mody-
fikacji powierzchni podloza, polegajacym na osadzaniu na rozgrzanym
podtozu metalu, stopu, »kompozytu«, dielektryka lub materialu ceramicznego.
W sasiedztwie podloza nastgpuje rozktad lub taczenie gazowych substratow
reakcji, wskutek czego osadza si¢ na nim pozadany pierwiastek, stop lub
zwiazek. Potrzebna do rozktadu zwiazkéw lub do reakcji chemicznych energia
moze by¢ dostarczana przez rozgrzane podioze, plazm¢ z wyladowan jarze-
niowych lub za pomoca promieniowania »lasera«.

NB. 1: CVD obejmuje nastepujqce procesy: osadzanie w ukierunkowanym
przeplywie gazow bez zanurzania w proszku, CVD pulsujqce, rozklad
termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfiko-
wane lub wspomagane za pomocq plazmy.

NB. 2: Zanurzanie w proszku polega na zanurzaniu podfoza w mieszaninie
sproszkowanych substancji.

NB. 3: Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w ktorej nie
stosuje sie zanurzania w proszku, sq wytwarzane podczas takich
samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach
jak w przypadku osadzania fluidyzacyjnego: z tym wyjqtkiem, ze
powlekane podloze nie styka sie z mieszaning proszku.

b. Naparowywanie termiczne — fizyczne osadzanie par (TE-PVD) — jest
procesem powlekania w prozni przy cisnieniach ponizej 0,1 Pa, w ktorym
do odparowania materiatu powlekajacego uzywa sig energii termicznej. Rezul-
tatem tego procesu jest kondensacja lub osadzenie odparowanych sktadnikéw
na odpowiednio usytuowanych powierzchniach.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych
gazoéw do komory prozniowej podczas powlekania, co umozliwia wytwarzanie
powlok o ztozonym skladzie.

Innym powszechnie stosowanym sposobem jego modyfikacji jest uzywanie
wigzki jonow lub elektronéw lub plazmy do intensyfikacji lub wspomagania
osadzania powtoki. W technice tej mozna stosowaé monitory do biezacego
pomiaru parametrow optycznych i grubosci powloki.

Wyrdznia si¢ poszczegdlne procesy TE-PVD, takie jak:

1. PVD z zastosowaniem wiazki elektronéw — do rozgrzania i odparowania
materiatu, ktory ma stanowi¢ powloke, uzywa si¢ wiazki elektrondw;

2. PVD z ogrzewaniem oporowym — do wytwarzania odpowiedniego i réwno-
miernego strumienia odparowanych sktadnikow powtokowych wykorzysty-
wane sa zrodla elektrycznego ogrzewania oporowego w kombinacji
z uderzajaca wiazka jonow;

3. odparowanie »laserowe« wykorzystujace ciagla lub impulsowa wiazke
»laserowa« do ogrzania materialu przeznaczonego na powloke;
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4. metoda osadzania za pomoca tuku katodowego wykorzystujaca zuzywajaca
si¢ katod¢ wykonana z materialu majacego stanowi¢ powlokg; tuk wywo-
lywany jest na powierzchni tego materialu poprzez chwilowy kontakt
inicjujacy. Kontrolowany ruch tuku powoduje erozj¢ powierzchni katody,
wytwarzajac wysoko zjonizowana plazme¢. Anod¢ moze stanowi¢ stozek
osadzony w izolatorze na obwodzie katody lub sama komora. Osadzanie
w miejscach nielezacych na linii biegu wiazki uzyskuje si¢ dzigki odpo-
wiedniej polaryzacji podtoza.

NB.: Definicja ta nie obejmuje kontrolq bezladnego osadzania wspomaga-
nego tukiem katodowym w przypadku powierzchni niepolaryzowanych.

5. Powlekanie jonowe stanowi specjalna modyfikacj¢ procesu TE-PVD,
w ktorej do jonizacji osadzanych sktadnikow jest wykorzystywane Zrodlo
plazmy lub jonéw, natomiast podloze jest polaryzowane ujemnie, co
ulatwia wychwytywanie z plazmy tych skfadnikow, ktore maja byé
osadzone. Do czgsto spotykanych odmian tej techniki naleza: wprowa-
dzanie skladnikow aktywnych, odparowywanie substancji statych
wewnatrz komory roboczej oraz biezacy pomiar parametrow optycznych
i grubosci powlok za pomoca monitoréw.

c. Osadzanie fluidyzacyjne jest procesem powlekania lub modyfikacji

powierzchni podloza, w ktorej podloze jest zanurzane w mieszaninie
proszkow, sktadajacej sig z:

1. proszkow metalicznych, ktére maja by¢ osadzone (zazwyczaj glin, chrom,
krzem lub ich kombinacje);

2. aktywatora (zazwyczaj sol halogenkowa); oraz

3. proszku obojgtnego, najczesciej tlenku glinu.

Podloze wraz z mieszaning proszkow znajduje si¢ w retorcie, ktora jest
podgrzewana do temperatury od 1030 K (757 °C) do 1375 K (1102 °C)
przez okres wystarczajacy do osadzenia powloki.

. Napylanie plazmowe jest procesem powlekania, w ktérym do pistoletu

(palnika natryskowego) shuzacego do wytwarzania i sterowania strumieniem
plazmy jest doprowadzany material do powlekania w postaci proszku lub
preta. Pistolet topi materiat i wyrzuca go na podloze, na ktérym powstaje
silnie z nim zwiazana powloka. Odmianami tego procesu jest napylanie plaz-
mowe niskoci$nieniowe oraz napylanie plazmowe z wysoka predkoscia.

NB. 1: Niskocisnieniowe oznacza pod cisnieniem nizszym od cisnienia
atmosferycznego otoczenia.

NB. 2: Wysoka predkos¢ odnosi sig do predkosci gazow na wylocie z dyszy
przekraczajqcej wartos¢ 750 m/s w temperaturze 293 K (20 °C)
i cisnieniu 0,1 MPa.

. Osadzanie zawiesinowe jest procesem powlekania lub modyfikacji

powierzchni, w ktorej stosowana jest zawiesina proszku metalicznego lub
ceramicznego ze spoiwem organicznym w cieczy, naktadana na podloze tech-
nika natryskiwania, zanurzania lub malowania. Nastgpnym etapem jest
suszenie w powietrzu lub w piecu i obrobka cieplna, w wyniku czego
powstaje powloka o odpowiedniej charakterystyce.

. Rozpylanie jonowe jest procesem powlekania, opartym na zjawisku przeno-

szenia pedu, w ktorej natadowane dodatnio jony sa przyspieszane przez pole
elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (material powlokowy).
Energia kinetyczna padajacych jondow jest wystarczajaca do wyrwania atomoéw
z powierzchni materialu powlokowego i osadzenia ich na odpowiednio
usytuowanej powierzchni podtoza.
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NB. 1: Tabela dotyczy tylko rozpylania jonowego za pomocq triody, magnet-
ronowego i reakcyjnego, ktore jest wykorzystywane do zwiekszania
przyczepnosci powloki i wydajnosci osadzania oraz do rozpylania
Jjonowego wspomaganego pradami wysokiej czestotliwosci, wykorzy-
stywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych materiatow
powlokowych.

NB. 2: Do aktywacji osadzania mozna zastosowacé wiqzki jonow o niskiej
energii (ponizej 5 keV).

. Implantacja jonowa jest procesem modyfikacji powierzchni polegajacym na

jonizacji pierwiastka, ktéry ma by¢ stopiony, przyspieszaniu go za pomoca
roéznicy potencjatdéw i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni
podtoza. Technika ta moze by¢ stosowana réwnocze$nie z napylaniem
jonowym wspomaganym za pomoca wiazki elektronow lub rozpylaniem
jonowym.
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KATEGORIA 3
ELEKTRONIKA
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3A Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Uwaga 1: Poziom kontroli sprzetu i czesci sktadowych opisanych

w pozycjach 34001 lub 34002, innych niz opisane
w pozycji 34001.a.3 do 34001.a.10 lub 34001.a.12,
specjalnie do nich zaprojektowanych lub posiadajq-
cych te same cechy funkcjonalne co inny sprzet, jest
taki sam jak poziom kontroli innego sprzetu.

Uwaga 2: Poziom kontroli ukladow scalonych opisanych w pozycjach

34001.a.3 do 34001.a.9 lub 34001.a.12, zaprogramowa-
nych na state bez mozliwosci wprowadzenia zmian lub
zaprojektowanych do specjalnych funkcji dla innego
sprzetu jest taki sam jak poziom kontroli innego sprzetu.

NB.: W razie, gdy producent lub wnioskodawca nie
jest w stanie okresli¢ poziomu kontroli innego
sprzetu, poziom kontroli danych uktadow scalo-
nych jest okreslony w pozycjach 34001.a.3 do
34001.a.9 i 34001.a.12.

3A001 Nastepujace elementy elektroniczne i specjalnie zaprojektowane

do nich czesci sktadowe:

a. nastgpujace uklady scalone ogodlnego przeznaczenia:

Uwaga 1: Poziom kontroli plytek (gotowych lub niegotowych)

posiadajqcych wyznaczonq funkcje nalezy okresla¢ na
podstawie parametrow podanych w pozycji 34001.a.

Uwaga 2: Wsrod ukiadow scalonych rozréznia sie nastepu-

Jace typy:

— »monolityczne uklady scalone«,
— »hybrydowe ukiady scalone«,
— »wielouktady scalone«,

— uklady scalone warstwowe«, lqcznie z ukia-
dami scalonymi typu krzem na szafirze,

— »optyczne uklady scalone.

1. uklady scalone zaprojektowane lub oznaczone znamio-

nowo jako zabezpieczone przed promieniowaniem jonizu-
jacym, wytrzymujace ktorekolwiek z ponizszych:

a. dawke catkowita 5 x 103 Gy (Si) lub wyzsza;
b. wzrost dawki o 5 x 10° Gy (Si)/s lub wigkszy; lub

c. fluencj¢ (zintegrowany strumien) neutrondéw (ekwiwa-
lent 1 MeV) o wartosci 5 x 1013 n/cm? lub wigkszej
na krzemie, lub jej ekwiwalent na innym materiale;

Uwaga: Pozycja 34001.a.1.c nie ma zastosowania do
struktur metal- izolator- polprzewodnik (MIS).

. »uktady mikroprocesorowe«, »uktady mikrokomputerowe«

i uklady do mikrosterownikoéw, uktady scalone pamigci
wykonane z potprzewodnikow zlozonych, przetworniki
analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, uktady elektroop-
tyczne lub »optyczne uktady scalone« do »przetwarzania
sygnatlow, sieci bramek programowalne przez uzytkow-
nika, robione na zamoéwienie uktady scalone o nieznanej
ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli urzadzenia,
w ktorym miatyby by¢ zainstalowane, procesory do Szybkiej
Transformacji Fouriera (FFT), wymazywalne elektrycznie
programowalne pamigci state (EEPROM), pamigci btyskowe
lub statyczne pamigci o dostgpie swobodnym (SRAM), spel-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia
powyzej 398 K (125 °C),
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b. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia
ponizej 218 K (- 55 °C); lub

c. przystosowane do pracy w catlym przedziale wartosci
temperatur od 218 K (- 55 °C) do 398 K (125 °C);

Uwaga: Pozycja 3A4001.a.2 nie ma zastosowania do
uktadow scalonych do silnikow pojazdow cywil-
nych ani kolejowych.

. »uktady mikroprocesorowe«, »uktady mikrokomputerowe«

i uktady do mikrosterownikow wykonane z potprzewod-
nikéw zlozonych, pracujace z czgstotliwoscia zegara prze-
kraczajaca 40 MHz;

Uwaga: Pozycja 34001.a.3 obejmuje cyfrowe procesory
sygnalowe, cyfrowe procesory tablicowe i kopro-
cesory cyfrowe.

. nieuzywane;

. nastgpujace przetworniki analogowo-cyfrowe (przetworniki

AC) i cyfrowo-analogowe (przetworniki DA) na ukladach
scalonych:

a. przetworniki analogowo-cyfrowe spetniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

NB. ZOB. TAKZE POZYCJA 3A101.

1. rozdzielczo$¢ 8 bitow lub wigcej, lecz ponizej 10
bitow i wielko$¢ wyjsciowa wigksza niz 500 min
stow/sek;

2. rozdzielczo$¢ 10 bitow lub wigksza, lecz mniej niz
12 bitoéw i wielkos¢ wyjsciowa wigksza niz 300 min
stow/sek;

3. rozdzielczos¢ 12 bitow 1 wielko$¢ wyjsciowa
wigksza niz 200 min stow/sek;

4. rozdzielczo$¢ powyzej 12 bitow lecz rowna lub
mniejsza niz 14 bitdow i wielko$¢ wyjsciowa wigksza
niz 125 min stow/sek; lub

5. rozdzielczos¢ powyzej 14 bitow 1 wielkos¢
wyjsciowa wigksza niz 20 mln stow/sek;

Uwagi techniczne:

1. Rozdzielczos¢ n bitow odpowiada kwantowaniu na
2" poziomach.

2. Liczba bitow w stowie wyjsciowym jest rowna
rozdzielczoSci przetwornika analogowo-cyfrowego.

3. Wielkos¢ wyjsciowa jest to maksymalna wielkosé¢
wyjsciowa przetwornika, bez wzgledu na architek-
ture czy oversampling.

4. W przypadku »wielokanatowych przetwornikow AC«
wielkosci wyjsciowe nie sq agregowane i wielkosé¢
wyjsciowa jest maksymalng wielkosciq wyjsciowq
pojedynczego kanalu.

5. W przypadku »przetwornikow AC« z przeplotem lub
w przypadku »wielokanatowych przetwornikow ACkx,
ktorych specyfikacje przewidujq tryb pracy z prze-
plotem, wielkosci wyjsciowe sq agregowane i wiel-
kos¢ wyjsciowa jest maksymalnq lqczng catkowitq
wielkosciq wyjsciowq wszystkich kanatow.
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b.

6. Sprzedawcy mogq takze okreslac wielkos¢ wyjsciowq
Jako wielkos¢ probkowq, wielkos¢ przetwarzania, lub
przepustowoSc. Jest ona okreslana czesto w megaher-
cach (MHz) lub megaprobkach na sekunde (MSPS).

7. Dla celéow pomiaréow wielkosci wyjsciowej jedno
stowo wyjsciowe na sekunde odpowiada jednemu
hercowi lub jednej probce na sekunde.

8. »Wielokanatowe przetworniki analogowo-cyfrowe«
definiuje sie¢ jako urzqdzenia zawierajqce wiecej niz
Jeden przetwornik AC, zaprojektowane tak, by kazdy
AC mial odrebne wejscie analogowe.

9. »Przetworniki AC z przeplotem« definiuje sie jako
urzqdzenia majqce wiele jednostek AC probkujqcych
ten sam wejsciowy sygnal analogowy w roznych
momentach, tak ze po zagregowaniu sygnatow
wyjsciowych analogowy sygnal wejsciowy zostal
skutecznie sprobkowany i przeksztalcony z wiegkszq
czestotliwosciq probkowania.

przetworniki cyfrowo-analogowe (przetworniki CA)
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. rozdzielczos¢ 10 bitow lub wigksza, przy »skorygo-
wanej predkosci aktualizacji« wynoszacej 3 500
MSPS lub wigcej; lub

2. rozdzielczo$¢ 12 bitow lub wigksza przy »skorygo-
wanej predkosci aktualizacji« wynoszacej 1250
MSPS lub wigeej i spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

a. czas ustalania krotszy niz 9 ns do 0,024 % pelnej
skali od pelnego stopnia skali; lub

b. »zakres dynamiki wolny od zafatszowan« (SFDR)
wigkszy niz 68 dBc (nosna) przy syntetyzowaniu
petnoskalowego sygnatu analogowego o czgstotli-
wosci 100 MHz lub najwyzszej czgstotliwosci
petnoskalowego sygnatu analogowego wyspecyfi-
kowanej ponizej 100 MHz;

Uwagi techniczne:

1.

2.

wZakres dynamiki wolny od zafatszowan« (SFDR) jest
definiowany jako stosunek Sredniej kwadratowej czes-
totliwosci  nosnej (maksymalny element skiadowy
sygnatu) na wejsciu przetwornika CA do Sredniej kwad-
ratowej najblizszego duzego skladnika szumu lub znie-
ksztalcenia harmonicznego na jego wyjsciu.

SFDR okresla si¢ bezposrednio z tabel specyfikacji lub
z wykresow przedstawiajqcych charakterystyki SFDR
w funkcji czestotliwosci.

Sygnat definiuje si¢ jako peinoskalowy, gdy jego ampli-
tuda jest wieksza niz -3 dBfs (pelna skala).

»Skorygowana predkos¢ aktualizacji« dla przetwornika CA:

a. w przypadku konwencjonalnych (nieinterpolujqcych)
przetwornikow CA wskorygowana predkosé¢ aktuali-
zacji« jest to predkos¢, z jakq sygnal cyfrowy jest
przeksztatcany na sygnal analogowy i analogowe
wartosci wyjsciowe sq zmieniane przez przetwornik
CA. Przetworniki cyfrowo-analogowe, w  ktorych
mozna obejs¢ tryb interpolacji (wspolczynnik inter-
polacji wynoszqcy jeden), nalezy uznaé¢ za konwen-
cjonalne przetworniki CA (nieinterpolujqce);
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b. w przypadku przetwornikow CA interpolujqcych
(przetworniki CA z oversamplingiem) »skorygowana
predkosé aktualizacji« jest definiowana jako pred-
kos¢ aktualizacji przetwornika CA podzielona przez
najmniejszy wspoéiczynnik interpolacji. W przypadku
interpolujqcych przetwornikow CA  »skorygowana
predkosé  aktualizacji« bywa stosowana zamiennie
z innymi terminami, w tym:

— predkos¢ przesytania danych na wejsciu,
— predkosé transmisji stow na wejsciu,
— czestotliwos¢ probkowania na wejsciu,

— maksymalna catkowita predkos¢ magistrali na
wejsciu,

— maksymalna czestotliwos¢ cyklu zegara DAC dla
danych wejsciowych zegara DAC.

6. elektrooptyczne uktady scalone lub »optyczne uklady

scalone« zaprojektowane do »przetwarzania sygnatow«
i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. jedna lub wigcej wewngtrzna dioda »laserowa;

b. jeden lub wigcej wewngtrzny element wykrywajacy
Swiatlo; oraz

c. prowadnica $wiattowodowa;

. »programowalne przez uzytkownika urzadzenia logiczne«

spetiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. maksymalna liczba cyfrowych wejs¢/wyjs¢ powyzej
200; albo

b. liczba bramek w systemie wigksza niz 230 000;

Uwaga: Pozycja 34001.a.7 zawiera:

— proste programowalne urzqdzenia logiczne
(SPLD),

— zlozone programowalne urzqdzenia logiczne
(CPLD),

— tablice bramek programowalne przez uzyt-
kownika (FPGA),

— tablice logiczne programowalne przez uzyt-
kownika (FPLA),

— polqczenia wewnetrzne programowalne przez
uzytkownika (FPIC).

Uwagi_techniczne:

1. »Programowalne  przez  uzytkownika  urzqdzenia
logiczne« znane sq rowniez jako bramki programo-
walne przez uzytkownika lub tablice logiczne programo-
walne przez uzytkownika.

2. Maksymalna liczba cyfrowych wejsé/wyjs¢ w  pozycji
34001.a.7.a jest rowniez nazywana maksymalnq liczbq
wejs¢/wyjs¢  uzytkownikow lub  maksymalng  liczbq
dostepnych  wejs¢/wyjs¢  niezaleznie od tego, czy
obwod scalony jest obudowany czy surowy.

8. nieuzywany;

9. obwody scalone do sieci neuronowych;



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 147

10.

12.

1.

wykonywane na zaméwienie uktady scalone o nieznanej
ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzgtu,
w ktorym bedzie zastosowany dany uktad scalony, spetnia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. ponad 1500 koncowek;

b. typowe »podstawowe opdznienie przechodzenia sygnatu
przez bramke« mniejsze niz 0,02 ns; lub

c. czgstotliwosé robocza powyzej 3 GHz;

. cyfrowe uklady scalone, rézne od przedstawionych

w pozycji 3A001.a.3 do 3A001.a.10 lub 3A001.a.12,
oparte na dowolnym uktadzie potprzewodnikéw ztozonych
oraz spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zastgpcza liczbg¢ bramek powyzej 3 000 (bramki
dwuwejsciowe); albo

b. czgstotliwos¢ przetaczania powyzej 1,2 GHz;

procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posia-
dajace nominalny czas realizacji dla N-punktowej zespo-
lonej transformaty FFT ponizej (N log, N)/20480 ms,
gdzie N jest liczba punktow;

Uwaga techniczna:

Gdy N jest rowne 1 024 punkty, wynik formuly w pozycji
34001.a.12, okreslajqcej czas realizacji, wynosi 500 us.

b. nastgpujace elementy mikrofalowe lub pracujace na falach mili-
metrowych:

nastegpujace elektronowe lampy prézniowe i katodowe:

Uwaga 1: Pozycja 34001.b.1 nie obejmuje kontrolg lamp
zaprojektowanych lub  przystosowanych do
dziatania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci
i spelniajqcych oba ponizsze kryteria:

a. szerokos¢ pasma nie przekracza 31,8 GHz;
oraz

b. jest »przydzielane przez ITU« dla stuzb
radiokomunikacyjnych, ale nie do namie-
rzania radiowego.

Uwaga 2: Pozycja 34001.b.1 nie obejmuje kontrolg lamp
innych niz »klasy kosmicznej«, spetniajqcych
wszystkie ponizsze kryteria:

a. Srednia moc wyjsciowa rowna lub mniejsza
niz 50 W; oraz

b. zaprojektowanych Iub przystosowane do
dziatania w jakimkolwiek pasmie czestotli-
wosci i spelniajqcych wszystkie ponizsze
kryteria:

1. szerokos¢ przekracza 31,8 Ghz, lecz nie
przekracza 43,5 GHz; oraz

2. jest wyrozdzielone przez ITU« dla stuzb
radiokomunikacyjnych, ale nie w celu
namierzania radiowego.

a. nastgpujace lampy o fali biezacej, fali impulsowej lub
ciaglej:

1. lampy pracujace na czgstotliwos$ciach powyzej 31,8
GHz;
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2. lampy posiadajace element podgrzewajacy katodg,
z czasem uzyskania mocy znamionowej w zakresie
fal radiowych wynoszacym ponizej 3 sekund;

3. sprzgzone lampy wngkowe lub ich pochodne
o »utamkowej szerokosci pasma« powyzej 7 % lub
mocy szczytowej powyzej 2,5 kW;

4. lampy spiralne lub ich pochodne, spehiajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »chwilowa szeroko$¢ pasma« powyzej jednej
oktawy oraz iloczyn mocy przecigtnej (Wyrazonej
w kW) i czgstotliwosci (wyrazonej w GHz)
powyzej 0,5;

b. »chwilowa szeroko$¢ pasma« ponizej jednej
oktawy oraz iloczyn mocy przecigtnej (wyrazonej
w kW) i czgstotliwosci (wyrazonej w GHz)
powyzej 1; lub

c. sg »klasy kosmicznej«;

b. wzmacniacze lampowe o skrzyzowanych polach
0 wzmocnieniu powyzej 17 dB;

c. impregnowane katody zaprojektowane do lamp elektro-
nicznych, wytwarzajace ciagly prad emisyjny w znamio-
nowych warunkach pracy o gestosci powyzej 5 A/cm?;

. mikrofalowe »monolityczne uktady scalone« (MMIC)
wzmacniaczy mocy spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 3,2 GHz, do 6,8 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 4 W (36 dBm)
z »utamkowa szerokoscig pasma« wigksza niz 15 %;

b. przystosowane do pracy na czgstotliwos$ciach przewyz-
szajacych 6,8 GHz, do 16 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 1 W (30 dBm)
z »utamkowa szerokoscig pasma« wigksza niz 10 %;

c. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 16 GHz, do 31,8 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 0,8 W (29 dBm)
z »utamkowa szerokoscia pasma« wigksza niz 10 %;

d. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 31,8 GHz, do 37,5 GHz wlacznie, oraz ze
sredniag moca wyjsciowa wigksza niz 0,1 nW;

e. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 37,5 GHz, do 43,5 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 0,25 W (24
dBm) z »ulamkowa szeroko$cia pasma« wigksza niz
10 %; lub

f. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 43,5 GHz, oraz ze $rednia moca wyj$ciowa
wigksza niz 0,1 nW;

Uwaga 1: Nieuzywane.

Uwaga 2: Poziom kontroli MMIC, ktorych znamionowa
czestotliwos¢ robocza obejmuje czestotliwosci
zawarte w wiecej niz jednym pasmie, zgodnie
z definiciami w pozycjach 3A4001.b.2.a do
34001.b.2.f, jest okreslony przez najnizszy
prog kontroli sredniej mocy wyjsciowe;.
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Uwaga 3: Uwagi 1 i 2 w kategorii 34 oznaczajq, Ze
pozycja 3A4001.b.2 nie obejmuje kontrolg
MMIC, jesli sq one specjalnie zaprojektowane
do innych zastosowan, np. telekomunikacyj-
nych, radiolokacyjnych, motoryzacyjnych.

. dyskretne tranzystory mikrofalowe spetniajace ktorekol-

wiek z ponizszych kryteriow:

a. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 3,2 GHz, do 6,8 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 60 W (47,8 dBm);

b. przystosowane do pracy na czgstotliwos$ciach przewyz-
szajacych 6,8 GHz, do 31,8 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 20 W (43 dBm);

c. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 31,8 GHz, do 37,5 GHz wlacznie, oraz ze
$rednia moca wyjsciowa wigksza niz 0,5 W (27 dBm);

d. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 37,5 GHz, do 43,5 GHz wlacznie, oraz ze
sredniag moca wyjsciowa wigksza niz 1 W (30 dBm); lub

e. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 43,5 GHz, oraz ze $rednia moca wyjéciowa
wieksza niz 0,1 nW;

Uwaga: Poziom kontroli tranzystora, ktorego znamio-
nowa czestotliwos¢ robocza obejmuje czestotli-
wosci zawarte w wiecej niz jednym pasmie,
zgodnie z definiciami w pozycjach 34001.b.3.a
do 34001.b.3.e, jest okreslony przez najnizszy
prog kontroli Sredniej mocy wyjsciowej.

. mikrofalowe wzmacniacze potprzewodnikowe oraz mikro-

falowe zespoty/moduly zawierajace mikrofalowe wzmac-
niacze potprzewodnikowe spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

a. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 3,2 GHz, do 6,8 GHz wlacznie, oraz ze $rednia
moca wyjsciowa wigksza niz 60 W (47,8 dBm) z »utam-
kowa szerokos$cia pasma« wigksza niz 15 %;

b. przystosowane do pracy na czgstotliwos$ciach przewyz-
szajacych 6,8 GHz, do 31,8 GHz wlacznie, oraz ze
srednia moca wyjsciowa wigksza niz 15 W (42 dBm)
z »utamkowa szerokos$cig pasma« wigksza niz 10 %;

c. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 31,8 GHz, do 37,5 GHz wlacznie, oraz ze
$redniag moca wyjsciowa wigksza niz 0,1 nW;

d. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 37,5 GHz, do 43,5 GHz wlacznie, oraz ze
sredniag moca wyjsciowa wigksza niz 1 W (30 dBm)
z »utamkowa szerokoscia pasma« wigksza niz 10 %;

e. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyz-
szajacych 43,5 GHz, oraz ze $rednia moca wyjéciowa
wigksza niz 0,1 nW; lub
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f. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach powyzej
3,2 GHz oraz spetiajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. $rednia moc wyjsciowa P (w watach) wigksza niz
150 dzielone przez maksymalna czgstotliwo$¢ pracy
(w GHz) podniesione do potggi drugiej [P > 150
W*GHz/fg,);

2. »utamkowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 5 % lub
wigcej; oraz

3. jakiekolwiek dwustronne, wzajemnie prostopadie
d siebie, o dlugosci d (w cm) mniejszej lub rownej
niz 15 podzielone przez najnizsza czgstotliwosé
robocza (W GHz) [d < 15 em*GHz/{gy,];

Uwaga techniczna:

Czestotliwos¢ 3,2 GHz nalezy przyjaé jako najnizszq czes-
totliwo$¢ roboczq (fgr,) we wzorze w pozycji 34001.b.4.1:3
dla wzmacniaczy, ktorych dolna granica znamionowej
czestotliwosci roboczej osiqga wartosé 3,2 GHz lub nizszq
[d < 15 em*GHz/3,2 GHz].

NB.: Mikrofalowe »ymonolityczne uklady scalone« (MMIC)
wzmacniaczy mocy nalezy oceniacé wg kryteriow
zawartych w pozycji 34001.b.2.

Uwaga 1: Nieuzywane.

Uwaga 2: Poziom kontroli elementu, ktorego znamio-
nowa czestotliwos¢ robocza obejmuje czestotli-
wosci zawarte w wiecej niz jednym pasmie,
zgodnie z definicjami w pozycjach 34001.b.4.a
do 34001.b.4.e, jest okreslony przez najnizszy
prog kontroli Sredniej mocy wyjsciowej.

. filtry $rodkowo-przepustowe i $rodkowo-zaporowe, prze-

strajalne elektronicznie lub magnetycznie, posiadajace
wigeej niz 5 przestrajalnych rezonatorow umozliwiajacych
strojenie w zakresie pasma czgstotliwosci 1,5:1 (fiais/Timin)
w czasie ponizej 10 ps i spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

a. szeroko$¢ pasma Srodkowo-przepustowego powyzej
0,5 % czgstotliwosci nosnej; albo

b. szeroko$¢ pasma $rodkowo-zaporowego ponizej 0,5 %
czgstotliwosci nosnej;

. nieuzywany;

. konwertery i mieszacze harmoniczne przeznaczone do

rozszerzania przedzialu czgstotliwosci sprzgtu opisanego
w pozycjach 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e lub 3A002.f
powyzej podanych tam warto$ci granicznych;

. mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace lampy

wyszczegdlnione w  pozycji 3A001.b.1 1 spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a. czgstotliwodci robocze powyzej 3 GHz;

b. $redni stosunek mocy wyjsciowej do masy wigkszy niz
80 W/kg; oraz

c. objetos¢ mniejsza niz 400 cm3.
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11.

Uwaga: Pozycja 34001.b.8 nie obejmuje kontrolq sprzetu
zaprojektowanego lub przystosowanego do dzia-
tania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktore
Jest »przydzielane przez ITU« dla stuzb radioko-
munikacyjnych, ale nie w celu namierzania
radiowego.

. mikrofalowe moduty mocy (MPM) skladajace si¢ co

najmniej z lampy o fali biezacej, mikrofalowego »monoli-
tycznego uktadu scalonego« i zintegrowanego elektronicz-
nego kondycjonera mocy i spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

a. »czas wlaczania« od stanu wylaczenia do stanu catko-
witej gotowosci krotszy niz 10 sekund;

b. objetos¢ mniejsza niz iloczyn maksymalnej mocy
znamionowej w watach i 10cm3/W; oraz

c. »chwilowa szeroko$¢ pasma« wigksza niz 1 oktawa
(fnax > 2fnin) oraz spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. dla czestotliwosci rownych lub mniejszych niz 18
GHz — moc wyjsciowa w zakresie fal radiowych
wieksza niz 100 W; albo

2. czestotliwo$¢ wieksza niz 18 GHz;

Uwagi techniczne:

1. Do obliczenia objetosci w pozycji 34001.b.9.b podaje
sie nastepujqcy przyklad: dla maksymalnej mocy
znamionowej wynoszqcej 20 W objetos¢ wyniostaby:
20 W x 10cm3/W = 200 cm’.

2. »Czas wiqczania«, o ktorym mowa w pozycji
34001.b.9.a, odnosi si¢ do czasu uplywajqcego od
stanu catkowitego wylqczenia do osiqgniecia catkowitej
gotowosci do pracy, a zatem obejmuje on rowniez czas
rozgrzewania MPM.

. Oscylatory lub zespoly oscylatorow zaprojektowane do

dziatania z jednoczesnym spelnieniem wszystkich poniz-
szych kryteriow:

a. zakfocenie fazowe pojedynczej wstggi bocznej,
w dBc/Hz, lepsze niz —(126 + 20log;oF—20log;,f) dla
10 Hz < F < 10 kHz; oraz

b. zaklocenie fazowe pojedynczej wstggi bocznej,
w dBc/Hz, lepsze niz —(114 + 20log;oF—20log;,f) dla
10 kHz < F < 500 kHz;

Uwaga techniczna:

W pozycji 34001.b.10 F oznacza przesuniecie w stosunku
do czestotliwosci roboczej w Hz, a f oznacza czestotliwosé
roboczq w MHz.

»zespoly elektroniczne« bedace »syntezatorami czestotli-
wosci«, ktorych »czas przelaczania czgstotliwosci« okre-
Slony jest przez ktoérykolwiek z ponizszych parametrow:

a. krotszy niz 312 ps;

b. krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czestotliwosci
przewyzszajacej 1,6 GHz w zakresie syntetyzowanych
czgstotliwosei przekraczajacym 3,2 GHz, ale nieprze-
kraczajacym 10,6 GHz;
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c. krotszy niz 250 ps dla kazdej zmiany czgstotliwosci
przewyzszajacej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych
czgstotliwoséci przekraczajacym 10,6 GHz, ale nieprze-
kraczajacym 31,8 GHz;

d. krotszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czgstotliwosci
przewyzszajacej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych
czestotliwosci przekraczajacym 31,8 GHz, ale nieprze-
kraczajacym 43,5 GHz; lub

e. krotszy niz 1 ms w zakresie syntetyzowanych czgstotli-
wosci przekraczajacym 43,5 GHz;

Uwaga: UzZywane do zastosowan ogolnych: »analizatory
sygnatu« — zob. poz. 34002.c, generatory sygna-
lowe — 34002.d, analizatory sieci — 3A4002.e,
kontrolne odbiorniki mikrofalowe — 34002.f.

c. nastgpujace urzadzenia wykorzystujace fale akustyczne oraz
specjalnie zaprojektowane do nich komponenty:

1. urzadzenia wykorzystujace powierzchniowe fale akustyczne
oraz szumigce powierzchniowo (ptytkie) fale akustyczne,
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. czestotliwo$¢ nos$na powyzej 6 GHz;

b. czgstotliwosé nosna wigksza niz 1 GHz, ale nieprzekra-
czajaca 6 GHz oraz spehiajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. »tlumienie pasma bocznego czgstotliwosci« powyzej
65 dB;

2. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci
pasma (czas w ps, a szeroko$¢ pasma w MHz)
powyzej 100;

3. szeroko$¢ pasma wigksza, niz 250 MHz; lub
4. opodznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub

c. czgstotliwo$¢ nosna wynoszaca 1 GHz lub mniejsza oraz
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci
pasma (czas w ps, a szeroko$¢ pasma w MHz)
powyzej 100;

2. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub

3. »tlumienie pasma bocznego czgstotliwosci« powyzej
65 dB i szeroko$¢ pasma wigksza niz 100 MHz;

Uwaga_techniczna:

»Tlumienie pasma bocznego czestotliwosci« oznacza
maksymalng wartos¢  Humienia wyszczegolnionq na
arkuszu danych.

2. urzadzenia wykorzystujace przestrzenne fale akustyczne,
umozliwiajace bezposrednie przetwarzanie sygnatow z czgs-
totliwos$ciami powyzej 6 GHz;

3. urzadzenia do »przetwarzania sygnaldw« optyczno-akustycznych
wykorzystujace oddzialywania pomigdzy falami akustycznymi
(przestrzennymi lub powierzchniowymi) a falami $wietlnymi do
bezposredniego przetwarzania sygnatéow lub obrazow, lacznie
z analiza widmowa, korelacja lub splataniem;
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Uwaga: Pozycja 3A4001.c nie obejmuje kontrolq urzqdzen

wykorzystujqcych fale akustyczne ograniczone do
pojedyczego  filtra Srodkowoprzepustowego,  filtra
dolnoprzepustowego,  filtra  gérnoprzepustowego,
filtra antysprzezeniowego lub funkcji rezonacyjnej.

d. urzadzenia i uklady elektroniczne, zawierajace czgsci sktadowe
wykonane z materialdbw »nadprzewodzacych«, specjalnie
zaprojektowane do pracy w temperaturach ponizej »tempera-
tury krytycznej« co najmniej jednego z elementdéw »nadprze-
wodzacych« 1 spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przelaczanie pradowe dla obwodéw cyfrowych za pomoca
bramek »nadprzewodzacych«, dla ktorego iloczyn czasu
zwloki na bramke¢ (w sekundach) i rozproszenia mocy na
bramke (w watach) wynosi ponizej 10714 J; albo

2. selekcjg czgstotliwosci dla wszystkich czgstotliwosci za
pomoca obwodow rezonansowych o wartoéciach Q przekra-
czajacych 10 000;

e. nastgpujace urzadzenia wysokoenergetyczne:

1. »ogniway, takie jak:

»ogniwa« pierwotne o »ggstosci energii« powyzej 550
Wh/kg w temperaturze 20 °C;

. yogniwa wtdrne« o »ggstosci energii« powyzej 250

Wh/kg w temperaturze 20 °C;

Uwagi techniczne:

1.

Do celow pozycji 34001.e.1 »gestosc energii« otrzymuje
sig, mnozqc napiecie znamionowe przez pojemnosc
znamionowq w amperogodzinach (4Ah) i dzielqc powyzsze
przez mase w kilogramach. Jezeli pojemnos¢ znamio-
nowa nie jest podana, gestoS¢ energii otrzymuje sie
przez podniesienie napiecia znamionowego do kwadratu,
a nastepnie pomnozenie przez czas rozladowania wyra-
zony w godzinach oraz podzielenie przez obciqzenie
roztadowania wyrazone w omach i catkowitq mase
ogniwa wyrazonq w kilogramach.

. Do celow pozycji 34001.e.1 »ogniwo« definiuje sie jako

urzqdzenie  elektrochemiczne zawierajqce  elektrody
dodatnie i ujemne, elektrolit i bedqce Zrédiem energii
elektrycznej. Jest to podstawowy element skiadowy
baterii.

. Do celow pozycji 34001.e.1.a »ogniwo pierwotne« jest

rogniwem, ktore nie jest przeznaczone do tadowania
z jakiegokolwiek innego Zrodia.

. Do celow pozycji 34001.e.1.b »ogniwo wtdrne« jest

rogniwem«, ktore jest przeznaczone do {adowania
z zewnetrznego zZrodla energii elektrycznej.

Uwaga: Pozycja 34001.e.1 nie obejmuje kontrolq baterii,

w tym rowniez baterii pojedynczych.

2. wysokoenergetyczne kondensatory magazynujace, takie jak:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A201.a.
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a. kondensatory o czgstotliwosci powtarzania ponizej 10 Hz
(kondensatory jednokrotne) 1 speliajace wszystkie
ponizsze kryteria:

1. napigcie znamionowe roéwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gestos$¢ energii rowna lub wyzsza niz 250 J/kg; oraz
3. energia catkowita rowna lub wyzsza niz 25 kJ;

b. kondensatory o czgstotliwosci powtarzania 10 Hz lub
wyzszej (kondensatory powtarzalne) 1 spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

1. napigcie znamionowe rowne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gestos¢ energii rowna lub wyzsza niz 50 J/kg;
3. energia catkowita rowna lub wyzsza niz 100 kJ; oraz

4. zywotno$¢ mierzona liczba cykli tadowanie/roztado-
wanie wynoszaca wigcej niz 10 000;

3. »nadprzewodzace« elektromagnesy lub cewki, specjalnie
zaprojektowane w sposob umozliwiajacy ich pelne tado-
wanie i roztadowanie w czasie mniejszym niz 1 s i spetnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 3A201.b.

Uwaga: Pozycja 34001.e.3 nie obejmuje kontrolq elektro-
magnesow  ani  cewek  ynadprzewodzqcych«
specjalnie zaprojektowanych do aparatury obrazo-
wania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzy-
stywanej w medycynie.

a. energia dostarczona podczas wyladowania jest wigksza
od 10 kJ w pierwszej sekundzie;

b. $rednica wewngtrzna uzwojenia pradowego cewki
wynosi powyzej 250 mm; oraz

c. zostaly dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej
8 T lub posiadaja »catkowita gestos¢ pradu« w uzwojeniu
powyzej 300 A/mm?;

4. ogniwa stoneczne, zespoty ogniwo-tacznik-szklto
ostonowe (CIC), panele stoneczne i baterie stoneczne
klasy kosmicznej, majace minimalna S$rednia sprawno$é
wyzsza niz 20 % w temperaturze roboczej 301 K (28 °C)
w symulowanym oswietleniu AMO o irradiancji 1367
watéw na metr kwadratowy (W/m?2);

Uwaga techniczna:

»AMO« lub »masa powietrza 0« odpowiada irradiancji
widmowej Swiatla stonecznego w zewnetrznej atmosferze
Ziemi przy odleglosci Ziemi od Stonica wynoszqcej 1 jedno-
stke astronomiczng (AU).

f. urzadzenia kodujace bezwzgledne potozenie o doktadnosci
rownej = 1,0 sekunda katowa lub mniejszej (lepszej);
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g. potprzewodnikowe impulsowe tyrystorowe wytaczniki zasilania
i »modutly tyrystorowe« oparte na metodach wytaczania stero-
wanych elektrycznie, optycznie lub promieniowaniem elektro-
nowym spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. maksymalna szybko$¢ narastania pradu wlaczenia (di/dt)
wigksza niz 30 000 A/us i1 napigcie w stanie wylaczenia
wigksze niz 1 100 V; lub

2. maksymalna szybko$¢ narastania pradu wlaczenia (di/dt)
wigksza niz 2 000 A/ps i spetniajace oba ponizsze kryteria:

a. napigcie szczytowe w stanie wylaczonym réwne lub
wigksze niz 3 000 V; oraz

b. prad szczytowy (udarowy) rowny lub wigkszy niz 3 000 A.

Uwaga 1: Pozycja 34001.g obejmuje:
— krzemowe prostowniki sterowane (SCR),
— tyrystory wyzwalane elektrycznie (ETT),
— tyrystory wyzwalane optycznie (LTT),
— tyrystory o komutowanej bramce (IGCT),
— tyrystory sterowane MOS (MCT),
— tyrystory wylqczalne pradem bramki (GTO),
— urzqdzenia typu Solidtron.

Uwaga 2: Pozycja 34001.g nie obejmuje kontrolq urzqdzen
tyrystorowych i »modulow tyrystorowych« wbudo-
wanych w urzqdzenia przeznaczone do zastosowan
w kolejnictwie cywilnym Ilub »cywilnych statkach
powietrznych«.

Uwaga_techniczna:

Do celow pozycji 34001.g »modul tyrystorowy« zawiera co
najmniej jedno urzqdzenie tyrystorowe.

h. pétprzewodnikowe przetaczniki mocy, diody mocy lub
»moduty« mocy spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. nominalna maksymalna temperatura robocza zlacza wyzsza
niz 488 K (215 °C);

2. szczytowe powtarzalne napigcie w stanie wylaczonym
(napigcie blokujace) przekraczajace 300 V; oraz

3. prad ciagly wigkszy niz 1 A.

Uwaga 1: Szczytowe powtarzalne napiecie w stanie wylq-
czonym w pozycji 34001.h obejmuje napiecie
dren-zrodlo, napiecie kolektor-emiter, szczytowe

powtarzalne napiecie wsteczne i szczytowe powta-
rzalne napiecie blokujqce w stanie wylqczonym.

Uwaga 2: Pozycja 34001.h obejmuje:
— tranzystory polowe zlqczowe (JFET),
— pionowe tranzystory polowe zlqczowe (VJFET),

— tranzystory polowe o strukturze metal-tlenek-
polprzewodnik (MOSFET),
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— podwdjny dyfuzyjny tranzystor polowy o struk-
turze metal-tlenek-potprzewodnik (DMOSFET),

— tranzystor bipolarny z izolowanq bramkq
(IGBT),

— tranzystory z wysokq ruchliwosciq elek-
tronow (HEMT),

— tranzystory bipolarne ziqczowe (BJT),

— tyrystory i krzemowe  prostowniki  stero-
wane (SCR),

— tyrystory wylqczalne pragdem bramki (GTO),
— tyrystory wylqczalne emiterem (ETO),

— diody PiN,

— diody Schottky ego.

Uwaga 3: Pozycja 34001.h nie obejmuje kontrolq przelqcz-
nikow, diod ani »ymodutow« znajdujacych sie
w urzqdzeniach przeznaczonych do zastosowania
w  cywilnych pojazdach drogowych, cywilnych
pojazdach  kolejowych lub »cywilnych statkach
powietrznych«.

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 34001.h »moduly« zawierajq jeden Ilub
wiecej polprzewodnikowych przelqcznikow lub diod.

3A002 Nastgpujacy sprzet elektroniczny ogoélnego przeznaczenia i akce-
soria do niego:

a. nastgpujacy sprzgt do rejestracji i specjalnie zaprojektowane do
niego tasmy testowe:

1. analogowe oprzyrzadowanie do rejestracji na ta$mie magne-
tycznej, ltacznie z urzadzeniami umozliwiajacymi zapis
sygnatow cyfrowych (np. wykorzystujac modut do cyfro-
wego zapisu magnetycznego z duza gestoscia (HDDR))
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. szeroko$¢ pasma powyzej 4 MHz na kanat elektroniczny
lub $ciezke;

b. szerokos¢ pasma powyzej 2 MHz na kanat elektroniczny
lub Sciezkg oraz posiadajace wigcej niz 42 $ciezki; lub

c. uchyb przesunigcia czasu (bazy), mierzony stosownie do
dostgpnej dokumentacji IRIG lub EIA, mniejszy niz
+ 0,1 ps;

Uwaga: Rejestratory analogowe na tasmie magnetycznej,
specjalnie zaprojektowane do cywilnych zasto-
sowan techniki wideo, nie sq rozpatrywane jako
oprzyrzqdowanie — rejestratorow — na  tasmie
magnetycznej.

2. cyfrowe rejestratory obrazéw na tasmie magnetycznej,
posiadajace ztacza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci
transmisji interfejsu cyfrowego przekraczajacej 360 Mbit/s;

Uwaga: Pozycja 34002.a.2 nie obejmuje kontrolq cyfio-
wych rejestratoréow wideo na tasmie magnetycznej
specjalnie  zaprojektowanych — do  rejestracji
sygnalu telewizyjnego z wykorzystaniem formatu
sygnalu, ktory moze zawieraé format sygnatu
skompresowanego, znormalizowanego lub zaleca-
nego przez ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI lub
IEEE do stosowania w telewizji cywilnej.
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. cyfrowe oprzyrzadowanie do rejestracji na tasmie magne-

tycznej, wykorzystujace techniki skanowania spiralnego
lub glowicy stalej i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

a. maksymalna szybko$§¢ transmisji interfejsu cyfrowego
przekraczajaca 175 Mbit/s; albo

b. ma »klase kosmiczna;

Uwaga: Pozycja 34002.a.3 nie obejmuje kontrolq rejestra-
torow analogowych na tasmie magnetycznej,
wyposazonych ~w  przetworniki  elektroniczne
HDDR oraz skonfigurowane do rejestracji
wylqcznie danych cyfrowych.

. sprzgt posiadajacy maksymalna szybko$¢ transmisji inter-

fejsu cyfrowego przekraczajaca 175 Mbit/s i zaprojektowany
do przeksztalcania cyfrowych rejestratorow obrazéw na
tasmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

. przetworniki falowe oraz rejestratory stanéw przejSciowych

spelniajace oba ponizsze kryteria:

a. szybko$¢ przetwarzania cyfrowego rowna lub wigksza
niz 200 milionéw probek na sekundg i rozdzielczosé
10 bitéw lub wigksza; oraz

b. »przepustowos¢ ciagla« 2 Gbit/s lub wigksza;

Uwagi_techniczne:

1. W przypadku urzqdzen o rownoleglej architekturze szyn,
przepustowos¢ ciqglq okresla sie jako iloczyn najwiekszej
predkosci transmisji stow i liczby bitow w stowie.

2. »Przepustowos¢ ciqgla« oznacza najwiekszq predkosé
przesylania  danych przez urzqdzenie do pamieci
masowej, bez utraty informacji, z utrzymaniem predkosci
probkowania i przetwarzania analogowo-cyfrowego;

. cyfrowe oprzyrzadowanie do rejestracji danych wykorzystu-

jace techniki sktadowania na dyskach magnetycznych i spet-
niajace oba ponizsze kryteria:

a. szybkos$¢ przetwarzania cyfrowego rowna lub wigksza
niz 100 miliondw probek na sekundg i rozdzielczo$¢ 8
bitow lub wigksza; oraz

b. »przepustowos¢ ciagla« 1 Gbit/s lub wigksza;

b. nieuzywane;

c. »analizatory sygnalow« o czgstotliwosciach radiowych, takie
jak:

1.

»analizatory sygnalow«, w ktorych szeroko$¢ pasma
o rozdzielczosci 3 dB przekracza 10 MHz w dowolnym
punkcie zakresu czgstotliwosci przekraczajacych 31,8 GHz,
lecz nieprzekraczajacych 37,5 GHz;

. »analizatory sygnatéw«, w ktorych $redni wyswietlany

poziom szumu (DANL) jest mniejszy/a (lepszy/a) niz -150
dBm/Hz w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci prze-
kraczajacych 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacych 70 GHz;

. »analizatory sygnatow« o czgstotliwosci powyzej 70 GHz;

. »analizatory sygnatéw dynamicznych« majace »szerokosé

pasma czasu rzeczywistego« powyzej 40 MHz;
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Uwaga: Pozycja 34002.c.4 nie obejmuje kontrolq »anali-
zatorow  sygnatow dynamicznych«, w  ktorych
zastosowano jedynie filtry o staloprocentowej
szerokosci pasma (znanych rowniez jako filtry
oktawowe lub utamkowo-oktawowe).

d. generatory sygnatowe z synteza czgstotliwosci, wytwarzajace
czgstotliwosci wyjsciowe, ktorych dokladno$¢ oraz stabilnos$é
krotko- 1 dlugoterminowa pochodzi z wewngtrznego podstawo-
wego oscylatora referencyjnego lub jest za jego pomoca stero-
wana lub regulowana, spelniajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

1. przewidziane wedtug specyfikacji do generowania impulséw
o »czasie trwania impulsu« krotszym niz 100 ns
w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci syntetyzowane;j
przekraczajacego 31,8 GHz, lecz nieprzekraczajacego 70
GHz;

2. moc wyjSciowa przekraczajaca 100 mW (20 dBm)
w dowolnym punkcie zakresu czgstotliwosci syntetyzowane;j
przekraczajacego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczajacego 70
GHz;

3. »czas przefaczania czgstotliwosci« okreslony przez jeden
z ponizszych parametrow:

a. krotszy niz 312 ps;

b. krotszy niz 100 ps dla kazdej zmiany czgstotliwo$ei prze-
wyzszajacej 1,6 GHz w zakresie syntetyzowanych czgs-
totliwosci przekraczajacym 3,2 GHz, ale nieprzekracza-
jacym 10,6 GHz;

c. krotszy niz 250 ps dla kazdej zmiany czgstotliwosci prze-
wyzszajacej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych czgs-
totliwosci przekraczajacym 10,6 GHz, ale nieprzekracza-
jacym 31,8 GHz;

d. krotszy niz 500 ps dla kazdej zmiany czgstotliwosci prze-
wyzszajacej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych czgs-
totliwosci przekraczajacym 31,8 GHz, ale nieprzekracza-
jacym 43,5 GHz;

e. krotszy niz 1 ms dla kazdej zmiany czgstotliwosci prze-
wyzszajacej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych czgs-
totliwosci przekraczajacym 43,5 GHz, ale nieprzekracza-
jacym 56 GHz; lub

f. krotszy niz 1 ms dla kazdej zmiany czgstotliwosci prze-
wyzszajacej 2,2 GHz w zakresie syntetyzowanych czgs-
totliwosci przekraczajacym 56 GHz, ale nieprzekracza-
jacym 70 GHz;

4. w zakresie czgstotliwosci syntetyzowanych przekraczajacym
3,2 GHz, ale nieprzekraczajacym 70 GHz, i posiadajaca oba
ponizsze parametry:

a. zakfocenie fazowe pojedynczej wstggi bocznej (SSB)
w dBc/Hz lepsze niz —(126 + 20log;oF— 20logof) dla
10 Hz < F < 10 kHz; oraz

b. zaklocenie fazowe pojedynczej wstegi bocznej (SSB)
w dBc/Hz lepsze niz — (114 + 20log o F — 20log;of) dla
10 kHz < F < 500 kHz; lub
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Uwaga techniczna:

W pozycji 34002.d.4 F oznacza przesunigcie w stosunku do
czestotliwosci roboczej w Hz, a f oznacza czestotliwosé
roboczq w MHz.

5. maksymalna czgstotliwo$¢ syntetyzowana przekraczajaca
70 GHz;

Uwaga 1: Do celow pozycji 34002.d generatory sygnatowe
z syntezq czestotliwosci obejmujq takze generatory
funkcji i przebiegow arbitralnych.

Uwaga 2: Pozycja 34002.d nie obejmuje kontrolq sprzetu,
w ktorym czestotliwos¢ wyjsciowa jest wytwarzana
poprzez dodawanie lub odejmowanie dwoch lub
wiecej czestotliwosci oscylatorow kwarcowych, lub
poprzez dodawanie lub odejmowanie, a nastgpnie
mnozenie uzyskanego wyniku.

Uwagi techniczne:

1. W specyfikacjach generatorow funkcji i przebiegow arbitral-
nych zwyczajowo podaje sie czestotliwos¢ probkowania (np.
gigaprobek/s), ktorq przeksztalca sie na zakres czestotli-
wosci radiowej z zastosowaniem wspolczynnika Nyquista
wynoszqcego dwa. Zatem przebieg arbitralny 1 gigaprobek/s
ma bezposredniq czestotliwos¢ wyjsciowq 500 MHz lub,
w przypadku nadprobkowania, maksymalna bezposrednia
czestotliwos¢ wyjsciowa jest proporcjonalnie nizsza.

2. Do celow pozycji 34002.d.1 »czas trwania impulsu« defi-
niuje sie jako czas uplywajqcy miedzy momentem osiqg-
nigcia przez zbocze narastajqce impulsu 90 % wartosci
szezytowej a momentem osiqgniecia przez zbocze opadajqce
10 % wartosci szczytowej.

. analizatory sieci spetniajace ktérekolwiek z ponizszych kryte-

riow:

1. maksymalna  czgstotliwos¢  robocza  przewyzszajaca
43,5 GHz i moc wyjsciowa powyzej 31,62 mW (15 dBm);
albo

2. maksymalna czgstotliwo$¢ robocza przewyzszajaca 70 GHz;

. kontrolne odbiorniki mikrofalowe spelniajace oba ponizsze

kryteria:

1. maksymalna  czgstotliwos¢  robocza  przewyzszajaca
43,5 GHz; oraz

2. posiadajace mozliwos$¢ jednoczesnego pomiaru amplitudy
i fazy;

. atomowe wzorce czgstotliwosci, ktore spetniaja ktorekolwiek

z ponizszych kryteriow:
1. sa »klasy kosmicznej«;

2. sa nierubidowe, a ich stabilnos¢ dlugookresowa jest
mniejsza (lepsza) niz 1 x 10~!!/miesiac; lub

3. nie sa »klasy kosmicznej« i spetniaja wszystkie poniZsze

kryteria:
a. sg rubidowymi wzorcami czgstotliwosci;

b. ich stabilno$¢ dlugookresowa jest mniejsza (lepsza) niz
1 x 10""/miesiac; oraz

c. ich catkowite zuzycie energii jest nizsze niz 1 W.
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3A003

3A101

3A102

3A201

Systemy sterowania temperatura z chlodzeniem natryskowym,
wykorzystujace umieszczone w uszczelnionych obudowach urza-
dzenia z zamknigtym obiegiem do transportu i regenerowania
ptynu, w ktorych ptyn dielektryczny jest przy uzyciu specjalnie
zaprojektowanych dysz rozpylany na elementy elektroniczne
w celu utrzymania ich w dopuszczalnym przedziale temperatur
pracy, a takze specjalnie zaprojektowane do nich czgsci sktadowe.

Sprzet, przyrzady i elementy elektroniczne, inne niz wyszczegol-
nione w pozycji 3A001, takie jak:

a. przetworniki analogowo-cyfrowe, wykorzystywane w »pocis-
kach rakietowych«, spetniajace wymagania wojskowe dla urza-
dzen odpornych na wstrzasy;

b. akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektro-
magnetycznego, wytwarzanego w wyniku hamowania elek-
trondéw o energii 2 MeV lub wigkszej oraz systemy zawierajace
takie akceleratory.

Uwaga: Pozycja 34101.b nie okresla sprzetu specjalnie zapro-
jektowanego do zastosowan medycznych.

»Baterie termiczne« zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
»pociskow rakietowych«

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 34102 »baterie termiczne« oznaczajq baterie jedno-
razowego uzycia zawierajqce jako elektrolit nieprzewodzqcy sol
nieorganicznq w stanie stalym. Baterie te zawierajq material
pirolityczny, ktory po zapaleniu topi elektrolit i uruchamia
baterie.

2. W pozycji 34102 »pociski rakietowe« oznaczajq kompletne
systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrz-
nych, o zasiegu przekraczajqcym 300 km.

Podzespoty elektroniczne, inne niz wyszczegodlnione w pozycji
3A001, takie jak:

a. kondensatory posiadajace jeden z nastgpujacych zestawow
cech:

1. a. napigcie znamionowe wigksze niz 1,4 kV;
b. zgromadzona energia wigksza niz 10 J;
c. reaktancja pojemno$ciowa wigksza niz 0,5 pF; oraz
d. indukcyjno$¢ szeregowa mniejsza niz 50 nH; lub

2. a. napigcie znamionowe wigksze niz 750 V;
b. reaktancja pojemnosciowa wigksza niz 0,25 pF; oraz
c. indukcyjno$é szeregowa mniejsza niz 10 nH;

b. nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. zdolne do wytwarzania pél magnetycznych o natgzeniu
wigkszym niz 2 T;

2. o stosunku diugo$ci do $rednicy wewngtrznej wigkszym
niz 2;

3. o $rednicy wewngtrznej wigkszej niz 300 mm; oraz
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4. wytwarzajace pole magnetyczne o rownomiernosci rozktadu
lepszej niz 1 % w zakresie Srodkowych 50 % objgtosci
wewngtrznej.

Uwaga: Pozycja 34201.b nie obejmuje kontrolq magnesow
specjalnie zaprojektowanych i eksportowanych »jako
czesci« medycznych systemow do obrazowania metodq
Jjadrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Sformu-
towanie »jako czesci« niekoniecznie oznacza fizyczng
czesS¢ wchodzqcq w skiad tej samej partii wysytanego
wyrobu; dopuszcza sie mozliwos¢ oddzielnych wysytek
z roznych zrédel, pod warunkiem ze w towarzyszqcej
im dokumentacji eksportowej wyraznie okresla sie, ze
wysytane wyroby sq dostarczane yjako czesé« systemu
obrazowania.

c. generatory btyskowe promieniowania rentgenowskiego lub
impulsowe akceleratory elektronéw posiadajace jeden z nastgpu-
jacych zestawow cech:

1. a. energia szczytowa akceleratora elektronéw roéwna 500
keV lub wigksza, ale mniejsza niz 25 MeV; oraz

b. »wspolczynnik dobroci« (K) rowny 0,25 lub wigkszy;
lub

2. a. energia szczytowa akceleratora elektronéw roéwna 25
MeV lub wigksza; oraz

b. »moc szczytowa« powyzej S0 MW.

Uwaga: Pozycja 3A4201.c nie obejmuje kontrolq akcelera-
torow stanowiqcych elementy skiadowe urzqdzen
zaprojektowanych do innych celow niz wytwarzanie
wiqzek elektronow lub promieniowania rentgenow-
skiego (np. mikroskopy elektronowe) ani urzqdzen
zaprojektowanych do zastosowan medycznych.

Uwagi techniczne:
1. »Wspotczynnik dobroci« K jest zdefiniowany jako:

K= 17 % 10°?%Q

gdzie V jest szczytowq energiq elektronow w milionach elek-
tronowoltow.

Jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora jest rowny
1 us lub krétszy, to Q jest catkowitym tadunkiem przyspie-
szanym, wyrazonym w kulombach. Jezeli czas trwania
impulsu wiqzki akceleratora jest wiekszy niz 1 us, to
Q jest maksymalnym tadunkiem przyspieszanym w 1 ps.

Q rowna sie calce z i po t, w przedziale o dlugosci rownym
mniejszej z dwoch wartosci: 1 us lub czasu trwania impulsu
wiqzki (Q = s idt), gdzie i jest prqdem wiqzki w amperach,
a t jest czasem w sekundach;

2. »Moc szczytowa« = (napiecie szczytowe w woltach) x (szczy-
towy prqd wiqzki w amperach).

3. W maszynach bazujqcych na mikrofalowych akceleratorach
rezonatorowych czas trwania impulsu wiqzki jest mniejszq
z nastepujqcych dwoch wartoSci: 1 ps lub czas emisji
pakietu wiqzek wynikajqcych z jednego impulsu modulatora
mikrofalowego.

4. W maszynach bazujqcych na mikrofalowych akceleratorach
rezonatorowych szczytowa wartos¢ prqdu wiqzki jest warto-
Sciq Sredniq prqdu podczas emisji pakietu wiqzek.
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3A225

3A226

3A227

3A228

Przemienniki czgstotliwosci lub generatory, inne niz wyszczegol-
nione w pozycji 0B001.b.13, posiadajace wszystkie nizej wymie-
nione cechy:

a. wyjscie wielofazowe umozliwiajace uzyskanie mocy rownej 40
W lub wigkszej;

b. zdolno$¢ do pracy w zakresie czgstotliwosci pomigdzy 600
a 2 000 Hz;

c. calkowite znieksztalcenia harmoniczne lepsze (mniej) niz
10 %; oraz

d. doktadnosc¢ regulacji czgstotliwosci lepsza (mniejsza) niz 0,1 %.

Uwaga techniczna:
Przemienniki czestotliwosci w pozycji 34225 nazywane sq rowniez

konwerterami lub inwerterami.

Wysokoenergetyczne zasilacze pradu statego, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 0B001.j.6, posiadajace obydwie nizej wymie-
nione cechy:

a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin,
napigcia 100 V lub wigkszego z wyjsciem pradowym 500
A lub wigkszym; oraz

b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz
0,1 %.

Wysokonapigciowe zasilacze pradu statego, inne niz wyszczegol-
nione w pozycji 0B001.j.5, posiadajace obydwie nizej wymienione
cechy:

a. zdolno$¢ do ciaglego wytwarzania, przez okres 8 godzin,
napigcia 20 kV lub wigkszego z wyjsciem pradowym 1
A lub wigkszym; oraz

b. stabilno$¢ pradu lub napigcia, przez okres 8 godzin, lepsza niz
0,1 %.

Nastgpujace urzadzenia przelaczajace:

a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy
sa napelione gazem, czy tez nie, pracujace podobnie do iskier-
nika i posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. skladajace si¢ z trzech lub wigcej elektrod,
2. szczytowa warto$¢ napigcia anody rowna 2,5 kV lub wigcej;

3. szczytowa warto$¢ natgzenia pradu anodowego réwna 100
A lub wigcej; oraz

4. czas zwloki dla anody rowny 10 ps lub mniej;

Uwaga: Pozycja 34228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe
i prozniowe lampy sprytronowe.

b. iskierniki wyzwalane, posiadajace obydwie niZzej wymienione
cechy:

1. czas zwloki dla anody réwny 15 ps lub mniej; oraz

2. przystosowane do znamionowych pradéw szczytowych
rownych 500 A lub wigkszych;
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3A229

3A230

c. moduly lub zespoty do szybkiego przelaczania funkcji, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 3A001.g lub 3A001.h, posiadajace
wszystkie nizej wymienione cechy:

1. szczytowa warto$¢ napigcia anody rowna 2 kV lub wigcej;

2. szczytowa warto$¢ natezenia pradu anodowego rowna 500
A lub wigcej; oraz

3. czas wlaczania rowny 1 ps lub krotszy.
Generatory impulséw wysokopradowych, takie jak:
NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

NB. Zob. pozycja 14007.a w odniesieniu do zestawow zaplono-
wych do detonatorow.

a. nieuzywany;

b. modulowe generatory impulsow elektrycznych (impulsatory)
posiadajace wszystkie nizej wymienione cechy:

1. zaprojektowane do urzadzen przenosnych, przewoznych lub
innych narazonych na wstrzasy;

2. umieszczone w obudowie pyloszczelnej;

3. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krotszym niz
15 ps;

4. posiadajace wyjscie pradowe powyzej 100 A;

5. posiadajace »czas narastania impulsow« ponizej 10 ps przy
obciazeniu ponizej 40 Q;

6. zaden z wymiarow nie przekracza 254 mm;
7. masa mniejsza niz 25 kg; oraz

8. zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie tempe-
ratur 223 K (- 50 °C) do 373 K (100 °C) lub nadajace si¢
do stosowania w przestrzeni powietrznej.

Uwaga: Pozycja 34229.b obejmuje wzbudnice ksenonowych
lamp blyskowych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 34229.b.5 »czas narastania impulsow« jest zdefinio-
wany jako przedzial czasowy w zakresie od 10 % do 90 %
amplitudy natezenia prqdu w przypadku zasilania obciqzenia
rezystancyjnego.

Szybkie generatory impulsowe posiadajace obydwie nizej wymie-
nione cechy:

a. napigcie wyjsciowe wigksze niz 6 woltow, przy obcigzeniu
rezystancyjnym mniejszym niz 55 Q; oraz

b. »czas narastania impulsow« mniejszy niz 500 ps.

Uwaga_techniczna:

W pozycji 34230 »czas narastania impulsow« definiuje sie jako
przedzial czasowy pomiedzy 10 % a 90 % amplitudy napiecia.
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3A231

3A232

3A233

Systemy generowania neutronéw, w tym lampy, posiadajace
obydwie nizej wymienione cechy charakterystyczne;

a. zaprojektowane do pracy bez zewngtrznych instalacji proznio-
wych; oraz

b. wykorzystujace przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania
reakcji jadrowej trytu z deuterem.

Nastepujace wielopunktowe systemy inicjujace inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 1A007:

NB.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
NB. Zob. pozycja 14007.b w odniesieniu do detonatorow.
a. nieuzywany;

b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi,
przeznaczone do prawie rownoczesnego inicjowania wybuchow
na obszarze wigkszym niz 5 000 mm? za pomoca pojedynczego
sygnatu zaplonowego przy opoznieniu synchronizacji na calej
powierzchni mniejszym niz 2,5 ps.

Uwaga: Pozycja 34232 nie obejmuje kontrolq zaplonnikow
wykorzystujqcych wylqcznie inicjujqce materialy wybu-
chowe, takie jak azydek olowiawy.

Nastgpujace spektrometry masowe, inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jondw o wartosci
230 mas atomowych lub wigkszej oraz posiadajace rozdzielczosé
lepsza niz 2 czgéci na 230, oraz zrodla jonow do tych urzadzen:

a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzg¢zeniem indukcyjnym
(ICP/MS);

b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektro-
nami, posiadajace komorg ze zroditem elektronéw wykonana
z materialow odpornych na UFg, wyktadang lub powlekana
takimi materiatami;

e. nastgpujace spektrometry masowe z wiazka molekularna:

1. posiadajace komorg ze zrodlem molekul wykonang ze stali
nierdzewnej lub molibdenu lub wyktadana, lub powlekana
takimi materiatlami, wyposazone w wymrazarke umozliwia-
jaca chtodzenie do 193 K (- 80 °C) lub nizej; lub

2. posiadajace komorg ze zrodtem molekut wykonang z mate-
riatéw odpornych na UFg, wykladang lub powlekana takimi
materiatami;

f. spektrometry masowe ze zrodlem jonéw do mikrofluoryzacji
zaprojektowane do pracy w obecnosci aktynowcow lub
fluorkéw aktynowcow.
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3B
3B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Sprzet do wytwarzania urzadzen lub materialow potprzewodniko-
wych oraz specjalnie zaprojektowane do niego czgs$ci skladowe
i akcesoria, w tym:

a. nastgpujacy sprzgt zaprojektowany do osadzania warstwy
epitaksjalne;j:

1. sprzgt zdolny do wytwarzania powlok o réwnomiernej
grubosci z materialtdow roznych od krzemu, wykonanych
z doktadnoécia ponizej £ 2,5 % na odcinku o dlugosci
75 mm lub wigkszym;

Uwaga: Pozycja 3B001.a.1 obejmuje urzqdzenia do
epitaksji warstw atomowych.

2. reaktory do osadzania z par lotnych zwiazkéw metaloorga-
nicznych (MOCVD), specjalnie zaprojektowane do wytwa-
rzania krysztalow polprzewodnikow ze zwiazkéw dzigki
reakcji chemicznej pomigdzy materiatami wyszczegdlnio-
nymi w pozycji 3C003 lub 3C004;

3. sprzgt wykorzystujacy wiazke molekularna do wytwarzania
warstw epitaksjalnych z surowca gazowego lub stalego;

b. sprzgt zaprojektowany do implantacji jondéw i spehiajacy
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wiazki (napigcie przyspieszajace) powyzej 1 MeV;

2. specjalne zaprojektowany i optymalizowany do dziatania
z energia wiazki (napigciem przyspieszajacym) mniejsza
niz 2 keV;

3. zdolno$¢ bezposredniego zapisu; lub

4. posiadajacy energi¢ wiazki wynoszaca 65 keV lub wigksza
oraz natgzenie wiazki rowne 45 mA lub wigksze, w celu
wysokoenergetycznej implantacji tlenu w  podgrzany
potprzewodnikowy materiat »podloza;

c. sprzet do suchego trawienia za pomoca plazmy anizotropowej
spetniajacy oba ponizsze kryteria:

1. zaprojektowany lub  optymalizowany do  produkcji
z wymiarem krytycznym 65 nm lub mniejszym; oraz

2. niejednorodno$¢ wewnatrz plytek nieprzekraczajaca 10 %
30 mierzona z wylaczeniem krawedzi do 2 mm wilacznie;

d. nastgpujacy sprzet do osadzania z par lotnych (CVD) intensy-
fikowanego za pomoca plazmy:

1. sprzgt typu kaseta-kaseta oraz load-lock, zaprojektowany
stosownie do wymagan producenta lub optymalizowany do
uzytku w produkcji urzadzen potprzewodnikowych o wymia-
rach krytycznych réwnych 65 nm, lub mniejszych;

2. sprzgt specjalnie zaprojektowany do sprzetu wymienionego
w pozycji 3B001.e oraz stosownie do wymagan producenta
lub optymalizowany do uzytku w produkcji urzadzen
potprzewodnikowych o wymiarach krytycznych réwnych
65 nm, lub mniejszych;
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e. automatycznie ladujace sig, wielokomorowe, centryczne
systemy do wytwarzania plytek elektronicznych spehiajace
oba ponizsze kryteria:

1. interfejsy wejSciowe 1 wyjsciowe do ptytek, zaprojektowane
z mysla o podlaczeniu wigcej niz dwoch petniacych rozne
funkcje »urzadzen do produkceji potprzewodnikow« wymie-
nionych w poz. 3B001.a, 3B001.b, 3B001.c lub 3B001.d;
oraz

2. zaprojektowane do tworzenia zintegrowanego systemu, dzia-
tajacego w warunkach préozni, do »sekwencyjnego wytwa-
rzania ptytek metoda powielania«;

Uwaga: Pozycja 3B001.e nie obejmuje kontrolq automatycz-
nych zrobotyzowanych systemow wytwarzania plytek
elektronicznych, specjalnie zaprojektowanych do
rownoleglego wytwarzania plytek.

Uwagi techniczne:

1. Do celéow poz. 3B001.e »urzqdzenia do produkcji polprze-
wodnikow« to urzqdzenia modularne umozliwiajqce zacho-
dzenie procesow fizycznych wymaganych do wytwarzania
polprzewodnikow, peiniq one rozne funkcje, takie jak:
osadzanie, trawienie, implantacja lub obrébka cieplna.

2. Do celow poz. 3B001.e »sekwencyjne wytwarzanie plytek
metodq powielania« oznacza zdolnos¢ do obrabiania kazdej
piytki winnym »urzqdzeniu wytwarzajgcym potprzewod-
niki«, np. przez przeniesienie kazdej plytki z jednego urzq-
dzenia do drugiego i do kolejnego przy pomocy automatycz-
nego wielokomorowego centralnego systemu podawania

piytek.
f. nastgpujacy sprzgt litograficzny:

1. sprzet do wytwarzania ptytek elektronicznych poprzez pozy-
cjonowanie, naswietlanie oraz powielanie (bezposredni krok
na plytkg) lub skanowanie (skaner), z wykorzystaniem
metody fotooptycznej lub promieni rentgenowskich, spetnia-
jacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zrodlo $wiatla o dlugosci fali krotszej niz 245 nm; albo

b. zdolny do wytwarzania wzordw o »rozmiarze minimalnej
rozdzielczosci wymiarowej« 95 nm lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

»Rozmiar minimalnej rozdzielczosci wymiarowej« obli-
czany jest wediug ponizszego wzoru:

MREF — (dlugo$é fali Zrédia swiatla napromieniowujqcego wnm) x (wspélczynnik K)

apertura liczbowa

gdzie wspolczynnik K = 0,35
2. urzadzenia do litografii nanodrukowej zdolne do druko-
wania elementéw o wielkosci 95 nm lub mniejszych;
Uwaga: pozycja 3B001.f.2 obejmuje:
— narzedzia do mikrodruku kontaktowego,
— narzedzia do wytlaczania na gorgqco,
— narzedzia do litografii nanodrukowej,

— narzedzia do litografii »step-and-flash«  (S-
FIL).
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3B002

3. sprzet specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek lub
przyrzadow potprzewodnikowych wykorzystujacy metody
bezposredniego nadruku i spetniajacy wszystkie ponizsze

kryteria:

a. wykorzystujacy odchylana, zogniskowana wiazke elek-
tronow, jonoéw lub wiazke »laserowa«; oraz

b. spehiajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. apertura plamki ponizej 0,2 pm;

2. zdolno$¢ wytwarzania obrazow o wielkosci charakte-
rystycznej ponizej 1 pm; lub

3. dokladnos$¢ naktadania warstw lepsza niz + 0,20 pm
(3 sigma);

g. maski i siatki optyczne zaprojektowane do uktadéw scalonych
wyszczegolnionych w pozycji 3A001;

h. maski wielowarstwowe z warstwa z przesunigciem fazowym;

Uwaga: Pozycja 3B001.h nie obejmuje kontrolq wielowar-
stwowych masek z warstwq z przesunieciem fazowym,
zaprojektowanych do wytwarzania urzqdzen pamie-
ciowych, nieobjetych kontrolq przez pozycje 34001.

i. szablony do litografii nanodrukowej ukladow scalonych
wyszczegolnionych w pozycji 3A001.

Nastgpujacy sprzegt testujacy specjalnie zaprojektowany do testo-
wania gotowych i niegotowych elementow polprzewodnikowych
oraz specjalnie zaprojektowane do niego czesci sktadowe i akce-
soria:

a. do testowania S-parametréw urzadzen tranzystorowych przy
czestotliwosciach powyzej 31,8 GHz;

b. nieuzywany;

c. do testowania mikrofalowych ukladéw scalonych wyszczegol-
nionych w pozycji 3A001.b.2.
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3C
3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Materialy

Materiaty heteroepitaksjalne skladajace si¢ z »podloza« i wielu
natozonych epitaksjalnie warstw z ktoregokolwiek z ponizszych:

a. krzemu (Si);

b. germanu (Ge);

c. weglika krzemu (SiC); lub

d. »zwiazkéw III/V« galu lub indu.

Nastgpujace materialy fotorezystywne i »podtoza« powlekane
nast¢pujacymi materiatami ochronnymi:

a. materialy fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do lito-
grafii potprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptyma-
lizowanej) do stosowania w zakresie dtugosci fali ponizej 245
nm;

s

b. wszystkie materiaty fotorezystywne zaprojektowane do uzytku
z wiazkami elektronowymi lub jonowymi, o czulosci 0,01
uC/mm? lub lepszej;

c. wszystkie materialy fotorezystywne przeznaczone do uzytku
z promieniami rentgenowskimi, posiadajace czulos¢ 2,5
mJ/mm? lub lepsza;

d. wszystkie materiaty fotorezystywne zoptymalizowane do tech-
nologii tworzenia obrazéw powierzchniowych, facznie z mate-
riatami fotorezystywnymi »siliatowanymi;

Uwaga techniczna:

Techniki »siliatowania« sq zdefiniowane si¢ jako procesy obej-
mujqce utlenianie powierzchni materiatow fotorezystywnych
w celu poprawy ich parametréw zarowno podczas wywoly-
wania na sucho, jak i na mokro.

e. wszystkie materialy fotorezystywne zaprojektowane lub zopty-
malizowane do uzytku z urzadzeniami do litografii nanodru-
kowej wyszczegdlnionymi w pozycji 3B001.£.2 wykorzystuja-
cymi proces termiczny lub proces fotoutwardzania.

Zwiazki organiczno-nieorganiczne, takie jak:

a. zwiazki metaloorganiczne glinu, galu lub indu o czystosci (na
bazie metalu) powyzej 99,999 %;

b. zwiazki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorga-
niczne o czystosci (na bazie skladnika nieorganicznego)
powyzej 99,999 %.

Uwaga: Pozycja 3C003 obejmuje kontrolq wylqcznie zwiqzki,
w ktorych skladnik metalowy, czesciowo metalowy lub
sktadnik  niemetalowy jest bezposrednio zwiqzany
z weglem w organicznym sktadniku molekufy.

Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystosci powyzej
99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach obojetnych lub
w wodorze.

Uwaga: Pozycja 3C004 nie obejmuje kontrolq wodorkow zawie-
rajqcych molowo 20 %, lub wiecej, gazow obojetnych
lub wodoru.

»Podloza« z weglika krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku
glinu (AIN) lub z azotku galu i glinu (AlGaN), lub wlewki, mono-
krysztaty lub inne preformy tych materialow o rezystywnosci
powyzej 10 000 Q/cm w temperaturze 20 °C.

»Podloza« wyszczegdlnione w pozycji 3C005 z co najmniej jedna
warstwa epitaksjalng z weglika krzemu, azotku galu, azotku glinu
lub azotku galu i glinu.
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3D
3D001

3D002

3D003

3D004

3D101

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« lub
»produkcji« sprzgtu objetego kontrola, wymienionego w pozycji
3A001.b do 3A002.g, lub 3B.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
sprzgtu wymienionego w pozycjach 3B00l.a do 3B001.f lub
w pozycji 3B002.

»Oprogramowanie« symulacyjne, »bazujace na fizyce«, specjalnie
zaprojektowane do »rozwoju« procesow litografii, wytrawiania lub
osadzania w celu przeksztalcenia maskujacych ksztaltow
w konkretng topografi¢ obszarow przewodzacych, dielektrycznych
lub poétprzewodnikowych.

Uwaga techniczna:

»Bazujqce na fizyce« w 3D003 oznacza wykorzystanie obliczen do
okreslenia sekwencji przyczyn fizycznych oraz skutkow zdarzen,
opierajqcych sie na wlasciwosciach fizycznych (np. temperatura,
cisnienie, stale dyfuzji oraz wlasciwosci materiatow polprzewod-
nikowych,).

Uwaga: Biblioteki, zwiqzane z nimi atrybuty i inne dane stuzqce
do projektowania urzqdzen poiprzewodnikowych lub
uktadow scalonych sq postrzegane jako »technologia«.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju«
sprzgtu wymienionego w pozycji 3A003.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »uzytkowania« sprz¢tu wymienionego w pozycji 3A101.b.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 170

3E
3E001

3E002

Technologia

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« sprzgtu lub materialow wyszczegol-
nionych w pozycji 3A, 3B lub 3C.

Uwaga 1: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolq »technologii«
do yprodukcji« sprzetu lub czesci sktadowych objetych
kontrolq przez pozycje 34003.

Uwaga 2: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolq »technologii«
do »rozwoju« lub »produkcji« uktadow scalonych
wyszczegolnionych ~ w  pozycji  34001.a.3  do
34001.a.12 speiniajqce wszystkie ponizsze kryteria:

a. wykorzystujqce »technologie« 0,130 um lub wiecej;
oraz

b. posiadajqce strukture wielowarstwowq z nie wigcej
niz trzema warstwami metalu.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlna do technologii, inna niz
wyszczegolnione w pozycji 3E001, do »rozwoju« lub »produkcji«
»ukladu mikroprocesorowego«, »ukladu mikrokomputerowego«
lub rdzenia uktadu mikrosterownikéw posiadajacego jednostke
arytmetyczno-logiczna z szyna dostgpu na 32 bity lub wigcej
i ktorakolwiek z ponizszych wtasciwosci:

a. »procesor wektorowy« zaprojektowany do jednoczesnego
wykonywania wigcej niz dwu operacji na wektorach zmienno-
przecinkowych (jednowymiarowych tablicach ztozonych z liczb
32-bitowych lub dtuzszych);

Uwaga techniczna:

»Procesor wektorowy« jest zdefiniowany jako procesor wypo-
sazony w wewnetrzne instrukcje pozwalajqce rownoczesnie
wykonywac¢ wielokrotne operacje na wektorach zmiennoprze-
cinkowych (jednowymiarowych tablicach zlozonych z liczb
32-bitowych lub diuzszych), posiadajqcy co najmniej jednq
Jednostke wektorowq arytmetyczno-logiczng.

b. zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu wigcej niz
dwu wynikow operacji zmiennoprzecinkowych na liczbach 64-
bitowych lub dtuzszych; lub

c. zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu wigcej niz
czterech wynikéw operacji statoprzecinkowych typu multiply-
accumulate na liczbach 16-bitowych (np. obrobka cyfrowa
informacji analogowych, ktore uprzednio zostaly przeksztat-
cone na posta¢ cyfrowa, znana réwniez jako cyfrowe »przetwa-
rzanie sygnatu«).

Uwaga: Pozycja 3E002.c nie obejmuje kontrolq »technologii«
do rozszerzen multimedialnych.

Uwaga 1: Pozycja 3E002 nie obejmuje kontrolq »technologii«
do »rozwoju« lub »produkcji« rdzeni mikroproce-
sorow spetniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:

a. zastosowanie ytechnologii« na poziomie 0,130
um lub powyzej; oraz

b. wykorzystywanie  struktur — wielowarstwowych
0 co najwyzej pieciu warstwach metalu.

Uwaga 2: Pozycja 3E002 obejmuje »technologie« dla proce-
soréw sygnatowych i procesorow macierzowych.
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3E003

3E101

3E102

3E201

Inna »technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« nastgpujacych
produktow:

a. prozniowych urzadzen mikroelektronicznych;

b. heterostrukturalnych urzadzen poétprzewodnikowych, takich jak
tranzystory o wysokiej ruchliwosci elektronéw (HEMT), tran-
zystory heterobipolarne (HBT), urzadzenia nadstrukturalne oraz
ze studniag kwantowa;

Uwaga: Pozycja 3E003.b nie obejmuje kontrolq »technologii«
dla tranzystorow o wysokiej ruchliwosci elek-
tronow (HEMT), pracujqcych na czestotliwosciach
nizszych  od 31,8 GHz oraz  tranzystorow
heterobipolarnych (HBT), pracujqcych na czestotli-
wosciach nizszych od 31,8 GHz.

c. urzadzen elektronicznych opartych na »Nadprzewodnikach«;
d. podiozy folii diamentowych do podzespotow elektronicznych;

e. podtozy do uktadéw scalonych, typu »krzem na
izolatorze« (SOI), gdzie izolatorem jest dwutlenek krzemu;

f. podiozy z weglika krzemu do czgsci elektronicznych;

g. elektronicznych lamp prézniowych, pracujacych na czgstotli-
wosciach rownych 31,8 GHz lub wyzszych.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stuzaca
do »uzytkowania« sprzgtu lub »oprogramowania« wymienionego
w pozycji 3A001.a.1 lub 3A001.a.2, 3A101, 3A102 lub 3D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga ogélng do technologii, stuzaca
do »rozwoju« »oprogramowania« Wwymienionego W pozycji
3D101.

»Technologia«, zgodnie z uwaga og6lna do technologii, stuzaca
do »uzytkowania« sprzg¢tu wymienionego w pozycji 3A001.e.2,
3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225 do 3A233.
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KATEGORIA 4
KOMPUTERY
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4A
4A001

4A003

Uwaga 1: Komputery, towarzyszqce im sprzet i »oprogramo-
wanie« wypelniajqce funkcje telekomunikacyjne Ilub
dziatajqce w ramach »lokalnej sieci komputerowej«,
muszq rowniez byé analizowane pod kqtem speiniania
charakterystyk, przynaleznych do kategorii 5 czesé¢ 1 —
Telekomunikacja.

Uwaga 2: Jednostki sterujqce podlqczone bezposrednio do szyn
lub tqczy jednostek centralnych, »pamieci operacyj-
nych« lub sterownikéw dyskow nie sq uwazane za
urzqdzenia telekomunikacyjne ujete w kategorii 5
czes¢ 1 — Telekomunikacja.

NB.: Dla ustalenia poziomu kontroli »oprogramo-
wania« specjalnie zaprojektowanego do komu-
tacji pakietow, zob. pozycja 5D001.

Uwaga 3: Komputery, towarzyszqce im urzqdzenia i »oprogramo-
wanie« spelniajqce funkcje szyfrowania, rozszyfrowy-
wania, systemu zabezpieczen wymagajqcego potwier-
dzania wielopoziomowego lub w wymagajqcych potwier-
dzania systemach wyodrebnienia uzytkownika lub ktore
ograniczajq zgodnos¢  elektromagnetyczng (EMC),
nalezy rowniez analizowa¢ pod kqtem spetniania charak-
terystyk, przynaleznych do kategorii 5 czes¢ 2 — Ochrona
informacyi.

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Komputery elektroniczne i towarzyszacy im sprzgt spetniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow i »zespoty elektroniczne«
oraz specjalnie do nich zaprojektowane czgsci sktadowe:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 4A101.

a. specjalnie zaprojektowane, aby speliac¢ ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. mozliwo$¢ dziatania w temperaturze otoczenia ponizej 228
K (- 45 °C) lub powyzej 358 K (+ 85 °C); lub

Uwaga: Pozycja 44001.a.1 nie obejmuje kontrolq kompu-
terow specjalnie zaprojektowanych do zastoso-
wania w samochodach cywilnych, kolejnictwie
lub »cywilnych statkach powietrznych«.

2. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujacym, o nastg-
pujacych parametrach minimalnych:

a. dawka catkowita: 5 x 10% Gy (Si);
b. narastanie nat¢zenia dawki: 5 x 10° Gy
(Si)/s; lub

c. pojedyncze przypadkowe zaktécenie: 1 x 1077 bledow/
bit/dzien;

Uwaga: Pozycja 44001.a.2 nie obejmuje kontrolq kompu-
terow specjalnie zaprojektowanych do zastoso-
wania w »cywilnych statkach powietrznych«.

b. nieuzywane.

Nastgpujace »komputery cyfrowe«, »zespoly elektroniczne«
i sprzgt im towarzyszacy oraz specjalnie zaprojektowane dla
nich czgséci sktadowe:

Uwaga 1: Pozycja 44003 obejmuje:

— wprocesory wektorowe,
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— procesory tablicowe,
— cyfrowe procesory sygnalowe,
— procesory logiczne,

— sprzet zaprojektowany do »wzmacniania
obrazow«,

— sprzet  zaprojektowany do »przetwarzania
sygnatow«.

Uwaga 2: Poziom kontroli »komputerow cyfrowych« i towarzy-
szqcego im sprzetu opisany w pozycji 44003 wynika
z poziomu kontroli innego sprzetu lub systemow, pod
warunkiem Ze:

a. »komputery cyfrowe« lub towarzyszqcy im sprzet
majq zasadnicze znaczenie dla dzialania innego
sprzetu lub systemow;

b. »komputery cyfrowe« lub towarzyszqcy im sprzet
nie sq »elementem o podstawowym znaczeniu«
innego sprzetu lub systemow; oraz

NB. 1: Poziom kontroli sprzetu do »przetwarzania
sygnatow« lub »wzmacniania obrazow,
specjalnie zaprojektowanych do innego
sprzetu i ograniczonych funkcjonalnie do
wymogow pracy tego sprzetu wynika
z poziomu kontroli innego sprzetu, nawet,
gdy wykracza to poza kryterium »elementu
0 podstawowym znaczeniuq.

NB. 2: W przypadku poziomu kontroli »kompu-
terow cyfrowych« lub towarzyszqcego im
sprzetu, do sprzetu telekomunikacyjnego
zob. kategoria 5 czes¢ 1 — Telekomuni-
kacja.

c. »technologia« do »komputerow cyfrowych« i towarzy-
szqcego im sprzetu jest okreslona przez pozycje 4E.

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane z mysla o »tolerancji na
bledy«;

Uwaga: Dla celow pozycji 44003.a »komputery cyfrowe«
i towarzyszqcy im sprzet nie sq uwazane za »majqce
tolerancje na bledy« dzieki specjalnej konstrukcji lub
odpowiedniej modyfikacji, jezeli zastosowano w nich
ktorekolwiek z ponizszych:

1. algorytmy wykrywania lub korekcji  bledow
w ypamieci operacyjnej«;

2. polqczenie dwoch  wkomputerow  cyfrowych«
w jeden zespol, w taki sposob, ze w razie awarii
Jednej z aktywnych jednostek centralnych dzia-
tania zwiqzane z kontynuacjq pracy systemu
moze przejqc¢ blizniacza jednostka centralna, znaj-
dujqca sie do tej chwili na biegu jatowym;

3. polqczenie dwoch jednostek centralnych szynami
danych lub poprzez wykorzystywanie wspolnej
pamigci w celu umozliwienia danej jednostce
centralnej wykonywania innych dziatah do czasu
awarii drugiej jednostki centralnej, co spowoduje
przejecie wszystkich prac zwiqzanych z funkcjono-
waniem  systemu  przez pierwszq jednostke
centralng; lub
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4A004

4A101

4. synchronizacje dwoch jednostek centralnych za
pomocq »oprogramowania«, w taki sposob, ze
Jjedna z nich rozpoznaje awarie drugiej i przejmuje
w takiej sytuacji jej zadania.

b. »komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowana wydajnosé
szczytowa« (»WAPP«) powyzej 1,5 teraflopsa wazonego (WT);

c. »zespoly elektroniczne«, specjalnie zaprojektowane lub zmody-
fikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej poprzez agre-
gacj¢ procesorow, w taki sposob, ze »APP« agregatu prze-
kracza warto$¢ graniczng okreslong w pozycji 4A003.b;

Uwaga 1: Pozycja 4A4003.c obejmuje kontrolg wylqcznie
»zespoly elektroniczne« i programowane polq-
czenia, ktorych moc obliczeniowa nie wykracza
poza wartoSci graniczne okreslone w  pozycji
44003.b, w przypadku dostarczania ich jako
»zespoly elektroniczne« w  stanie roztoZzonym.
Pozycja ta nie obejmuje kontrolq »zespolow elek-
tronicznych«, ktore ze wzgledu na charakter swojej
konstrukcji nie mogq z natury rzeczy by¢ wykorzy-
stywane jako urzqdzenia towarzyszqce, wyszczegol-
nione w pozycji 44003.e.

Uwaga 2: Pozycja 44003.c nie obejmuje kontrolq »zespotow
elektronicznych«, specjalnie zaprojektowanych do
wyrobu lub rodziny wyrobow, ktorych maksymalna
konfiguracja nie wykracza poza ograniczenia
wyszczegolnione w pozycji 44003.b.

d. nieuzywany;

e. sprzgt do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach
wykraczajacych poza wartosci graniczne okreslone w pozycji
3A001.a.5;

f. nieuzywany;

g. sprzet specjalnie zaprojektowany w celu laczenia wydajnosci
»komputerow cyfrowych« przez nawiazywanie potaczen
zewngtrznych pozwalajacych na wymiang danych z szybko-
Sciami przekraczajacymi 2,0 Gb/s w jednym kierunku dla
kazdego potaczenia.

Uwaga: Pozycja 4A4003.g nie obejmuje kontrolq sprzetu
zapewniajqcego polqczenia wewnetrzne (np. tablice
polqczen, szyny), urzqdzen tqczqcych o charakterze
pasywnym, ysterownikéw dostepu do sieci« ani
»sterownikow torow telekomunikacyjnych«.

Nastgpujace komputery i specjalnie do nich zaprojektowany sprzet
towarzyszacy, »zespoly elektroniczne« i ich czg$ci sktadowe:

a. ykomputery z dynamiczna modyfikacja zestawu procesorow«;
b. »komputery neuronowe;
c. »komputery optyczne«.

Komputery analogowe, »komputery cyfrowe« lub cyfrowe anali-
zatory rozniczkowe, inne niz wyszczegblnione w pozycji
4A001.a.1, zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub
podobnymi i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
uzycia w kosmicznych pojazdach nos$nych, wyszczegoélnionych
w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczeg6l-
nionych w pozycji 9A104.
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4A102 »Komputery hybrydowe«, specjalnie zaprojektowane do modelo-
wania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicz-
nych pojazdow nos$nych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub
rakiet meteorologicznych wyszczegdélnionych w pozycji 9A104.

Uwaga: Kontrola dotyczy wylqcznie takich sytuacji, w ktorych
sprzet jest dostarczany z »oprogramowaniem« wymie-
nionym w pozycji 7D103 lub 9D103.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 178

4B

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Zadne.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 179

4C

Materialy
Zadne.
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4D

4D001

4D002

4D003

Oprogramowanie

Uwaga: Poziom kontroli »oprogramowania« do »rozwojuc,

wprodukcji« lub »uzytkowania« urzqdzen opisanych
w innych kategoriach wynika z odpowiedniej kategorii.

Nastgpujace »oprogramowanie«:

a.

»oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« sprzgtu
lub »oprogramowania« wyszczegdlnionych w pozycji 4A001
do 4A004 lub 4D;

. yoprogramowanie«, inne niz wyszczegolnione w pozycji
4D001.a, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
»rozwoju« lub »produkcji« nastgpujacego sprzgtu:

»komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowana wydajnosc¢
szczytowa« (»APP«) powyzej 0,25 teraflopsa
wazonego (WT);

. »zespoly elektroniczne«, specjalnie zaprojektowane lub

zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowe;j
poprzez agregacjg¢ procesorow, w taki sposob, ze »APP«
agregatu przekracza warto$¢ graniczng okreslona w pozycji
4D001.b.1.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do wspomagania »technologii« wyszczegélnionych w pozycji 4E.

Nieuzywane.
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4E
4E001

Technologia

a. »Technologia«, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, stuzaca
do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« sprzgtu lub
»oprogramowania« wyszczegolnionych w pozycji 4A lub 4D;

b. »technologia«, inna niz wyszczegolniona w pozycji 4E001.a,
specjalnie zaprojektowana lub zmodyfikowana do »rozwoju«
lub »produkcji« nastgpujacego sprzgtu:

1. »komputery cyfrowe« posiadajace »skorygowang wydajnos¢
szezytowa« (»APP«) powyzej 0,25 teraflopsa wazonego (WT);

2. »zespoly elektroniczne«, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej
poprzez agregacjg¢ procesorow, w taki sposob, ze »APP«
agregatu przekracza warto$¢ graniczng okreslong w pozycji
4E001.b.1.
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UWAGA TECHNICZNA DOTYCZACA »SKORYGOWANEJ
WYDAJNOSCI SZCZYTOWEJ« (»APP«)

»APP« oznacza skorygowana najwigksza predkosé, z jaka »komputery cyfrowe«
wykonuja zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnozenia na liczbach 64-
bitowych lub dhuzszych.

»APP« wyraza si¢ w teraflopsach wazonych (WT), w jednostkach wynoszacych
102 skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekunde.

Skroty stosowane w niniejszej uwadze technicznej

n  liczba procesorow w ykomputerze cyfrowymu«

i numer procesora (i = 1,...,n)

t;  czas cyklu procesora (t; = 1/F;)

;  czgstotliwo$¢ procesora

R; szczytowa szybkos$¢ obliczeniowa dla operacji zmiennoprzecinkowych
i wspétczynnik korygujacy zwiazany z architektura systemu

Omowienie sposobu obliczania » APP«

1. Dla kazdego procesora i okresli¢ szczytowa liczbg operacji zmiennoprzecin-
kowych (FPO;) na liczbach 64-bitowych lub dhuzszych wykonywanych
w jednym cyklu przez kazdy procesor »komputera cyfrowego«.

Uwaga: Okreslajac FPO, nalezy bra¢ pod uwage wylacznie zmiennoprzecin-
kowe operacje dodawania lub mnozenia na liczbach 64-bitowych
lub dhuzszych. Wszystkie operacje zmiennoprzecinkowe musza by¢
wyrazone w operacjach na cykl procesora; operacje wymagajace
wielu cykli mozna wyraza¢é w postaci wyniku utamkowego na
jeden cykl. W przypadku procesorow niezdolnych do wykonywania
operacji na argumentach zmiennoprzecinkowych o dlugosci 64
bitow lub dluzszych, efektywna szybkos$¢ obliczeniowa R wynosi
Zero.

2. Obliczy¢ szybkos¢ operacji zmiennoprzecinkowych R dla kazdego procesora,
Ri = FPOi/ti.

3. Obliczy¢ »APP« z wzoru »APP« = W; x R; + W, x Ry + ... + W, x R..

4. Dla »procesorow wektorowych«, W; = 0,9. Dla procesor6w niebgdacych
»procesorami wektorowymi«, W; = 0,3.

Uwaga 1 W przypadku procesorow wykonujqcych w jednym cyklu operacje
zlozone, takie jak dodawanie i mnozenie, liczy si¢ kazda operacja.

Uwaga 2 W przypadku procesora dziatajqcego w trybie potokowym, jako efek-
tywnq szybkos¢ obliczeniowq R przyjmuje sie wigkszq z nastgpujqcych
predkosci: predkosé¢ w trybie potokowym przy pelnym wykorzystaniu
potoku i predkosci w trybie niepotokowym.

Uwaga 3 Do celéw obliczenia »APP« calego zespotu przyjmuje sie dla kazdego
procesora skladowego jego maksymalnq teoretycznie mozliwg szyb-
kos¢ obliczeniowq R. Przyjmuje sie, Ze zachodzi réwnoczesne wyko-
nywanie operacji, jezeli producent komputera stwierdza w broszurze
lub podreczniku uzytkownika, ze komputer przetwarza dane w sposob
wspotbiezny, rownolegly lub réwnoczesny.

Uwaga 4 Przy obliczaniu »APP« nie uwzglednia sie procesorow, ktorych rola
ogranicza si¢ do funkcji wejscia/wyjscia i peryferyjnych (np. w nape-
dzie dyskow, urzqdzeniach komunikacyjnych i wyswietlaczu wideo).
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Uwaga 5

Uwaga 6

Uwaga 7

Nie oblicza sie wartosci »APP« dla zespolow procesoréow pofqczonych
ze sobq i z innymi w ramach »lokalnych sieci komputerowych«,
rozleglych sieci komputerowych (WAN), dzielonych wspolnych polq-
czen lub urzqdzen wejscia/wyjscia, kontrolerow wejscia/wyjscia oraz
we wszelkich polqczeniach komunikacyjnych implementowanych przez
»oprogramowanie.

Konieczne jest obliczenie wartosci »APP« dla:

1. zespolow procesorow zawierajqcych procesory specjalnie zaprojek-
towane w celu zwigkszenia wydajnosci poprzez agregacje, rowno-
czesne dzialanie i wspoldzielenie pamieci; lub

2. wigkszej liczby zespolow pamiel/procesor dziatajqcych réwno-
czesnie z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego sprzetu.

»Procesor wektorowy« jest zdefiniowany jako procesor wyposazony
w wewnetrzne instrukcje pozwalajqce rownoczesnie wykonywac wielo-
krotne operacje na wektorach zmiennoprzecinkowych (jednowymiaro-
wych tablicach ztozonych z liczb 64-bitowych lub diuzszych), posia-
dajgcy co najmniej dwie funkcjonalne jednostki wektorowe i co
najmniej 8 rejestrow wektorowych, kazdy o pojemnosci co najmniej
64 elementow.
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KATEGORIA 5
TELEKOMUNIKACJA I »OCHRONA INFORMACJI«



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 185




2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 186

5A1
5A001

CZESC 1
TELEKOMUNIKACJA

Uwaga 1: W pozycjach kategorii 5 czes¢ 1, ujeto poziom kontroli
czesci sktadowych, sprzetu »laserowego«, testujqcego
i wprodukcyjnego«, oraz »oprogramowania« do nich,
specjalnie zaprojektowanych do sprzetu lub systemow
telekomunikacyjnych.

NB. 1: »Lasery« specjalnie zaprojektowane do urzq-
dzen i systemow telekomunikacyjnych — zob.
poz. 64005.

NB. 2: Urzqdzenia, czesci skladowe i »oprogramo-
wanie«  realizujqce lub  majqce  funkcje
»ochrony informacji« — zob. réwniez kate-
goria 5 czesé 2.

Uwaga 2: »Komputery cyfrowe«, towarzyszqcy im sprzet lub
»oprogramowanie«, majqce zasadniczy wplyw na dzia-
tanie i wspomaganie dziatan sprzetu telekomunikacyyj-
nego przedstawionych w pozycjach dotyczqcych teleko-
munikacji w niniejszej kategorii, sq traktowane jako
specjalnie opracowane komponenty, pod warunkiem
ze sq to modele standardowe, dostarczane przez
producenta na zamowienie klienta. Dotyczy to kompu-
terowych systemow obstugi, zarzqdzania, konserwacji,
technicznych lub ksiegowych.

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe:

Nastgpujace systemy telekomunikacyjne, urzadzenia telekomuni-
kacyjne, czgéci skladowe i osprzet:

a. dowolny typ sprzgtu telekomunikacyjnego, posiadajacy jedna
z nizej wymienionych cech lub wilasciwosci lub realizujacy
jedna z wymienionych funkcji:

1. specjalnie zabezpieczone przed skutkami przejSciowych
zjawisk elektronicznych lub impulsu elektromagnetycznego,
powstajacych w wyniku wybuchu jadrowego;

2. specjalnie zabezpieczone przed promieniowaniem gamma,
neutronowym lub jonizacyjnym; lub

3. specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w zakresie tempe-
ratur poza przedziatem od 218 K (- 55 °C) do 397 K (+
124 °C);

Uwaga: Pozycja 54001.a.3 odnosi si¢ wylqcznie do sprzetu
elektronicznego.

Uwaga: Pozycje 54001.a.2 i 54001.a.3 nie obejmujq kontrolg
sprzetu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do
stosowania w satelitach.

b. systemy i urzadzenia telekomunikacyjne oraz specjalnie do
nich zaprojektowane czg$ci skltadowe i1 osprzet, posiadajace
ktorakolwiek z nizej wymienionych cech i wlasciwosci lub
realizujace ktorakolwiek z wymienionych ponizej funkcji:

1. bedace  bezprzewodowymi  systemami  komunikacji
podwodnej spehiajacymi ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. akustyczna czgstotliwo$¢ no$na poza przedzialem 20 kHz
do 60 kHz;
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b. dziatajace w zakresie elektromagnetycznej czgstotliwosci
nosnej ponizej 30 kHz;

c. dzialajace z wykorzystaniem technik sterowania za
pomoca wiazki elektronow; lub

d. dziatajace z wykorzystaniem »laserow« lub diod elektro-
luminescencyjnych (LED) o fali wyjsciowej, ktorej
dlugos$¢ przekracza 400 nm, lecz nie osiaga 700 nm,
w »lokalnej sieci komputerowej«;

. bedace sprzgtem radiowym dziatajacym w pasmie od 1,5 do

87,5 MHz i spelniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. automatyczne przewidywanie i wybieranie czgstotliwosci
oraz »catkowite szybko$ci transmisji danych cyfrowych«
na kanal, umozliwiajace optymalizacj¢ transmisji; oraz

b. zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umozliwiajacy
rébwnoczesna obrobke wielu sygnalow przy mocy
wyjsciowej 1 kW lub wyzszej, w zakresie czgstotliwosci
od 1,5 do 30 MHz, lub 250 W lub wyzszej w zakresie
czgstotliwosei od 30 do 87,5 MHz, w zakresie »pasma
chwilowego« o szerokosci jednej oktawy lub wigkszej
oraz z wyjsciem o znieksztatlceniach harmonicznych lub
innych lepszych niz -80 dB;

. bedace sprzetem radiowym, w ktorym zastosowano techniki

»widma rozproszonego« w tym »rozrzucanie czgstotli-
wosci«, poza wyszczegdlnionymi w pozycji 5SA001.b.4,
i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. programowane przez uzytkownika kody rozpraszania; lub

b. calkowita szeroko$¢ przesylanego pasma 100 lub wigcej
razy wigksza od szerokosci pasma dowolnego z kanatow
informacyjnych w nadmiarze 50 kHz;

Uwaga: Pozycja 5A4001.b.3.b nie obejmuje kontrolq
sprzetu radiowego sieci telekomunikacyjnych
w uktadzie terytorialnym (komorkowym) dziala-
jacych w zakresie pasm cywilnych.

Uwaga: Pozycja 54001.b.3 nie obejmuje kontrolq urzqdzen
o mocy wyjsciowej 1 W lub mniejszej.

. bedace sprzgtem radiowym, w ktérym zastosowano ultrasze-

rokopasmowe techniki modulacji, posiadajace programo-
wane przez uzytkownika kody przydzielania kanatow, szyf-
rowania (scrambling) lub identyfikacji sieci i spehniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. szeroko$¢ pasma przekraczajaca 500 MHz; lub

b. »utamkowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 20 % lub
wigcej;

. bedace sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi,

ktore spetniaja wszystkie ponizsze kryteria:

a. posiadaja ponad 1 000 kanatow;
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b. charakteryzuja sig¢ »czasem przetaczania czgstotliwosci«
nizszym od 1 ms;

c. umozliwiaja automatyczne przeszukiwanie lub skano-
wanie czgéci widma fal elektromagnetycznych; oraz

d. umozliwiaja identyfikacj¢ odbieranych sygnatéw lub
typu nadajnika; lub

Uwaga: Pozycja 54001.b.5 nie obejmuje kontrolq
sprzetu specjalnie zaprojektowanego do komor-
kowych radiowych sieci telekomunikacyjnych,
dziatajqcych w zakresie pasm cywilnych.

6. bedace urzadzeniami wykorzystujacymi funkcje cyfrowego
»przetwarzania sygnalow« dla realizacji »kodowania mowy«
z szybkos$cia ponizej 2 400 bitow/s;

Uwagi_techniczne

1. Dla zmiennych wspélczynnikéw »kodowania mowy«,
pozycja 54001.b.6 dotyczy »kodowania mowy« w odnie-
sieniu do wyjscia ciqglego sygnatu glosowego.

2. Do celow pozycji 54001.b.6 »kodowanie mowy« okresla
sie  jako technike probkowania  glosu ludzkiego,
a nastepnie przetwarzania probek na sygnal cyfrowy,
z uwzglednieniem cech szczegolnych mowy ludzkiej.

c. $wiattowody o dtugosci ponad 500 m i okres$lone przez produ-
centa, jako mogace si¢ oprze¢ podczas »testu kontrolnego«
naprezeniom rozciagajacym wynoszacym 2 x 10° N/m? lub
wigksze;

NB.: Dla kabli startowych (pepowinowych) zob. takze pozycja
84002.a.3.

Uwaga techniczna:

»Test kontrolny«: prowadzona na biezqco (on line) lub poza liniq
produkcyjnq (off-line) kontrola zupetna, podczas ktorej wszystkie
wildkna sq obciqzane dynamicznie z gory okreslonymi napreze-
niami rozciqgajqcymi, dziatajqcymi na odcinek Swiatlowodu
o dlugosci od 0,5 do 3 m, przeciqgany z szybkosciq 2 do 5 m/s
pomiedzy bebnami nawijajqcymi o srednicy okoto 150 mm.

Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ 293 K (20 °C),
a wilgotnos¢ wzgledna 40 %. Testy kontrolne mozna przepro-
wadzié¢ wedlug rownowaznych norm krajowych.

d. »elektronicznie sterowane fazowane uktady antenowe« pracu-
jace w zakresie czgstotliwosci powyzej 31,8 GHz;

Uwaga: Pozycja 54001.d nie obejmuje kontrolq »elektro-
nicznie sterowanych fazowanych ukladow anteno-
wych« do systemow kontroli lgdowania oprzyrzqdo-
wanych wedtug wymagan norm ICAO obejmujqcych
mikrofalowe systemy kontroli lgdowania (MLS).

e. sprzgt radiowy do namierzania kierunku dzialajacy na czgstot-
liwosciach powyzej 30 MHz i spelniajacy oba ponizsze
kryteria, jak rowniez specjalnie zaprojektowane podzespoty
do tego sprzgtu:

1. »chwilowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 10 MHz lub
wigcej; oraz
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5A101

2. zdolnos¢ okreslania namiaru na niewspolpracujace nadajniki
radiowe emitujace sygnat o czasie trwania krotszym niz 1 ms;

f. sprzgt zaklocajacy zaprojektowany lub zmodyfikowany

specjalnie na potrzeby celowego i selektywnego zaklocania,
blokowania, utrudniania, pogarszania jakosci lub wprowadzania
w blad systemow ustug telekomunikacyjnych w sieciach rucho-
mych i wypetniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow, jak
réwniez specjalnie zaprojektowane podzespoty do tego sprzgtu:

1. zdolno$¢ symulowania funkcji sprzgtu sieci dostgpu
radiowego (RAN);

2. wykrywanie i wykorzystywanie cech szczeg6lnych stosowa-
nego protokotu telekomunikacji ruchomej (np. GSM); lub

3. wykorzystywanie cech szczegdlnych stosowanego protokotu
telekomunikacji ruchomej (np. GSM);

NB.: Dla sprzetu zakiocajqcego ustugi GNSS, zob. wykaz
uzbrojenia.

. systemy lub urzadzenia do pasywnej koherentnej lokacji (PCL)

specjalnie zaprojektowane do wykrywania i $ledzenia obiektéw
ruchomych za pomoca pomiaru odbi¢ emisji czgstotliwosci
radiowych z otoczenia, pochodzacych od nadajnikow
nieradarowych;

Uwaga_techniczna:

Nadajniki  nieradarowe mogq obejmowac stacje bazowe
radiowe, telewizyjne i telefonii komorkowe;.

Uwaga: Pozycja 54001.g nie obejmuje kontrolq Zadnych
z ponizszych:

a. urzqdzen radioastronomicznych; ani

b. systemow lub urzqdzen wymagajqcych, aby cel
nadawal jakikolwiek sygnal radiowy.

. urzadzenia do transmisji w czgstotliwosci radiowej (RF) zapro-

jektowane lub zmodyfikowane do przedwczesnej aktywacji lub
zapobiegania inicjacji improwizowanych urzadzen
wybuchowych (IED).

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 5A001.f I WYKAZ
UZBROJENIA

Sprzet do zdalnego przekazywania wynikow pomiardéw i do zdal-
nego sterowania, w tym sprzg¢t naziemny, zaprojektowany lub
zmodyfikowany do uzycia w »pociskach rakietowych«.

Uwaga_techniczna

W pozycji 54101 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe oraz systemy bezpilotowych statkow powietrznych, zdol-
nych do pokonania odleglosci przekraczajqcej 300 km.

Uwaga: Pozycja 54101 nie obejmuje kontrolq kontrolq:

a. sprzetu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do
zatogowych statkow powietrznych lub satelitow;

b. sprzetu naziemnego, zaprojektowanego lub zmodyfi-
kowanego do zastosowan lgdowych lub morskich;

c. sprzetu zaprojektowanego do celow ustug GNSS (np.
integralnosci danych, bezpieczenstwa lotow) o charak-
terze komercyjnym, cywilnym Ilub dla »ratowania
Zycia«.
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5B1
5B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace telekomunikacyjne urzadzenia testujace, kontrolne
i produkeyjne, czgsci sktadowe i osprzet:

a.

sprzgt i specjalnie zaprojektowane do niego elementy i akce-
soria, specjalnie zaprojektowane do »rozwoju«, »produkcji«
i »uzytkowania« urzadzen, materialow, funkcji lub wasciwosci
ujetych w pozycji SA001;

Uwaga: Pozycja 5B001.a nie obejmuje kontrolq sprzetu do

cechowania Swiattowodow.

. sprzgt i specjalnie zaprojektowane do niego czgsci skladowe

i osprzgt, specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« nastgpuja-
cych telekomunikacyjnych urzadzen przesylowych lub przeta-
czajacych:

1.
2.

nieuzywany;

sprzgt wykorzystujacy »laser« i spetniajacy ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. dlugosc¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm;

b. dajacy »wzmocnienie optyczne« przy wykorzystaniu
wzmacniaczy $wiattowodowych fluorkowych domieszko-
wanych prazeodymem (PDFFA);

c. wykorzystujacy techniki koherentnego przekazu optycz-
nego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane takze
technikami heterodyny optycznej lub technikami homo-
dynowymi); lub

d. stosujacy techniki analogowe i posiadajacy szerokos$c
pasma przekraczajaca 2,5 GHz;

Uwaga: Pozycja 5B001.b.2.d nie obejmuje kontrolq
sprzetu  specjalnie  zaprojektowanego  do
»rozwoju« komercyjnych systemow telewizji.

. nieuzywany,

. sprzgt  radiowy  wykorzystujacy  technik¢  modulacji

kwadraturowej (QAM), powyzej poziomu 256; lub

. sprzgt wykorzystujacy »wspolny kanat sygnalizowania«,

pracujacy w trybie innym niz skojarzony.
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5C1

Materialy
Zadne.
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5D1 Oprogramowanie
5D001 Nastgpujace »oprogramowanie«:

a. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania« sprzetu,
funkcji lub wilasciwosci wyszczegoélnionych w pozycji SA001;

b. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do wspierania »technologii« wymienionej w pozycji
SE001;

c. specyficzne »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane w celu umozliwienia sprzgtowi osiagnigcia
cech charakterystycznych, funkcji lub wlasciwosci wyszczegol-
nionych w pozycji SA001 Iub 5B001;

d. »oprogramowanie«, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do »rozwoju«, nastgpujacego sprzgtu telekomunikacyj-
nych oraz przetaczajacego:

1. nieuzywany;

2. sprzgt wykorzystujacy »laser« i spehiajacy ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow;

a. dhugos¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm; albo

b. stosujacy techniki analogowe i posiadajacy szeroko$¢
pasma przekraczajaca 2,5 GHz;

Uwaga: Pozycja 5D001.d.2.b nie obejmuje kontrolq
»oprogramowania«  specjalnie zaprojektowa-
nego do »rozwoju« komercyjnych systemow
telewizji.

3. nieuzywany;

4. sprzgt radiowy wykorzystujacy technik¢ modulacji
kwadraturowej (QAM), powyzej poziomu 256.

5D101 »Oprogramowanie«, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do »uzytkowania« sprzgtu wymienionego w pozycji SA101.
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SE1
SE001

Technologia

Nastgpujace »technologie«:

. »technologia«, zgodnie z uwaga ogoélna do technologii, sluzaca

do »rozwoju« lub »produkcji« lub »uzytkowania« (wylaczajac
obstugiwanie) sprzetu, funkcji lub wlasciwosci wyszczegdlnio-
nych w pozycji 5A001 lub »oprogramowania« wymienionego
w pozycji 5D001.a;

. »technologie« specjalne, takie jak:

1. »technologie« »niezbgdne« do »rozwoju« lub »produkcji«
sprzetu telekomunikacyjnego zaprojektowanego specjalnie
do instalowania w satelitach;

2. »technologie« stuzace do »rozwoju« lub »uzytkowania«
»laserowych« technik komunikacyjnych z mozliwoscia
automatycznego  wykrywania, ustalania  pochodzenia
i $ledzenia sygnatdow oraz utrzymywania komunikacji
w egzoatmosferze lub w $rodowisku podpowierzchniowym
(podwodnym);

3. »technologie« stuzace do »rozwoju« komoérkowych cyfrowych
systemow radiowych, ktérych mozliwosci odbiorcze pozwalaja
na multi-pasmowe, multi-kanalowe, multi-trybowe, multi-
kodowe algorytmy lub multi-protokotowe uzytkowanie, ktore
moze by¢ modyfikowane poprzez zmiany w »oprogramo-
waniug;

4. wtechnologie« stuzace do w»rozwoju« technik »widma
rozproszonego«, acznie z technikami »rozrzucania czgstot-
liwosci«;

Uwaga: Pozycja SE001.b.4 nie obejmuje kontrolq »techno-
logii«  »rozwoju«  cywilnych ~ komorkowych
systemow lqcznosci radiowej.

. »technologia« stosownie do uwagi ogdlnej do technologii

w odniesieniu do »rozwoju« lub »produkcji« ktoregokolwiek
z ponizszych:

1. sprzet wykorzystujacy techniki cyfrowe, zaprojektowane do
pracy z »calkowita szybkoscia transmisji danych cyfro-
wych« przekraczajaca 50 Gbit/s;

Uwaga techniczna

Dla telekomunikacyjnego sprzetu przelqczajqcego »catko-
wita szybkoS¢é transmisji danych cyfrowych« jest szybkoSciq
przekazu danych w jednym kierunku przez jedno {lqcze
mierzona dla najwiekszej szybkosci portu lub linii.

2. sprzgt wykorzystujacy »laser« 1 spelniajacy ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. dhugos¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm;

b. wytwarzajacy »wzmocnienie optyczne« z wykorzystaniem
wzmacniaczy $wiattowodowych fluorkowych domieszko-
wanych prazeodymem (PDFFA);

c. wykorzystujacy techniki koherentnego przekazu optycz-
nego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane takze
technikami heterodyny optycznej lub technikami homo-
dynowymi);

d. wykorzystujacy  techniki  zwielokrotniania  poprzez
rozdzielanie fal no$nikéw optycznych w odstgpie mniej-
szym niz 100 GHz; lub

e. stosujacy techniki analogowe i posiadajacy szerokos$é
pasma przekraczajaca 2,5 GHz;
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Uwaga: Pozycja 5E001.c.2.e nie obejmuje kontrolgq
wtechnologii«  stuzqcej do  »rozwoju«lub
»wprodukcji« komercyjnych systemow telewizji.

NB. Jezeli chodzi o »technologie« stuzqcq do
wrozwoju« lub »produkcji« urzqdzen nieteleko-
munikacyjnych wykorzystujqcych laser, zob.
pozycja OF.

. sprzet wykorzystujacy »komutacjg optyczna«, ktorego czas

komutacji jest krotszy niz 1 ms;

. sprzet radiowy spetniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryte-

riow:

a. wykorzystujacy technik¢ modulacji kwadraturowej
(QAM) powyzej poziomu 256;

b. pracujacy z czgstotliwo$ciami, wejsciowa lub wyjsciowa,
powyzej 31,8 GHz;

Uwaga: Pozycja 5E001.c.4.b nie obejmuje kontrolq
wtechnologii« do »rozwoju« Ilub »produkcji«
sprzetu zaprojektowanego lub zmodyfikowa-
nego do pracy w pasmach przydzielonych
przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych,
ale nie do namierzania radiowego.

c. pracujacy w pasmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujacy
techniki adaptacyjne zapewniajace thumienie sygnalow
zaktocajacych na poziomie wigkszym niz 15 dB;

. sprzet wykorzystujacy »wspélny kanat sygnalizowania«,

pracujacy w trybie nie-skojarzonym; lub

. sprzet mobilny spetniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a. dzialajacy na fali optycznej dtuzszej niz lub réwnej 200
nm i krotszej lub rownej 400 nm; oraz

b. dzialajacy jako »sie¢ lokalna;

. »technologia«, zgodnie z uwaga ogodlna do technologii, stuzaca

do »rozwoju« lub »produkcji« mikrofalowych »monolitycznych
uktadow scalonych« (MMIC) wzmacniaczy mocy specjalnie
zaprojektowanych dla telekomunikacji i spetniajacych ktérekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1.

przystosowane do pracy na czgstotliwo$ciach przewyzszaja-
cych 3,2 GHz, do 6,8 GHz wlacznie, oraz ze $redniag moca
wyjsciowa wigksza niz 4 W (36 dBm) z »utamkowa szero-
kos$cia pasma« wigksza niz 15 %;

. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyzszaja-

cych 6,8 GHz, do 16 GHz wiacznie, oraz ze $rednia moca
wyjéciowa wigksza niz 1 W (30 dBm) z »utamkowa szero-
kos$cia pasma« wigksza niz 10 %;

. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyzszaja-

cych 16 GHz, do 31,8 GHz wlacznie, oraz ze $rednia moca
wyjéciowa wigksza niz 0,8 W (29 dBm) z »ulamkowa
szerokoscia pasma« wigksza niz 10 %;

. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyzszaja-

cych 31,8 GHz, do 37,5 GHz wiacznie;

. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyzszaja-

cych 37,5 GHz, do 43,5 GHz wilacznie, oraz ze $rednig
moca wyjsciowa wigksza niz 0,25 W (24 dBm) z »ulam-
kowa szerokoscia pasma« wigksza niz 10 %; lub
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6. przystosowane do pracy na czgstotliwosciach przewyzszaja-
cych 43,5 GHz;

e. »technologia«, zgodnie z uwaga ogblng do technologii, stuzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« urzadzen lub uktadow elektro-
nicznych specjalnie zaprojektowanych dla telekomunikacji,
zawierajacych czg$ci skltadowe wykonane =z materialow
»nadprzewodzacych«, specjalnie zaprojektowane do pracy
w temperaturach ponizej »temperatury krytycznej« co najmniej
jednego z elementéw »nadprzewodzacych« i spetniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przelaczanie pradowe dla obwoddéw cyfrowych za pomoca
bramek »nadprzewodzacych«, dla ktorego iloczyn czasu
zwloki na bramke¢ (w sekundach) i rozproszenia mocy na
bramke (w watach) wynosi ponizej 10714 J; albo

2. wybdr czgstotliwosci dla  wszystkich czgstotliwosci  za
pomoca obwodow rezonansowych o wartoéciach Q przekra-
czajacych 10 000.

SE101 »Technologia«, zgodnie z uwaga ogélna do technologii, stluzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« lub »uzytkowania« sprzgtu wymie-
nionego w pozycji SA101.
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Uwaga 1:

CZESC 2
»OCHRONA INFORMACJI«

W kategorii 5 czes¢ 2 okreslono poziom kontroli sprzetu, »oprogra-
mowania«, systemow, specyficznych dla poszczegolnych zastosowan
»zespolow elektronicznych«, modutow, ukiadow scalonych, czesci
sktadowych lub funkcji stuzacych do »ochrony informacji«, nawet
jesli stanowiq one czesci skladowe Ilub »zespoly elektroniczne«
innego sprzetu.

Kategoria 5 czes¢ 2 nie obejmuje kontrolq wyrobow, towarzyszqcych
uzytkownikowi dla jego osobistego uzytku.

Pozycje 54002 i 5D002 nie obejmujq kontrolq towarow, ktore spei-
niajq wszystkie nizej wymienione kryteria:

a. sq ogolnie dostepne dla klientow poprzez ich sprzedaz bez ogra-
niczen z magazynow punktow sprzedazy detalicznej w jakikolwiek

1. bezposrednie transakcje sprzedazy;

2. transakcje realizowane na zamowienie pocztowe;
3. transakcje zawierane drogq elektroniczng, lub

4. transakcje realizowane na zamowienie telefoniczne;

b. ich funkcjonalnos¢ kryptograficzna nie moze by¢ tatwo zmieniona

c. sq przeznaczone do zainstalowania przez uzytkownika bez dalszej,
znaczqeej pomocy ze strony dostawcy; oraz

d. w przypadku koniecznosci, szczegoly techniczne tych towarow sq
dostepne i zostanq dostarczone, na zqdanie wlasciwych organow
panstwa czlonkowskiego, w ktorym eksporter ma siedzibe, w celu
potwierdzenia zgodnosci z warunkami okreslonymi w punktach od

Uwaga 2:

Uwaga 3: Uwaga kryptograficzna
z wymienionych nizej sposobow:
przez uzytkownika;
a do ¢ powyzej.

Uwaga 4:

Czes¢ 1l kategorii 5 nie obejmuje kontrolq towarow zawierajqcych
lub wykorzystujqcych »kryptografie« oraz spelniajqcych wszystkie
z ponizszych kryteriow:

a. ich podstawowq funkcjq lub zestawem funkcji nie jest Zadne
z ponizszych:

1. »ochrona informacji«;

2. komputer, w tym systemy operacyjne, czesci i komponenty do
komputerow,

3. wysylanie, otrzymywanie Ilub przechowywanie informacji (z
wyjatkiem okolicznosci, kiedy jest to na potrzeby rozrywki,
publicznych kampanii reklamowych, cyfrowego zarzqdzania
prawami lub zarzqdzania danymi medycznymi pacjentow); lub

4. obstuga sieci (w tym obsluga operacyjna, administrowanie,
zarzqdzanie i udostepnianie);

b. element kryptograficzny jest ograniczony do wspierania podsta-
wowej funkcji lub zestawu funkcji; oraz

c. w razie koniecznosci szczegolowe informacje na temat tych
towarow sq dostepne i na zqdanie zostanq udostepnione
wlasciwym organom w panstwie eksportera w celu sprawdzenia
zgodnosci z warunkami opisanymi w lit. a i b powyzej.

Uwaga techniczna:

W ramach kategorii 5 czes¢ 2 bity parzystosci nie sq wliczane do dlugosci

klucza.
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5A2
5A002

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

Nastgpujace systemy i urzadzenia zwiazane z »ochrong infor-

macji« oraz ich czgséci sktadowe:

a. nastgpujace systemy, urzadzenia, specyficzne dla poszczegdl-
nych zastosowan »zespoly elektroniczne«, moduty i uklady
scalone zwiazane z »ochrong informacji« oraz inne ich czgsci
sktadowe specjalnie zaprojektowane do celow »ochrony infor-

macji«:

NB.: Sterowanie  urzqdzeniami  odbiorczymi  systemow

globalnej nawigacji satelitarnej zawierajqcymi lub wyko-
rzystujqcymi funkcje szyfrowania — zob. pozycja 74005.

1. zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zastosowania

»kryptografii« z wykorzystaniem technik cyfrowych realizu-
jacych jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niz uwie-
rzytelnienie lub podpis cyfrowy i spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

Uwagi_techniczne:

1. Funkcje uwierzytelnienia i podpisu cyfrowego obejmujq
zwiqzane z nimi funkcje zarzqdzania kluczami.

2. Uwierzytelnienie obejmuje kontrolq wszystkie aspekty
kontroli dostepu, gdzie nie wystepuje szyfrowanie plikow
lub fragmentow tekstow, z wyjqtkiem tych bezposrednio
zwiqzanych z ochronq hasel, Numerow Personalnej Iden-
tyfikacji (PIN) lub podobnych danych stosowanych do
ochrony przed nieuprawnionym dostepem.

3. Mechanizmy  kryptograficzne nie obejmujq technik
kompresji lub kodowania danych.

Uwaga: Pozycja 5A4002.a.1 obejmuje sprzet zaprojekto-
wany lub zmodyfikowany w celu zastosowania
mechanizmow  kryptograficznych do  przekazy-
wania informacji z wykorzystaniem technik analo-
gowych, gdy stosowane sq wraz z technikami

cyfrowymi.

a. »algorytm symetryczny« wykorzystujacy dlugos¢ klucza
przekraczajaca 56 bitow; lub

b. »algorytm asymetryczny«, w ktorym bezpieczenstwo
stosowania algorytmu bazuje na jakiejkolwiek z poniz-
szych wiasciwosci:

1. faktoryzacji liczb catkowitych powyzej 512 bitow (np.
RSA);

2. zliczaniu dyskretnych logarytméw w multiplikatywnej
grupie pola o skonczonej wielkosci wigkszej niz 512
bitow (np. Diffie-Helman z Z/pZ); lub

3. dyskretnych logarytmach w grupie innej niz wspom-
niana w pozycji 5A002.a.1.b.2 wigkszej niz 112 bitow
(np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej);

. zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji

kryptoanalitycznych;

. nieuzywany;

. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do redukcji

przypadkowego przekazywania sygnatéw noszacych infor-
macjg poza tym, co jest niezbedne ze wzgledow zdrowotnych,
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony przed zakloceniami
elektromagnetycznymi;
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5. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania
technik kryptograficznych w celu generowania kodu rozpra-
szajacego dla »widma rozproszonego«, poza okreslonymi
w pozycji 5A002.a.6, wraz z kodem rozrzucajacym dla
systemOw z »rozrzucaniem czgstotliwosci«;

6. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania
technik kryptograficznych w celu generowania kodoéw przy-
dzielania kanalow, szyfrowania (scrambling) lub identyfi-
kacji sieci w systemach stosujacych modulacjg ultraszeroko-
pasmowa i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. szeroko$¢ pasma przekraczajaca 500 MHz; albo

b. »utamkowa szeroko$¢ pasma« wynoszaca 20 % lub
wigcej;

7. niekryptograficzne systemy i urzadzenia ochrony technologii
informacyjnych i1 komunikacyjnych (TIK) ocenione do
poziomu uzasadnionego zaufania wykraczajacego poza
klasg EAL-6 (poziom uzasadnionego zaufania) wspolnych
kryteriow lub kryteriow rownorzednych;

8. kablowe systemy telekomunikacyjne zaprojektowane lub
zmodyfikowane z zastosowaniem $rodkoéw mechanicznych,
elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania
wilaman do sieci teleinformatycznych;

9. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania
»kryptografii kwantowej«;

Uwaga_techniczna:

»Kryptografia kwantowa« bywa réwniez okreslana jako kwan-
towa wymiana klucza (QKD).

b. systemy, urzadzenia, specyficzne dla konkretnych zastosowan
uzytkowych »zespoly elektroniczne«, moduty i obwody
scalone, zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby dany
produkt mogt osiagnac lub przekroczy¢ kontrolowane poziomy
osiagdw w odniesieniu do funkcji wyszczegoélnionych w pozycji
5A002.a, ktore w innym przypadku nie zostalyby osiagnigte.

Uwaga: Pozycja 54002 nie obejmuje kontrolq Zadnego z poniz-
szych:

a. nastepujqcych kart elektronicznych i »urzqdzen do
odczytu/zapisu« do kart elektronicznych:

1. karta elektroniczna lub dokument osobisty do
odczytu  elektronicznego (np. Zeton, paszport
biometryczny), spetniajqce ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

a. wykorzystanie funkcji kryptograficznych ogra-
niczone jest do urzqdzen lub systeméw wylq-
czonych z pozycji 54002 na podstawie uwagi
4 w czesci 2 kategorii 5 lub na podstawie lit.
b — i niniejszej uwagi oraz nie ma mozliwosci
ich przeprogramowania do innego zastoso-
wania; albo

b. spelniajqce wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. specjalnie zaprojektowane i ograniczone do
ochrony przechowywanych na nich »danych
osobowych«;
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2. zawierajqce dane stuzqce do celow transakcji
publicznych lub handlowych lub do ustalenia
tozsamosci lub umozliwiajqce umieszczenie
na nich wylqcznie takich danych; oraz

3. nieumozliwiajqce uzytkownikowi dostepu do
funkcji kryptograficznych.

Uwaga techniczna:

»Dane osobowe« obejmujq wszelkie dane
charakteryzujqce danq osobe lub podmiot,
takie jak kwota przechowywanych pieniedzy
i dane niezbedne do uwierzytelnienia.

2. yurzqdzenia do odczytu/zapisu« specjalnie zapro-
Jjektowane lub przeksztalcone i ograniczone do
stosowania w przedmiotach wymienionych w pkt
a.l niniejszej noty;

Uwaga techniczna:

»Urzqdzenia do odczytu/zapisu« obejmujq sprzet,
ktory lqczy sie z kartami elektronicznymi lub doku-
mentami do odczytu elektronicznego za posrednic-
twem sieci.

b. nieuzywane;
c. nieuzywane;

d. sprzetu kryptograficznego specjalnie zaprojektowa-
nego i ograniczonego do zastosowan bankowych
lub wtransakcji pienieznych«;

Uwaga techniczna:

»Transakcje pienigzne« w ramach uwagi d do pozycji
54002 obejmujq pobieranie i rozliczanie opfat za
przejazd lub funkcje kredytowe.

e. przewoznych lub przenosnych radiotelefonow do zasto-
sowan cywilnych (np. do zastosowania w cywilnych
systemach radiokomunikacji komorkowej), w ktorych
nie ma mozliwosci przekazywania zaszyfrowanych
danych bezposrednio do innego radiotelefonu Ilub
sprzetu (innych niz sprzet sieci dostgpu radiowego —
RAN) ani przekazywania zaszyfrowanych danych
przez sprzet sieci dostgpu radiowego (np. sterownik
sieci radiowej — RNC, sterownik stacji bazowej — BSC),

f. sprzetu telefonii bezprzewodowej niezdolnego do szyf-

rowania typu »end-to-end«, w ktorym, zgodnie
z danymi producenta, maksymalny skuteczny zasieg
dzialania  bezprzewodowego  bez  dodatkowego
wzmocnienia (1j. pojedyncza, bez posrednictwa prze-
kaznika, odleglos¢ miedzy terminalem a domowq
stacjq bazowq) wynosi mniej niz 400 m;

g. przewoznych lub przenosnych radiotelefonow i podob-

nych bezprzewodowych urzqdzen typu klient do zasto-
sowan cywilnych, ktore wykorzystujq wylqcznie opub-
likowane lub znajdujqce sie¢ w sprzedazy standardy
kryptograficzne (z wyjatkiem funkcji majqcych na
celu zwalczanie piractwa, ktore nie muszq by¢ publi-
kowane) i spelniajq przepisy pkt b—d uwagi kryptogra-
ficznej (kategoria 5 czes¢ 2, uwaga 3), ktore z myslq
o konkretnym zastosowaniu w przemysle cywilnym
zostaly na zamoéwienie wyposazone w funkcje niema-
Jjace wplywu na funkcjonalnosé kryptograficznq orygi-
nalnych urzqdzen niewyposazonych w te funkcje;
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. nieuzywane;

bezprzewodowego sprzetu »sieci osobistej« stosujq-
cego wylqcznie opublikowane Ilub komercyjne stan-
dardy kryptograficzne i gdzie zdolnos¢ kryptogra-
ficzna jest ograniczona do nominalnego zakresu dzia-
tania nieprzekraczajqcego 30 metrow zgodnie ze
specyfikacjami producenta; Ilub

urzqdzenia, ktorych funkcje nie sq wyszczegolnione
w pozycjach 54002.a.2, 54002.a.4, 54002.a.7 ani
54002.a.8, a ktorych wszystkie funkcje kryptogra-
ficzne wyszczegolnione w pozycjiSA002.a spetniajq
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. nie mozna z nich korzystaé; lub

2. mozna je wuczyni¢ uzytecznymi wylqcznie za
pomocq »aktywacji kryptograficznej«.

NB.: Urzqdzenia, ktore zostaly poddane »aktywacji
kryptograficznej« — zob. pozycja 54002.a.
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5B2
5B002

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastegpujace urzadzenia testujace, kontrolne i »produkcyjne« zwia-
zane z »ochrong informacji«:

a. sprzgt specjalnie zaprojektowany do »rozwoju« lub »produkcji
sprzgtu wyszczegdlnionego w pozycjach SA002 lub 5B002.b;

b. sprzet pomiarowy specjalnie zaprojektowany do oceny i analizy
funkcji  »ochrony informacji« sprzgtu wyszczegdlnionego
w pozycji SA002 lub »oprogramowania« wyszczegolnionego
w pozycjach 5D002.a lub 5D002.c.
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5C2

Materialy
Zadne.
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5D2
5D002

Oprogramowanie

Nastgpujace »oprogramowanie«:

a.

»oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do celow »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania«
sprzgtu wyszezegolnionego w pozycji SA002 lub »oprogramo-
wania« wyszczego6lnionego w pozycji 5D002.c;

. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-

wane do wspierania »technologii« wymienionej] w pozycji
5SE002;

. nastgpujace konkretne »oprogramowanie«:

1. »oprogramowanie« posiadajace wiasciwosci takie same jak
lub realizujace lub symulujace funkcje takie same jak sprzgt
wymieniony w pozycji SA002;

2. »oprogramowanie« do prowadzenia procesu certyfikacji
»oprogramowania« wymienionego w pozycji 5D002.c.1;

. »oprogramowanie« zaprojektowane lub zmodyfikowane tak,

aby dany produkt mogt osiagnac lub przekroczy¢ kontrolowane
poziomy osiaggéw w odniesieniu do funkcji wyszczego6lnionych
w pozycji 5A002.a, ktére w innym przypadku nie zostatyby
osiagnigte.

Uwaga: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolq nastepujqcego

»oprogramowania«:

a. yoprogramowania« niezbednego do »uzytkowania«
sprzetu wylqczonego z zakresu kontroli uwagq do
pozycji 54002;

b. »oprogramowania«  umozliwiajqcego  realizacje
dowolnej funkcji sprzetu wylqczonego z zakresu
kontroli uwagq do pozycji 5A002.
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SE2
SE002

Technologia

Nastgpujaca »Technologia«:

a.

»technologia«, zgodnie z uwaga ogo6lna do technologii, stuzaca
do »rozwoju« lub »produkcji« lub »uzytkowania« sprzgtu
wymienionego w pozycji 5A002, 5B002 lub »oprogramo-
wania« wymienionego w pozycji 5D002.a lub 5D002.c;

. wtechnologia« umozliwiajaca danemu produktowi osiagnigcie

lub przekroczenie kontrolowanych pozioméw osiagdw w odnie-
sieniu do funkcji wyszczegoélnionych w pozycji 5A002.a, ktore
w innym przypadku nie zostatyby osiagnigte.
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KATEGORIA 6
CZUJNIKI I LASERY
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6A Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

6A001 Nastgpujace systemy, urzadzenia i czesci akustyczne:

a. nastgpujace okretowe systemy akustyczne, urzadzenia lub
specjalnie do nich zaprojektowane czesci sktadowe:

1. nastgpujace systemy aktywne (nadajniki lub nadajniki-
odbiorniki), urzadzenia i specjalnie do nich zaprojektowane
czesci sktadowe:

Uwaga: Pozycja 64001.a.1 nie obejmuje kontrolq nastepu-
Jacych urzqdzen:

a. sond do pomiaru glebokosci pracujqcych
w pionie pod aparaturq, niemajqcych mozli-
wosci przeszukiwania w zakresie szerszym niz
+ 20°, ktorych dzialanie jest ograniczone do
pomiaru glebokosci wody, odleglosci do zanu-
rzonych lub zagrzebanych obiektow Ilub do
wykrywania tawic ryb;

b. nastepujqcych plaw lub staw akustycznych:
1. akustycznych ptaw lub staw ostrzegawczych;

2. sonarow impulsowych specjalnie zaprojekto-
wanych do przemieszczenia sie lub powrotu
do polozenia podwodnego.

a. nastgpujace urzadzenia do akustycznego badania dna
morskiego:

1. urzadzenia dla statkéw nawodnych zaprojektowane do
sporzadzania map topograficznych dna morskiego
i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. przeznaczenie do dokonywania pomiarow pod
katem wigkszym niz 20 ° w stosunku do pionu;

b. przeznaczenie do pomiaréw topografii dna
morskiego polozonego na glgbokosciach wigk-
szych niz 600 m;

c. »rozdzielczo$¢ sondowania« mniejsza niz 2; oraz

d. »zwigkszenie« doktadnosci okreslania glebokosci
poprzez kompensacj¢ w odniesieniu do wszystkich
ponizszych:

1. ruch czujnika akustycznego;

2. rozchodzenie si¢ fali w wodzie w kierunku od
czujnika do dna morskiego i z powrotem; oraz

3. predkos¢ dzwigku przy czujniku;

Uwagi_techniczne:

1. »Rozdzielczos¢ sondowania« oznacza szerokosé
pola omiatania (w stopniach) podzielonq przez
liczbe sondowan na jedno omiecenie.

2. »Zwigkszenie« obejmuje zdolnos¢ kompensowania
z wykorzystaniem srodkow zewnetrznych.

2. podwodne urzadzenia zaprojektowane do sporza-
dzania map topograficznych dna morskiego i spetnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy na
glebokosciach przekraczajacych 300 m; oraz
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b. »wskaznik sondowania« wigkszy niz 3 800;

Uwaga techniczna:

»Wskaznik sondowania« jest iloczynem maksymalnej
predkosci (w m/s), z jakq moze pracowaé czujnik
i maksymalnej liczby sondowan na jedno omiecenie.

3. boczny sonar skanujacy (SSS) lub sonar z synteza
apertury (SAS) zaprojektowany do obrazowania dna
morskiego i spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na
glebokosciach przekraczajacych 500 m; oraz

b. majacy »wskaznik pokrycia powierzchni« wigkszy
niz 570 m?/s przy pracy zaréwno z »rozdzielczoscia
wzdluzna«, jak 1 w»rozdzielczoscia poprzeczna«
mniejsza niz 15 cm;

Uwagi_techniczne:

1. »Wskaznik pokrycia powierzchni« (w m?/s) stanowi
dwukrotnosé iloczynu maksymalnego zakresu sonaru
(w m) oraz maksymalnej predkosci (w m/s), z jakq
moze pracowac czujnik.

2. »Rozdzielczos¢  wzdluzna« (wcm) —  wylqcznie
w odniesieniu do SSS, jest iloczynem azymutowej
(poziomej) szerokosci wiqzki (w stopniach), maksy-
malnego zakresu sonaru (w m) i liczby 0,873.

3. »Rozdzielczos¢ poprzeczna« (w cm) jest ilorazem
liczby 75 i szerokosci pasma sygnatu (w kHz).

. systemy do wykrywania lub lokalizacji obiektow spetnia-

jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. czgstotliwo$¢ nosna ponizej 10 kHz;

2. poziom ci$nienia akustycznego powyzej 224 dB
(poziom odniesienia 1 pPa na 1 m) w odniesieniu
do urzadzen z czgstotliwoscia robocza w pasmie od
10 kHz do 24 kHz wlacznie;

3. poziom ci$nienia akustycznego powyzej 235 dB
(poziom odniesienia 1 pPa na 1 m) w odniesieniu
do urzadzen z czgstotliwoscia robocza w pasmie od
24 kHz do 30 kHz;

4. ksztaltujace wiazki o kacie rozproszenia ponizej 1 °
wzgledem dowolnej osi i posiadajace czgstotliwose
robocza ponizej 100 kHz;

5. umozliwiajace jednoznaczny pomiar odleglosci do
obiektow w zakresie powyzej 5 120 m; lub

6. skonstruowane w ten sposob, ze w normalnych
warunkach pracy sa wytrzymale na ci$nienia na
glebokosci wigkszej niz 1000 m i sa zaopatrzone
w przetworniki spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a. z dynamiczng kompensacja ci$nienia; lub

b. w ktérych elementem przetwarzajacym nie jest
cyrkonian/tytanian otowiu;
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c. reflektory akustyczne, tacznie z przetwornikami, wyposa-
zone w elementy piezoelektryczne, magnetostrykcyjne,
elektrostrykcyjne, elektrodynamiczne lub hydrauliczne,
dzialajace indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji
zespolowej 1 spehiajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

Uwaga 1: Poziom kontroli reflektorow akustycznych,

Uwaga 2:

tqcznie z przetwornikami, specjalnie zapro-
jektowanych do innych wurzqdzen, wynika
z poziomu kontroli tych innych urzqdzen.

Pozycja 64001.a.1.c nie obejmuje kontrolq
elektronicznych Zrodel kierujqcych dzwiek
tylko w pionie ani Zrodel mechanicznych
(np. pistolety powietrzne Ilub parowe) Ilub
chemicznych (np. materiaty wybuchowe).

1. »gestos¢ mocy akustycznej« w impulsie powyzej 0,01
mW/mm?/Hz dla urzadzen pracujacych w pasmie

czgstotliwosci ponizej 10 kHz;

2. »gestos¢ mocy akustycznej« ciaglej powyzej 0,001
mW/mm%Hz dla urzadzen pracujacych w pasmie
czgstotliwosci ponizej 10 kHz; lub

Uwaga techniczna:

»Gestos¢ mocy akustycznej«  oblicza sie, dzielqc

wyjSciowq moc

akustycznq  przez iloczyn pola

powierzchni wypromieniowanej wiqzki i czestotliwosci

roboczej.

3. tlumienie pasma bocznego czgstotliwosci powyzej 22 dB;

d. systemy akustyczne i urzadzenia do okre$lania potozenia
statkow nawodnych lub pojazdow podwodnych spelnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria oraz elementy zaprojek-

towane specjalnie do nich:

1. zasigg wykrywania powyzej 1 000 m; oraz

2. wyznaczanie

doktadnoscia ponizej

10 m (warto$¢ $rednia kwadratowa) w przypadku

pomiaru w zasiggu do 1 000 m;

Uwaga: Pozycja 64001.a.1.d obejmuje:

a. urzqdzenia, w ktorych zastosowano kohe-

rentne »przetwarzanie sygnatow« pomiedzy
dwiema lub wiekszq liczbq boi kierunko-
wych a hydrofonem na statku nawodnym
lub w pojezdzie podwodnym,

. urzqdzenia majqce mozliwos¢ automatycz-

bledow  predkosci

rozchodzenia sie dzwieku w celu obliczenia
polozenia obiektu.

. aktywne pojedyncze sonary, specjalnie zaprojektowane

lub zmodyfikowane w celu wykrywania, ustalania poto-
zenia i automatycznej klasyfikacji ptywakow lub nurkow,
spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. zasigg wykrywania powyzej 530 m;

2. wyznaczanie potozenia z doktadnoscia ponizej 15

m (warto$¢

srednia kwadratowa) w przypadku

pomiaru w zasiggu do 530 m; oraz
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3. szeroko$¢ pasma przekazywanego impulsu powyzej
3 kHz;

NB.: Systemy wykrywania nurkéw specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane do zastosowan wojsko-
wych — zob. wykaz uzbrojenia.

Uwaga: W przypadku pozycji 64001.a.1.e, jesli okreslono
wiele zasiegow wykrywania w zaleznosci od
Srodowiska, zastosowanie ma najwiekszy zasieg.

2. nastgpujace pasywne urzadzenia i systemy oraz specjalnie
do nich zaprojektowane elementy:

a. hydrofony spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

Uwaga: Poziom kontroli hydrofonow specjalnie zapro-
jektowanych do innych urzqdzen wynika
z poziomu kontroli tych innych urzqdzen.

1. wyposazone w ciagle, elastyczne zespoly czujnikowe;

2. zlozone z dyskretnych elementdéw czujnikowych
o $rednicy lub dlugosci ponizej 20 mm znajdujacych
sig¢ od siebie w odleglosci mniejszej niz 20 mm;

3. wyposazone w jeden z nastgpujacych elementéw czuj-
nikowych:

a. $wiattowody;

b. »piezoelektryczne powloki polimerowe« inne niz
polifluorek winylidenu (PVDF) i jego kopolimery
{P(VDF-TrFE i P(VDF-TFE}; lub

c. »elastyczne kompozyty piezoelektryczne«;

4. »czutos¢ hydrofonéw« lepsza niz -180 dB na kazdej
glebokosei bez kompensacji przyspieszeniowe;;

5. zaprojektowane do pracy na glgbokosciach wigkszych
niz 35 m z kompensacja przyspieszeniowa; lub

6. zaprojektowane do dzialania na glgbokosciach wigk-
szych niz 1 000 m;

Uwagi techniczne:

1. Elementy czujnikowe typu »piezoelektryczne powloki
polimerowe« skladajq sie ze spolaryzowanej powfoki
polimerowej, rozpietej i przymocowanej do ramy lub
szpuli (trzpienia).

2. Elementy czujnikowe typu »elastyczne kompozyty piezoe-
lektryczne« sktadajq sie z piezoelektrycznych czqstek lub
widkien ceramicznych polqczonych z elektrycznie izolu-
Jjacym, akustycznie przejrzystym tworzywem gumowym,
polimerowym lub epoksydowym, przy czym tworzywo to
Jest integralng czesciq elementow czujnikowych.

3. »Czutos¢ hydrofonu« definiuje sie jako dwadzieScia
logarytmow przy podstawie 10 ze stosunku napiecia
skutecznego po sprowadzeniu do napiecia skutecznego
1V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez
przedwzmacniacza, w polu akustycznych fal plaskich
o cisnieniu skutecznym 1 uPa. Na przykiad hydrofon
o czufosci -160 dB (poziom odniesienia 1 V na uPa)
daje w takim polu napiecie wyjsciowe 1078V, nato-
miast hydrofon o czulosci -180 dB daje w takim
samym polu napiecie wyjsciowe tylko 107° V. Zatem
hydrofon o czufosci -160 dB jest lepszy od hydrofonu
o czutosci -180 dB.
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b. holowane zestawy matrycowe hydrofonow akustycznych
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. odlegtos¢ pomigdzy grupami hydrofonéw wynosi
ponizej 12,5 m; lub »umozliwia modyfikacje« tak,
zeby odleglo$¢ pomigdzy grupami hydrofonow byta
mniejsza niz 12,5 m;

2. zaprojektowane lub »umozliwiajace modyfikacjg« do
dziatania na glgbokosciach wigkszych niz 35 m;

Uwaga techniczna:

Wspomniana w pozycji 64001.a.2.b.1 i 2 »ymozliwosé¢
modyfikowania«  oznacza, zZe sq zaopatrzone
w elementy umozliwiajqce zmiane przewodow lub
polaczen w celu zmiany odlegtosci pomiedzy grupami
hydrofonow lub granicznych glebokosci roboczych.
Do elementow takich zalicza sie: zapasowe przewody
w ilosci przewyiszajqcej o 10 % liczbe przewodow
uzywanych, bloki umozliwiajqce zmiane odlegtosci
pomiedzy grupami hydrofonow lub wewnetrzne regu-
lowane wurzqdzenia limitujqce glebokos¢ Iub urzq-
dzenia sterujqce umozliwiajqce sterowanie wigcej niz
jednq grupq hydrofonow.

3. czujniki kursowe objgte kontrola wedlug pozycji
6A001.a.2.d;

4. sieci wezy ze wzmocnieniem podiuznym;

5. wyposazenie w uklad zespotowy o $rednicy mniejszej
niz 40 mm; lub

6. nieuzywane,

7. wyposazenie w hydrofony o wlasciwosciach okreslo-
nych w pozycji 6A001.a.2.a;

c. urzadzenia przetwarzajace, specjalnie zaprojektowane do
holowanych zestawow (matryc) hydrofonow akustycz-
nych posiadajace »mozliwo$¢ programowania przez uzyt-
kownika« oraz mozliwo$¢ przetwarzania i korelacji
w funkcji czasu lub czgstotliwosci, tacznie z analiza
spektralng, filtrowaniem cyfrowym 1 ksztaltowaniem
wiazki za pomoca szybkiej transformaty Fouriera lub
innych transformat lub procesow;

d. czujniki kursowe spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. doktadnos¢ powyzej = 0,5 °; oraz

2. zaprojektowane do pracy na glgbokosciach wigkszych
niz 35 m lub wyposazone w regulowane lub mozliwe
do demontazu czujniki glgbokosci z przeznaczeniem
do pracy na glgbokosciach wigkszych niz 35 m;

e. denne lub migdzywrggowe uktady kablowe spelniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. wykorzystujace hydrofony z pozycji 6A001.a.2.a; lub

2. zawierajace moduly multipleksowe sygnatow grup
hydrofonow, spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. zaprojektowane do dziatania na glgbokosci ponizej
35 m lub wyposazone w regulowane lub mozliwe
do demontazu czujniki glgbokosci, aby mogly
dziata¢ na glebokosci ponizej 35 m; oraz
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b. mogace pracowa¢ wymiennie z modutami holowa-
nych zestawow hydrofonéw akustycznych;

f. urzadzenia przetwarzajace, specjalnie zaprojektowane do
kablowych uktadow dennych lub migdzywrggowych,
posiadajace »mozliwo$¢ programowania przez uzytkow-
nika« oraz umozliwiajace przetwarzanie i korelacje
w dziedzinie czasu lub czgstotliwosci, w tym analizg
widmowa, filtrowanie cyfrowe oraz cyfrowe ksztaltto-
wanie wiazki za pomoca szybkiej transformaty Fouriera
lub innych transformat lub procesow;

Uwaga: Pozycja 64001.a.2 obejmuje kontrolq rowniez urzq-
dzenia odbiorcze powiqzane Ilub niepowiqzane
w warunkach normalnego uzytkowania z odrebnymi
urzqdzeniami aktywnymi oraz i specjalnie do nich
zaprojektowane podzespoly.

b. nastgpujace urzadzenia sonarowe postugujace si¢ logami kore-
lacyjnymi i dopplerowskimi przeznaczone do pomiaru pred-
kosci poziomej obiektu, na ktorym si¢ znajduja, wzgledem
dna morza:

1. urzadzenia sonarowe postugujace si¢ logami korelacyjnymi
i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. przeznaczenie do pracy w przypadku odleglosci obiektu
od dna przekraczajacej 500 m; lub

b. doktadno$¢ pomiaru predkosci wigksza niz 1 %;

2. urzadzenia sonarowe postugujace si¢ logami dopplerow-
skimi umozliwiajace okreslenie prgdkosci z doktadnoscia
lepsza niz 1 %;

Uwaga 1: Pozycja 64001.b nie obejmuje kontrolq sond do

pomiaru  glebokosci, ktore ograniczone sq do
ktorejkolwiek z ponizszych funkcji:

a. pomiar glebokosci wody;

b. pomiar odleglosci do zanurzonych lub zagrzeba-
nych obiektow, lub

c. wykrywanie tawic ryb.

Uwaga 2: Pozycja 64001.b nie obejmuje kontrolq urzqdzen
specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania na
statkach nawodnych.

c. nieuzywane.

6A002 Nastepujace czujniki optyczne lub sprzet i ich czegsci sktadowe:
NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A102.
a. nastgpujace detektory optyczne:

1. nastgpujace detektory potprzewodnikowe yklasy kosmicznej«:

Uwaga: Do celow pozycji 64002.a.1 detektory polprze-
wodnikowe obejmujq »matryce detektorowe plasz-
czyzny ogniskowej«.

a. detektory potprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spet-
niajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w pasmie fal o dlugosci powyzej
10 nm, ale nieprzekraczajacej 300 nm; oraz
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2. w zakresie fal o dlugosci powyzej 400 nm reakcja
stabsza niz 0,1 % reakcji szczytowe;j;

b. detektory potprzewodnikowe »klasy kosmicznej« spel-
niajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal powyzej
900 nm, ale nieprzekraczajacej 1 200 nm; oraz

2. »stala czasowa« reakcji 95 ns lub ponizej;

c. detektory polprzewodnikowe »klasy kosmicznej« posia-
dajace reakcjg szczytowa w zakresie dlugosci fal
powyzej 1200 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

d. »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« »klasy
kosmicznej« majace wigeej niz 2 048 elementdow na
zespot i reakcje szczytowa w pasmie fal o dlugosci
powyzej 300 nm, ale nieprzekraczajacej 900 nm;

. nastgpujace lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie do

nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Pozycja 64002.a.2 nie obejmuje kontrolq nieobra-
zowych lamp fotopowielaczowych wyposazonych
w znajdujqcy sie w prozni czujnik elektronowy
ograniczony wylqcznie do jakiegokolwiek z poniz-
szych:

a. pojedyncza anoda metalowa; lub

b. anody metalowe o odleglosci miedzy srodkami
otworkow wiekszej niz 500 um.

Uwaga techniczna:

»Powielanie ladunkéw« oznacza forme wzmacniania
obrazow elektronicznych i zdefiniowane jest jako wytwa-
rzanie nosnikow tadunkow w wyniku procesu jonizacji stru-
mieniem. Czujniki powielania tadunkéw mogq mieé postaé
lampowego wzmacniacza obrazu, detektora polprzewodni-
kowego lub »matrycy detektorowej plaszczyzny ogniskowej«.

a. lampowe wzmacniacze obrazu speiniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal powyzej
400 nm, ale ponizej 1 050 nm;

2. wzmacnianie obrazow elektronicznych z wykorzysta-
niem ktorychkolwiek z ponizszych:

a. elektroda mikrokanalikowa z otworkami w odste-
pach (odleglto§¢ pomigdzy s$rodkami otworkow)
12 pm lub mniejszych; lub

b. czujnikéw elektronowych o rozmiarach pojedyn-
czego nielaczonego piksela 500 pm lub mniej
specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowa-
nych, by uzyska¢ »powielanie tadunkéw« w sposob
inny niz za pomoca elektrody mikrokanalikowej;

3. dowolne z ponizszych fotokatod:

a. fotokatody alkaliczne wielopierwiastkowe (np.
S-20 i S-25) o czulosci $wietlnej przekraczajacej
350 pA/Im;
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b. fotokatody GaAs lub GalnAs; lub

c. inne fotokatody potprzewodnikowe oparte na
»zwiazkach III/V« o maksymalnej »czutosci
promieniowania« powyzej 10 mA/W;

b. lampowe wzmacniacze obrazu spehniajace wszystkie
z ponizszych kryteriow:

1. reakcja szczytowa w zakresie dlugosci fal powyzej
1 050 nm, ale ponizej 1 800 nm;

2. wzmacnianie obrazéw elektronicznych z wykorzysta-
niem dowolnego z ponizszych:

a. elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odste-
pach (odleglto$¢ pomigdzy s$rodkami otworkow)
12 pm lub mniejszych; lub

b. czujnikow elektronowych o rozmiarach pojedyn-
czego nielaczonego piksela 500 pm lub mniej
specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowa-
nych, by uzyska¢ »powielanie tadunkéw« w sposob
inny niz za pomoca elektrody mikrokanalikowej;
oraz

3. fotokatody polprzewodnikowe (np. GaAs lub GalnAs)
oparte na »zwiazkach III/V« oraz fotokatody o elek-
tronach przeniesionych, o maksymalnej »czutosci
promieniowania« powyzej 15 mA/W;

c. nastgpujace specjalnie opracowane elementy:

1. elektrody mikrokanalikowe do wzmacniania obrazéw
z otworkami w odstgpach (odleglo$é pomigdzy $rod-
kami otworkow) ponizej 12 pm;

2. czujniki elektronowe o rozmiarach pojedynczego
nielaczonego piksela 500 pym lub mniej specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskaé
»powielanie fadunkéw« w sposdb inny niz za pomoca
elektrody mikrokanalikowej;

3. fotokatody potprzewodnikowe (np. GaAs lub GalnAs)
oparte na »zwiazkach III/V« oraz fotokatody o elek-
tronach przeniesionych;

Uwaga: Pozycja 6A4002.a.2.c.3 nie obejmuje kontrolq
fotokatod  potprzewodnikowych — zwiqzkowych
zaprojektowanych tak, by osiqgaly maksy-
malnie ktorqkolwiek z ponizszych »czuloSci
promieniowania«:

a. 10 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej
w zakresie diugosci fal z przedziatu powyzej
400 nm, ale ponizej 1 050 nm; lub

b. 15 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej
w zakresie diugosci fal z przedziatu powyzej
1050 nm, ale ponizej 1 800 nm.

3. nastgpujace, inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detekto-
rowe plaszczyzny ogniskowej«:

Uwaga: »Mikrobolometryczne«  »matryce  detektorowe
plaszczyzny — ogniskowej«, inne  niz  »yklasy
kosmicznej« sq wymienione jedynie w pozycji
64002.a.3.f.
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Uwaga techniczna:

»Matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« to liniowe
lub dwuwymiarowe wieloelementowe zespoly detektorow.

Uwaga 1: Pozycja 64002.a.3 obejmuje kontrolq zespoly
fotoprzewodzqce i fotowoltaiczne.

Uwaga 2: Pozycja 6A4002.a.3 nie obejmuje kontrolg
kontrolq:

a. wieloelementowych (nie wigcej niz 16 elementow)
komorek fotoelektrycznych w obudowie, zawiera-
Jacych siarczek lub selenek ofowiu;

b. detektorow piroelektrycznych, w  ktorych
zastosowano ktorekolwiek z ponizszych:

1. siarczan triglicyny i jego odmiany;
2. tytanian olowiu-lantanu-cyrkonu i odmiany;,
3. tantalan litu;

4. polifluorek winylidenu i jego odmiany;
lub

5. niobian strontu-baru i jego odmiany;

c. »matryc detektorowych plaszczyzny ogni-
skowej« specjalnie zaprojektowanych Ilub
zmodyfikowanych tak, by uzyskac¢ »powie-
lanie ladunkow« oraz ograniczonych projek-
towo tak, by ich maksymalna »czulosé
promieniowania«  wynosita 10 mA/W  lub
mniej przy dlugosci fal powyzej 760 nm,
spetniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. wyposazonych w mechanizm ograniczenia
reakcji, zaprojektowany w sposob nieprze-
widujqcy jego usuwania ani modyfiko-
wania,; oraz

2. speiniajqcy ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a. mechanizm ograniczenia reakcji jest
zintegrowany z elementem detekcyjnym
lub polgczony z nim; lub

b. »matryca  detektorowa  plaszczyzny
ogniskowej« dziata wylqcznie wtedy,
gdy zainstalowany jest mechanizm
ograniczenia reakcji.

Uwaga techniczna:

Mechanizm ograniczenia reakcji, w jaki wyposazony jest
element detekcyjny, jest zaprojektowany tak, by w przypadku
jego usuniecia lub modyfikacji detektor przestawat dziatac.

Uwaga_techniczna:

»Powielanie ladunkow« oznacza forme wzmacniania
obrazow elektronicznych i zdefiniowane jest jako wytwa-
rzanie nosnikow ladunkéw w wyniku procesu jonizacji stru-
mieniem. Czujniki »powielania ladunkéw« mogq mieé
postac¢ lampowego wzmacniacza obrazu, detektora poiprze-
wodnikowego Iub »matrycy detektorowej plaszczyzny ogni-
skowej«.
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. inne niz vklasy kosmicznej« »matryce detektorowe ptasz-

czyzny ogniskowej« spelniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie
dlugoéci fal z przedzialu powyzej 900 nm, ale
nieprzekraczajacej 1 050 nm; oraz

2. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
a. »stala czasowa« reakcji ponizej 0,5 ns; lub

b. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by
uzyska¢ powielanie tadunkow, i majace maksymalna
»czuto$¢ promieniowania« powyzej 10 mA/W;

. inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe plasz-

czyzny ogniskowej« spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie
dlugosci fal z przedzialu powyzej 1050 nm, ale
ponizej 1200 nm; oraz

2. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »stala czasowa« reakcji 95 ns lub mniej; lub

b. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by
uzyskac¢ powielanie tadunkow i majace maksymalng
»czuto$é promieniowania« powyzej 10 mA/W;

. inne niz »klasy kosmicznej« nieliniowe (2 wymiarowe)

»matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« posiada-
jace reakcjg¢ szczytowa poszczegodlnych elementow
w zakresie dtugosci fal z przedziatu powyzej 1 200 nm,

ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

NB.: »Mikrobolometryczne« »matryce detektorowe ptasz-
czyzny ogniskowej«, inne niz yklasy kosmicznej«,
wykonane na bazie krzemu lub innych materiatow
sq wymienione jedynie w pozycji 64002.a.3.f.

. inne niz yklasy kosmicznej« liniowe (1 wymiarowe)

»matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« spelnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie
dhugosci fal z przedzialu powyzej 1200 nm, ale
nieprzekraczajacej 3 000 nm; oraz

2. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. stosunek wymiaru wkierunku przeszukiwania«
elementu detekcyjnego do wymiaru »poprzecznego
kierunku przeszukiwania« elementu detekcyjnego
ponizej 3,8; lub

b. przetwarzanie sygnatow w elemencie (SPRITE);

Uwaga: Pozycja 6A4002.a.3.d nie obejmuje kontrolq
»matryc  detektorowych  plaszczyzny — ogni-
skowej« (nieprzekraczajacych 32 elementow),
w ktorych elementy detekcyjne sq wykonane
wylqcznie z germanu.
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Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 64002.a.3.d »poprzeczny kierunek
przeszukiwania« jest okreslany jako os rownolegla do
liniowego ukladu elementow detekcyjnych, a »kierunek
przeszukiwania« jest okreslany jako os prostopadia do
liniowego uktadu elementow detekcyjnych.

e. inne niz »klasy kosmicznej« liniowe (1 wymiarowe)
»matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« posiada-
jace reakcje szczytowa poszczegolnych elementow
w zakresie dtugosci fal z przedzialu powyzej 3 000 nm,
ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

f. inne niz »klasy kosmicznej« nieliniowe (2 wymiarowe)
»matryce  detektorowe  plaszczyzny  ogniskowej«
w zakresie promieniowania podczerwonego oparte na
materiale »mikrobolometrycznym« posiadajace niefiltro-
wang reakcje poszczegdlnych elementow w  zakresie
dlugosci fal z przedziatu powyzej 8 000 nm, ale nieprze-
kraczajacej 14 000 nm;

Uwaga_techniczna:

Do celow 64002.a.3.f »mikrobolometr« jest okreslany
jako obrazowy detektor termalny, ktory, w wyniku zmiany
temperatury w detektorze spowodowanej przez absorpcje
promieniowania podczerwonego, generuje nadajqce sig¢
do wykorzystania sygnaty.

g. inne niz »klasy kosmicznej« »matryce detektorowe ptasz-
czyzny ogniskowej« spelniajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. oddzielne elementy detekcyjne o reakcji szczytowej
w zakresie dlugosci fal z przedzialu powyzej 400
nm, ale nieprzekraczajacej 900 nm;

2. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by
uzyska¢ »powielanie tadunkéw« i majace maksy-
malng »czuto$¢ promieniowania« powyzej 10 mA/W
przy dtugosci fal powyzej 760 nm; oraz

3. majace powyzej 32 elementow;

b. »monospektralne czujniki obrazowe« i »wielospektralne czuj-
niki obrazowe« przeznaczone do zdalnego wykrywania
obiektow i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:

1. chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej 200 mikrora-
dianow; albo

2. przeznaczenie do dzialania w zakresie fal o dlugosci
powyzej 400 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm oraz
majace wszystkie nastgpujace whasnosci:

a. dostarczanie wyjsciowych danych obrazowych w postaci
cyfrowej; oraz

b. spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. sa »klasy kosmicznej«; lub

2. przeznaczenie do zastosowan lotniczych i zaopatrzenie
w czujniki inne niz krzemowe oraz posiadajace IFOV
ponizej 2,5 miliradiandw;
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Uwaga: Pozycja 64002.b.1 nie obejmuje kontrolq »monospek-
tralnych czujnikow obrazowych« o reakcji szczytowej
w pasmie fal o diugosci powyzej 300 nm, ale nieprze-
kraczajqcej 900 nm i obejmujqcych wylqcznie ktory-
kolwiek z ponizszych detektorow innych niz »klasy
kosmicznej« lub »matryc detektorowych plaszczyzny
ogniskowej« innych niz yklasy kosmicznej«:

1. matryce CCD, niezaprojektowane ani niezmod)yfi-
kowane do osiqgniecia »powielania tadunkow«;
lub

2. matryce CMOS, niezaprojektowane ani niezmody-
fikowane do osiqgniecia »powielania ladunkow«.

c. urzadzenia do »bezposredniego widzenia« wyposazone w ktore-
kolwiek z ponizszych:

1. lampowe wzmacniacze obrazu wyszczegoélnione w pozycji
6A002.2.2.a lub 6A002.a.2.b;

2. »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wyszcze-
gblnione w pozycji 6A002.a.3; lub

3. detektory poétprzewodnikowe wyszezegdlnione w pozycji
6A002.a.1;

Uwaga_techniczna:

Termin »bezposrednie widzenie« odnosi si¢ do urzqdzen
tworzqcych obrazy przedstawiajqce widzialny dla czlowieka
obraz bez jego przetwarzania na sygnal elektroniczny przeka-
zywany na ekran telewizyjny, niemogqcych zarejestrowaé ani
utrwali¢ obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej ani
zadnej innej.

Uwaga: Pozycja 64002.c nie obejmuje kontrolq ponizszych
urzqdzen, jezeli sq wyposazone w fotokatody inne
niz z GaAs lub GalnAs:

a. przemystowych lub cywilnych systemow alarmo-
wych, systeméw kontroli ruchu drogowego Ilub
przemystowego ani systemow zliczajqcych;

b. urzqdzen medycznych;

c. urzqdzen przemystowych stosowanych do kontroli,
sortowania lub analizy wlasciwosci materiatow,

d. wykrywaczy ptomieni do piecow przemystowych;

e. urzqdzen specjalnie zaprojektowanych do celow
laboratoryjnych.

d. nastgpujace specjalne elementy pomocnicze do czujnikow
optycznych:

1. chlodnice kriogeniczne »klasy kosmicznej«;

2. nastgpujace chtodnice kriogeniczne inne niz »klasy
kosmicznej«, posiadajace zrodto chlodzenia o temperaturze
ponizej 218 K (- 55 °C):

a. pracujace w obiegu zamknigtym i charakteryzujace sig¢
srednim czasem do awarii (MTTF) lub $rednim czasem
migdzyawaryjnym (MTBF) powyzej 2 500 godzin;

b. samoregulujace si¢ minichtodnice Joula-Thomsona (JT)
z otworkami o $rednicy (na zewnatrz) ponizej 8 mm;
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6A003

3. czujnikowe widkna optyczne o specjalnym sktadzie lub

konstrukcji  lub zmodyfikowane technika powlekania,
w celu nadania im wlasciwos$ci umozliwiajacych reagowanie
na fale akustyczne, promieniowanie termiczne, sity bezwtad-
nosci, promieniowanie elektromagnetyczne lub jadrowe;

Uwaga: Pozycja 64002.d.3 nie obejmuje kontrolq czujni-
kowych widkien optycznych w obudowie specjalnie
zaprojektowanych do stosowania jako czujniki
w odwiertach.

e. nieuzywany.

Nastgpujace kamery filmowe, systemy lub urzadzenia oraz
elementy do nich

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A203.

NB.: Kamery telewizyjne i aparaty fotograficzne na blony swiat-

toczule specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do zasto-
sowan podwodnych — zob. takze pozycje 8A4002.d.1
i 84002.e.

a. nastgpujace kamery rejestrujace i specjalnie do nich zaprojek-
towane elementy:

Uwaga: Kamery rejestrujqce, okreslone w poz.64003.a.3 do

64003.a.5, o budowie modutowej powinny byé
oceniane wg ich maksymalnych mozliwosci przy
wykorzystaniu »zespotow wtykanych« zgodnie ze
specyfikacjq producenta kamery.

. bardzo szybkie kamery filmowe rejestrujace na blonie

dowolnego formatu od 8 mm do 16 mm wiacznie, w ktorych
blona jest podczas rejestracji przesuwana w sposob ciagly,
umozliwiajace rejestrowanie obrazow z  szybkosciami
powyzej 13 150 klatek na sekundg;

Uwaga: Pozycja 64003.a.1 nie obejmuje kontrolgq filmo-
wych kamer rejestrujqcych przeznaczonych do
uzytku cywilnego.

. bardzo szybkie kamery z napgdem mechanicznym, bez prze-

suwu filmu, umozliwiajace rejestracj¢ z szybko$ciami
powyzej 1000 000 klatek na sekundg na calej szerokosci
btony 35 mm, lub z szybko$ciami proporcjonalnie wigk-
szymi na blonach o mniejszych formatach lub z szybko-
$ciami proporcjonalnic mniejszymi na btonach o formatach
wigkszych;

. mechaniczne lub elektryczne kamery smugowe o szybkosci

zapisu powyzej 10 mm/ps;

. elektroniczne kamery obrazowe o szybkosci powyzej

1 000 000 klatek na sekundg;

. kamery elektroniczne spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

a. szybko$¢ dzialania migawki elektronicznej (bramko-
wania) ponizej 1 mikrosekundy na peing klatke; oraz

b. czas odczytu umozliwiajacy szybko$¢ powyzej 125
petnych klatek na sekundg;

. »zespoly wtykane« spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, ktore
maja struktur¢ modutowa i ktore zostaly wyszczegol-
nione w pozycji 6A003.a; oraz
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b. umozliwiajace tym kamerom realizowanie wilasciwosci
wymienionych w pozycjach 6A003.a.3, 6A003.a.4 lub
6A003.a.5, zgodnie z danymi technicznymi producenta;

b. nastgpujace kamery obrazowe:

Uwaga: Pozycja 64003.b nie obejmuje kontrolq kamer telewi-
zyjnych ani wideokamer przeznaczonych specjalnie

dla stacji telewizyjnych.

1. wideokamery z czujnikami poétprzewodnikowymi posiada-
jace reakcje szczytowa w przedziale dlugosci fal powyzej
10 nm, ale nie wigcej niz 30 000 nm, oraz spehniajace

wszystkie ponizsze kryteria:

a. posiadajace jedna z ponizszych wlasciwosci:

1. powyzej 4 x 10° »aktywnych pikseli« na pétprzewod-

nikowa
(czarno-biatych);

monochromatycznych

2. powyzej 4 x 10 »aktywnych pikseli« na potprzewod-
nikowa siatkg dla kamer kolorowych z trzema siat-

kami potprzewodnikowymi; lub

3. powyzej 12 x 10° »aktywnych pikseli« na potprze-
wodnikowa siatke dla kamer kolorowych z jedna

siatka potprzewodnikows; oraz

b. posiadajace jedno z ponizszych:

1. zwierciadta optyczne wyszczegdlnione w pozycji

6A004.a;

2. urzadzenia do sterowania optyka wyszczegdlnione

w pozycji 6A004.d; lub

3. zdolno$¢ do nanoszenia wytwarzanych wewngtrznie

»$ciezek danych o kamerze;

Uwaga techniczna:

1. Na uzytek niniejszego punktu wideokamery cyfrowe
powinny byé oceniane na podstawie maksymalnej liczby
»aktywnych pikseli« wykorzystywanych do rejestrowania

obrazow ruchomych.

2. Na uzytek niniejszego punktu »sciezki danych o kamerze«
stanowiq informacje niezbedne do okreslenia orientacji
widzenia kamery wzgledem ziemi. Nalezq do nich: 1) kqt
poziomy osi widzenia kamery wzgledem kierunku pola
magnetycznego ziemi, oraz 2) kqt pionowy pomigdzy
osiq widzenia kamery a horyzontem ziemi.

2. kamery skaningowe i systemy kamer skaningowych spetnia-

jace wszystkie ponizsze kryteria:

a. reakcja szczytowa zakresie dlugosci fal z przedzialu
powyzej 10 nm, ale nie wigcej niz 30 000 nm;

b. liniowe siatki detekcyjne posiadajace powyzej 8 192

elementoéw na siatkg; oraz

c. mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

Uwaga:

Pozycja 64003.b.2 nie obejmuje kontrolq kamer
skaningowych ani systemow kamer skaningowych
specjalnie zaprojektowanych do ktoregokolwiek

a. fotokopiarki przemystowe lub cywilne;
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b. skanery specjalnie zaprojektowane do skano-
wania w zastosowaniach cywilnych, stacjonar-
nych, z malych odleglosci (np. powielanie
obrazow lub druku zawartych w dokumentach,
dzielach sztuki lub fotografiach), lub

c. sprzet medyczny.

3. kamery obrazowe wyposazone we wzmacniacze obrazéw
wyszczegolnione w pozycji 6A002.a.2.a lub 6A002.a.2.b;

4. kamery obrazowe zawierajace »matryce detektorowe plasz-
czyzny ogniskowej« wyposazone w ktorekolwiek z ponizszych:

a. »matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej« wymie-
nione w pozycjach 6A002.a.3.a do 6A002.a.3.¢;

b. »matryce
wyszczegolnione w pozycji 6A002.a.3.1; lub

C. »matryce
wyszczegolnione w pozycji 6A002.a.3.g;

plaszczyzny  ogniskowej«

ptaszczyzny  ogniskowej«

Uwaga 1: Kamery obrazowe wyszczegolnione w pozycji

Uwaga 2:

Uwaga 3:

64003.b.4

»matryce  detektorowe

plaszczyzny ogniskowej« polqczone z odpo-
wiedniq elektronikq »przetwarzania sygnatow«,
poza uktadem odczytujgcym, w celu umozli-
wienia przynajmniej wyjscia sygnatu analogo-
wego lub cyfrowego po podiqczeniu zasilania.

Pozycja 6A4003.b.4.a nie obejmuje kontrolg
kamer obrazowych wykorzystujqcych liniowe
»matryce detektorowe plaszczyzny ogniskowej«
o 12 elementach Ilub mniejszej ich liczbie,
nierealizujqcych w  elementach funkcji opoz-
nienia czasowego ani integracji i przeznaczo-
nych do ktoregokolwiek z ponizszych:

e. sprzet medyczny.

. przemystowe lub cywilne alarmy wiama-
niowe, kontrola ruchu na drogach lub w prze-
mysle lub systemy zliczajqce;

przemystowe  stosowane  do
nadzoru lub monitorowania wyplywu ciepla
w  budynkach, urzqdzeniach Iub procesach
przemystowych;

przemystowe  stosowane  do
nadzoru, sortowania lub analizy wlasciwosci

. urzqdzenia specjalnie zaprojektowane do
zastosowan laboratoryjnych; lub

Pozycja 64003.b.4.b nie obejmuje kontrolq
kamer obrazowych spelniajqcych ktorekolwiek

z ponizszych kryteriow:

a.

szybkos¢ analizy obrazow rowna Ilub nizsza

wszystkie ponizsze kryteria:

1. poziome lub pionowe minimalne »chwilowe
pole widzenia (IFOV)« wynoszqce przynaj-
mniej 10 mrad/pixel (miliradianow/piksel);
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2. wyposazone w stalq soczewke ognisku-

jacaq, ktora zostala zaprojektowana
w sposob uniemozliwiajqcy jej usuniecie;

3. brak wizjera »bezposredniego widzenia,
oraz

4. ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. brak mozliwosci uzyskania widzial-
nego  obrazu  wykrytego  pola
widzenia; lub

b. zaprojektowanie kamery dla jednego
rodzaju zastosowania, bez mozliwosci
modyfikowania jej funkcji przez uzyt-
kownika; lub

c. kamery specjalne zaprojektowane do
instalacji w cywilnych pasazerskich
pojazdach lqdowych o ciezarze mniej-
szym niz 3 tony (ciezar brutto
pojazdu) i spelniajqce  wszystkie
ponizsze kryteria:

1. dzialajqce wylqcznie wtedy, gdy
kamera Jest zainstalowana
w ktorymkolwiek z ponizszych:

a. cywilne pasazerskie pojazdy
ladowe, do ktorych byla prze-
znaczona; lub

b. specjalnie zaprojektowane,
autoryzowane urzqdzenie do
testow konserwacyjnych; oraz

2. posiada aktywny mechanizm, ktory
powoduje zaprzestanie dziatania
kamery, gdy jest ona zdjeta
z pojazdu, do ktorego zostala
przeznaczona.

Uwagi_techniczne:

1. »Chwilowe pole widzenia (IFOV)« okre-
slone w pozycji 6.A003.b.4 uwaga 3.b
jest mniejszq z wartoSci »poziomego
IFOV« lub »pionowego IFOV«.

»Poziome IFOV« = poziome pole
widzenia (FOV)/liczba  poziomych
elementow detekcyjnych

»Pionowe I[IFOV« = pionowe pole
widzenia (FOV)/liczba ~ pionowych
elementow detekcyjnych

2. Termin »widzenie bezposrednie« okre-
Slony w pozycji 64003.b.4. Uwaga 3.b
odnosi sie do kamery obrazowej dziala-
Jjacej w  zakresie fal podczerwonych,
ktora wytwarza obraz widzialny dla czto-
wieka bedqcego obserwatorem, wyko-
rzystujqc  mikrowyswietlacz  bliski  oku
wyposazony w  dowolny mechanizm
zabezpieczenia przed swiatlem.

Uwaga 4: Pozycja 6A4003.b.4.c nie obejmuje kontrolg
kamer obrazowych spelniajqcych ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. spelniajqcych wszystkie z ponizszych kryte-
riow:
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1. specjalnie zaprojektowanych do zainstalo-
wania  jako  zintegrowany  element
systemow i urzqdzen  wewnetrznych
i korzystajqcych z zasilania z zewnetrznej
sieci energetycznej, ktore zostaly zapro-
Jjektowane w sposob ograniczajqcy ichzas-
tosowanie do jednego z ponizszych:

a. monitorowanie procesow przemysto-
wych, kontrola jakosci Ilub analiza
wlasciwosci materiatow;

b. sprzet laboratoryjny zaprojektowany
specjalnie do badan naukowych;

c. sprzet medyczny;

d. sprzet stuzqcy do wykrywania naduzyé
finansowych; oraz

2. dziatajqce wylqcznie wtedy, gdy zainstalo-
wane sq w ktorymkolwiek z nastepujq-
cych:

a. w uktadach lub sprzecie, do ktorych sq
przeznaczone; lub

b. specjalnie zaprojektowanych i dopusz-
czonych do obrotu systemach obstugo-
wych; oraz

3. wyposazonych w aktywny mechanizm,
ktory powoduje, ze kamera nie dziala,
gdy zostaje usunieta z systemu, systemow
lub  urzqdzen, do  ktorych  jest
przeznaczona;

. specjalnie zaprojektowanych do instalacji

w cywilnych pasazerskich pojazdach lgdo-
wych o cigzarze mniejszym niz 3 tony (cigzar
brutto pojazdu) lub promach, ktére przewozq
osoby i pojazdy i majq dlugosé catko-
witq (LOA) 65 m lub wigkszaq, oraz spetnia-
Jjacych wszystkie ponizsze kryteria:

1. dzialajgcych wylqcznie wtedy, gdy zain-
stalowane sq w ktorymkolwiek z nastepu-
Jjacych:

a. w cywilnym pasazerskim pojezdzie
ladowym lub promie, ktore przewozgq
osoby i pojazdy, do jakich sq przezna-
czone; lub

b. w specjalnie zaprojektowanym urzq-
dzeniu do testow konserwacyjnych;
oraz

2. wyposazonych w aktywny mechanizm,
ktory powoduje, ze kamera nie dziala,
gdy zostaje usunieta z pojazdu, do
ktorego jest przeznaczona;

. zaprojektowanych tak, by ich maksymalna

wezulos¢é  promieniowania«  wynosila 10
mA/W lub mniej przy dlugosci fal powyzej
760 nm, speiniajqcych wszystkie ponizsze
kryteria:

1. wyposazonych w mechanizm ograniczenia
odpowiedzi, zaprojektowany w sposob
nieprzewidujqcy — jego  usuwania  ani
modyfikowania,
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2 wyposazonych w aktywny mechanizm,
ktory powoduje, zZe kamera nie dziala,
gdy zostaje usuniety mechanizm ograni-
czenia odpowiedzi; oraz

3. niezaprojektowanych ani zmodyfikowa-
nych specjalnie do stosowania pod
wodq; lub

d. speiniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. niewyposazonych w »widzenie bezpo-
Srednie« ani elektroniczny wyswietlacz
obrazu;

2. niewyposazonych w urzqdzenie umozli-
wiajqce uzyskanie widzialnego obrazu
wykrytego pola widzenia;

3. »matryca detektorowa plaszczyzny ogni-
skowej« dziata wylqcznie wtedy, gdy zain-
stalowany jest w kamerze, do ktorej jest
przeznaczony; oraz

4. ymatryca detektorowa plaszczyzny ogni-
skowej«  wyposazona jest w aktywny
mechanizm, ktory na stale uniemozliwia
dziatanie tego zespotu, jezeli zostanie on
usuniety z kamery, do ktérej jest
przeznaczony;

5. kamery obrazowe wyposazone w detektory potprzewodni-
kowe wyszczegdlnione w pozycji 6A002.a.1.

6A004 Nastegpujace urzadzenia optyczne i elementy:

a. nastgpujace zwierciadta optyczne (reflektory):

NB.: Zwierciadla optyczne specjalnie zaprojektowane do urzq-
dzen litograficznych — zob. pozycja 3B001.

1. »zwierciadta odksztatcalne« o powierzchni ciaglej lub wielo-
elementowej oraz specjalnie do nich zaprojektowane
elementy, majace mozliwo$¢ dynamicznej zmiany potozenia
czgsci powierzchni zwierciadla z szybkoscia powyzej 100 Hz;

2. lekkie zwierciadta monolityczne o przecigtnej »ggstosci
zastepczej« ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej
10 kg;

3. lekkie konstrukcje zwierciadlane z materialtdow »kompozyto-
wych« lub spienionych o przecigtnej »ggstosci zastgpczej«
ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej 2 kg;

4. zwierciadta do kierowania wiazka, majace S$rednicg lub
dtugo$¢ osi glownej powyzej 100 mm, zachowujace plas-
kos$¢ rzedu A/2 lub lepsza (A jest rowne 633 nm) i sterowane
wiazka o szeroko$ci pasma powyzej 100 Hz;

b. elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku
(ZnS) z mozliwoscia transmisji w zakresie dtugosci fal powyzej
3 000 nm, ale nie wigkszej niz 25 000 nm i spetniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:

1. objetos¢ powyzej 100 cm?; lub

2. érednicg lub dlugos$¢ osi glownej powyzej 80 mm oraz
grubos¢ (glebokosc) powyzej 20 mm;
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c. nastgpujace elementy »klasy kosmicznej« do systemow optycz-

nych:

1. o »gestosci zastgpczej« elementdow obnizonej o 20 %

w porOwnaniu z masywnym wyrobem o takiej samej aper-
turze i grubosci;

. podioza surowe, podtoza powlekane powierzchniowo (z

powloka jednowarstwowa lub wielowarstwowa, metaliczna
lub dielektryczna, przewodzaca, potprzewodzaca lub izolu-
jaca) lub pokryte btona ochronna;

. segmenty lub zespoly zwierciadel przeznaczone do montazu

z nich w przestrzeni kosmicznej systemow optycznych,
majace sumaryczng apertur¢ rownowazng lub wigksza niz
pojedynczy element optyczny o $rednicy 1 metra;

. elementy wykonane 2z materialow »kompozytowych«

o wspofczynniku liniowej rozszerzalnosci termicznej
w kierunku dowolnej wspéhrzednej réwnym lub mniejszym
niz 5 x 10°%;

. nastgpujace urzadzenia do sterowania elementami optycznymi:

1. urzadzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania

ksztaltu lub orientacji powierzchni elementow »klasy
kosmicznej« objgtych kontrola wedlug pozycji 6A004.c.1
lub 6A004.c.3;

. urzadzenia posiadajace pasmo sterowania, §ledzenia, stabili-

zacji lub strojenia rezonatora o szerokosci rownej lub wigk-
szej niz 100 Hz oraz doktadno$¢ 10 prad (mikroradiandéw)
lub lepsza;

. zawieszenia kardanowe spelniajace wszystkie ponizsze

kryteria:
a. maksymalny kat wychylenia powyzej 5 °;
b. szerokos¢ pasma rowna lub wigksza niz 100 Hz;

c. mozliwo$¢ ustawiania katowego z doktadnoscia réwna
lub lepsza niz 200 prad (mikroradianéw); oraz

d. ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. $rednicg lub dlugos¢ osi glownej powyzej 0,15 m, ale
nie wigksza niz 1 m i mozliwo$¢ zmiany potozenia
katowego z przyspieszeniami powyzej 2 rad
(radianow)/s?; lub

2. $rednicg lub dilugo$¢ osi glownej powyzej 1 m i
mozliwo$¢ zmiany potozenia katowego z przyspiesze-
niami powyzej 0,5 rad (radianow)/s?;

. urzadzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania

w odpowiednim potozeniu systeméw uktadow fazowanych
lub systemoéw fazowanych zwierciadel segmentowych o $red-
nicy segmentéw lub dtugosci osi gtéwnej rownej lub wigk-
szej od 1 m;

e. »asferyczne elementy optyczne« spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

1. najwigkszy wymiar apertury optycznej jest wigkszy niz

400 mm,;

. nierownos$¢ powierzchni jest mniejsza niz 1 nm ($rednia

warto$¢ kwadratowa) dla dtugosci probkowania rownej lub
wigkszej niz 1 mm; oraz

. warto$¢ absolutna wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci

termicznej przy 25 °C jest mnigjsza niz 3 x 1079/K.
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6A005

Uwagi techniczne:

1. »Asferycznym elementem optycznym« jest taki element,
stosowany w systemach optycznych, ktorego powierzchnia
lub powierzchnie czynne sq zaprojektowane jako odbiega-
Jjace od ksztaltu idealnej kuli.

2. Od producentow nie jest wymagany pomiar nierownosci,
o ktorym mowa w 6A4004.e, jezeli element optyczny nie
zostal zaprojektowany lub wykonany z zamiarem dotrzy-
mania lub przekroczenia parametru kontrolnego.

Uwaga: Poz. 64004.e.2 nie obejmuje kontrolq »asferycznych
elementow optycznych« spelniajqcych ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. najwiekszy wymiar apertury optycznej mniejszy niz
1 m i stosunek dlugosci ogniskowej do apertury
rowny lub wigkszy niz 4,5:1;

b. najwiekszy wymiar apertury optycznej rowny lub
wiekszy niz 1 m i stosunek dlugosci ogniskowej do
apertury rowny lub wiekszy niz 7:1;

c. zaprojektowany jako element Fresnela, oko
muchy, pasek, pryzmat lub element dyfrakcyjny;

d. wykonany ze szkla borokrzemowego majqcego
wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej wiekszy niz
2,5 x 10°%K przy 25 °C; lub

e. bedqcy elementem optyki rentgenowskiej, majqcym
wlasciwosci zwierciadta wewnetrznego (np. zwier-
ciadta typu rurowego).

NB.: Jezeli chodzi o »asferyczne elementy optyczne« specjalnie
zaprojektowane dla urzqdzen litograficznych, zob. 3B001.

Nastegpujace »lasery«, ich elementy i urzadzenia optyczne do nich,
inne niz wymienione w pozycjach 0B001.g.5 lub 0B001.h.6:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A205.

Uwaga 1: Do »laserow« impulsowych zalicza si¢ lasery z falq
ciqgltq (CW), z naktadanymi na niq impulsami.

Uwaga 2: »Lasery« ekscymerowe, polprzewodnikowe, chemiczne,
CO, CO; i neodymowo-szklane o niepowtarzajacych sie
impulsach wymienione sq wylqcznie w pozycji 64005.d.

Uwaga 3: Pozycja 64005 obejmuje »lasery« wicknowe.

Uwaga 4: Poziom kontroli »laserow« wykorzystujqcych przetwo-
rzenie czestotliwosci (tzn. zmiane diugosci fali) w inny
Sposob niz przez ypompowanie« jednego lasera innym
wlaserem« okreslony jest przez zastosowanie para-
metrow kontroli zarowno do wyjscia »lasera« zrodlo-
wego, jak i do wyjscia optycznego o przeksztatconej
czestotliwosci.

Uwaga 5: Pozycja 64005 nie obejmuje kontrolq nastgpujqcych
wlaserow«:

a. rubinowy o energii wyjsciowej ponizej 20 J;
b. azotowy;

c. kryptonowy.
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Uwaga techniczna:

W pozycji 64005 »sprawnos¢ catkowitq« definiuje sie jako
stosunek mocy wyjsciowej wlasera« (lub  »sredniej mocy
wyjsciowej«) do calkowitej mocy wejsciowej wymaganej do funk-
cjonowania »lasera«, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz
kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepla.

a. »nieprzestrajalne« »lasery« z fala ciagla spehiajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugosé¢ fali wyjsciowej ponizej 150 nm i moc wyjsciowa
powyzej 1 W;

2. dlugos¢ fali wyjsciowej rowna lub wigksza niz 150 nm, ale
nie wigksza niz 520 nm i moc wyjsciowa powyzej 30 W;

Uwaga: Pozycja 6A4005.a.2 nie obejmuje  kontrolg
»laserow« argonowych o mocy wyjsciowej réownej
lub mniejszej niz 50 W.

3. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 520 nm, ale nie
wigksza niz 540 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnat wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 150 W,

4. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 540 nm, ale nie
wigksza niz 800 nm i moc wyjSciowa powyzej 30 W;

5. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 800 nm, ale nie
wigksza niz 975 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejicia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 80 W;

6. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 975 nm, ale nie
wigksza niz 1150 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. »sprawnos¢ calkowita« powyzej 12 % i moc
wyjsciowa powyzej 100 W; lub

2. moc wyjsciowa powyzej 150 W; lub

b. sygnat wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejicia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. »sprawnos¢ calkowita« powyzej 18 % 1 moc
wyj$ciowa powyzej 500 W; lub

2. moc wyjsciowa powyzej 2 kW,

Uwaga: Pozycja 6A4005.a.6.b nie obejmuje kontrolq
»laserow« przemystowych dziatajqcych w trybie
z pojedynczym przejsciem poprzecznym o mocy
wyjsciowej powyzej 2 kW a nieprzekraczajqcej
6 kW i o masie catkowitej wiekszej niz 1 200
kg. Do celow niniejszej uwagi masa catkowita
obejmuje wszystkie czesci skladowe wymagane
do funkcjonowania »lasera«, tzn. »laser«, zasi-
lacz, wymiennik ciepla, natomiast nie obejmuje
kontrolq zewnetrznych urzqdzen optycznych do
kondycjonowania lub wysytania wiqzki.
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7. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 1150 nm, ale nie
wigksza niz 1 555 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. sygnal wyjSciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i moc wyjsciowa przekraczajaca 80 W; lub

8. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 1555 nm i moc
wyjsciowa powyzej 1 W;

b. »nieprzestrajalne« »lasery« impulsowe, spehniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugosc fali wyjsciowej nieprzekraczajaca 150 nm i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 1 W; lub

b. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W;

2. dlugos¢ fali wyjsciowej rowna lub wigksza niz 150 nm, ale
nie wigksza niz 520 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. energia wyjSciowa powyzej 1,50 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 30 W; lub

b. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W;

Uwaga: Pozycja 6A4005.b.2.b nie obejmuje kontrolq
»laserow« argonowych majqcych »przecietng
moc wyjsciowq« rownq lub wiekszq 50 W.

3. dlugos¢ fali wyjsciowej rowna lub wigksza niz 520 nm, ale
nie wigksza niz 540 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyj$ciowa powyzej 1,50 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 50 W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 50 W; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejicia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 1,50 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 150 W; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 150 W;

4. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 540 nm, ale nie
wigksza niz 800 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjSciowa powyzej 1,50 J na impuls i »moc
szezytowa« powyzej 30 W; lub

b. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W;
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5. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 800 nm, ale nie
wigksza niz 975 nm i ktoérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjSciowa powyzej 0,5 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 50 W;

2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
20 W; lub

3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
50 W; lub

b. »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjSciowa powyzej 2 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 50 W,

2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
50 W; lub

3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
80 W;

6. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 975 nm, ale nie
wigksza niz 1150 nm i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ns i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. wyjsciowa »moc szczytowa« powyzej 5 GW na
impuls;

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 10 W; lub
3. energia wyjsciowa powyzej 0,1 J na impuls;

b. »czas trwania impulsu« rowny lub przekraczajacy 1 ns,
ale nieprzekraczajacy 1 ps i ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

1. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »moc szczytowa« przekraczajaca 100 MW;

b. »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 20 W,
ograniczona projektowo do maksymalnej czgstotli-
wosci powtarzania impulsow mniejszej niz lub
réwnej 1 kHz;

c. »sprawno$¢ catkowita«  przekraczajaca 12 %,
»przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 100
W i zdolne do pracy przy czgstotliwosci powta-
rzania impulséw wigkszej niz 1 kHz;

d. »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 150
W i zdolne do pracy przy czestotliwosci powta-
rzania impulsow wigkszej niz 1 kHz; lub

e. energia wyjsciowa wigksza niz 2 J na impuls; lub
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2. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »moc szczytowa« przekraczajaca 400 MW;

b. »sprawnos¢ catkowita« przekraczajaca 18 % i »prze-
cigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 500 W,

c. »przecigtna moc wyj$ciowa« przekraczajaca 2 kW;
lub

d. energia wyjsciowa wigksza niz 4 J na impuls; lub

c. »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »moc szczytowa« przekraczajaca 500 kW;

b. »sprawnos¢ catkowita«  przekraczajaca 12 %
i »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 100
W; lub

c. »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 150
W; lub

2. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »moc szczytowa« przekraczajaca 1 MW;

b. »sprawnos¢ calkowita«  przekraczajaca 18 %
i »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 500
W; lub

c. »przecigtna moc wyjsciowa« przekraczajaca 2 kW;

7. dlugos¢ fali wyjsciowej wigksza niz 1 150 nm, ale nie
wigksza niz 1 555 nm, i ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 0,5 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 50 W;

2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
20 W; lub

3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
50 W; lub

b. »czas trwania impulsu« przekraczajacy 1 ps i ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 2 J na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 50 W;

2. sygnal wyjsciowy w trybie pojedynczego przejsScia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
50 W; lub

3. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego i »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej
80 W; lub
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8. dlugo$¢ fali wyjsciowe]j wigksza niz 1 555 nm i ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 100 mJ na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 1 W; lub

b. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W,

c. »lasery« przestrajalne, spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

Uwaga: Pozycja 64005.c obejmuje »lasery« tytanowo-szafi-
rowe (Ti: Al,O3), tul — YAG (Tm: YAG), tul —
YSGG (Tm: YSGG), aleksandrytowe (CR: BeAl,O,),
na centrach barwnych, »lasery« barwnikowe oraz
»lasery« cieczowe.

1. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 600 nm i ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 1 W; lub

b. przecigtna lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

Uwaga: Pozycja 6A4005.c.1 nie obejmuje kontrolq
laserow barwnikowych ani innych laserow
cieczowych  z  wielomodalnym  sygnatem
wyjsciowym i o dlugosci fali wynoszqcej 150
nm lub wiecej, ale nieprzekraczajqcej 600 nm,
i spelniajqcych wszystkie z ponizszych kryte-
riow:

1. energia wyjsciowa ponizej 1,5 J na impuls
i »moc szczytowa« ponizej 20 W, oraz

2. przecietna lub ciqgta (CW) moc wyjsciowa
ponizej 20 W.

2. dhlugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekra-
czajaca 1400 nm i ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjSciowa powyzej | J na impuls i »moc szczy-
towa« powyzej 20 W; lub

b. przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 20
W; lub

3. dlugos¢ fali wyjsciowej powyzej 1400 nm i ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 50 mJ na impuls i »moc
szczytowa« powyzej 1 W; lub

b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

d. nastgpujace inne »lasery«, niewymienione W pozycjach
6A005.a, 6A005.b, lub 6A005.c:

1. nastgpujace »lasery« potprzewodnikowe:

Uwaga 1: Pozycja 64005.d.1 obejmuje »lasery« polprze-
wodnikowe wyposazone w optyczne ziqcza
wyjsciowe (np. kable z widkien swiatlowodo-
wych,).
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Uwaga 2: Poziom kontroli »laserow« potprzewodnikowych

zaprojektowanych specjalnie do innych urzq-
dzen wynika z poziomu kontroli tych innych
urzqdzen.

a. indywidualne »lasery« potprzewodnikowe dziatajace

w trybie z pojedynczym przejsciem poprzecznym spet-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugosé¢ fali mniejsza niz 1510 nm oraz przecigtna
lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 1,5 W; lub

2. dlugos¢ fali wigksza niz 1 510 nm oraz przecigtna lub
ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 500 mW;

. indywidualne »lasery« potprzewodnikowe dziatajace

w trybie z wielokrotnym przejsciem poprzecznym spet-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugoé¢ fali mniejsza niz 1400 nm oraz przecigtna
lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 15 W;

2. dlugos¢ fali wigksza niz lub réwna 1400 nm
a mniejsza niz 1900 nm oraz przecigtna lub
ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 2,5 W; lub

3. dlugos¢ fali wigksza niz lub réwna 1900 nm oraz
przecigtna lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej
1w,

. indywidualne »szeregi« »laserow« potprzewodnikowych

spethiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dlugoé¢ fali mniejsza niz 1400 nm oraz przecigtna
lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej 100 W;

2. dhugos¢ fali wigksza niz lub rowna 1400 nm
a mniejsza niz 1900 nm oraz przecigtna lub
ciaglta (CW) moc wyjsciowa powyzej 25 W; lub

3. dlugos¢ fali wigksza niz lub réwna 1900 nm oraz
przecigtna lub ciagta (CW) moc wyjsciowa powyzej
10 W;

. »macierze« »laserow« potprzewodnikowych (uklady

dwuwymiarowe) spetniajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

1. majace dlugos¢ fali mniejsza niz 1400 nm i spehia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc
wyj$ciowa mniejsza niz 3 kW oraz przecigtna lub
ciagta (CW) wyjsciowa »gestos¢ mocy« powyzej
500 W/cm?;

b. przecigtna lub ciagta (CW) catkowita moc
wyjSciowa nie mniejsza niz 3 kW, lecz nie wigksza
niz 5 kW oraz przecigtna lub ciagla (CW)
wyjéciowa »gesto$é mocy« powyzej 350 W/cm?;

c. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc
wyjéciowa powyzej 5 kW;

d. szczytowa »ggstos¢ mocy« impulsu powyzej 2 500
W/cm?; lub

e. przestrzennie koherentna przecigtna lub
ciagta (CW) catkowita moc wyjSciowa powyzej
150 W;
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2. majace dlugos¢ fali nie mniejsza niz 1400 nm, lecz
mniejsza niz 1900 nm i spetniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc
wyjéciowa mniejsza niz 250 W oraz przecigtna
lub ciagta (CW) wyjsciowa »gestos¢ mocy«
powyzej 150 W/em?;

b. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc
wyjSciowa nie mniejsza niz 250 W, lecz nie
wigksza niz 500 W oraz przecigtna lub ciagta (CW)
wyjsciowa »gesto$¢ mocy« powyzej 50 W/em?;

c. przecigtna lub ciagla (CW) catkowita moc
wyjsciowa powyzej 500 W;

d. szczytowa »ggsto§¢ mocy« impulsu powyzej 500

W/cm?; lub

e. przestrzennie koherentna przecigtna lub
ciagta (CW) catkowita moc wyjSciowa powyzej
15 W;

3. majace dlugos¢ fali nie mniejsza niz 1 900 nm i spel-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. przecigtna lub ciagla (CW) wyjsciowa »ggstosé
mocy« powyzej 50 W/cm?;

b. przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa
powyzej 10 W; lub

c. przestrzennie koherentna przecigtna lub
ciagta (CW) catkowita moc wyjSciowa powyzej
1,5 W; lub

4. posiadajace przynajmniej jeden »szereg« »laserow«
okreslony w poz. 6A005.d.1.c;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 64005.d.1.d »gestos¢ mocy« oznacza
catkowitq moc wyjsciowq »lasera« podzielong przez
powierzchnie emitera »macierzy«.

. »macierze« »laserow« potprzewodnikowych inne niz

wymienione w poz. 6A005.d.1.d spetniajace wszystkie
z ponizszych kryteriow:

1. specjalnie  zaprojektowane lub  zmodyfikowane
z my$la o faczeniu ich z innymi »macierz« w celu
utworzenia wigkszej »macierzy«; oraz

2. majace zintegrowane potaczenia, wspdlne zardéwno
dla uktadow elektronicznych, jak i uktadow chto-
dzenia;

Uwaga 1: »Macierze« utworzone przez polqczenie
»macierzy« »laserow« polprzewodniko-
wych opisanych w poz. 64005.d.1.e,
ktore nie sq zaprojektowane z myslq
o dalszym lqczeniu lub modyfikacji sq
wyszczegolnione w poz. 64005.d.1.d.

Uwaga 2: »Macierze« utworzone przez polqczenie
»macierzy«  »laseréw«  poilprzewodniko-
wych opisanych w poz. 6A4005.d.1.e,
ktore sq zaprojektowane z myslq o dalszym
lqczeniu lub modyfikacji sq wyszczegol-
nione w poz. 64005.d.1.e.
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Uwaga 3: Pozycja 64005.d.1.e nie ma zastosowania
do modularnych zespolow pojedynczych
szeregow zaprojektowanych do monto-
wania jako liniowe uktady szeregow.

Uwagi techniczne:

1. »Lasery« poilprzewodnikowe sq powszechnie nazy-
wane diodami »laserowymi«.

2. »Szereg« (zwany takze »szeregiem«  »laserow«
polprzewodnikowych, »szeregiem« diod »laserowych«
lub »szeregiem« diod) skiada si¢ z wielu polprzewod-
nikowych »laserow« w ukladzie jednowymiarowym.

3. »Macierz« sklada sie z wielu »szeregow« tworzqcych
dwuwymiarowy uklad »laserow« poiprzewodniko-
wych.

. »lasery« na tlenku weggla (CO) spelniajace ktorekolwiek

z ponizszych kryteriow:

a. energia wyjsciowa powyzej 2 J na impuls i »szczytowa
moc« impulsu powyzej 5 kW; lub

b. przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej
5 kW;

. »lasery« na dwutlenku wegla (CO,) spehiajace ktorekol-

wiek z ponizszych kryteriow:
a. ciagla (CW) moc wyjsciowa powyzej 15 kW;

b. wyjscie impulsowe z »czasem trwania impulsu« powyzej
10 ps oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

1. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 10 kW; lub
2. »moc szczytowa« impulsu powyzej 100 kW; lub

c. wyjscie impulsowe o »szerokosci impulsu« réwnej lub
mniejszej niz 10 ps oraz ktorykolwiek z ponizszych para-
metréw:

1. energia impulsu powyzej 5 J na impuls; lub

2. przecigtna moc wyjéciowa powyzej 2,5 kW;

. »lasery« ekscymerowe spetniajace ktorekolwiek z poniz-

szych kryteriow:

a. dlugos¢ fali wyjsciowej nieprzekraczajaca 150 nm oraz
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyj$ciowa powyzej 50 mJ na impuls; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 1 W;

b. dlugos¢ fali wyjsciowej powyzej 150 nm, ale nie wigksza

niz 190 nm oraz ktorykolwiek z ponizszych parametrow:
1. energia wyj$ciowa powyzej 1,5 J na impuls; lub
2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 120 W;

c. dlugosc¢ fali wyjsciowej powyzej 190 nm, ale nie wigcej
niz 360 nm oraz ktoérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjSciowa powyzej 10 J na impuls; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 500 W; lub
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d. dhugos¢ fali wyjsciowej powyzej 360 nm oraz ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. energia wyjsciowa powyzej 1,5 J na impuls; lub

2. »przecigtna moc wyjsciowa« powyzej 30 W,

NB.: W przypadku »laserow« ekscymerowych specjalnie
zaprojektowanych dla urzqdzen litograficznych zob.
3B001.

5. nastgpujace »lasery chemiczne«:
a. »lasery« fluorowodorowe (HF);
b. »lasery« na fluorku deuteru (DF);
c. »lasery z przekazaniem energii«:
1. »lasery« tlenowo-jodowe (O,—I);

2. »lasery« na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku
wegla (DF-CO,);

6. »lasery« neodymowo-szklane »o niepowtarzajacych sig
impulsach« spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow:

a. »czas trwania impulsu« nieprzekraczajacy 1 ps oraz
energia wyjsciowa powyzej 50 J na impuls; lub

b. »czas trwania impulsu« powyzej 1 ps oraz energia
wyjsciowa powyzej 100 J na impuls;

Uwaga: »O niepowtarzajqcych sie impulsach« dotyczy
rlaserow«  wytwarzajqcych  jeden impuls
wyjsciowy lub »laserow«, w ktorych odcinek
czasowy miedzy impulsami wynosi powyzej jednej
minuty.

e. nastgpujace czgsci sktadowe:

1. zwierciadla »chlodzone czynnie« lub za pomoca termicznej
chlodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

»Chiodzenie czynne« jest technikq chiodzenia elementow
optycznych za pomocq cieczy przeplywajqcej pomigdzy
powierzchniq optycznq a dodatkowq (zazwyczaj znajdujqcq
sie w odleglosci ponizej 1 mm od powierzchni optycznej),
wskutek czego nastepuje odprowadzenie ciepla z powierzchni
optycznej.

2. zwierciadla optyczne lub przepuszczalne lub czgsciowo
przepuszczalne elementy optyczne lub elektrooptyczne
specjalnie zaprojektowane do wymienionych »laserow«;

f. nastgpujace urzadzenia optyczne:

NB.: Odnosnie do elementow optycznych z dzielonq aperturq,
zdolnych do pracy w »laserach super wysokiej mocy«
(»SHPL«) zob. takze wykaz uzbrojenia.

1. dynamiczne urzadzenia pomiarowe do czota fali (faza)
umozliwiajace mapowanie co najmniej 50 polozen na
czole wiazki falowej i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

a. szybkos¢ analizy obrazéw rowna lub wyzsza niz 100 Hz
oraz dyskryminacja fazy na co najmniej 5 % dhugosci
fali wiazki; lub
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b. szybko$¢ analizy obrazoéw rowna lub wyzsza niz 1 000
Hz i dyskryminacja fazy na co najmniej 20 % dhugosci
fali wiazki;

. »laserowe« urzadzenia diagnostyczne umozliwiajace pomiar

blgdow sterowania potozeniem katowym »systemow lasero-
wych super wysokiej mocy« (SHPL) z doktadnos$cia rowna
lub lepsza niz 10 prad (mikroradianow);

. urzadzenia optyczne i elementy specjalnie zaprojektowane

do systemoéw »SHPL« w formie zespotow fazowanych
w celu sterowania wiazkami koherentnymi z doktadnoscia
M10 dla okreslonej dtugosci fali, lub 0,1 um, w zaleznosci
od tego, ktora z tych wielko$ci jest mniejsza;

. teleskopy projekcyjne specjalnie  zaprojektowane do

systemow SHPL;

. »laserowe urzadzenia do detekcji akustycznej« spelniajace
wszystkie z ponizszych kryteriow:

. ciagla moc wyjsciowa lasera rowna lub przewyzszajaca

20 mW;

. stabilno$¢ czgstotliwosci lasera rowna lub lepsza niz

(mniejsza) 10 MHz;

. dlugos¢ fali lasera rowna lub przewyzszajaca 1 000 nm, ale

nie przewyzszajaca 2 000 nm;

. rozdzielczo$¢ uktadu optycznego lepsza (mniejsza) niz 1

nm; oraz

. stosunek sygnatu optycznego do szumu rowne lub przewyz-

szajace 107,

Uwaga techniczna:

»Laserowe urzqdzenia do detekcji akustycznej« sq czasami
okreslane nazwq mikrofonu laserowego lub mikrofonu wykry-
wajqcego przeplyw czqstek.

Nastgpujace »magnetometry«, »mierniki gradientu magnetycz-
nego«, »mierniki gradientu magnetycznego wlasciwego«,
podwodne czujniki pola elektrycznego, »systemy kompensacji«
i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Pozycja 64006 nie obejmuje kontrolq instrumentow

specjalnie zaprojektowanych do pomiarow biomagne-
tycznych do celow zastosowan w rybotowstwie lub diag-
nostyce medycznej.

a. nastgpujace »magnetometry« i poduktady:

1. »magnetometry« wykorzystujace »technologie« materialow

»nadprzewodzacych« (SQUID) i spelniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

a. systemy SQUID przeznaczone do dziatania nierucho-
mego bez specjalnie zaprojektowanych poduktadow do
zmniejszenia szumu w ruchu i charakteryzujace si¢
»ezuto$cia« rowna lub nizsza (lepsza) niz SOfT (rms)
na pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotliwosci
1 Hz; lub

b. systemy SQUID majace magnetometr ruchu i charaktery-
zujace si¢ »czuto$cia« rowng lub nizsza (lepsza) niz 20
pT(rms) na pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotli-
wosci 1 Hz i specjalnie zaprojektowane do zmniejszenia
szumu w ruchu;
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2. »magnetometry«, w ktorych zastosowano technologig
pompowania optycznego lub precesji jadrowej (proton/Over-
hauser), charakteryzujace si¢ »czuto$cia« mniejsza (lepsza)
niz 20 pT (Srednia wartos¢ kwadratowa) na pierwiastek
kwadratowy Hz przy czestotliwosci 1 Hz;

3. »magnetometry«, w ktorych zastosowano »technologig«
bramkowania strumienia, charakteryzujace si¢ »czuloScia«
mniejsza (lepsza) niz 10 pT ($rednia wartos¢ kwadratowa)
na pierwiastek kwadratowy Hz przy czgstotliwosci 1 Hz;

4. »magnetometry« z cewka indukcyjna, charakteryzujace si¢
»czuto$cia« mniejsza (lepsza) niz ktorykolwiek z poniz-
szych:

a. 0,05 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz (Srednia
warto§¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz]
w zakresie czgstotliwos$ci ponizej 1 Hz;

b. 1 x 1073 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz (§rednia
warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz]w
zakresie czgstotliwosci 1 Hz lub powyzej, ale nieprzekra-
czajacych 10 Hz; lub

c. 1 x 10* nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz
w zakresie czgstotliwo$ci powyzej 10 Hz;

5. »magnetometry«  $wiattowodowe  charakteryzujace sig
»czutoscia« mniejsza (lepsza) niz 1 nT (Srednia wartosé
kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

b. podwodne czujniki pola elektrycznego charakteryzujace sig
»czuto$cia« mniejsza (lepsza) niz 8 nanowoltdéw na metr na
pierwiastek kwadratowy z Hz dla czgstotliwosci 1 Hz;

¢. nastgpujace »mierniki gradientu magnetycznego«:

1. »mierniki gradientu magnetycznego«, w ktorych zastoso-
wano pewna liczbg »magnetometrow« objgtych kontrola
wedtug pozycji 6A006.a;

2. $wiattowodowe »mierniki gradientu magnetycznego wiasci-
wego« charakteryzujace si¢ czutoscia gradientu pola magne-
tycznego mniejsza (lepsza) niz 0,3 nT/m (Srednia warto$¢
kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz;

3. »mierniki gradientu magnetycznego wlasciwego«, w ktorych
zastosowano inna »technologie« niz $wiattowodowa,
charakteryzujace si¢ czuloscia gradientu pola magnetycz-
nego mniejsza (lepsza) niz 0,015 nT/m rms na pierwiastek
kwadratowy Hz;

d. »systemy kompensacji« do czujnikow magnetycznych lub
podwodnych czujnikow pola elektrycznego o parametrach
odpowiadajacych parametrom wymienionych w pozycjach
6A006.a, 6A006.b lub 6A006.c lub przewyzszajacych je;

e. podwodne odbiorniki elektromagnetyczne zawierajace czujniki
pola magnetycznego wyszczegdlnione w pozycji 6A006.a lub
podwodne czujniki pola elektrycznego wyszczegdlnione
w pozycji 6A006.b.

Uwaga_techniczna:

Do celow pozycji 64006 »czulosé« (poziom szumu) oznacza Sredni
pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urzqdzenia progu
szumu, ktory jest najnizszym sygnatem dajqcym sie zmierzyc.
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Nastgpujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:
NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A107.

a. grawimetry zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznacze-
niem do pomiaréw naziemnych i majace doktadno$é statyczng
ponizej (lepszej niz) 10 pgal,

Uwaga: Pozycja 64007.a nie obejmuje kontrolq grawimetrow
do pomiaréw naziemnych z elementem kwarcowym
(Wordena).

b. grawimetry do stosowania na ruchomych platformach, spetnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

1. doktadnos¢ statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mGal; oraz

2. doktadnos¢ eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7
mGal przy czasie do ustalenia warunkow rejestracji ponizej
2 minut bez wzgledu na sposoéb kompensacji oddziatywan
ubocznych i wpltywu ruchu;

c. mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

Systemy, urzadzenia i zespoly radarowe spehiajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojektowane
elementy:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6A108.

Uwaga: Pozycja 64008 nie obejmuje kontrolq nastgpujqcych
obiektow:

— pomocniczych radaréw kontroli rejonu (SSR),
— cywilnych radaréw samochodowych,

— wyswietlaczy i monitorow stosowanych w kontroli
ruchu powietrznego,

— radaréw meteorologicznych (do obserwacji pogody),

— urzqdzen radiolokacyjnych dokladnej kontroli podej-
Scia do lqdowania (PAR) odpowiadajqcych stan-
dardom ICAO oraz wyposazonych w sterowalne
ukiady liniowe (jednowymiarowe) Ilub ustawiane
mechaniczne anteny pasywne.

a. dzialajace w zakresie czgstotliwosci od 40 GHz do 230 GHz
1 spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przecigtna moc wyj$ciowa powyzej 100 mW; lub

2. doktadnos¢ namierzania o zakresie rownym 1 m lub mniej-
szym (lepszym) lub o azymucie rownym 0,2 stopnia lub
mniejszym (lepszym);

b. umozliwiajace przestrajanie pasma czgstotliwosci w zakresie
powyzej + 6,25 % od »$rodkowej czgstotliwosci roboczej«;

Uwaga techniczna:
»Srodkowa czestotliwos¢ robocza« rowna sie polowie sumy

najwyzszej i najnizszej nominalnej czestotliwosci roboczej.

c. zdolne do réwnoczesnego dzialania na dwoch lub wigeej czgs-
totliwosciach nosnych;

d. zdolne do dziatania w trybie z synteza apertury (SAR),
z odwrocona synteza apertury (ISAR) lub jako radiolokatory
poktadowe obserwacji bocznej (SLAR);

e. zaopatrzone w sterowany elektronicznie uktad antenowy;
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zdolne do okreslania wysokosci niepowiazanych ze soba
celow;

. specjalnie zaprojektowane dla lotnictwa (zainstalowane na

balonach lub samolotach) i majace mozliwo$¢ »przetwarzania
sygnatow« dopplerowskich w celu wykrywania obiektow
ruchomych;

. zdolne do przetwarzania sygnaléw radiolokacyjnych i wyko-

rzystujace ktorekolwiek z ponizszych:
1. techniki »rozproszonego widma radiolokacyjnego«; lub

2. techniki »regulacji czgstotliwosci sygnalow radiolokacyj-
nyche;

zapewniajace dziatania naziemne o maksymalnym »zasiggu
roboczym« powyzej 185 km;

Uwaga: Pozycja 64008.i nie obejmuje kontrolq kontrolg:
a. radarow kontroli towisk rybackich;

b. radarowych instalacji  naziemnych specjalnie
zaprojektowanych do kierowania ruchem lotni-
czym i speiniajqcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. maksymalny »zasieg roboczy« nie wigkszy niz
500 km,

2. skonfigurowanych w taki sposob, ze umoZzli-
wiajq transmisje danych o celach radarowych
tvlko w jednq strone, od miejsca zainstalo-
wania radaru do jednego lub wiecej cywilnych
osrodkow ATC (kierowania ruchem lotniczym),

3. niezawierajqcych zadnych elementow umoZzli-
wiajqcych zdalne sterowanie szybkosciq prze-
szukiwania radaru z osrodka ATC; oraz

4. zainstalowanych na stafe.

c. meteorologicznych, balonowych radiolokatorow
Sledzqcych;

radary »laserowe« lub optyczne (LIDAR) spetiajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. bedace »klasy kosmicznej«;

2. wykorzystujace koherentne heterodynowe lub homodynowe
techniki wykrywania obiektow oraz posiadajace rozdziel-
czo$¢ katowa nizsza (lepsza niz) 20 prad (mikroradianow)
lub;

3. przeznaczone do przeprowadzania z powietrza przybrzez-
nych pomiaréw batymetrycznych zgodnie ze standardem
rzgdu la Migdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (5.
wydanie luty 2008 r.) dla pomiaréow hydrograficznych lub
lepszym, przy uzyciu jednego lub kilku laserow o dtugosci
fali przekraczajacej 400 nm, ale nieprzekraczajacej 600 nm.

Uwaga 1: Urzqdzenia LIDAR specjalnie zaprojektowane do
celow geodezyjnych sq wyszczegolnione wylqcznie
w pozycji 64008.j.3.

Uwaga 2: Pozycja 64008.j nie obejmuje kontrolq urzqdzen
LIDAR specjalnie zaprojektowanych do obserwacji
meteorologicznych.
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Uwaga 3: Parametry standardu rzedu la Miedzynarodowej
Organizacji Hydrograficznej 5. wydanie luty 2008
r. $q podsumowane nastepujqco:

— doktadnos¢  pozioma okreslenia pozycji (na
poziomie ufnosci 95 %) = 5 m + 5 % glebo-
kosci

— dokiladnos¢ okreslenia glebokosci zredukowanej
(na poziomie ufnosci 95 %) = £ «+wa?)/ gdzie:

a = 05 m = staly blqd glebokosci, tj. suma
wszystkich stalych bledow glebokosci

b = 0,013 = wspolczynnik bledu zaleznego od
glebokosci

b*d = blqd zalezny od glebokosci, tj. suma
wszystkich bledow zaleznych od glebokosci

d = glebokos¢

— wykrywanie obiektow = obiekty kubaturowe >
2 m na glebokosci do 40 m;

10 % glebokosci na glebokosci przekraczajqcej
40 m.

k. wyposazone w poduktady do »przetwarzania sygnalow« tech-
nika »kompresji impulséw« i spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. wskaznik »kompresji impulsow« powyzej 150; lub
2. szerokos$¢ impulsu ponizej 200 ns; lub

1. wyposazone w poduktady do przetwarzania danych i spetniajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. »automatyczne $ledzenie celu«  zapewniajace, przy
dowolnym potozeniu katowym anteny, przewidzenie poto-
zenia celu w okresie pomigdzy kolejnymi przejsciami wiazki
radiolokacyjnej; lub

Uwaga: Pozycja 64A008.1.1 nie obejmuje kontrolq uktadow
ostrzegajqcych  przed —mozliwosciq — zderzenia,
wchodzqcych w sktad systemow kontroli ruchu
powietrznego lub morskiego lub portowego.

2. nieuzywane;
3. nieuzywane;

4. skonfigurowane tak, aby zapewnia¢ superpozycje¢ (nakla-
danie) i korelacjg lub scalanie danych o celu w ciagu
szesciu sekund z dwoch lub wigeej »rozrzuconych geogra-
ficznie« czujnikéw radarowych, aby dzigki temu potaczo-
nemu dziataniu uzyska¢ wyniki lepsze niz z pojedynczego
czujnika wyszczegdlnione w pozycji 6A008.f lub 6A008.i.

NB.: Zob. takze wykaz uzbrojenia

Uwaga: Pozycja 64008.1.4 nie obejmuje  kontrolg
systemow, urzqdzen lub zespolow uzywanych do
kontroli ruchu na morzu.

»Detektory« zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niz
wyszczegllnione w pozycji 6A002, specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane do ochrony przed skutkami wybuchéw jadro-
wych (np. impulsow elektromagnetycznych (EMP), promienio-
wania rentgenowskiego, kombinowanych efektow podmuchu
i udaru termicznego) i znajdujace zastosowanie w »pociskach
rakietowych«, skonstruowane lub przystosowane w taki sposob,
ze sa w stanie wytrzymac taczng dawke promieniowania o wartosci
5 x 103 radéw (Si).
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6A107

6A108

Uwaga techniczna:

W pozycji 64102 przez pojecie detektora nalezy rozumieé urzq-
dzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do auto-
matycznej identyfikacji i rejestracji takich bodzcow, jak zmiany
warunkéw otoczenia, np. cisnienie lub temperatura, sygnal elek-
tryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu
radioaktywnego. Obejmuje to urzqdzenia, ktore wykrywajq
bodziec poprzez jednorazowe zadzialanie lub uszkodzenie sie.

Nastgpujace grawimetry i podzespoly do miernikow grawitacji
i miernikow gradientu pola grawitacyjnego:

a. grawimetry inne niz wyszczegolnione w pozycji 6A007.b,
zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie
lub w warunkach morskich, majace doktadnos¢ statyczng lub
eksploatacyjna (robocza) réwna lub nizsza (lepsza) niz 7 x 1076
m/s? (0,7 mGal) przy czasie do ustalenia warunkow rejestracji
rownym lub krétszym od 2 minut;

b. specjalnie zaprojektowane podzespoty do grawimetréw wymie-
nionych w pozycjach 6A007.b lub 6A107.a oraz do miernikow
gradientu pola grawitacyjnego wyszczegdlnionych w pozycji
6A007.c.

Nastgpujace instalacje radarowe i $ledzace, inne niz wyszczego6l-
nione w pozycji 6A008:

a. instalacje radarowe lub laserowe zaprojektowane lub zmodyfi-
kowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych
pojazdach nos$nych wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub
w rakietach meteorologicznych wyszczegolnionych w pozycji
9A104;

Uwaga: Pozycja 64108.a obejmuje nastepujqce obiekty:

a. urzqdzenia do wykonywania map konturowych
terenu;

b. urzqdzenia czujnikowe obrazow,

c. urzqdzenia do wykonywania i korelacji obrazow
terenu (analogowe i cyfrowe),

d. urzqdzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej.

b. nastgpujace precyzyjne instalacje do Sledzenia toréw obiektow,
znajdujace zastosowanie w »pociskach rakietowych«:

1. instalacje do $ledzenia toréw, wyposazone w translatory
kodow wspoélpracujace z instalacjami naziemnymi lub
nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi
w celu pomiaru w czasie rzeczywistym potozen i predkosci
obiektow w locie;

2. radary kontroli obszaru powietrznego wspotpracujace z insta-
lacjami $ledzenia obiektow w zakresie optycznym i podczer-
wonym, majace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. rozdzielczo$¢ katowa lepsza niz 1,5 miliradiana;

b. zasigg 30 km lub wigkszy z rozdzielczoscia odlegtosci
lepsza niz 10 m ($rednia kwadratowa);

c. doktadnos$¢ ustalania predkosci lepsza od 3 m/s.

Uwaga_techniczna:

Termin »pocisk rakietowy« w pozycji 64108b oznacza kompletng
instalacje rakietowq i systemy bezpilotowych statkéw powietrznych
o zasiegu powyzej 300 km.
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6A202

6A203

Lampy fotopowielaczowe majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. powierzchnig fotokatody powyzej 20 cm?; oraz
b. czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns.

Nastgpujace kamery filmowe i ich podzespoly, inne niz wyszcze-
golnione w pozycji 6A003:

a. nastgpujace kamery z wirujacym zwierciadlem napedzanym

mechanicznie oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzes-

poty:

1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybko$cia powyzej
225 000 klatek zdjgciowych na sekundg;

2. kamery smugowe z predkosciami zapisu powyzej 0,5 mm
na mikrosekundg;

Uwaga: W pozycji 6A203.a do podzespotow kamer tego typu
zalicza sie specjalnie zaprojektowane elektroniczne
elementy synchronizujqce oraz specjalne zespoly
wirnikow skladajqce sie z turbinek, zwierciadel
i tozysk.

. nastgpujace elektroniczne kamery i lampy smugowe i obra-

Z0wWe:

1. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej
50 ns lub mniejszej;

2. lampy smugowe do kamer wyszczegdlnionych w poz.
6A203.b.1;

3. kamery elektroniczne (albo z elektroniczna migawka)
o czasie naswietlania 50 ns lub krotszym;

4. nastgpujace lampy obrazowe i polprzewodnikowe urza-
dzenia obrazowe do kamer filmowych wyszczegdlnionych
w pozycji 6A203.b.3:

a. lampy wzmacniajace ogniskowanie obrazow zblizenio-
wych, majace fotokatod¢ w postaci warstwy osadzonej
na przezroczystej powloce przewodzacej w celu zmniej-
szenia jej opornosci;

b. lampy wzmacniajace na bramkach wykonanych w techno-
logii SIT (silicon intensifier target), w ktorych szybki
uktad umozliwia bramkowanie fotoelektronow z fotoka-
tody przed ich uderzeniem w ptytke SIT;

c. migawki elektrooptyczne z fotokomoérkami dziatajacymi
na zasadzie efektu Kerra lub Pockela; lub

d. inne lampy obrazowe oraz potprzewodnikowe urzadzenia
obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazow
ponizej 50 ns, specjalnie zaprojektowane do kamer
filmowych wyszczegoélnionych w pozycji 6A203.b.3;

c. kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem

oraz soczewki do nich, skonstruowane lub przystosowane
w taki sposob, ze sa w stanie wytrzymaé¢ promieniowanie
0 natgzeniu powyzej 50 x 103 Gy (Si) [5 x 10° rad (Si)] bez
pogorszenia wlasnosci eksploatacyjnych, oraz specjalnie do
nich zaprojektowane soczewki.

Uwaga_techniczna:

Termin Gy (krzem) odnosi si¢ do energii w dzulach na kilo-
gram wchionietej przez nieostonietq probke krzemowq po
wystawieniu na dzialanie promieniowania jonizujqcego.
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6A205

Nastgpujace »lasery«, wzmacniacze »laserowe« i oscylatory, inne
niz wymienione w pozycjach 0B001.g.5, 0B0O01.h.6 i 6A005:

NB.: W odniesieniu do laseréow na parach miedzi zob. pozycja

64005.b.

. lasery na jonach argonu majace obydwie wymienione ponizej

cechy:

1. pracujace w zakresie fal o dlugosciach pomigdzy 400 nm
a 515 nm;

2. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 40 W; oraz

. przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych

pracujace w trybie pojedynczym, majace wszystkie nastgpujace
cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 1 W;
3. czgstotliwodci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz

4. impuls o dlugosci ponizej 100 ns;

. przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach

barwnikowych, majace wszystkie nastgpujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal od 300 nm do 800 nm;
2. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 30 W;

3. czgstotliwodci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz

4. impuls o dlugosci ponizej 100 ns;

Uwaga: Pozycja 64205.c nie obejmuje kontrolq oscylatorow
pracujqcych w trybie pojedynczym.

. impulsowe »lasery« na dwutlenku wegla, majace wszystkie

nastgpujace cechy:

1. pracujace w przedziale dtugo$ci fal od 9 000 nm do 11 000 nm;
2. czgstotliwoéci powtarzania powyzej 250 Hz;

3. przecigtnej mocy wyjsciowej powyzej 500 W; oraz

4. szeroko$ci impulsu ponizej 200 ns;

. przeksztattniki na parawodorze dziatajace w pa$mie Ramana,

przeznaczone do pracy na fali o dlugosci 16 um z czgstotliwo-
$cig powtarzania powyzej 250 Hz;

. »lasery« domieszkowane neodymem (inne niz na szkle),

o wyjsciowej dtugosci fali powyzej 1 000 nm i ponizej 1 100
nm, majace ktorykolwiek z ponizszych parametrow:

1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocia o czasie
trwania impulsu réwnym lub wigkszym niz 1 ns, majace
ktorykolwiek z ponizszych parametrow

a. wyjscie w trybie jednokrotnego przejScia poprzecznego
ze $redniag moca wyjsciowa ponad 40 W; lub

b. wyjscie w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego
ze $rednig moca wyj$ciowa ponad 50 W; lub

2. zawierajace podwojenie czgstotliwosci, aby otrzymaé
wyjéciowa dlugos¢ fali powyzej 500 nm i ponizej 550
nm, z przeci¢tng moca wyj$ciowa ponad 40 W.
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6A225

6A226

Interferometry do pomiaru predkosci w zakresie powyzej 1 km/s
w odstgpach czasowych ponizej 10 mikrosekund.

Uwaga: Pozycja 64225 obejmuje doplerowskie interferometry
laserowe, jak VISAR-y, DLI itp.

Nastgpujace czujniki ci$nienia:

a. czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru
cisnien powyzej 10 GPa; lub

b. kwarcowe przetworniki cisnien do pomiardow cisnien powyzej
10 GPa.
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6B
6B004

6B007

6B008

6B108

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Nastepujace urzadzenia optyczne:

a. urzadzenia do pomiaru absolutnego wspoiczynnika odbicia
z doktadnos$cia + 0,1 % warto$ci odbicia;

b. urzadzenia rézne od optycznych urzadzen do pomiaru rozpra-
szania powierzchni, majace nieprzystonigta aperturg o wielkosci
powyzej 10 cm, specjalnie zaprojektowane do bezstykowych
pomiaréw optycznych figur o przestrzennych (nieplanarnych)
powierzchniach optycznych (profili) z »doktadnoscia« 2 nm
lub wigksza (lepsza) na danym profilu.

Uwaga: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolq mikroskopow.

Urzadzenia do produkcji, strojenia i wzorcowania grawimetrow
ladowych o doktadnosci statycznej lepszej niz 0,1 mGal.

Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czyn-
nego o szerokosciach impulsu przesylowego 100 ns lub mniej-
szych oraz specjalnie dla nich zaprojektowane elementy.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 6B108.

Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiaréw radarowego
przekroju czynnego znajdujace zastosowanie w »pociskach rakie-
towych« 1 ich podzespotach, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
6B008.

Uwaga techniczna:

W pozycji 6B108 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajqcym 300 km.
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6C Materialy

6C002 Nastgpujace materiaty do czujnikow optycznych:

a. tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystoSci rownym lub
wyzszym niz 99,9995 %;

b. pojedyncze krysztaly ktorychkolwiek z ponizszych (lacznie
z epitaksjalnymi ptytkami);

1. tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowego) (CdZnTe),
o zawarto$ci cynku mniej niz 6 % w »utamku molowyme;

2. tellurku kadmu (CdTe) o dowolnym poziomie czystosci; lub

3. tellurku kadmu i rtgci (kadmowo-rtgciowego) (HgCdTe)
o dowolnym poziomie czystosci.

Uwaga techniczna:

»Ulamek molowy« definiowany jest jako stosunek moli ZnTe
do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujqcych sie w krysztale.

6C004 Nastgpujace materiaty optyczne:

a. »polprodukty podiozy« z selenku cynku (ZnSe) i siarczku
cynku (ZnS) wytwarzane technika osadzania z par lotnych
i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. objgtos¢ powyzej 100 cm?; lub

2. $rednica wigksza niz 80 mm i grubo$¢ réwna 20 mm lub
wieksza;

b. kesy jakichkolwiek nastgpujacych materiatow elektrooptycz-
nych:

1. arsenianu potasu i tytanylu (potasowo-tytanylowy) (KTA)
(CAS 59400-80-5);

2. selenku srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe,) (CAS
12002-67-4); lub

3. selenku talu i arsenu (talowo-arsenowego) (Tl3AsSes,
znanego réowniez pod nazwa TAS) (CAS 16142-89-5);

c. nieliniowe materialy optyczne spetniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

1. wrazliwoéé trzeciego rzedu (chi 3) réwna 10° m%V? lub
lepsza; oraz

2. czas reakcji ponizej 1 ms;

d. »potprodukty podilozy« z osadzonym weglikiem krzemu lub
beryl-beryl (Be/Be) o Srednicy lub dlugosci osi glownej
powyzej 300 mm;

e. szklo, tacznie ze stopiona krzemionka, szkto fosforanowe, fluo-
rofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF;) (CAS 7783-64-4)
i fluorku hafnu (HfF,) (CAS 13709-52-9) spetniajace wszystkie
ponizsze kryteria:

1. stezenie jonow hydroksylowych (OH-) ponizej 5 ppm;
2. aawarto$¢ wtracen metalicznych ponizej 1 ppm; oraz

3. wysoka jednorodnos¢ (wahania wspolczynnika zatamania
$wiatla) ponizej 5 x 1079



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 248

f. wytwarzany syntetycznie materiat diamentowy o wspotczynniku
pochtaniania ponizej 10> cm! dla fal o dtugosciach powyzej
200 nm, ale nie dtuzszych niz 14 000 nm.

6C005 Nastepujace potprodukty do »laserow« na krysztatach syntetycz-
nych:

a. szafir domieszkowany tytanem;

b. aleksandryt.
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6D
6D001

6D002

6D003

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« lub
»produkcji« urzadzen objetych kontrola wedlug pozycji 6A004,

6A005, 6A008 lub 6B00S.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
urzadzen objetych kontrola wedlug pozycji 6A002.b lub 6A008,

lub 6B008.
Nastgpujace inne »oprogramowanie«:

a. nastgpujace »oprogramowanie«:

1. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do ksztalto-
wania wiazek akustycznych do »przetwarzania w czasie
rzeczywistym« danych akustycznych pochodzacych z pasyw-
nego odbioru za pomocg holowanego zespotu hydrofonow;

2. »kod zrodlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistym«
danych akustycznych pochodzacych z pasywnego odbioru
za pomocg holowanego zespotu hydrofondw;

3. »oprogramowanie« specjalnie opracowane do formowania
wigzek akustycznych do »przetwarzania w czasie rzeczy-
wistym« danych akustycznych w celu biernej detekcji za
pomoca dennych lub  migdzywrggowych  ukladoéw
kablowych;

4. vkod zrodlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistyme
danych akustycznych dla biernej detekcji dla dennych lub
migdzywrggowych uktadéw kablowych;

5. »oprogramowanie« lub »kod zrodlowy« specjalnie zaprojek-
towane do wszystkich ponizszych celow:

a. »przetwarzanie w czasie rzeczywistym« danych
akustycznych pochodzacych z systemow sonarowych
wyszczegolnionych w poz. 6A001.a.1.e; oraz

b. automatyczne wykrywanie, klasyfikacja i ustalanie poto-
zenia nurkow lub ptywakow;

NB.: Systemy wykrywania nurkéw specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane do zastosowan wojskowych
— zob. wykaz uzbrojenia.

. nieuzywane;

. »oprogramowanie« zaprojektowane lub zmodyfikowane dla

kamer zawierajacych zaprojektowana »matryce detektorowe
plaszczyzny  ogniskowej«  wyszczegblnione w  pozycji
6A002.a.3.f i zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by
znie$¢ ograniczenie szybko$ci analizy obrazow i zezwoli¢
kamerze na przekroczenie szybkos$ci analizy obrazow wyszcze-
golnione w pozycji 6A003.b.4, uwaga 3.a;

. nieuzywane;
. nieuzywane;

. nastgpujace »oprogramowanie«:

1. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do
»systemOw kompensacji« pola magnetycznego i elektrycz-
nego do czujnikow magnetycznych przeznaczonych do
pracy na ruchomych platformach;

2. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do wykry-
wania anomalii pola magnetycznego i elektrycznego na
ruchomych platformach;
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6D102

6D103

3. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »przetwa-
rzania w czasie rzeczywistym« danych elektromagnetycz-
nych z wykorzystaniem podwodnych odbiornikow elektro-
magnetycznych wyszczegdlnionych w pozycji 6A006.¢;

4. »kod zrodlowy« do »przetwarzania w czasie rzeczywistyme
danych elektromagnetycznych z wykorzystaniem podwod-
nych odbiornikow elektromagnetycznych wyszczegdlnio-
nych w pozycji 6A006.¢;

g. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do korygowania
wpltywu oddziatywafh zwiazanych z ruchem na grawimetry
i mierniki gradientu pola grawitacyjnego;

h. nastgpujace »oprogramowanie«:

1. »programy« aplikacyjne »oprogramowania« do kontroli
ruchu powietrznego (ATC) zaprojektowane do zainstalo-
wania na komputerach ogélnego przeznaczenia w centrach
kontroli ruchu powietrznego, umozliwiajace przyjmowanie
danych radiolokacyjnych o obiektach z wigcej niz czterech
radaréw pierwotnych;

2. »oprogramowanie« do projektowania lub »produkcji« koput
anten radiolokatoréw 1 spelniajace wszystkie ponizsze

kryteria:

a. specjalnie zaprojektowane do ochrony »sterowanych
elektronicznie =~ fazowanych ukladow  antenowych«
wyszczegolnionych w pozycji 6A008.¢; oraz

b. wptywajace na charakterystyke promieniowania anteny,
majac »przecigtny poziom listkow bocznych« wigkszy
niz 40 dB ponizej wartosci szczytowych wiazki glowne;j.

Uwaga techniczna:

»Przecietny poziom listkow bocznych« w  pozycji
6D003.h.2.b mierzony jest dla calego ukladu, pomijajqc
rozpietos¢ kqtowq wiqzki glownej i pierwsze dwa listki
boczne z kazdej strony.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »uzytkowania« »wyrobow« wyszczegdlnionych w pozycji
6A108.

»Oprogramowanie« do obrobki (po zakonczeniu lotu) danych
zebranych podczas lotu, umozliwiajace okreslenie potozenia
pojazdu w kazdym punkcie toru jego lotu, specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane dla »pociskow rakietowych«.

Uwaga techniczna:

»Pocisk rakietowy« w pozycji 6D103 odnosi sie do kompletnych
systemow  rakietowych i bezpilotowych statkow powietrznych
o zasiegu powyzej 300 km.
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6E
6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Technologia

»Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do
»rozwoju« urzadzen, materialdow lub »oprogramowania« objetych
kontrola wedlug pozycji 6 A, 6B, 6C lub 6D.

»Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do
»produkcji« urzadzen lub materialéw objetych kontrola wedlug
pozycji 6 A, 6B lub 6C.

Nastgpujace inne »technologie«:
a. nastgpujace »technologie«:

1. »technologie« wytwarzania i obrobki powtok na powierzch-
niach optycznych »niezbgdne« do osiagnigcia »grubosci
optycznej« o jednorodnosci 99,5 % lub lepszej na powto-
kach optycznych o $rednicy lub dtugosci osi glownej wyno-
szacej 500 mm lub wigcej i catkowitego wspotczynnika strat
(pochtanianie i rozpraszanie) ponizej 5 x 1073;

NB.: Zob. takze pozycja 2E003.f.

Uwaga_techniczna:

»Grubo$¢ optyczna«  jest iloczynem wskaznika refrakcji
i fizycznej grubosci powloki.

2. »technologie« wytwarzania elementow optycznych wyko-
rzystujace jednoostrzowe techniki diamentowania, umozli-
wiajace wygladzanie powierzchni z doktadnoscia lepsza
niz 10 nm (warto$¢ $rednia kwadratowa) na powierzchniach
nieptaskich o polu powyzej 0,5 m%;

b. »technologie« »niezbgdne« do »rozwoju«, »produkcji« lub
»uzytkowania«  specjalnie zaprojektowanych instrumentow
diagnostycznych lub obiektow w urzadzeniach testujacych
specjalnie zaprojektowanych do testowania instalacji »urzadzen
laserowych bardzo wysokiej mocy« (SHPL) lub testowania lub
oceny materiatdbw napromienionych wiazka z tych systemow.

»Technologie« wedtug uwagi ogdlnej do technologii do »uzytko-
wania« urzadzen lub »oprogramowania« objgtych kontrolg wedtug
pozycji 6A002, 6A007.b i c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108,
6B108, 6D102 lub 6D103.

Uwaga: Pozycja 6E101 obejmuje wylqcznie wtechnologie« do
urzqdzen wyszczegolnionych w pozycji 64008 w razie
jej przeznaczenia do stosowania w lotnictwie i mozli-
wosci zastosowania w ypociskach rakietowych«.

»Technologie« wedtug uwagi ogdlnej do technologii do »uzytko-
wania« urzadzen wymienionych w pozycjach 6A003, 6A005.a.2,
6A005.b.2, 6A005.b.3, 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2,
6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub
6A226.
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KATEGORIA 7
NAWIGACJA T AWIONIKA
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TA

7A001

7A002

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe:

NB.: W przypadku automatycznych pilotow do plywajqcych jedno-
stek podwodnych zob. takze kategorie 8. W przypadku

radarow zob. takze kategorie 6.

Nastgpujace akcelerometry i specjalnie zaprojektowane do nich

podzespoty:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A101.

NB.: Akcelerometry kqtowe lub obrotowe — zob. pozycja 74001.b.

a. akcelerometry liniowe spetiajace ktorekolwiek z ponizszych

kryteriow:

1. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen linio-
wych o warto$ciach na poziomie nizszym lub rownym 15
g 1 spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »stabilno$é« »wychylenia wstgpnego« ponizej (lepsza
niz) 130 mikro g wzgledem ustalonej wartosci wzor-

cowej w okresie jednego roku; lub

b. »stabilno$¢«  »wspotczynnika

skalowania«  ponizej

(lepsza niz) 130 ppm wzgledem ustalonej warto$ci wzor-

cowej w okresie jednego roku;

2. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen linio-
wych o wartosciach na poziomie wyzszym niz 15 g, ale
mniejszym niz lub réwnym 100 g i spetniajace wszystkie

ponizsze kryteria:

a. »stabilno$¢« »wychylenia wstgpnego« ponizej (lepsza
niz) 5000 mikro g wzgledem ustalonej warto$ci wzor-

cowej w okresie jednego roku; oraz

b. »stabilno$¢«  »wspotczynnika

skalowania«  ponizej

(lepsza niz) 2500 ppm wzglgdem ustalonej wartosci
wzorcowej w okresie jednego roku; lub

3. zaprojektowane do uzytkowania w inercyjnych systemach
nawigacji lub naprowadzania i przeznaczone do dziatania
w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach na

poziomie wyzszym niz 100 g;

Uwaga: Pozycje 74001.a.1 i 74001.a.2 nie obejmujq kontrolg

akcelerometrow  ograniczonych

do  pomiaréw

wylqcznie wibracji lub wstrzqsow.

b. akcelerometry katowe lub obrotowe przeznaczone do dziatania
w warunkach przyspieszen liniowych o warto$ciach na

poziomie wyzszym niz 100 g.

Zyroskopy lub czujniki predkosci katowej spehiajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojekto-

wane podzespoty.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A102.

NB.: Dla akcelerometréw kqtowych i obrotowych zob. takze

pozycja 74001.b.
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7A003

a. przeznaczone do dziatania w warunkach przyspieszen linio-
wych mniejszych niz lub réwnych 100 g i spelniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:

. zakres pomiaru mniejszy niz 500 stopni na sekundg i spel-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

. »stabilno$¢« »wychylenia wstgpnego« wynoszaca mniej

(lepiej) niz 0,5 ° na godzing mierzona w warunkach
przyspieszenia rownego 1 g w okresie jednego miesiaca
i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub

. »kat bladzenia losowego« mniejszy (lepszy) lub rowny

0,0035 ° na pierwiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 7A4002.a.1.b nie obejmuje kontrolq
»zyroskopow wirujqcychy.

Uwaga_techniczna:

»Zyroskopy wirujqce« to zyroskopy wykorzystujqce stale
obracajqcq sie mase do wykrywania ruchu obrotowego.

. zakres pomiaru wigkszy lub rowny 500 ° na sekundg i spel-
niajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. »stabilno$é¢« »wychylenia wstgpnego« wynoszaca ponizej

(lepiej niz) 40 ° na godzing, mierzona w warunkach
przyspieszenia rownego 1 g w okresie 3 minut i w odnie-
sieniu do ustalonej wartosci wzorcowej; lub

. »kat bladzenia losowego« mniejszy (lepszy) lub rowny

0,2 ° na pierwiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 74002.b nie obejmuje kontrolq »zyro-
skopow wirujqcych«.

Uwaga techniczna:

»Zyroskopy wirujqce« to Zyroskopy wykorzystujqce stale
obracajqcq sie¢ mase do wykrywania ruchu obrotowego.

b. przeznaczenie do dzialania w warunkach przyspieszen linio-
wych o warto$ciach na poziomie powyzej 100 g.

Inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do nich
podzespoty:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A103.

a. inercyjne systemy nawigacji (INS) (z zawieszeniem karda-
nowym lub innym) i urzadzenia bezwladno$ciowe przezna-
czone dla »statkow powietrznych«, pojazdéw ladowych, jedno-
stek ptywajacych (nawodnych i podwodnych) lub w»statkéw
kosmicznych« do nawigacji, okre$lania potozenia, naprowa-
dzania lub sterowania i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty:

. blad nawigacji (czysto inercyjny) po prawidtowej regulacji,
wynoszacy 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzing (nm/hr)
»kregu rownego prawdopodobiefistwa« (»CEP«) lub mniej
(lepiej); lub

. przeznaczenie do okre$lonych zadan na poziomach przyspie-
szen liniowych powyzej 10 g;
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. hybrydowe systemy nawigacyjnie wbudowane w Globalne

Satelitarne Systemy Nawigacyjne (GNSS) lub wspotpracujace
z systemami »Nawigacji opartej na danych z bazy danych«
(»DBRN«) do nawigacji, okreslania potozenia, naprowadzania
lub sterowania, po normalnym zestrojeniu i odznaczajace si¢
doktadnoscia pozycyjna nawigacji INS po utracie kontaktu
z GNSS lub »DBRN« przez okres do czterech minut, mniejsza
(lepsza) niz 10 metréw »kregu rownego prawdopodobiefistwa«
(»CEP«);

. inercyjne urzadzenia pomiarowe do wyznaczania kursu lub

poinocy rzeczywistej, spetniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow, oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoty:

1. zaprojektowane tak, zeby doktadno$¢ wyznaczania kursu lub
péinocy rzeczywistej byta rowna 0,07 stopnia/s (szerokosSci
geograficznej) lub mniejsza (lepsza) (rowna 6 min tuku rms
na 45 stopniu szerokos$ci geograficznej); lub

2. zaprojektowane tak, zeby mialy nieroboczy poziom
wstrzasow 900 g lub wigkszy przez okres 1 milisekundy
lub wigkszy;

. inercyjne urzadzenia pomiarowe, w tym inercyjne jednostki

pomiarowe (IMU) i inercyjne systemy odniesienia (IRS), obej-
mujace akcelerometry lub zyroskopy okreslone w pozycjach
7A001 i 7A002.

Uwaga 1: Parametry pozycji 74003.a majq zastosowanie
wraz z jednym z ponizszych warunkow srodowisko-
wych:

a. wejsciowe drgania przypadkowe o catkowitej
wielkosci Sredniej kwadratowej 7,7 g przez
pierwsze 0,5 godziny oraz ogolny czas trwania
testu 1,5 godziny na kazdq z 3 prostopadtych
osi, gdy drgania przypadkowe speiniajq
wszystkie nastepujqce warunki:

1. stala gestos¢ widmowa mocy o wartosci 0,04
g%/Hz w przedziale czestotliwosci od 15 do
1000 Hz; oraz

2. gestos¢ widmowa mocy malejgca od 0,04
g%/Hz do 0,01 g*/Hz w przedziale czestotli-
wosci od 1 000 do 2 000 Hz; lub

b. zakres wspolczynnika kqtowego dla jednej lub
wiecej osi rowny + 2,62 rad/s (150 stopnia/s)
lub wigkszy; lub

c. zgodnie z normami krajowymi rownowaznymi
a lub b powyzej.

Uwaga 2: Pozycja 74003 nie obejmujq kontrolq inercyjnych
systemow nawigacyjnych certyfikowanych do stoso-
wania w »cywilnych statkach powietrznych« przez
wladze cywilne »panstwa uczestniczqcego«.

Uwaga 3: Pozycja 7A003.c.1 nie obejmuje kontrolq systemow
teodolitowych zawierajqcych urzqdzenia inercyjne
specjalnie zaprojektowane do cywilnych zasto-
sowan geodezyjnych.

Uwagi_techniczne:

1. Pozycja 74003.b odnosi si¢ do systemow, w ktorych INS lub
inne niezalezne pomoce nawigacyjne sq wbudowane w jeden
zespol w celu uzyskania poprawy parametrow.
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7A004

7A005

7A006

7A008

2. »Krqg réwnego prawdopodobienstwa« (CEP) (7) —
w kolowym rozkltadzie normalnym, promien okregu zawie-
rajqcego 50 % poszczegolnych wynikéw pomiaréw lub
promien okregu, w ktorym wystepuje 50 % prawdopodo-
bienstwo, ze obiekt zostanie zlokalizowany.

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia umozliwiajace okre$lanie
potozenia lub orientacjg przestrzenna za pomoca automatycznego
sledzenia cial niebieskich lub satelitow, o doktadnosci azymutowej
rownej 5 sekund katowych lub mniej (lepszej niz).

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A104.

Urzadzenia odbiorcze globalnych satelitarnych — systemow
nawigacji (GNSS) spehiajace ktorekolwiek z ponizszych kryte-
riow oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A105.

NB.: W przypadku urzqdzen zaprojektowanych specjalnie do
zastosowan wojskowych zob. wykaz uzbrojenia.

a. wyposazenie w algorytm dekodujacy specjalnie zaprojekto-
wany lub zmodyfikowany do wykorzystania przez stuzby
rzadowe w celu uzyskania dostgpu do ciagéw rozpraszajacych
pozwalajacych okresli¢ pozycjg i czas; lub

b. wyposazenie w »systemy anten adaptacyjnych«.

Uwaga: Pozycja 74005.b nie obejmuje kontrolq urzqdzen
odbiorczych ~ GNSS  wyposazonych — wylqcznie
w elementy stuzqce filtrowaniu, przelqczaniu Ilub
tqczeniu  sygnatow z wielu anten dookolnych,
w  ktorych  nie  zastosowano  technik  anten
adaptacyjnych.

Uwaga techniczna:

Do celow poz. 74005.b »systemy anten adaptacyjnych« dyna-
micznie wytwarzajq jednq przestrzennq wartos¢ zerowq lub
wiekszq ich liczbe w szyku antenowym przez przetwarzanie
sygnatu w domenie czasu lub czestotliwosci.

Wysokosciomierze lotnicze dziatajace poza pasmem czgstotliwosci
od 4,2 do 4,4 GHz Iacznie i speniajace ktorekolwiek z ponizszych
kryteriow:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7A106.
a. »sterowanie moca«; lub
b. wyposazenie w zespoly do modulacji z przesunigciem fazy.

Systemy sonarowe do nawigacji podwodnej, postugujace sig
logami dopplerowskimi lub logami korelacyjnymi zintegrowane
z czujnikiem kierunku 1 majace doktadno$¢ pozycjonowania
rowna lub mniejsza (lepsza) niz 3 % przebytej odleglosci »kregu
réwnego prawdopodobienstwa« (»CEP«) oraz specjalnie do nich
zaprojektowane podzespoty.

Uwaga: Pozycja 74008 nie obejmuje kontrolgq systemow
specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania na stat-
kach nawodnych lub systemow wymagajqcych pltaw lub
boi akustycznych do dostarczania danych pozycyjnych.

NB.: Zob. pozycja 6A4001.a dla systeméw akustycznych oraz
pozycja 6A001.b dla urzqdzen sonarowych z logami korela-
cyjnymi i logami dopplerowskimi. Zob. pozycja 84002 dla
innych systemow okretowych.
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7A101

7A102

7A103

Akcelerometry liniowe, inne niz wyszczegolnione w pozycji
7A001, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach
nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania
nadajacych si¢ do zastosowania w »pociskach rakietowych,
majace wszystkie z ponizszych cech, oraz specjalnie do nich
zaprojektowane zespoty:

a. »powtarzalno$c¢« »wychylenia wstgpnego« mniejsza (lepsza)
niz 1250 pg; oraz

b. »powtarzalnos¢«  »wspotczynnika  skalowania«  mniejsza
(lepsza) niz 1250 ppm.

Uwaga: Pozycja 74101 nie obejmuje kontrolq akcelerometrow
specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako czuj-
niki MWD (Measurement While Drilling — pomiar
podczas  wiercenia)  stosowanych — podczas  prac
wiertniczych.

Uwagi_techniczne:

1. W pozycji 74101 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne
systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statkéow powietrz-
nych o zasiegu powyzej 300 km.

2. W pozycji 74101 pomiar »wychylenia wstepnego« i »wspotczyn-
nika skalowania« odnosi si¢ do odchylenia standardowego
wielkosci 1 sigma w odniesieniu do ustalonej wartosci wzor-
cowej w okresie jednego roku.

Wszystkie typy zyroskopow, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
7A002, nadajace si¢ do stosowania w »pociskach rakietowych,
o »stabilnosci« »wspotczynnika dryftu« ponizej 0,5 © (1 sigma lub
srednia kwadratowa) na godzing w warunkach przyspieszenia 1
g oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoty.

Uwagi_techniczne:

1. W pozycji 74102 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne
systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrz-
nych o zasiegu powyzej 300 km.

2. W pozycji 74102 w»stabilnosé« jest zdefiniowana jako miara
zdolnosci okreslonego mechanizmu lub wspolczynnika osiqgu,
ktora pozostaje niezmienna w stalym warunku roboczym (IEEE
STD 528-2001 ust. 2.247).

Nastgpujace instrumenty, urzadzenia i systemy nawigacyjne, inne
niz wyszczegdlnione w pozycji 7A003, oraz specjalnie do nich
zaprojektowane podzespoty:

a. urzadzenia inercyjne lub inne, w ktorych zastosowano ponizsze
akcelerometry lub zyroskopy, oraz systemy, w ktorych znajduja
si¢ urzadzenia tego typu:

1. akcelerometry ~wymienione w pozycjach 7A001.a.3,
7A001.b, 7A101 lub zyroskopy wymienione w pozycjach
7A002, 7A102; lub

2. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.1. lub
7A001.a.2. i spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. zaprojektowane do wykorzystania w inercyjnych syste-
mach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach
naprowadzania nadajacych si¢ do zastosowania w »pocis-
kach rakietowych«;
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7A104

b. »powtarzalno$¢« »wychylenia wstgpnego« mniejsza
(Iepsza) niz 1250 ng; oraz

c. »powtarzalno§é« »wspotczynnika skalowania« mniejsza
(lepsza) niz 1250 ppm’;

Uwaga: Pozycja 74103.a nie dotyczy urzqdzen zawierajqcych
akcelerometry wyspecyfikowane w  pozycji 74001
oraz zaprojektowane i opracowane jako czujniki
MWD  (Measurement While Drilling — pomiar
podczas  wiercenia)  stosowane  podczas  prac
wiertniczych.

. zintegrowane systemy samolotowych przyrzadéw pokladowych

zawierajace stabilizatory zyroskopowe lub automatycznego
pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do stosowania w pociskach rakietowych’;

. »zintegrowane systemy nawigacyjne« zaprojektowane lub

zmodyfikowane do zastosowania w »pociskach rakietowych«
i zdolne do zapewniania dokfadnosci nawigacyjnej dla krggu
réwnego prawdopodobienstwa (CEP) wynoszacej 200 m lub
mniej;

Uwagi_techniczne:

W skiad »zintegrowanego systemu nawigacyjnego« zazwyczaj
wchodzq nastepujqce elementy skiadowe:

1. inercyjne urzqdzenie pomiarowe (np. system wyznaczania
polozenia i kursu, inercyjny zespot odniesienia lub inercyjny
system nawigacyjny);

2. jeden lub wigcej czujnikow zewnetrznych uzywanych do
aktualizowania potozenia i/lub predkosci, albo okresowo
lub w sposob ciqgly w trakcie lotu (np. satelitarny odbiornik
nawigacyjny, wysokosciomierze radarowy, i/lub radar
dopplerowski); oraz

3. sprzet i oprogramowanie scalajqce.

. trojosiowe magnetyczne czujniki kursowe, zaprojektowane lub

zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami stero-
wania lotem i systemami nawigacji, majace wszystkie ponizsze
cechy charakterystyczne, oraz specjalnie do nich zaprojekto-
wane podzespoly:

1. wewngtrzna  kompensacja  nachylenia  wzdluz  osi
poprzecznej (+/- 90 stopni) i osi podtuznej (+/- 180 stopni);

2. zdolno$¢ do zapewnienia dokladnosci azymutowej lepszej
(mniejszej) niz 0,5 stopni rms na szerokosci +/- 80 stopni
w odniesieniu do lokalnego pola magnetycznego.

Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji
w pozycji 74103.d obejmujq stabilizatory Zzyrosko-
powe, automatycznego pilota oraz inercyjne systemy
nawigacji.

Uwaga techniczna:

W pozycji 74103 wpocisk rakietowy« oznacza kompletne
systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrz-
nych o zasiegu powyzej 300 km.

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia, inne niz wyszczegélnione
w pozycji 7A004, umozliwiajace okreslanie potozenia lub orien-
tacj¢ przestrzenng za pomoca automatycznego Sledzenia ciat
niebieskich lub satelitow oraz specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoty.
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7A105

7A106

7TA115

7A116

Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawi-
gacji (GNSS; np. GPS, GLONASS Iub Galileo) spehiajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteridéw oraz specjalnie zaprojektowane do
nich zespoty:

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicz-
nych pojazdach nosnych wyszczegolnionych w pozycji 9A004,
bezpilotowych statkach powietrznych wyszczego6lnionych
w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych wyszcze-
golnionych w pozycji 9A104; lub

b. zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan lotniczych
i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy predko-
sciach powyzej 600 m/s;

2. stosujace kodowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane
do zadan wojskowych lub rzadowych, w celu uzyskania
dostgpu do zabezpieczonych sygnatow/danych GNSS; lub

3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementow prze-
ciwzaktoceniowych (np. bezmodemowa antena sterujaca
lub antena sterowana elektronicznie) do dzialania w warun-
kach, w ktorych wystepuje aktywne lub bierne przeciwdzia-
tanie.

Uwaga: Pozycje 74105.b.2 i 7al05b.3 nie obejmujq kontrolg
urzqdzen przeznaczonych do komercyjnego, cywil-
nego lub ratunkowego dostepu do GNSS (np. inte-
gracja danych, bezpieczenstwo lotow).

Wysokos$ciomierze, inne niz wyszczegoélnione w pozycji 7A006,
typu radarowego lub laserowego, zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach
nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach
meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.

Pasywne czujniki do okreslania namiaru na okre§lone zrodia fal
elektromagnetycznych (namierniki) lub wtasciwosci terenu, zapro-
jektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania
w kosmicznych pojazdach no$nych wyszczegdlnionych w pozycji
9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych
w pozycji 9A104.

Uwaga: Pozycja 74115 obejmuje czujniki do nastepujqcych urzq-
dzen:

a. do zobrazowania (mapowania) rzezby terenu;

b. czujniki do tworzenia obrazéw (zobrazowania)
(aktywne i pasywne);

c. interferometry pasywne.

Nastepujace systemy sterowania lotem i serwozawory, zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych
pojazdéw nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub do
rakiet meteorologicznych wyszczegoélnionych w pozycji 9A104:

a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromecha-
niczne systemy sterowania lotem (w tym systemy typu »fly-by-
wire«);

b. urzadzenia do sterowania potozeniem;
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c. serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfi-
kowane do systeméw okreslonych w pozycjach 7A116.a lub
7A116.b oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do dziatania
w srodowisku wibracyjnym o parametrach powyzej 10 g (wartos$¢
srednia kwadratowa) pomigdzy 20 Hz i 2 kHz.

»Instalacje do naprowadzania«, znajdujace zastosowanie w »pocis-
kach rakietowych«, umozliwiajace uzyskanie doktadnosci insta-
lacji 3,33 % zasiggu lub lepszej (np. »CEP« [Krag Réwnego
Prawdopodobienstwa] 10 km lub mniej w zasiggu 300 km).
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7B
7B001

7B002

7B003

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie
zaprojektowane do urzadzen objgtych kontrola wedtug pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolq urzqdzen do testo-
wania, wzorcowania lub strojenia specjalnie zaprojekto-
wanych do »poziomu obstugi I« i »poziomu obstugi Il«.

Uwagi techniczne:
1. »Poziom obstugi I«

Wykrycie awarii urzqdzenia nawigacji inercyjnej w samolocie
i jej sygnalizowanie przez Jednostke Sterowania i Wyswiet-
lania (CDU) Ilub komunikat statusowy z odpowiedniego
poduktadu. Na podstawie instrukcji producenta mozna zlokali-
zowacé przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjono-
wania liniowego elementu wymiennego (LRU). Nastepnie
operator demontuje LRU i zastepuje go czesciq zapasowq.

2. »Poziom obstugi Il«

Uszkodzony LRU przekazuje si¢ do warsztatu technicznego (u
producenta lub operatora odpowiedzialnego za obstuge tech-
nicznq na Poziomie 1I). W warsztacie technicznym LRU
poddaje sie testom za pomocq rozinych, odpowiednich do
tego urzqdzen, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego
modutu zespolu dajqcego sie wymieni¢ w warsztacie (SRA)
odpowiedzialnego za awarie. Nastepnie demontuje sie wadliwy
SRA i zastepuje go zespolem zapasowym. Uszkodzony SRA
(albo tez kompletny LRU) wysyla sie do producenta. Na
»poziomie obstugi Il« nie przewiduje sie demontazu ani
naprawy akcelerometrow ani tez czujnikow Zyroskopowych
objetych kontrolq.

Nastgpujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane do okreslania
parametrow zwierciadet do pier§cieniowych zyroskopoéw »lasero-
wych«:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 7B102.

a. urzadzenia do pomiaru rozproszenia z dokladnoscia do 10 ppm
lub mniej (lepsza);

b. profilometry o doktadnosci pomiarowej 0,5 nm (5 angstremow)
lub mniej (lepszej).

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do »produkcji« urzadzen
ujetych w pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:
— stanowiska testowe do regulacji zyroskopow,

— stanowiska do dynamicznego wywazania Zyro-
skopow,

— stanowiska do testowania silniczkow do Zyroskopow,

— stanowiska do usuwania powietrza i napelniania
zyroskopow,

— uchwyty odsrodkowe do fozysk do zyroskopow,
— stanowiska do regulacji pozycji osi akcelerometrow,

— nawijarki zwojow do swiattowodow.
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7B102

7B103

Reflektometry specjalnie zaprojektowane do wyznaczania charak-
terystyk zwierciadet do zyroskopow »laserowych«, majace doktad-
nos¢ pomiarowa 50 ppm lub mniej (lepsza).

Nastepujace »instalacje produkcyjne« i »urzadzenia produkcyjne«:

a. specjalnie zaprojektowane »instalacje produkcyjne« do urza-
dzen wyszczegdlnionych w pozycji 7A117,

b. »urzadzenia produkcyjne« i inne urzadzenia do testowania,
wzorcowania lub strojenia, inne niz wymienione w pozycjach
7B001 do 7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urza-
dzen wyszczegolnionych w pozycji 7A.
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7C

Materialy
Zadne.
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7D
7D001

7D002

7D003

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do »rozwoju« lub w»produkcji« urzadzen
wyszczegolnionych w pozycji 7A lub 7B.

»Kod zrodlowy« do »uzytkowania« wszelkich urzadzen do nawi-
gacji inercyjnej lub uktadéw informujacych o potozeniu i kursie
(»AHRS«) tacznie z inercyjnymi urzadzeniami niewyszczegdlnio-
nymi w pozycji 7A003 lub 7A004.

Uwaga: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolq »kodow Zzrodio-
wych« do »uzytkowania« zawieszonych kardanowo
uktadow AHRS.

Uwaga techniczna:

Uktady »AHRS« w istotny sposob roziniq sie od inercyjnych
systemow nawigacji (INS), poniewaz uktady te (»AHRS«) dostar-
czajq podstawowych informacji o polozeniu i kursie, i zazwyczaj
nie dostarczajq informacji o przyspieszeniu, predkosci i pozycji,

Jakich dostarcza uktad INS.

Nastgpujace inne »oprogramowanie«:

a. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane w celu poprawy parametréw eksploatacyjnych Iub
zmniejszenia blgdow nawigacyjnych systeméw do poziomu
okreslonego w pozycjach 7A003, 7A004 lub 7A008;

b. »kod zrodtowy« do hybrydowych uktadéw scalonych popra-
wiajacy parametry eksploatacyjne lub zmniejszajacy bledy
nawigacyjne systemu do poziomu okreslonego w pozycji
7A003lub 7A008 poprzez ciagla syntezg danych dotyczacych
kursu z ktéorymikolwiek z nastgpujacych:

1. predkoscia okreslana za pomoca radaru lub sonaru
dopplerowskiego;

2. porownywaniem z danymi z globalnego satelitarnego
systemu nawigacyjnego (GNSS); lub

3. informacjami z »bazy danych o terenie;

c. »kod zrodtowy« do zintegrowanych systemow awionicznych
lub systemow realizacji zadan bojowych, umozliwiajacy wyko-
rzystywanie danych z czujnikéw oraz »systemow eksperckich;

d. »kod zZrodlowy« do »rozwoju« ktoregokolwiek z ponizszych:

1. cyfrowych systemoéw sterowania lotem umozliwiajacych
»kompleksowe sterowanie lotem;

2. zintegrowanych systemow sterowania napgdem i lotem;

3. systemoOw sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i $wiatto-
wodowego;

4. waktywnych systemow sterowania lotem«, tolerujacych
btedy pilotazu lub majacych mozliwo$¢ samoczynnej
rekonfiguracji;

5. automatycznych lotniczych systemow namiarowych;

6. systemow przyrzadow poktadowych dostarczajacych danych
dotyczacych parametrow powietrza w locie na podstawie
pomiaréw powierzchniowych parametrow statycznych; lub

7. przeziernikowych wyswietlaczy rastrowych lub trojwymia-
rowych;
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7D101

7D102

7D103

e. »oprogramowanie«  do  komputerowo  wspomaganego
projektowania (CAD), specjalnie opracowane do »rozwoju«
»uktadow aktywnego sterowania lotem«, sterownikow helikop-
terowych wieloosiowych systemow sterowania elektronicznego
i $wiattowodowego lub helikopterowych »cyrkulacyjnych
uktadow rownowazenia momentu lub cyrkulacyjnych uktadow
sterowania kierunkiem«, ktorych technologie sa wyspecyfiko-
wane w pozycjach 7E004.b, 7E004.c.1 lub 7E004.c.2.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
urzadzen wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101
do 7A106, 7A115, 7All6.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003,
7B102 lub 7B103.

»Oprogramowanie« scalajace, jak nastgpuje:

a. »oprogramowanie« scalajace do urzadzen wyszczegdlnionych
w pozycji 7A103.b;

b. »oprogramowanie« scalajace specjalnie zaprojektowane do
urzadzen wymienionych w pozycjach 7A003 lub 7A103.a;

c. »oprogramowanie« scalajace specjalnie zaprojektowane do
urzadzen wyszczegolnionych w pozycji 7A103.

Uwaga: Powszechnie spotykanq postaciq »oprogramowania«
scalajqcego jest filtrowanie Kalmana.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do modelowania
lub symulowania dziatania »instalacji do naprowadzania«
wyszczegolnionych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania
konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami no$nymi wyszczegol-
nionymi w pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi
wyszczegolnionymi w pozycji 9A104.

Uwaga: »Oprogramowanie« wyszczegolnione w pozycji 7D103
podlega kontroli, jesli jest specjalnie zaprojektowane
do sprzetu wymienionego w pozycji 44102.
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7E
7TE001

7E002

7E003

7E004

Technologie

»Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do
»rozwoju« urzadzen lub »oprogramowania« wymienionych
w pozycjach 7A, 7B lub 7D.

»Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do
»produkcji« urzadzen wymienionych w pozycjach 7A lub 7B.

»Technologie« wedlug uwagi ogélnej do technologii do naprawy,
regeneracji lub remontowania urzadzen wymienionych w pozy-
cjach 7A001 do 7A004.

Uwaga: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolq »technologii«
obstugi technicznej bezposrednio zwiqzanych z wzorco-
waniem, usuwaniem lub wymianq uszkodzonych Ilub
nienadajqcych sie do uzytku liniowych elementow
wymiennych (LRU) i warsztatowych zespotow wymien-
nych (SRA) w »cywilnych statkach powietrznych«
zgodnie z opisem w ypoziomie obstugi I« lub
w wpoziomie obstugi Il«.

NB.: Zob. uwagi techniczne do 7B001.
Nastgpujace inne »technologie«:

a. technologie do »rozwoju« lub »produkcji« ktoregokolwiek
z ponizszych:

1. poktadowych automatycznych urzadzeh namiarowych
pracujacych w pasmie czgstotliwosci powyzej 5 MHz;

2. systeméw dzialajacych w oparciu o dane dotyczace para-
metrOw powietrza w oparciu wylacznie o pomiary
powierzchniowych parametrow statycznych, tj. dostarczane
z konwencjonalnych sond do pomiaréw parametréw
powietrza;

3. trojwymiarowych wyswietlaczy do »statkow powietrznych«;
4. nieuzywane;

5. serwomotorow elektrycznych (tj. elektromechanicznych,
elektrohydrostatycznych i zintegrowanych) specjalnie opra-
cowanych dla »podstawowego sterowania lotem«;

6. »uktadow  czujnikow optycznych sterowania lotem«
specjalnie opracowanych dla »aktywnych uktadéw stero-
wania lotem; lub

7. systemoéw »DBRN«  zaprojektowanych do nawigacji
podwodnej przy uzyciu sonaru lub baz danych grawitacyj-
nych zapewniajacych doktadno$¢ pozycjonowania réwna 0,4
mil morskich lub mniejsza (lepsza);

b. nastgpujace technologie »rozwoju« »aktywnych systemow
sterowania lotem« (lacznie z systemami elektronicznymi lub
swiattowodowymi) do:

1. projektowania konfiguracji potaczen wielokrotnych mikro-
elektronicznych elementéw przetwarzajacych (do kompu-
terow poktadowych) umozliwiajacych osiagnigcie »przetwa-
rzania w czasie rzeczywistym« z przeznaczeniem do wpro-
wadzania regut sterowania;

2. kompensacji regut sterowania z uwzglednieniem potozenia
czujnikow lub obcigzen dynamicznych platowca, tj.
kompensacji z uwzglednieniem wibracji czujnikoéw lub
zmian potozenia czujnikéw wzgledem s$rodka cigzkosci;
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3. elektronicznego sterowania redundancja danych lub redun-
dancja systemow w celu wykrywania blgdow, tolerowania
bledow, identyfikacji elementéw niesprawnych droga elimi-
nacji lub zmiany konfiguracji;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.3 nie obejmuje kontrolg »techno-
logii« do projektowania redundancji fizycznej.

4. sterowania lotem umozliwiajacego przeprowadzenie w locie
zmiany konfiguracji sterowania sita i momentem w celu
autonomicznego sterowania pojazdem powietrznym w czasie
rzeczywistym;

5. integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu
nawigacyjnego i napgedowego w jeden system cyfrowego
kierowania lotem dla »kompleksowego sterowania lotem;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.5 nie obejmuje  kontrolq
kontrolq:

a. »technologii« »rozwoju« integracji cyfrowych
systemow sterowania lotem, danych nawigacyj-
nych i danych kontrolnych ukiadu napedowego
do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu
roptymalizacji toru lotu«;

b. »technologii« »rozwoju« przyrzqdow kontroli
lotu dla »statkow powietrznych«, zintegrowa-
nych wylqcznie z systemami nawigacyjnymi
i podchodzenia do lqdowania, takimi jak VOR
(radiolatarnia kierunkowa wysokiej czestotli-
wosci), DME (radiodalmierz), ILS (system
lqdowania na przyrzqdy) lub MLS (mikrofa-
lowy system lqdowania).

6. catkowicie autonomiczne cyfrowe systemy sterowania lotem
lub wieloczujnikowe systemy kierowania realizacja zadan,
wyposazone w »systemy eksperckie«;

NB.: W przypadku »technologii« catkowicie autonomicz-
nych cyfrowych systemow  sterowania  silnikami
(systemow FADEC) zob. takze pozycja 9E003.h.

c. nastgpujace »technologie« do »rozwoju« systemoéw do $mig-
towcow:

1. wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i $wiatlo-
wodowego, w ktorych potaczono funkcje co najmniej
dwoch z wymienionych ponizej systemow w jeden zespot
sterowania:

a. system sterowania skokiem ogélnym;
b. system sterowania skokiem okresowym lopat;
c. system kierowania odchyleniem kursowym,;

2. »sterowane cyrkulacyjnie (optywowo) systemy kompensacji
momentu lub sterowania kierunkiem lotu;

3. lopatki wirnika z »profilami o zmiennej geometrii« opraco-
wane do systemow umozliwiajacych niezalezne sterowanie
poszczegodlnymi topatami.

»Technologie« wedtug uwagi ogélnej do technologii do »uzytko-
wania« urzadzen wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006,
7A101 do 7A106, 7A115 do 7Al117, 7B001, 7B002, 7B003,
7B102, 7B103, 7D101 do 7D103.
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7E102

7E104

Nastgpujace »technologie« do zabezpieczania podzespotow awio-
niki i elektrycznych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP)
i zagrozeniem zakloceniami elektromagnetycznymi ze zrodet
zewngtrznych:

a. »technologie« projektowania ekranowania;

b. »technologie« projektowania dla konfigurowania odpornych
obwodow elektrycznych i poduktadow;

c. »technologie« projektowania dla wyznaczania kryteriow
uodporniania w odniesieniu do technologii wymienionych
powyzej w pozycjach 7E102.a i 7E102.b.

»Technologie« scalania danych z systemow sterowania lotem,
naprowadzania i napgdu w system zarzadzania lotem w celu opty-
malizacji toru lotu rakiet.
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KATEGORIA 8
URZADZENIA OKRETOWE
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8A Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

8A001 Nastepujace ptywajace jednostki podwodne lub nawodne:

Uwaga: Poziom kontroli urzqdzen do pojazdow podwodnych
okreslono w nastepujqcych pozycjach:

— kategoria 5 czes¢ 2 »ochrona informacji« —
w zakresie szyfrujqcych urzqdzen komunikacyjnych,

— kategoria 6 — w zakresie czujnikow,

— kategoria 7 i 8 — w zakresie urzqdzen
nawigacyjnych,

— kategoria 8.4 — w zakresie urzqdzen podwodnych.

a. zalogowe pojazdy podwodne na uwigzi, zaprojektowane do
dziatania na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m;

b. zalogowe, swobodne pojazdy podwodne spelniajace ktorekol-
wiek z ponizszych kryteriow:

1. zaprojektowane do »autonomicznego dziatania« i posiadajace
no$nos¢ stanowiaca jednoczesnie:

a. 10 % lub wigcej ich wagi w powietrzu; oraz
b. 15 kN lub wigcej;

2. zaprojektowane do dzialania na glgbokosciach wigkszych
niz 1 000 m; lub

3. spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. zaprojektowane do ciaglego »autonomicznego dziatania«
przez 10 lub wigcej godzin; oraz

b. o »zasiggu« 25 lub wigcej mil morskich;

Uwagi_techniczne:

1. Na potrzeby pozycji 84001.b termin »dzialanie autono-
miczne« dotyczy dzialanh prowadzonych przez pojazd
podwodny (majqcy uklad napedowy pracujqcy pod wodq
lub nad wodq) w catkowitym zanurzeniu, bez chrap, przy
wszystkich systemach pracujqcych i krqzenia z minimalng
predkosciq, przy ktorej pojazd podwodny moze bezpiecznie
regulowa¢ dynamicznie glebokos¢ zanurzenia za pomocq
wylqcznie steréw glebokosci, bez korzystania z pomocy
nawodnej jednostki plywajqcej ani bazy nawodnej, na dnie
lub brzegu morza.

2. Na potrzeby pozycji 84001.b »zasieg« oznacza polowe
maksymalnego dystansu, w jakim pojazd podwodny moze
wdziatac¢ autonomicznie«.

c. bezpilotowe pojazdy podwodne na uwigzi zaprojektowane do
dziatania na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m i spehiajace
ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. przeznaczenie do manewrowania z wlasnym napgdem za
pomoca silnikoéw napgdowych lub silnikéw odrzutowych
objetych kontrolg wedtug pozycji 8A002.a.2; lub

2. $wiattowodowe kanaly przesylania danych;
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d. bezpilotowe pojazdy podwodne bez uwigzi (swobodne) spetnia-
jace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. mozliwo$¢ decydowania o kursie wzglgdem dowolnego
systemu geograficznego bez biezacej (w czasie rzeczy-
wistym) pomocy cztowieka;

2. akustyczne kanaly przesytania danych lub polecen; lub

3. dluzsze niz 1 000 m optyczne kanaty przesytania danych lub
polecen;

e. oceaniczne urzadzenia ratownicze o nos$nosci powyzej 5 MN
przeznaczone do ratowania obiektow z glgbokosci wigkszych
niz 250 m i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. dynamiczne systemy ustalania potozenia zdolne do utrzy-
mania potozenia z doktadnoscia do 20 m wzgledem dane-
go punktu za pomoca systemu nawigacyjnego; lub

2. systemy nawigacyjne dziatajace wzgledem dna morza i zinte-
growane systemy nawigacyjne, przeznaczone do dziatania
na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m i umozliwiajace
utrzymywanie potozenia wzglgdem danego punktu z doktad-
noscig do 10 m;

f. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym fartuchem
bocznym) spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. maksymalna predkos¢ projektowa z pelnym obciazeniem
przekraczajaca 30 weztéw przy falach o wysokosci 1,25
m (stan morza 3) lub wyzszej;

2. ci$nienie powietrza w poduszce powyzej 3 830 Pa; oraz

3. stosunek masy pustej jednostki ptywajacej do catkowicie
obciazonej ponizej 0,7;

g. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi
burtami) o maksymalnej predkosci obliczeniowej z pelnym
obciazeniem powyzej 40 weztow przy falach o wysokosci
3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej;

h. wodoloty wyposazone w aktywne systemy automatycznego
sterowania potozeniem ptatow nosnych, o maksymalnej pred-
kosci obliczeniowej z pelnym obciazeniem rownej lub wyzszej
od 40 weztow przy falach o wysokosci 3,25 m (stan morza 5)
lub wigkszej;

i. »jednostki ptywajace o matym polu przekroju wodnicowego«
spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. wyporno$¢ z pelnym obcigzeniem powyzej 500 ton i maksy-
malng predkos¢ obliczeniowa z pelnym obciazeniem
powyzej 35 weztdw przy falach o wysokosci 3,25 m (stan
morza 5) lub wigkszej; lub

2. wyporno$¢ z pelnym obcigzeniem powyzej 1500 ton
i maksymalna predkos¢ obliczeniowa z pelnym obciazeniem
powyzej 25 weztéw przy falach o wysokosci 4 m (stan
morza 6) lub wigkszej;

Uwaga_techniczna:

»Jednostke plywajqca o malym polu przekroju wodnicowego«
definiuje sie wedlug nastepujqcego wzoru: pole przekroju
wodnicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym
mniejsze od 2 X (wyparta objetos¢ przy konstrukcyjnym zanu-
rzeniu eksploatacyjnym)?>.
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8A002 Nastgpujace systemy okrgtowe, urzadzenia i elementy sktadowe:

Uwaga: Podwodne instalacje telekomunikacyjne ujeto w kategorii
5 czes¢ 1 — Telekomunikacja.

a. nastgpujace systemy, urzadzenia 1 elementy skladowe,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznacze-
niem do pojazdow podwodnych i przeznaczone do dzialania
na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m:

1. obudowy cisnieniowe lub kadluby sztywne o maksymalnej
$rednicy wewnetrznej komory powyzej 1,5 m;

2. silniki napedowe na prad staty lub silniki odrzutowe;

3. kable startowe i faczniki do nich, na bazie wiokien optycz-
nych i zaopatrzone w syntetyczne elementy wzmacniajace;

4. elementy wyprodukowane z materialow wyszczego6lnionych
w pozycji 8C001;

Uwaga techniczna:

Cel kontrolowania pozycji 84002.a.4 nie powinien by¢ omijany
przez eksportowanie ypianki  syntaktycznej« wymienionej
w pozycji 8C001 po zakonczeniu posredniego etapu produkcji,
kiedy pianka ta nie ma jeszcze formy ostatecznego elementu
sktadowego.

b. systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z prze-
znaczeniem do automatycznego sterowania ruchem urzadzen
do pojazdow podwodnych objetych kontrola wedtug pozycji
8A001, korzystajace z danych nawigacyjnych, wyposazone
w serwomechanizmy sterujace ze sprzgzeniem zwrotnym
i umozliwiajace pojazdowi ktorekolwiek z ponizszych dziatan:

1. poruszania si¢ w stupie wody w zasiggu 10 m od S$cisle
okreslonego punktu;

2. utrzymania potozenia w stupie wody w zasiggu 10 m od
okreslonego punktu; lub

3. utrzymania polozenia w zasiggu do 10 m od kabla lezacego
na dnie lub znajdujacego si¢ pod dnem morza;

c. penetratory $wiattowodowe do kadlubow lub taczniki;
d. nastgpujace podwodne systemy wizyjne:
1. nastgpujace systemy i kamery telewizyjne:

a. instalacje telewizyjne (skladajace si¢ z kamery, Swiatet,
urzadzen monitorujacych i do przesylania sygnatow)
o w»rozdzielczo$ci granicznej« mierzone] w powietrzu
powyzej 800 linii i specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane w taki sposob, ze mozna nimi zdalnie
sterowac z pojazdéw podwodnych;

b. podwodne kamery telewizyjne o »rozdzielczosci
granicznej« mierzonej w powietrzu powyzej 1 100 linii;

c. bardzo czute kamery telewizyjne (dziatajace przy stabym
oswietleniu) specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do dziatania pod woda i spetnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

1. posiadajace lampowe wzmacniacze obrazu wyszcze-
golnione w pozycji 6A002.a.2.a; oraz
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2. posiadajace siatki na elementach potprzewodnikowych
z ponad 150 000 »aktywnych pikseli« na powierzchni
siatki;

Uwaga techniczna:

»Rozdzielczos¢  graniczna«  jest miarq rozdzielczosci
poziomej, wyrazanej zazwyczaj jako maksymalna liczba
linii mieszczqca sie w wysokosci obrazu, rozroznianych
na karcie testowej, okreslana wedlug normy IEEE
208/1960 lub  dowolnej normy  stanowiqcej  jej
odpowiednik.

2. systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do zdalnego kierowania z pojazdu
podwodnego, w ktorych zastosowano techniki umozliwia-
jace minimalizacj¢ zjawiska rozpraszania wstecznego
1 zawierajace iluminatory o regulowanym zakresie lub
systemy »laserowe«;

. aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfi-

kowane z przeznaczeniem do stosowania pod woda, na gl¢bo-
kosciach ponizej 150 m, na btony filmowe formatu 35 mm lub
wigkszego i spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. mozliwo$¢ zapisu na blonie komentarza w postaci danych
ze zrodia zewngtrznego wzgledem aparatu fotograficznego;

2. mechanizm do automatycznego korygowania ogniskowej;
lub

3. system automatycznego sterowania kompensacja o specjalnej
konstrukeji umozliwiajacej wykorzystanie obudowy kamery
podwodnej na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m;

. nieuzywane;

. nastgpujace instalacje o$wietleniowe specjalnie zaprojektowane

lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod
woda:

1. stroboskopowe instalacje o$wietleniowe o energii strumienia
$wietlnego powyzej 300 J na jeden blysk i o szybkosci
powtarzania wigkszej niz 5 blyskow na sekundg;

2. instalacje oswietleniowe, w ktorych $wiatto wytwarza tuk
argonowy, specjalnie zaprojektowane do dziatania na gigbo-
kosciach wigkszych niz 1 000 m;

. »roboty« specjalnie zaprojektowane do pracy pod woda, zarza-

dzane za pomoca dedykowanego komputera i spetniajace ktore-
kolwiek z ponizszych kryteriow:

1. wyposazenie w uktady sterujace »robotem« dzigki informa-
cjom z czujnikdw mierzacych sity lub momenty dzialajace
na obiekty zewngtrzne lub odleglos¢ do zewngtrznego
obiektu, lub czujnikow dotykowych »robota« wyczuwaja-
cych obiekt zewngtrzny; lub

2. mozliwos¢ dziatania z sita 250 N Iub wigksza lub
momentem 250 Nm lub wigkszym, i do ktoérych budowy
zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub »kompozy-
towe« »materialy wiokniste lub wiokienkowe«;

i. zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie zapro-

jektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania

w pojazdach podwodnych i spehiajace ktorekolwiek z poniz-

szych kryteriow:

1. wyposazenie w uklady sterujace ruchem manipulatora na
podstawie informacji z czujnikow mierzacych ktorekolwiek
z ponizszych:

a. moment lub site dziatajaca na obiekt zewngtrzny; lub
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b. dotyk manipulatora do obiektu zewngtrznego; lub

2. sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania
ruchow operatora lub za pomoca dedykowanego komputera
oraz posiadanie 5 lub wigcej stopni »swobody ruchug;

Uwaga techniczna:

Przy okreslaniu liczby stopni yswobody ruchu« bierze sie pod
uwage wylqcznie te funkcje, w ktorych wykorzystywane jest
sterowanie proporcjonalne z pozycyjnym sprzezeniem zwrotnym
lub sterowanie za pomocq dedykowanego komputera.

j. nastgpujace uklady napgdowe niezalezne od doptywu

powietrza, specjalnie zaprojektowane do dzialania pod woda:

1. niezalezne od powietrza systemy napgedowe z silnikami
pracujacymi wediug obiegu Braytona (Joula) lub Rankina,
wyposazone w jeden z wymienionych ponizej uktadow:

a. chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne
specjalnie zaprojektowane do usuwania dwutlenku
wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych
w gazie wydechowym z silnika pracujacego w obiegu
z recyrkulacja;

b. specjalne uktady przystosowane do pracy na gazach
jednoatomowych;

c. urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do
tlumienia pod woda szuméw o czgstotliwosciach ponizej
10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace
skutki wstrzasow; lub

d. systemy spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktow
reakcji lub do regeneracji paliw;

2. specjalnie zaprojektowane do sktadowania produktow
reakcji; oraz

3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktow
reakcji w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100
kPa lub wigkszego;

2. niezalezne od powietrza systemy napgdowe z silnikami
wysokopreznymi (obieg Diesla) wyposazone w wszystkie
z wymienionych ponizej ukladoéw:

a. chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne,
specjalnie zaprojektowane do usuwania dwutlenku
wegla, tlenku wegla 1 czastek stalych zawieszonych
w gazie wydechowym z silnika pracujacego w obiegu
z recyrkulacja;

b. specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach
jednoatomowych;

c. urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do
tlumienia pod woda szumow o czgstotliwosciach ponizej
10 kHz lub specjalne urzadzenia mocujace ostabiajace
skutki wstrzasow; oraz

d. specjalne uklady wydechowe o nieciaglym odprowa-
dzaniu produktow spalania;
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3. niezalezne od powietrza uklady energetyczne na »ogniwach
paliwowych« o mocy powyzej 2 kW i1 wyposazone w ktore-
kolwiek z ponizszych:

a. urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do
tlumienia pod woda szumoéw o czgstotliwosciach ponizej
10 kHz lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace
skutki wstrzasow; lub

b. systemy spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktow
reakcji lub do regeneracji paliw;

2. specjalnie zaprojektowane do sktadowania produktow
reakcji; oraz

3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktow
reakcji w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100
kPa lub wigkszego;

4. niezalezne od powietrza systemy napgdowe z silnikami
pracujacymi wedlug obiegu Stirlinga, wyposazone we
wszystkie z ponizszych uktadow:

a. urzadzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do
thumienia pod woda szumoéw o czgstotliwosciach ponizej
10 Hz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace
skutki wstrzasow; oraz

b. specjalne uklady wydechowe do usuwania produktow
spalania w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100 kPa
lub wigkszego;

k. nastgpujace fartuchy boczne poduszkowcdéw, uszczelnienia
i inne elementy montazowe spetniajace ktorekolwiek z poniz-
szych kryteriow:

1. wytrzymale na ci$nienia w poduszce powietrznej 3 830 Pa
lub wyzsze, dziatajace przy falach o wysokosci 1,25 m (stan
morza 3) lub wigkszej i specjalnie zaprojektowane do
pojazdéw na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym
fartuchem bocznym) objgtych kontrola wedlug pozycji
8A00L.f; lub

2. wytrzymale na ci$nienia w poduszce powietrznej 6 224 Pa
lub wyzsze, dziatajace przy falach o wysokosci 3,25 m (stan
morza 5) lub wigkszej i specjalnie zaprojektowane do
pojazdoéw na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi
burtami) objgtych kontrola wedtug pozycji 8A001.g;

l. dmuchawy nosne o mocy nominalnej powyzej 400 kW
specjalnie  zaprojektowane do pojazdow na poduszce
powietrznej objgtych kontrola wedlug pozycji 8A001.f lub
8A00.1.g;

m. pracujace w catkowitym zanurzeniu podkawitacyjne lub super-
kawitacyjne platy wodne specjalnie zaprojektowane do jedno-
stek ptywajacych objetych kontrola wedtug pozycji 8A001.h;

n. uktady aktywne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do automatycznej kompensacji wywotanych
dziataniem wody ruchéw jednostek ptywajacych lub pojazdéw
objetych kontrola wedtug pozycji 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h
lub 8A001.i;
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o. nastgpujace pedniki, uktady przenoszenia napedu, generatory
mocy i uktady tlumienia szumow:

1. nastgpujace pedniki Srubowe lub uktady przenoszenia
napedu specjalnie zaprojektowane do pojazdow poduszko-
wych (zaré6wno do odmian z pelnym fartuchem bocznym,
jak 1 ze sztywnymi burtami), wodolotéw lub »jednostek
ptywajacych o matym polu przekroju wodnicowego«
wymienionych w pozycjach 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h
lub 8A001.i:

a. $ruby napgdowe superkawitacyjne, superwentylowane,
czeSciowo zanurzone lub zanurzone niecatkowicie,
o mocy nominalnej powyzej 7,5 MW;

b. zespoty $rub napgdowych przeciwbieznych o mocy
nominalnej powyzej 15 MW;

c. uktady napgedowe, w ktorych do uspokojenia przeplywu
przez S$ruby zastosowano zawirowanie wstgpne lub
wylotowe;

d. lekkie przektadnie redukcyjne o wysokim przetozeniu
(wspolczynnik przetozenia K powyzej 300);

e. watlowe uklady przeniesienia napgdu skladajace sig
z elementow wykonanych z materiatéw »kompozyto-
wych« i zdolne do przenoszenia mocy powyzej | MW,

2. nastgpujace pedniki $rubowe, generatory mocy lub uklady
przenoszenia napgdu zaprojektowane dla jednostek plywaja-
cych:

a. Sruby napgdowe o regulowanym skoku oraz zespoty
piast do $rub o mocy nominalnej powyzej 30 MW;

b. elektryczne silniki napgdowe z wewngtrznym chtodze-
niem cieczowym o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 MW,

c. »nadprzewodnikowe« silniki napgdowe lub elektryczne
silniki napedowe =z magnesami stalymi, o mocy
wyjsciowej powyzej 0,1 MW;

d. watowe uklady przeniesienia napedu, ktorych elementy
sa wykonane z materiatbw »kompozytowych«, zdolne do
przenoszenia mocy powyzej 2 MW;

e. wentylowane lub podobne napgdy srubowe o mocy
nominalnej powyzej 2,5 MW;

3. nastgpujace uklady do tlumienia szumoéw, zaprojektowane
dla jednostek ptywajacych o wypornosci 1000 t lub
wWyzszej:

a. uktady tlumienia szumow podwodnych o czgstotliwo-
Sciach ponizej 500 Hz, skladajace si¢ ze zlozonych
systemow  montazowych  stuzacych do  izolacji
akustycznej silnikow wysokoprgznych, zespotow genera-
torow wysokoprgznych, turbin gazowych, zespolow
generatorow gazowych, silnikow napgdowych lub napg-
dowych przektadni redukcyjnych, specjalnie zaprojekto-
wane do tlumienia dzwigkéw lub wibracji i majace masg
stanowiaca ponad 30 % masy urzadzen, na ktoérych maja
by¢ zamontowane;

b. »aktywne uktady thumienia lub eliminacji szumow« lub
lozyska magnetyczne, specjalnie zaprojektowane do
uktadéw przenoszenia napedu;
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Uwaga techniczna:

»Aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szumow« sq
wyposazone w elektroniczne uklady sterowania umozli-
wiajqce aktywne zmniejszanie wibracji urzqdzen poprzez
bezposrednie generowanie do zZrédia dzwiekow sygnatow
tumiqcych dzwieki i wibracje.

. strugowodne uktady napgdowe spetniajace wszystkie z poniz-

szych kryteriow:
1. moc wyjsciowa powyzej 2,5 MW; oraz

2. w ktorych, w celu poprawy sprawnosci napgdu lub zmniej-
szenia rozchodzacego si¢ pod woda wytworzonego dzwigku,
pochodzacego z uktadu napgdowego, zastosowano dysze
rozbiezne oraz lopatki kierujace przeptywem;

. nastgpujace niezalezne aparaty do nurkowania i pltywania

podwodnego:
1. aparaty o zamknigtym obiegu;
2. aparaty o polzamknigtym obiegu;

Uwaga: Pozycja 84002.q nie obejmuje kontrolq aparatow
indywidualnych, kiedy towarzyszq one uzytkownikowi
do jego osobistego uzytku.

. akustyczne systemy odstraszania nurkow specjalnie zaprojekto-

wane lub zmodyfikowane, by zakldcaé pracg nurkdéw i posiada-
jace poziom ci$nienia akustycznego réwny lub przekraczajacy
190 dB (poziom odniesienia 1 pPa na 1 m) na czgstotliwo-
$ciach 200 Hz i nizszych.

Uwaga 1. Pozycja 84002.r nie obejmuje kontrolg systemow
odstraszania nurkow opartych na podwodnych
urzqdzeniach wybuchowych, pistoletach powietrz-
nych lub Zrodlach spalania.

Uwaga 2: Pozycja 8A4002.r obejmuje akustyczne systemy
odstraszania nurkow korzystajqce z iskiernikow,
znane rowniez jako plazmowe Zrodia dzwigku.
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8B
8B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Tunele wodne o szumie tla ponizej 100 dB (odpowiednik 1 pPa,
1 Hz) w pasmie czgstotliwosci od 0 do 500 Hz przeznaczone do
pomiaru pol akustycznych wytwarzanych przez przeptywy cieczy
wokot modeli uktadow napgdowych.
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8C
8C001

Materialy

»Pianka syntaktyczna« (porowata) do uzytku pod woda spelnia-
jace wszystkie ponizsze kryteria:

NB.: Zob. rowniez pozycja 84002.a.4.

a. przeznaczenie do stosowania na glebokosciach wigkszych niz
1000 m; oraz

b. gestos¢ mniejszq niz 561 kg/m’.
Uwaga_techniczna:

»Pianka syntaktyczna« skltada sie z pustych w srodku kuleczek
z tworzywa sztucznego lub szkla osadzonych w matrycy z Zywicy.
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8D
8D001

8D002

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do »rozwoju«, »produkcji« lub »uzytkowania«
urzadzen lub materialow objetych kontrola wedtug pozycji 8A, 8B
Iub 8C;

»Oprogramowanie« specjalne, zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do »rozwoju«, »produkcji«, napraw, remontow
lub modernizacji (ponownej obrobki skrawaniem) $rub, specjalnie
w celu thumienia generowanych przez nie pod woda szumow.
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S8E
8E001

8E002

Technologie

»Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do
»rozwoju« lub »produkcji« urzadzen lub materiatbw wymienio-
nych w pozycjach 8A, 8B lub 8C.

Nastgpujace inne »technologie«:

a. »technologie« do »rozwoju«, »produkcji«, napraw, remontéw
lub modernizacji (ponownej obrobki skrawaniem) $rub
specjalnie w celu tlumienia generowanych przez nie pod
woda szumow;

b. »technologie« do remontéw lub modyfikacji urzadzen objgtych
kontrola wedlug pozycji 8A001 lub 8A002.b, 8A002.j,
8A002.0 lub 8A002.p.
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KATEGORIA 9
KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPED
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9A

9A001

9A002

9A003

9A004

Systemy, urzadzenia i cze$ci skladowe

NB.: Dla uktadow napedowych specjalnie zaprojektowanych lub
zabezpieczonych przed promieniowaniem neutronowym lub
przenikliwym  promieniowaniem jonizujqcym zob. takze
wykaz uzbrojenia.

Nastepujace lotnicze silniki turbinowe spetniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A101.

a. majace jedng z technologii objetych kontrola wedlug pozycji
9E003.a lub 9E003.h, lub 9E003.i; lub

Uwaga: Pozycja 94001.a nie obejmuje kontrolq silnikow
turbinowych  spelniajqcych  wszystkie — ponizsze
kryteria:

a. posiadanie certyfikatu wydanego przez cywilne
wladze lotnicze »panstwa uczestniczqcego«, oraz

b. przeznaczenie do napedzania niewojskowych zato-
gowych »statkow powietrznych«, dla ktorych
wpanstwo uczestniczqce« wydato  ktorykolwiek
z nastepujqcych dokumentow, odnoszqcych sie do
samolotu wyposazonego w silnik tego wlasnie

1. certyfikat  zezwalajqcy  na  zastosowanie
cywilne; lub

2. rownowazny  dokument  uznawany — przez
Miedzynarodowq Organizacje  Lotnictwa
Cywilnego (ICAO).

b. zaprojektowane do napgdzania samolotow do lotow z predko-
Sciami 1 Ma lub wigkszymi przez ponad trzydzie$ci minut.

»Turbinowe silniki okrgtowe« o nominalnej mocy ciaglej okre-
Slonej wedlug normy ISO wynoszacej 24 245 kW lub wigcej
i zuzyciu jednostkowym paliwa nieprzekraczajacym 0,219
kg/kWh w dowolnym punkcie roboczym w zakresie mocy od
35 do 100 %, oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoty
i elementy;

Uwaga: Termin »turbinowe silniki okretowe« obejmuje rowniez
turbinowe silniki przemystowe Ilub lotnicze, przystoso-
wane do napedzania jednostek plywajqcych lub wytwa-
rzania energii elektrycznej na jednostkach plywajqcych.

Nastegpujace specjalne zespoty i elementy, w ktorych zastosowano
jedna z technologii objgtych kontrola wedlug pozycji 9E003.a,
9E003.h lub 9E003.i, przeznaczone do ktorychkolwiek z poniz-
szych turbinowych silnikow napgdowych:

a. wyszczegolnione w pozycji 9A001; lub

b. skonstruowane lub wyprodukowane w krajach innych niz
»panstwa cztonkowskie« lub nieznanych producentowi.

Kosmiczne pojazdy nosne i »statki kosmiczne«.
NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A104.

Uwaga: Pozycja 94004 nie obejmuje kontrolq tadunku uzytecz-
nego.

NB.: Dla okreslenia poziomu kontroli produktow wcho-
dzqcych w sklad tadunku uzytecznego »statku
kosmicznego« zob. odpowiednie kategorie.



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 288

9A005

9A006

9A007

Rakietowe systemy napgdowe na paliwo ciekle zawierajace jeden
z systemow lub elementow wyszczegdlnionych w pozycji 9A006.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 9A105 I 9A119.

Nastgpujace systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do
rakietowych ukladow napgdowych na paliwo ciekle:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A106, 9A108 I 9A120.

a. chtodziarki kriogeniczne, poktadowe pojemniki Dewara, krio-
geniczne instalacje grzewcze lub urzadzenia kriogeniczne
specjalnie zaprojektowane do pojazdow kosmicznych, umozli-
wiajace ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu
ponizej 30 % rocznie;

b. pojemniki kriogeniczne lub pracujace w obiegu zamknigtym
uktady chtodzenia umozliwiajace utrzymanie temperatur na
poziomie 100 K (- 173 °C) lub mniejszym, przeznaczone do
»statkow powietrznych« zdolnych do rozwijania predkosci
powyzej] Ma = 3, do rakiet no$nych lub »statkéw kosmicz-
nych;

c. urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie
mieszaniny fazy cieklej ze stalg (zawiesiny);

d. wysokoci$nieniowe (powyzej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich
elementy lub towarzyszace im gazowe lub pracujace w cyklu
rozprgznym napedy turbinowe;

e. wysokocisnieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciagu
silnikow rakietowych i dysze do nich;

f. urzadzenia do przechowywania paliw napgdowych na zasadzie
kapilarnej lub wydmuchowej (tj. z elastycznymi przeponami);

g. wtryskiwacze ciektych paliw napedowych, w ktorych $rednice
pojedynczych otworkéw nie przekraczaja 0,381 mm (pole
powierzchni 1,14 x 1073 cm? lub mniejsze dla otworkéw

niekolistych) i ktore sa specjalnie zaprojektowane do silnikow

rakietowych na paliwo ciekle;

h. wykonane z jednego elementu materialu typu wegiel-wegiel
komory ciagu lub wykonane z jednego elementu materiatu
typu wegiel-wegiel stozki wylotowe, ktorych gestodci przekra-
czaja 1,4 g/cm’, a wytrzymatosci na rozciaganie sa wigksze niz
48 MPa.

Systemy napgdowe rakiet na paliwo stale spetniajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A107 I 9A119.
a. impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;

b. impuls wilasciwy 2,4 kNs/kg lub wigkszy w sytuacji wypltywu
z dyszy do otoczenia w warunkach istniejacych na poziomie
morza przy ci$nieniu w komorze wyregulowanym na poziomie
7 MPa;

c. udzial masowy stopnia powyzej 88 % 1 procentowy udziat
sktadnikoéw statych w paliwie powyzej 86 %;

d. elementy objgte kontrola wedtug pozycji 9A008; lub
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9A008

9A009

9A010

e. wyposazone w ukfady izolacyjne i wiazace paliwo, w ktorych
zastosowano bezposrednio potaczone konstrukcje silnikowe
zapewniajace »silne polaczenia mechaniczne« lub elementy
barierowe uniemozliwiajace migracje¢ chemiczna pomigdzy
paliwem stalym a stanowigcym ostong materiatem izolacyjnym.

Uwaga techniczna:

»Silne  polqczenie mechaniczne«  oznacza  wytrzymatosé¢
wiqzania rownq lub wiekszq niz wytrzymatosé¢ paliwa.

Nastgpujace elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych
uktadéw napgdowych na paliwo stale:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A108.

a. uktady izolacyjne i wiazace paliwo, w ktorych zastosowano
wykladziny zapewniajace »silne potaczenia mechaniczne« lub
elementy barierowe uniemozliwiajace migracj¢ chemiczna
pomiedzy paliwem stalym a stanowiacym ostong materialem
izolacyjnym;

Uwaga_techniczna:
»Silne  polqczenie mechaniczne«  oznacza  wytrzymatosé

wiqzania réownq lub wiekszq niz wytrzymalosé paliwa.

b. wykonane z wiokien nawojowych »kompozytowe« ostony
silnikow o $rednicy powyzej 0,61 m lub o »wskaznikach efek-
tywnosci strukturalnej (PV/W)« powyzej 25 km;

Uwaga techniczna:

»Wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W)« jest iloczynem
cisnienia wybuchu (P) i pojemnosci zbiornika (V) podzielonym
przez catkowitq wage zbiornika cisnieniowego (W),

c. dysze o ciagach powyzej 45 kN lub szybkosci erozyjnego
zuzycia gardzieli ponizej 0,075 mm/s;

d. dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciagu za
pomoca pomocniczego wtrysku pltynow o ktorychkolwiek
z nastgpujacych parametrow:

1. ruch okrgzny z odchyleniem katowym powyzej = 5 °;

2. katowy obrot wektora ciggu rzedu 20 °/s lub wigcej; lub

3. przyspieszenia katowe wektora ciagu rzedu 40 °/s2 lub
wigksze.

Hybrydowe systemy napgdowe rakiet speiiajace ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A109 I 9A119.
a. impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub
b. ciag powyzej 220 kN w warunkach prozni na wylocie.

Nastgpujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struk-
tury do rakiet nosnych lub systeméw napgdowych do rakiet
nosnych lub »statkéw kosmicznych«:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1A002 I 9A110.

a. elementy lub struktury, kazda z nich o masie przekraczajacej
10 kg, specjalnie zaprojektowane do rakiet nosnych i wytwa-
rzane z »kompozytow« na »matrycy« metalowej, »kompo-
zytOw« organicznych, materiatbw na »matrycy« ceramicznej
lub wzmacnianych wiazaniami migdzymetalicznymi, wyszcze-
golnionych w pozycji 1C007 lub 1C010;
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9A011

9A012

9A101

Uwaga: Podany limit masy nie dotyczy ochronnych stozkow
czolowych rakiet.

. elementy lub struktury o masie przekraczajacej 10 kg

specjalnie zaprojektowane do systemow napgdowych rakiet
no$nych, wytwarzane z materiatbw wzmacnianych z wykorzys-
taniem »matryc« metalowych, »kompozytow«, »kompozytow«
organicznych, »matryc« ceramicznych lub zwiazkow migdzy-
metalicznych, wyszczegdlnionych w pozycji 1C007 lub 1C010;

. czg$ci struktur i systemy izolacyjne specjalnie zaprojektowane

w celu aktywnej kontroli odpowiedzi dynamicznej lub
odksztatcen struktur »statkow kosmicznych«;

. pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo ciekle majace stosunek

ciagu do masy réwny lub wigkszy niz 1 kN/kg i czas odpo-
wiedzi (czas niezbedny do osiagnigcia 90 % catkowitego ciagu
znamionowego od chwili rozruchu) mniejszy niz 30 ms.

Silniki strumieniowe, naddzwigkowe silniki strumieniowe lub
silniki o cyklu kombinowanym oraz specjalnie do nich opraco-

wane elementy.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 9A111 I 9A118.

Nastgpujace »bezpilotowe statki powietrzne« (»UAV«), zwiazane

z nimi systemy, sprzgt i komponenty:

a. »UAV« majace dowolne z nastgpujacych cech:

1. autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji
(np. automatyczny pilot z systemem nawigacji bezwtadno-
sciowej); lub

2. mozliwo$¢ sterowania lotem poza zasiggiem bezposredniego
widzenia z udzialem czlowieka (np. telewizyjne zdalne
sterowanie);

b. nastgpujace zwiazane z nimi systemy, sprz¢t i elementy:

1. sprzgt zaprojektowany specjalnie do zdalnego sterowania
»UAV« wyszczegolnionych w pozycji 9A012.a;

2. systemy nawigacji, wyznaczania polozenia, naprowadzania
lub sterowania inne niz wyszczegdlnione w pozycji 7A,
specjalnie zaprojektowane do zapewnienia »UAV« wymie-
nionym w pozycji 9A012.a autonomicznego sterowania
lotem 1 prowadzenia nawigacji;

3. sprzgt lub elementy specjalnie zaprojektowane do prze-
ksztalcania zalogowego »statku powietrznego« w »UAV«
wyszczegolnione w pozycji 9A012.a;

4. tlokowe lub obrotowe silniki wewngtrznego spalania, ktore
potrzebuja powietrza do spalania, specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane po to, by wynosi¢ »UAV« na wysokos¢
wigksza niz 50 000 stop (15 240 metrow).

Nastgpujace silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 9A001:

a. silniki spetniajace oba ponizsze kryteria:

1. warto$¢ ciagu maksymalnego powyzej 400 N (uzyskiwana
przed zamontowaniem) z wylaczeniem silnikow certyfiko-
wanych przez instytucje cywilne, majacych maksymalng
warto$¢ ciagu powyzej 8 890 N (uzyskiwana przed zamon-
towaniem silnika); oraz
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9A102

9A104

9A105

9A106

2. jednostkowe zuzycie paliwa 0,15 kg/Nh lub mniejsze (przy
makszymalnej mocy ciagtej na poziomie morza w warunkach
statycznych i standardowych);

b. silniki zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzycia w »pocis-
kach rakietowych« lub »bezpilotowych statkach powietrznych«
wyszczegolnionych w pozycji 9A012.

»Systemy silnikow turbo$migtowych« specjalnie zaprojektowane
do »bezpilotowych statkdbw powietrznych« wyszczegdlnionych
w pozycji 9A012 oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy
o »mocy maksymalnej« powyzej 10 kW.

Uwaga: Pozycja 94102 nie obejmuje kontrolq silnikow certyfiko-
wanych przez instytucje cywilne.

Uwagi techniczne:

1. Do celow pozycji 94102 »system silnikow turbosmiglowych«
obejmuje wszystkie ponizsze elementy:

a. silnik turbowatowy; oraz

b. uklady przenoszenia napedu stuzqce do przenoszenia mocy
na smiglo.

2. Do celow pozycji 94102 »moc maksymalna« dla silnika nieza-
instalowanego, w warunkach standardowych na poziomie
morza.

Rakiety meteorologiczne (sondujace) o =zasiggu co najmniej
300 km.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A004.
Nastgpujace silniki rakietowe na paliwo ciekle:
NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.

a. silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do »pociskow
rakietowych«, inne niz wyszczegélnione w pozycji 9A005
i majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 1,1 MNs;

b. silniki rakietowe na paliwo ciekte nadajace si¢ do kompletnych
systemow rakietowych lub bezpilotowych statkow powietrz-
nych o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz wyszczegdlnione
w pozycji 9A005 lub 9A105.a i majace impuls catkowity
réwny lub wigkszy niz 0,841 MNs.

Nastgpujace systemy lub czesci sktadowe, inne niz wyszczego6l-
nione w pozycji 9A006, specjalnie zaprojektowane do ukladow
napedowych rakiet na paliwo ciekle:

a. wyktadziny ablacyjne (cieptochronne) do komor ciagu lub
spalania, nadajace si¢ do stosowania w »pociskach rakieto-
wych«, pojazdach kosmicznych okreSlonych w  pozycji
9A004 lub rakietach meteorologicznych okreslonych w 9A104;

b. dysze wylotowe do rakiet nadajace si¢ do stosowania w »pocis-
kach rakietowych«, pojazdach kosmicznych okre§lonych
w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych okre§lonych
w 9A104;

c. podzespoly do sterowania wektorem ciagu, nadajace si¢ do
stosowania w »pociskach rakietowych;
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9A107

9A108

Uwaga techniczna:

Do sposobow sterowania wektorem ciqgu wyszczegolnionych
w pozycji 94106.c nalezq np.:

1. dysza regulowana;
2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq
topatek kierowniczych (nastawnych) lub systemow wiryski-
waczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

d. zespoly do sterowania przepltywem plynnych i zawiesinowych
paliw napedowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie zapro-
jektowane do nich elementy nadajace si¢ do stosowania
w »pociskach rakietowych«, skonstruowane lub zmodyfiko-
wane pod katem eksploatacji w $rodowiskach, w ktorych
wystepuja drgania o $redniej wartosci kwadratowej wigkszej
niz 10 g i o czestotliwosci od 20 Hz do 2 kHz.

Uwaga: Jedynymi objetymi kontrolg w pozycji 9A4106.d
serwozaworami i pompami elektrohydraulicznymi sq:

a. serwozawory o objetosciowym natezeniu prze-
phywu rownym lub wigkszym niz 24 litrow na
minute przy cisnieniu absolutnym rownym lub
wiekszym niz 7 MPa i czasie reakcji roboczej
ponizej 100 ms;

b. pompy do paliw plynnych o predkosciach obroto-
wych na wale 8 000 lub wiecej obrotow na minute
lub o cisnieniu wylotowym rownym lub wiekszym
niz 7 MPa.

Silniki rakietowe na paliwo stale nadajace si¢ do kompletnych
systemow rakietowych lub bezpilotowych statkéw powietrznych
o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
9A007 i majace impuls catkowity rowny lub wigkszy niz 0,841
MNs.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9A119.

Nastgpujace podzespoly, inne niz wyszczegdlnione w pozycji
9A008 specjalnie zaprojektowane do uktadéw napgdowych do
rakiet na paliwo stale:

a. ostony do silnikow rakietowych i ich czesci sktadowe shuzace
do wizolacji«, nadajace si¢ do »pociskow rakietowych«,
kosmicznych pojazdéw nos$nych wyszczegdlnionych w pozycji
9A004 lub rakiet meteorologicznych (sondujacych) wyszcze-
golnionych w pozycji 9A104;

b. dysze do silnikow rakietowych, nadajace si¢ do »pociskow
rakietowych«, kosmicznych pojazdow nosnych wyszczegélnio-
nych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych (sonduja-
cych) wyszczegdlnionych w pozycji 9A104;

c. podzespoty do sterowania wektorem ciagu, nadajace si¢ do
»pociskow rakietowych«.

Uwaga techniczna:

Do sposobow sterowania wektorem ciqgu wyszczegolnionych
w pozycji 94108.c nalezq np.:

1. dysza regulowana;
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9A109

9A110

9A111

9A115

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazow wylotowych za pomocq
topatek kierowanych (nastawnych) lub systemow wtryski-
waczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

Nastepujace hybrydowe silniki rakietowe oraz specjalnie do nich
zaprojektowane elementy:

a. hybrydowe silniki rakietowe nadajace si¢ do wykorzystania
w kompletnych systemach rakietowych lub systemach bezpilo-
towych statkow powietrznych o zasiggu 300 km, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 9A009, majace impuls catkowity
réowny lub wigkszy niz 0,841 MNs, oraz specjalnie do nich
zaprojektowane elementy;

b. specjalnie zaprojektowane elementy sktadowe hybrydowych
silnikow rakietowych wyszczegolnione w pozycji 9A009 nada-
jace si¢ do »pociskow rakietowych«.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 9A009 I 9A119.

Materiaty kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niz
wyszczegolnione w pozycji 9A010, specjalnie zaprojektowane
do »pociskow rakietowych« lub podsystemow wymienionych
w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c,
9A116 lub 9A1109.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1A002.

Uwaga techniczna:

W pozycji 94110 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajgcym 300 km.

Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace si¢ do »pociskow rakieto-
wych« lub bezpilotowych statkéw powietrznych wyszczegodlnio-
nych w pozycji 9A012, oraz specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoty.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 9A011 I 9A118.

Nastgpujace urzadzenia i instalacje startowe, zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdow
nosnych wyszczegolnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet
meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104:

a. aparatura i urzadzenia do manipulacji, sterowania, urucha-
miania lub odpalania, zaprojektowane lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach
nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004, bezpilotowych
statkach powietrznych wyszczegélnionych w pozycji 9A012
lub w rakietach meteorologicznych wyszczegdlnionych
w pozycji 9A104;

b. pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania
i odpalania, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznacze-
niem do stosowania w kosmicznych pojazdach no$nych
wyszczegolnionych w pozycji 9A004, bezpilotowych statkach
powietrznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A012 lub w rakie-
tach meteorologicznych wyszczegdlnionych w pozycji 9A104.
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9A116

9A117

9A118

9A119

9A120

9A350

Nastgpujace statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi nada-
jace si¢ do »pociskow rakietowych« oraz zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoty:

a. statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi;

b. ostony cieptochronne i elementy do nich wykonane z mate-
rialtow ceramicznych lub ablacyjnych;

c. urzadzenia pochlaniajace ciepto i elementy do nich wykonane
z lekkich materiatéw o wysokiej pojemnos$ci cieplnej;

d. urzadzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do statkow
kosmicznych zdolnych do ladowania na ziemi.

Mechanizmy do taczenia stopni, mechanizmy do rozltaczania
stopni oraz mechanizmy migdzystopniowe, nadajace si¢ do wyko-
rzystania w »pociskach rakietowych«.

Urzadzenia do regulacji spalania w silnikach, nadajace si¢ do
»pociskow rakietowych« lub bezpilotowych statkow powietrznych
wyszczegolnionych w pozycji 9A012, wymienionych w pozycjach
9A011 lub 9AI111.

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do kompletnych
systemow rakietowych lub bezpilotowych statkéw powietrznych
o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz wymienione w pozycjach
9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.

Zbiorniki na paliwo ciekle, poza wyszczegdlnionymi w pozycji
9A006, specjalnie zaprojektowane na paliwa wyszczegolnione
w pozycji 1C111 lub »inne paliwa ciekle«, stosowane w systemach
rakietowych o tadunku uzytkowym co najmniej 500 kg i zasiggu
co najmniej 300 km.

Uwaga: W pozycji 94120 »inne paliwa ciekle« obejmujq paliwa
wymienione w wykazie uzbrojenia, ale nie ograniczajq
sie do nich.

Uktady zraszania lub mgtawienia, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane w taki sposob, aby nadawaly si¢ do samolotow
i »pojazdow lzejszych od powietrza« lub bezpilotowych statkow
powietrznych, oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty, jak
nastgpuje:

a. kompletne uktady zraszania lub mgtawienia mogace zapewniac,
z cieklej zawiesiny, poczatkowa kroplg o VMD ponizej 50 pm
przy natgzeniu przeptywu powyzej dwoch litrow na minutg;

b. rury rozdzielcze z rozpylaczami lub uklady jednostek generu-
jacych aerozol mogace zapewniaé, z cieklej zawiesiny, poczat-
kowa kroplg 0 VMD ponizej 50 um przy natgzeniu przeptywu
powyzej dwoch litrow na minutg;

c. jednostki generujace aerozol specjalnie zaprojektowane w taki
sposob, aby nadawaly si¢ do uktadow okreSlonych w pozycji
9A350.a i b.

Uwaga: Jednostki generujqce aerozol sq urzqdzeniami
specjalnie zaprojektowanymi lub zmodyfikowanymi
w taki sposob, aby nadawaly sie do samolotow,
takimi jak: dysze, rozpylacze bebnowe obrotowe
i podobne urzqdzenia.

Uwaga: Pozycja 94350 nie obejmuje kontrolq ukladow zraszania
lub mglawienia oraz elementow, w przypadku ktorych
wykazano, ze nie nadajq sie do przenoszenia srodkow
biologicznych w postaci zakaznych aerozoli.
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Uwagi_techniczne:

1. Wielkos¢ kropli w przypadku urzqdzen zraszajqcych lub dysz
specjalnie zaprojektowanych do stosowania w samolotach,
wpojazdach Izejszych od powietrza« lub bezpilotowych statkach
powietrznych powinna by¢é mierzona z zastosowaniem jednej
z nastepujqcych metod:

a. metoda lasera dopplerowskiego;
b. metoda dyfrakcji laserowej.

2. W pozycji 94350 »VMD« oznacza Volume Median Diameter
(objetosciowa mediana Srednicy), a dla ukiadow wodnych jest
rownoznaczna z Mass Median Diameter (MMD).
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9B
9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace urzadzenia, oprzyrzadowanie i osprzgt specjalnie
zaprojektowane do produkcji odlewow topatek wirujacych, topatek
kierowniczych lub »bandazy« do wirnikow:

a. urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepnigcie lub wytwa-
rzanie pojedynczych krysztatow;

b. rdzenie lub powtloki ceramiczne.

Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym)
systemy sterowania, oprzyrzadowanie (tacznie z czujnikami) lub
automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, spet-
niajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. specjalnie zaprojektowane do »rozwoju« silnikéw turbogazo-
wych, ich zespotow lub elementéw; oraz

b. wykorzystujace »technologie« wymieniona w pozycjach
9E003.h lub 9E003.i.

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do »produkcji« lub testo-
wania uszczelnien szczotkowych w turbinach gazowych wiruja-
cych z predkosciami obrotowymi odpowiadajacymi predkosci
liniowej wierzchotka lopatki powyzej 335 m/s i przy temperatu-
rach przekraczajacych 773 K (500 °C) oraz specjalnie do nich
zaprojektowane czgsci lub akcesoria.

Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyj-
nego »nadstopug, tytanu lub migdzymetalicznych polaczen profili
lopatkowych z tarcza, opisanych w pozycjach 9E003.a.3 lub
9E003.2.6 dla turbin gazowych.

Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym)
systemy sterowania, oprzyrzadowanie (tacznie z czujnikami) lub
automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych,
specjalnie zaprojektowane do stosowania w ktorychkolwiek
z ponizszych:

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B105.

a. tunele aerodynamiczne do predkosci Ma = 1,2 lub wyzszych;

Uwaga: Pozycja 9B005.a nie obejmuje kontrolq tuneli aero-
dynamicznych zaprojektowanych do celow edukacyyj-
nych i majqcych »wymiar przestrzeni pomiarowej«
(mierzony w  kierunku poprzecznym) o wielkosci
ponizej 250 mm.

Uwaga techniczna:

»Wymiar przestrzeni pomiarowej« oznacza Srednice
okregu lub bok kwadratu lub diuzszy bok prostokqta
W najszerszym miejscu przestrzeni pomiarowe;.

b. urzadzenia symulujace warunki przeptywu przy predkosciach
powyzej Ma = 5, tacznie z impulsowymi tunelami hiperdzwig-
kowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tune-
lami uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzenio-
wymi na gazy lekkie; lub

c. tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, rézne od urzadzen
z sekcjami dwuwymiarowymi, umozliwiajace symulacje prze-
ptywow, dla ktorych warto$¢ liczby Reynoldsa wynosi powyzej
25 * 109
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9B006

9B007

9B008

9B009

9B010

9B105

9B106

Sprzgt do badan akustycznych wibracji, w ktorym mozna wytwarzaé
ci$nienia akustyczne na poziomie 160 dB lub wyZsze (przy poziomie
odniesienia 20 pPa) o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej przy
temperaturze w komorze pomiarowej powyzej 1273 K (1 000 °C)
oraz specjalnie do niego zaprojektowane grzejniki kwarcowe.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B106.

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli stanu silnikow
rakietowych metodami nieniszczacymi (NDT), z wylaczeniem
urzadzen do dwuwymiarowych badan rentgenowskich i badan za
pomoca podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.

Przetworniki bezposrednich pomiaréw tarcia w warstwie przyscienne;j
specjalnie zaprojektowane do dziatania w badanym przeptywie przy
calkowitej temperaturze (spigtrzenia) powyzej 833 K (560 °C).

Oprzyrzadowanie specjalnie zaprojektowane do wytwarzania
elementéw wirnikow silnikow turbinowych z proszkéow metali,
zdolnych do pracy przy poziomie naprgzen stanowiacym 60 %
wytrzymalo$ci na rozcigganie (UTS) lub wyzszym i temperaturach
metalu wynoszacych 873 K (600 °C) lub wyzszych.

Sprzgt zaprojektowany specjalnie do wytwarzania »UAV« oraz
zwigzanych z nimi systeméw, sprzgtu i czgSci sktadowych
wyszczegolnionych w pozycji 9A012.

Tunele aerodynamiczne do predkosci Ma = 0,9 lub wyzszych,
nadajace si¢ do »pociskow rakietowych« oraz ich podzespotow.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCJA 9B005.

Uwaga_techniczna:

W pozycji 9B105 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkéw powietrznych o zasiegu
powyzej 300 km.

Nastgpujace komory klimatyczne i komory bezechowe:

a. komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie wszystkich
nastgpujacych warunkéw lotu:

1. spetniajacych ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. warunkéw na wysoko$ciach rownych lub wigkszych niz
15 km; lub

b. temperatury w zakresie od ponizej 223 K (- 50 °C) do
powyzej 398 K (+ 125 °C);

2. wyposazone we wstrzasarkg lub inny sprzet do badan
wibracji  lub  »zaprojektowane lub  zmodyfikowane«
z my$la o wyposazeniu we wstrzasarke lub taki sprzet
w celu generowania $rodowiska wibracyjnego o S$redniej
warto$ci kwadratowej (RMS) na poziomie rownym lub
wyzszym od 10 g przy pomiarach na »nagim stole«, o czgs-
totliwosci migdzy 20 Hz a 2 kHz i generujacego sity rowne
5 kN lub wigksze;

Uwagi_techniczne:

1. Pozycja 9B106.a.2 okresla uklady zdolne generowac srodo-
wisko wibracyjne poprzez pojedynczq fale (np. fale sinusoi-
dalng) oraz uklady zdolne generowaé szerokopasmowe
wibracje nieuporzqdkowane (tj. widmo mocy).



2012R0388 — PL — 15.06.2012 — 000.001 — 298

9BI115

9B116

9B117

2. W pozycji 9B106.a.2 »zaprojektowane lub zmodyfikowane«
oznacza, ze komora klimatyczna zapewnia odpowiednie
interfejsy (np. uszczelnienia), by zosta¢ wyposazona we
wstrzqsarke lub inny sprzet do badan wibracji wyszczegol-
niony w pozycji 2B116.

3. W pozycji 9B106.a.2 »nagi stol« oznacza plaski stol lub
powierzchnie bez osprzetu i wyposazenia.

b. komory bezechowe umozliwiajace symulowanie nastgpujacych
warunkow lotu:

1. warunkow akustycznych, w ktorych calkowity poziom
ci$nienia akustycznego wynosi 140 dB lub wigcej (przy
poziomie odniesienia 20 pPa) lub o mocy wyjsciowej
4 kW lub wigkszej; oraz

2. warunkéw na wysokosciach 15 000 m lub wigkszych; lub

3. temperatury w zakresie od ponizej 223 K (- 50 °C) do
powyzej 398 K (+ 125 °C).

Specjalne »urzadzenia produkcyjne« do systemow, podsystemow
i podzespotow wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009,
9A011, 9A101, 9A102, 9A105 do 9A109, 9A111, 9A116 do
9A120.

»Instalacje produkcyjne« specjalnie zaprojektowane do kosmicz-
nych pojazdow nos$nych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub
systemow, podsystemow i elementdéw wymienionych w pozycjach
9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 do 9A109,
9A111 lub 9A116 do 9A120 lub »pociskéw rakietowych«.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9B116 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajqcym 300 km.

Stoiska do prob i stoiska badawcze do rakiet na paliwo state lub
ciekte lub do silnikow rakietowych, majace jedna z nast¢pujacych
cech:

a. mozliwo$¢ prowadzenia badan przy wielkosciach ciagu
powyzej 68 kN; lub

b. mozliwos¢ réwnoczesnego pomiaru skfadowych ciagu wzdhiz
trzech osi.
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9C
9C108

9C110

Materialy

Materiaty do »izolacji« luzem i »wykladziny wewngtrzne«, poza
wyszczegllnionymi w pozycji 9A008, do oston silnikow rakieto-
wych, ktére mozna wykorzysta¢ w »pociskach rakietowych« lub
ktore specjalnie zaprojektowano do »pociskow rakietowych«.

Uwaga_techniczna:

W pozycji 9C108 »pocisk rakietowy« oznacza kompletne systemy
rakietowe i systemy bezpilotowych statkow powietrznych o zasiegu
przekraczajqcym 300 km.

Maty z wiokien, impregnowane zywicami, i materialy z wtokien
powlekanych metalem do tych mat, do produkcji struktur kompo-
zytowych, laminatow 1 wyrobow wyszczegdlnionych w poz.
9A110, wytwarzane zar6wno na matrycach organicznych, jak
i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia widknami lub mate-
riatami wlokienkowymi, majace »wytrzymatos¢ wlasciwa na
rozciaganie« wigksza niz 7,62 x 10* m i »modut wiasciwy«
wigkszy niz 3,18 x 10 m.

NB.: ZOB. TAKZE POZYCIJE 1C010 I 1C210.

Uwaga: Jedynymi matami z widkien impregnowanych zywicami,
ktorych dotyczy pozycja 9C110, sq te, w ktorych zasto-
sowano zZywice o temperaturze zeszklenia (T,) po utwar-
dzeniu przekraczajqcej 418K (145 °C), jak okreslono
w ASTM D4065 lub jej odpowiedniku.
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9D
9D001

9D002

9D003

9D004

Oprogramowanie

»Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do
»rozwoju« urzadzen lub »technologii« wymienionych w pozycjach
9A001 do 9A119, 9B lub 9E003.

»Oprogramowanie« specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do
»produkcji« urzadzen objgtych kontrola wedtug pozycji 9A001 do
9A119 lub 9B.

»Oprogramowanie« zawierajace »technologi¢« objeta kontrola
wedtug pozycji 9E003.h i wykorzystywane do »catkowicie auto-
nomicznych  systeméw  cyfrowego sterowania  silnikami«
(»systemow FADEC«) objetych kontrola wedtug pozycji 9A lub
w urzadzeniach objgtych kontrola wedtug pozycji 9B.

Nastgpujace inne »oprogramowanie«:

a. »oprogramowanie« uwzgledniajace sktadowe sit lepkosci
w dwoch lub trzech wymiarach, zweryfikowane na podstawie
badan w tunelach aerodynamicznych lub badan w locie,
niezbgdne do szczegdtowego modelowania przeptywu w silni-
kach;

b. »oprogramowanie« do badania turbogazowych silnikow lotni-
czych, zespotéw lub elementéw do nich, specjalnie zaprojek-
towane do zbierania, redukcji i analizy danych w czasie rzeczy-
wistym 1 zdolne do sterowania ze sprzgzeniem zwrotnym,
facznie z dynamiczna regulacja elementéw lub warunkow
badan w czasie trwania testow;

c. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do sterowania
ukierunkowanym krzepnigciem lub wytwarzaniem pojedyn-
czych krysztatow;

d. »oprogramowanie« w postaci »kodu zZrédlowego«, »kodu
wynikowego« lub kodu maszynowego, niezbgdne do »uzytko-
wania« systemow aktywnej kompensacji do regulacji luzu
wierzchotkowego topatek wirnikowych;

Uwaga: Pozycja 9D004.d nie obejmuje kontrolg »oprogramo-
wania« wchodzqcego w sklad urzqdzen niewymienio-
nych w zalqczniku 1 lub niezbednych do czynnosci
technicznych  zwiqzanych z wzorcowaniem lub
naprawq lub aktualizacjq aktywnie kompensowanych
systemow regulacji luzu wierzchotkowego fopatek.

e. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane na potrzeby »uzytkowania« »UAV« i zwiazanych z nimi
systemoOw, sprzetu i elementow wyszczegdlnionych w pozycji
9A012;

f. »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do projekto-
wania wewngtrznych kanatow chtodzacych topatek wirujacych,
lopatek kierowniczych i »bandazy« turbogazowych silnikow
lotniczych;

g. »oprogramowanie« spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. specjalnie zaprojektowane do przewidywania warunkow aero-
termodynamicznych, aeromechanicznych oraz warunkow
spalania w turbogazowych silnikach lotniczych; oraz

2. umozliwiajace teoretyczne prognozy modelowania warunkoéw
aerotermodynamicznych, aeromechanicznych oraz warunkow
spalania, ktore zostaly potwierdzone przez rzeczywiste dane
z osiagow (eksperymentalne lub produkcyjne) turbogazowego
silnika lotniczego.
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9D101

9D103

9D104

9D105

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »uzytkowania«
wyrobéw wymienionych w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub
9BI117.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do modelowania,
symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych
pojazdoéw nosnych wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub rakiet
meteorologicznych wyszczegolnionych w  pozycji 9A104, lub
podsysteméw wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105,
9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 lub 9A119.

Uwaga: »Oprogramowanie« wyszczegolnione w pozycji 9D103
podlega kontroli rowniez w przypadku stosowania go
do specjalnego osprzetu wymienionego w pozycji 44102.

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do »uzytkowania« towaréw wyspecyfikowanych w pozycjach
9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a,
9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c, 9A106.d,
9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 lub
9A118.

»Oprogramowanie«, ktore koordynuje funkcje wigcej niz jednego
podsystemu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
»uzytkowania« w pojazdach kosmicznych okreslonych w pozycji
9A004 lub rakietach meteorologicznych okreslonych w 9A104.
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9E

9E001

9E002

9E003

Technologia

Uwaga: »Technologie« do »rozwoju« lub »produkcji« wyszcze-
golnione w pozycji 9E001 do 9E003 dotyczqce silnikow
turbogazowych podlegajq kontroli, rowniez w przypadku
kiedy sq stosowane jako technologie »uzytkowania« do
napraw, przebudowy i remontow. Kontroli nie podle-
gajq: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do
czynnosci zwiqzanych z obstugq technicznq bezposrednio
dotyczqcq wzorcowania, usuwania lub wymiany uszko-
dzonych lub niezdatnych do uzytku elementow wymien-
nych, {qcznie z calymi  silnikami  lub  modutami
silnikowymi.

»Technologie« wedlug uwagi ogdlnej do technologii do
»rozwoju« urzadzen lub »oprogramowania« objgtego kontrola
wedtug pozycji 9A001.b, 9A004 do 9A012, 9A350, 9B lub 9D.

»Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do
»produkcji« urzadzen wymienionych w pozycjach 9A001.b,
9A004 do 9A011, 9A350 lub 9B.

Uwaga: Na potrzeby kontroli technologii napraw konstrukcji,
laminatow lub materiatow zob. pozycje 1E002.f.

Nastgpujace inne »technologie«:

a. »technologie« niezbgdne do »rozwoju« lub »produkcji« dowol-
nego z nastgpujacych elementow i zespotéw do silnikow turbo-
gazowych:

1. topatek wirujacych, fopatek kierowniczych lub »bandazy« do
turbin gazowych, wytwarzanych technika ukierunkowanego
krzepnigcia (DS) lub ze stopéw monokrystalicznych (SC)
i majacych (w kierunku 001 wskaznikow Millera) czas
zycia do zerwania przy pelzaniu przekraczajacy 400 godzin
przy 1273 K (1000 °C) i napr¢zeniu 200 MPa, oparty na
$rednich warto$ciach wiasciwosci fizycznych;

2. komor spalania pracujacych w $rednich temperaturach na
wylocie z palnikow powyzej 1813 K (1540 °C) lub
komor spalania zaopatrzonych w izolowane termicznie
wktadki do spalania, wktadki z niemetali lub niemetaliczne
powloki;

3. elementow wytwarzanych z ktoregokolwiek z ponizszych:

a. organicznych materiatow »kompozytowych«, zaprojektowa-
nych do pracy w temperaturach powyzej 588 K (315 °C);

b. materiatbw »kompozytowych« na »matrycy« meta-
lowej, materialbw na »matrycy« ceramicznej, mate-
riatdow migdzymetalicznych lub materialow ze wzmoc-
nieniami  migdzymetalicznymi ~ wyszczego6lnionych
w pozycji 1C007; lub

c. materiatbw  »kompozytowych«  wyspecyfikowanych
w pozycji 1C010 i wytwarzanych z uzyciem zywic
wymienionych w 1C008;

4. niechtodzonych topatek wirujacych, topatek kierowni-
czych, »bandazy« lub innych elementéw turbin, zaprojek-
towanych do pracy w strumieniu gazu o calkowitych
temperaturach ~ (stagnacji) 1323 K (1050 °C) lub
wyzszych  przy statycznym  starcie na  poziomie
morza (ISA) w »trybie stanu ustalonego« dzialania silnika;
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5. chlodzonych 1lopatek wirujacych, topatek kierowniczych
lub »bandazy«, innych niz wymienione w pozycjach
9E003.a.1, pracujacych w strumieniu gazu o catkowitych
temperaturach  (stagnacji) 1643 K (1370 °C) lub
wyzszych  przy statycznym  starcie na  poziomie
morza (ISA) w »trybie stanu ustalonego« dziatania silnika;

Uwaga techniczna:

Termin »tryb stanu ustalonego« okresla warunki dziatania
silnika, w ktorych parametry silnika, takie jak ciqg/moc,
ilos¢ obrotow na minute i inne, nie wykazujq znaczqcych
wahan, jezeli temperatura i cisnienie powietrza u wlotu
silnika sq state.

6. polaczen profili topatkowych z tarcza technika zgrzewania
w stanie statym;

7. elementéw silnikow turbogazowych wytwarzanych tech-
nika »zgrzewania dyfuzyjnego« objeta kontrola wedlug
pozycji 2E003.b;

8. »wytrzymatych na uszkodzenia« elementow wirnikow
silnikow turbogazowych, wytwarzanych technika meta-
lurgii proszkowej objgta kontrola wedtug pozycji 1C002.b;
lub

Uwaga techniczna:
»Wytrzymate na uszkodzenia« elementy skladowe sq
projektowane z uzyciem metodologii i uzasadnienn majq-
cych na celu przewidywanie i ograniczanie powstawania
spekan.

9. nieuzywane;

10. nieuzywane;

11. drazonych (pustych w $rodku) topatek wentylatorowych;

. »technologie« niezbgdne do »rozwoju« lub »produkcji«

ktorychkolwiek z ponizszych:

1. modeli lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposazo-
nych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia
danych z czujnikdéw do systemu gromadzenia i przetwarzania
danych; lub

2. wykonanych z materialtdow »kompozytowych« topat $Smigiet
lub $miglowentylatorow zdolnych do rozwijania mocy 2 000
kW przy predkosciach lotu powyzej Ma = 0,55;

. »technologie« niezbgdne do »rozwoju« lub »produkeji«

elementow silnikow turbogazowych, w ktorych zastosowano
techniki wiercenia za pomoca »laserow«, dysz wodnych lub
elektromechanicznych technik obrobki (ECM) lub obrabiarek
elektroiskrowych (EDM) otworéw spetniajacych ktorekolwiek
z ponizszych kryteriow:

1. wszystkie z ponizszych:

a. glebokosci wigksze niz czterokrotno$é ich $rednicy;

b. $rednice mniejsze od 0,76 mm; oraz
c. »katy osi otworu« rowne lub mniejsze niz 25 °; lub

2. wszystkie z ponizszych:

a. glebokosci wigksze niz pigeiokrotno$¢ ich $rednicy;
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b. srednice mniejsze od 0,4 mm; oraz
c. »katy osi otworu« powyzej 25 °;

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji 9E003.c »kqt osi otworu« mierzy si¢ od
plaszczyzny stycznej do powierzchni  profilu w  punkcie,
w ktorym oS otworu przebija powierzchnie profilu.

. »technologie« niezbgdne do »rozwoju« lub »produkcji«

uktadow przenoszenia napedu w s$miglowcach lub uktadoéw
przenoszenia napgdu w »statkach powietrznych« z odchylanymi
wirnikami lub skrzydtami;

. »technologie« do »rozwoju« lub »produkcji« systemoéw napg-

dowych pojazdow naziemnych wykorzystujacych wysokop-
rgzne silniki tlokowe spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. »objetosé komory silnikowej« 1,2 m> lub mniejsza;

2. catkowita moc uzyteczna powyzej 750 kW, okreslana
wedtug normy 80/1269/EEC, ISO 2534 lub ich krajowych
odpowiednikow; oraz

3. gestos¢ mocy powyzej 700 kW/m3 »objetosci komory silni-
kowej«;

Uwaga_techniczna:

Objetos¢ komory silnikowej w pozycji 9E003.e oznacza iloczyn
trzech prostopadilych do siebie wymiaréw mierzonych w naste-
pujacy sposob:

diugosé: dlugos¢ watu korbowego od kotnierza przedniego do
czola kota zamachowego;

szerokos¢: najwiekszy z nastepujqcych wymiarow:

a. odlegltos¢ zewnetrzna od pokrywy zaworow do
pokrywy zaworéw,

b. wymiary  zewnetrznych  krawedzi  glowic
cylindrow; lub

c. Srednica obudowy kola zamachowego;
wysokoS¢: najwiekszy z nastepujqcych wymiarow:

a. odleglos¢ od osi watlu korbowego do gornej
plaszczyzny  pokrywy zaworow (lub glowicy
cylindrow) plus podwdjny skok; lub

b. Srednica obudowy kola zamachowego.

. nastgpujace »technologie« »niezbgdne« do  »produkeji«

elementow zaprojektowanych specjalnie do silnikow wysokop-
reznych o wysokich osiagach:

1. »technologie« »niezbgdne« do »produkcji« instalacji silniko-
wych wyposazonych we wszystkie nastgpujace elementy
wykonane z materialdow ceramicznych wyszczegdlnionych
w pozycji 1C007:

a. wktadki do cylindrow;
b. tloki;

c. glowice cylindrow; oraz
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d. jeden lub wigcej innych elementow (facznie ze szczeli-
nami wylotowymi, turbodotadowarkami, prowadnicami
zaworow, zespotami zawordéw lub izolowanymi wtryski-
waczami paliwa);

2. »technologie« »niezbedne« do »produkcji« uktadow do
turbodotadowania wyposazonych w sprezarki jednostop-
niowe i spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a. sprezanie (stopien spregzania) 4:1 lub wyzszy;

b. wydatek (masowe natgzenie przeptywu) w zakresie od 30
do 130 kg na minutg; oraz

c. mozliwo$¢ zmiany pola przepltywu w zespole sprezarki
lub turbiny;

3. »technologie« »niezbgdne« do »produkcji« instalacji wtry-
skowych paliwa ze specjalnymi uktadami wielopaliwowymi
(np. na olej napgdowy lub paliwo lotnicze) w zakresie
lepkosci od paliw do silnikoéw wysokoprgznych (2,5 cSt
w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) do paliw benzynowych
(0,5 ¢St w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) i spelniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a. objetos¢ wirysku powyzej 230 mm? na wtrysk na
cylinder; oraz

b. elektroniczne zespoly sterujace specjalnie zaprojektowane
do automatycznego przetaczania, za pomoca odpowied-
nich czujnikéw, charakterystyk regulacyjnych w zalez-
nosci od wilasciwosci paliwa w celu utrzymania tej
samej charakterystyki momentu obrotowego;

g. »technologie« »niezbgdne« do »rozwoju« lub »produkeji«
»silnikdéw wysokopreznych o wysokich osiagach« ze smarowa-
niem $cianek cylindrow za pomoca smarow statych, z fazy
gazowej lub filmu cieczowego (lub metoda kombinowang)
i umozliwiajace pracg silnika do temperatur powyzej 723
K (450 °C), mierzonych na $ciance cylindra w géornym poto-
zeniu gornego pierscienia tlokowego;

Uwaga techniczna:

»Silniki wysokoprezne o wysokich osiqgach« oznaczajq silniki
wysokoprezne (Diesla) o Srednim cisnieniu uzytecznym 1,8
MPa lub wyzszym przy predkosciach obrotowych 2 300
obrotow na minute, pod warunkiem ze ich predkos¢ nominalna
wynosi 2 300 obrotow na minute lub wigcej.

h. nastgpujace »technologie« do uzytku w »systemach FADEC«
sterujacych silnikami turbospalinowymi:

1. »technologia« »rozwoju« majaca na celu sformulowanie
wymogow funkcjonalnych dla elementéw sktadowych
potrzebnych w »systemach FADEC« do regulacji sily
ciagu silnika lub mocy na wale (np. stale czasowe i usta-
wienia dokladnos$ci czujnika sprzgzenia zwrotnego, szyb-
kos$¢ otwierania i zamykania zaworu paliwa);

2. »technologia« »rozwoju« lub »produkcji« elementéw steru-
jacych i diagnostycznych wystgpujacych wylacznie w »syste-
mach FADEC« i stosowanych do regulacji sity ciagu silnika
lub mocy na wale;

3. »technologia« »rozwoju« algorytméw sterowania, w tym
»kodow zZrodtowych« wystepujacych wylacznie w »syste-
mach FADEC« i stosowanych do regulacji sity ciagu silnika
lub mocy na wale;
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9E101

9E102

Uwaga: Pozycjia 9E003.h nie obejmuje kontrolq danych
technicznych zwiqzanych z integracjq silnika ze
statkiem powietrznym, ktorych publikacja wyma-
gana jest przez organy certyfikacyjne lotnictwa
cywilnego do ogdlnego wykorzystania w lotnictwie
(np. instrukcje instalacji, instrukcje obslugi,
instrukcje zachowania sprawnosci do lotu) lub
w zwiqzku z funkcjami interfejsu (np. obstuga
urzqdzen wejScia-wyjscia, zapotrzebowanie na
sile ciqgu silnika lub moc na wale w platowcu,).

i. nastgpujaca »technologia« na potrzeby uktadow o regulowane;j

Sciezce przeptywu zaprojektowanych z mysla o utrzymywaniu
stabilno$ci turbin wysokopreznych, turbowentylatorow lub
turbin odbiorczych (niskopr¢znych) lub dysz napgdowych:

1. »technologia« »rozwoju« stuzaca wypracowywaniu kryte-
riow dla elementow sktadowych utrzymujacych stabilno$é
silnika;

2. »technologia« »rozwoju« lub »produkcji« na potrzeby
elementow sktadowych specyficznych dla uktadu o regulo-
wanej $ciezce przepltywu, ktore utrzymuja stabilnos¢ silnika;

3. »technologia« »rozwoju« na potrzeby algorytmow stero-
wania, w tym »kodu zrodtowego«, specyficznych dla uktadu
o regulowanej $ciezce przeplywu, ktore utrzymuja stabilnos¢
silnika.

Uwaga: Pozycja 9E003.i nie obejmuje kontrolq »technologii«
wrozwoju« lub »produkcji« odnoszqcej sie do ktore-
gokolwiek z ponizszych:

a. wlotowych topatek kierowniczych;

b. wentylatorow o zmiennym skoku lub smiglowenty-
latorow;

c. lopatek kierowniczych o zmiennej geometrii stoso-
wanych w sprezarkach;

d. zaworow upustowych w sprezarkach, lub

e. kanatow o zmiennej geometrii opracowanych do
odwracaczy ciqgu.

. »Technologie«, zgodne z uwaga ogdlna do technologii, stuzace

do »rozwoju« wyrobow wymienionych w pozycjach 9A101,
9A102, 9A104 do 9A111 lub 9A115 do 9A119.

. »Technologie« wedlug uwagi ogolnej do technologii do

»produkcji« »UAV« wyszczegdlnionych w pozycji 9A012
lub wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102,
9A104 do 9A111 lub 9A115 do 9A119.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b »UAV« oznacza systemy bezpilotowych
statkow powietrznych o zasiegu przekraczajqcym 300 km.

»Technologie«, zgodne z uwaga ogdlna do technologii, stuzace do
»uzytkowania« kosmicznych pojazdow no$nych wyszczegolnio-
nych w pozycji 9A004, wyrobow wymienionych w pozycjach
9A005 do 9A011, »UAV« wyszczegdlnionych w pozycji 9A012
lub wyrobéw wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102, 9A104
do 9A111, 9A115 do 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,
9B117, 9D101 lub 9D103.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E102 »UAV« oznacza systemy bezpilotowych statkow
powietrznych o zasiegu przekraczajqcym 300 km.”



